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(54) Bezeichnung: TERAHERTZ-VORRICHTUNG

(57) Hauptanspruch: Terahertz-Vorrichtung (10) mit:
Terahertz-Elementen (20) mit einem ersten Terahertz-Ele-
ment (20A) und einem zweiten Terahertz-Element (20B),
die so ausgestaltet sind, dass sie eine elektromagnetische
Welle empfangen; und

reflektierenden Oberflachen mit einer ersten reflektieren-
den Oberflache und einer zweiten reflektierenden Oberfla-
che, wobei die erste reflektierende Oberflache dem ersten
Terahertz-Element (20A) in einer Dickenrichtung des ers-
ten Terahertz-Elements (20A) gegenuberliegt, um eine ein-
fallende elektromagnetische Welle in Richtung des ersten
Terahertz-Elements (20A) zu reflektieren, und die zweite
reflektierende Oberflaiche dem zweiten Terahertz-Element
(20B) in einer Dickenrichtung des zweiten Terahertz-Ele-
ments (20B) gegenuberliegt, um eine einfallende elektro-
magnetische Welle in Richtung des zweiten Terahertz-Ele-
ments (20B) zu reflektieren, wobei

die erste reflektierende Oberflache zu dem ersten Tera-
hertz-Element (20A) hin gedffnet und so gekrimmt ist,
dass sie in eine von dem ersten Terahertz-Element (20A)
wegflhrende Richtung vertieft ist,

die zweite reflektierende Oberflache zu dem zweiten Tera-
hertz-Element (20B) hin gedéffnet und so gekrimmt, dass
sie in einer von dem zweiten Terahertz-Element (20B)
wegflhrenden Richtung vertieft ist, wobei

wenn eine Richtung parallel zur Dickenrichtung jedes der
Terahertz-Elemente (20) als Hohenrichtung der Terahertz-
Vorrichtung (10) bezeichnet wird, die erste reflektierende

Oberflache und die zweite reflektierende Oberflache
nebeneinander in einer ersten Richtung angeordnet sind,
die die Hohenrichtung der Terahertz-Vorrichtung (10)
schneidet, und

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der Terahertz-
Vorrichtung (10) mindestens eine der ersten reflektieren-
den Oberflache und der zweiten reflektierenden Oberfla-
che in der ersten Richtung kleiner ist als in einer zweiten
Richtung, die orthogonal zu der ersten Richtung verlauft.
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Beschreibung
TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf
eine Terahertz- Vorrichtung.

STAND DER TECHNIK

[0002] Jingste Fortschritte in der Miniaturisierung
elektronischer Vorrichtungen wie Transistoren
haben die Grof3e elektronischer Vorrichtungen auf
den Nanobereich reduziert. Infolgedessen wird ein
Phanomen namens Quanteneffekt beobachtet. Der
Quanteneffekt wird genutzt, um eine ultraschnelle
Verarbeitungsvorrichtung und eine Vorrichtung mit
einer neuen Funktion zu entwickeln.

[0003] In einer solchen Umgebung werden insbe-
sondere elektromagnetische Wellen im Frequenzbe-
reich von 0,1 THz bis 10 THz, was als ein Terahertz-
band bezeichnet wird, verwendet, um
Hochleistungskommunikation, Informationsverarbei-
tung, Bildgebung und Messungen durchzuflihren.
Dieser Frequenzbereich weist sowohl Eigenschaften
von Lichtals auch von Radiowellen auf. Wenn eine
Vorrichtung, die in diesem Frequenzband arbeitet,
realisiert wird, kann die Vorrichtung in vielen Anwen-
dungen wie Messungen in verschiedenen Gebieten,
zum Beispiel in den Gebieten der Physik, Astronomie
und Biologie, zusatzlich zu Bildgebung, Hochleis-
tungskommunikation und Informationsverarbeitung,
die oben beschrieben sind, verwendet werden.

[0004] Ein bekanntes Element, das elektromagneti-
sche Wellen mit einer Frequenz im Terahertzband
erzeugt oder empfangt, hat eine Struktur, die z.B.
eine Resonanztunneldiode und eine Feinschlitzan-
tenne integriert (siehe z.B. Patentliteratur 1).

[0005] Patentliteratur 2 betrifft eine optische Zelle
mit zwei Kanalen, die einen visuellen Feldreflektor
und eine Vielzahl von Objektreflektorpaaren aufweist
und eine Vielzahl von Lichtquellenanschliissen und
ein Paar von Detektoranschlissen umfasst, wobei
die jeweiligen Lichtquellenanschlisse so beschaffen
sind, dass sie ein Strahlenbilindel durchlassen, und
die reflektierenden Detektoranschlisse so beschaf-
fen sind, dass sie das Strahlenblndel empfangen.

[0006] Patentliteratur 3 betrifft eine optische Zelle,
durch die sich elektromagnetische Signale ausbrei-
ten und insbesondere eine mehrkanalige optische
Zelle, durch die sich elektromagnetische Signale mit
unterschiedlichen Frequenzen gleichzeitig ausbrei-
ten kénnen.

ZITATLISTE
Patentliteratur

Patentliteratur 1: Japanische Offenlegungs-
schrift Nr. JP 2016-111542 A

Patentliteratur 2: JP 2011-203 253 A
Patentliteratur 3: US 2011/ 0 233 406 A1

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
Technisches Problem

[0007] Eine Terahertz-Vorrichtung wird als Licht-
quelle verwendet, die eine elektromagnetische
Welle mit einer Frequenz im Terahertzband ausgibt,
oder als Detektor, der eine elektromagnetische Welle
mit einer Frequenz im Terahertzband detektiert. Es
besteht Bedarf an einer Terahertz-Vorrichtung, die
eine hohe Leistung (,output®) erzeugt oder die Auflo-
sung verbessert.

[0008] Ein Ziel der vorliegenden Offenbarung ist es,
eine Terahertz-Vorrichtung bereitzustellen, die eine
hohe Leistung erzeugt oder die Auflésung verbes-
sert.

Lésung des Problems

[0009] Um das obige Problem zu I8sen, umfasst
eine Terahertz-Vorrichtung Terahertz-Elemente mit
einem ersten Terahertz-Element und einem zweiten
Terahertz-Element, die so ausgestaltet sind, dass sie
eine elektromagnetische Welle empfangen, und
reflektierende Oberflachen mit einer ersten reflektier-
enden Oberflache und einer zweiten reflektierenden
Oberflache, wobei die erste reflektierende Oberfla-
che dem ersten Terahertz-Element in einer Dicken-
richtung des ersten Terahertz-Elements gegenuiber-
liegt, um eine einfallende elektromagnetische Welle
zu dem ersten Terahertz-Element zu reflektieren, und
wobei die zweite reflektierende Oberflaiche dem
zweiten Terahertz-Element in einer Dickenrichtung
des zweiten Terahertz-Elements gegenuberliegt, um
eine einfallende elektromagnetische Welle zu dem
zweiten Terahertz-Element zu reflektieren. Die erste
reflektierende Oberflache ist zu dem ersten Tera-
hertz-Element hin gedffnet und so gekrimmt, dass
sie in einer von dem ersten Terahertz-Element weg-
fuhrenden Richtung vertieft ist. Die zweite reflektie-
rende Oberflache ist zu dem zweiten Terahertz-Ele-
ment hin gedffnet und so gekrimmt, dass sie in einer
von dem zweiten Terahertz-Element wegfliihrenden
Richtung vertieft ist. Die erste reflektierende Oberfla-
che und die zweite reflektierende Oberflache sind in
einer ersten Richtung benachbart zueinander ange-
ordnet. Wenn eine Richtung parallel zu der Dicken-
richtung jedes der Terahertz-Elemente als Héhen-
richtung der Terahertz-Vorrichtung bezeichnet wird,
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ist, in einer Betrachtung der Hohenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung, mindestens eine der ersten reflek-
tierenden Oberflache und der zweiten reflektieren-
den Oberflache in der ersten Richtung kleiner als in
einer zweiten Richtung, die orthogonal zu der ersten
Richtung verlauft.

[0010] Diese Struktur verringert den Abstand zwi-
schen dem ersten Terahertz-Element und dem zwei-
ten Terahertz-Element, die in der ersten Richtung
benachbart sind. Dies verbessert die Auflésung der
Terahertz-Vorrichtung in einem Detektionsbereich
elektromagnetischer Wellen.

[0011] Um das oben beschriebene Problem zu
I6sen, umfasst eine Terahertz-Vorrichtung Tera-
hertz-Elemente, umfassend ein erstes Terahertz-Ele-
ment und ein zweites Terahertz-Element, die so aus-
gestaltet sind, dass sie eine elektromagnetische
Welle erzeugen; und reflektierende Oberflachen,
umfassend eine erste reflektierende Oberflache und
eine zweite reflektierende Oberflache, wobei die
erste reflektierende Oberflache dem ersten Tera-
hertz-Element in einer Dickenrichtung des ersten
Terahertz-Elements gegeniberliegt, um die von
dem ersten Terahertz-Element erzeugte elektromag-
netische Welle in eine (,one*) Richtung zu reflektie-
ren, und wobei die zweite reflektierende Oberflache
dem zweiten Terahertz-Element in einer Dickenrich-
tung des zweiten Terahertz-Elements gegeniiber-
liegt, um die von dem zweiten Terahertz-Element
erzeugte elektromagnetische Welle in eine (,one*)
Richtung zu reflektieren. Die erste reflektierende
Oberflache ist zu dem ersten Terahertz-Element hin
geoffnet und so gekriimmt, dass sie in einer von dem
ersten Terahertz-Element wegflihrenden Richtung
vertieft ist. Die zweite reflektierende Oberflache ist
in Richtung des zweiten Terahertz-Elements gedtffnet
und so gekrimmt, dass sie in einer Richtung weg von
dem zweiten Terahertz-Element vertieft ist. Die erste
reflektierende Oberflache und die zweite reflektie-
rende Oberflache sind in einer ersten Richtung
benachbart zueinander angeordnet. Wenn eine
Richtung parallel zu der Dickenrichtung jedes der
Terahertz-Elemente als Hohenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung bezeichnet wird, ist, in einer
Betrachtung in der Héhenrichtung der Terahertz-Vor-
richtung, mindestens eine der ersten reflektierenden
Oberflache und der zweiten reflektierenden Oberfla-
che in der ersten Richtung kleiner als in einer zweiten
Richtung, die zu der der ersten Richtung orthogonal
verlauft.

[0012] In dieser Struktur umfasst die Terahertz-Vor-
richtung mehrere Terahertz-Elemente. Wenn die
Terahertz-Vorrichtung als Lichtquelle verwendet
wird, die so ausgestaltet ist, dass sie eine elektro-
magnetische Welle mit einer Frequenz im Terahertz-
band ausgibt, erzeugt die Lichtquelle daher eine
hohe Leistung. Dartber hinaus wird der Abstand zwi-

schen dem ersten Terahertz-Element und dem zwei-
ten Terahertz-Element in der ersten Richtung verrin-
gert. Dadurch wird der Abstand in der ersten
Richtung zwischen den elektromagnetischen Wellen,
die unidirektional von den Terahertz-Elementen
durch die reflektierenden Oberflachen ausgestrahit
werden, beseitigt oder verringert. Dadurch werden
die elektromagnetischen Wellen von der Terahertz-
Vorrichtung gleichmafig in die erste Richtung abge-
strahlt.

Vorteilhafte Effekte der Erfindung

[0013] Die oben beschriebene Terahertz-Vorrich-
tung erzeugt eine hohe Leistung oder verbessert
die Auflésung.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht, die eine
erste Ausfihrungsform einer Terahertz-Vorrich-
tung in einer Ansicht von oben zeigt.

Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht der in
Fig. 1 gezeigten Terahertz-Vorrichtung in einer
Ansicht von unten.

Fig. 3 ist eine Rickansicht der in Fig. 1 gezeig-
ten Terahertz-Vorrichtung.

Fig. 4 ist eine Endansicht derin Fig. 3 gezeigten
Terahertz-Vorrichtung entlang der Linie 4-4.

Fig. 5 ist eine Endansicht derin Fig. 3 gezeigten
Terahertz-Vorrichtung entlang der Linie 5-5.

Fig. 6 ist eine Frontansicht eines Terahertz-Ele-
ments.

Fig. 7 ist eine schematische Endansicht eines
aktiven Elements und seiner Umgebung.

Fig. 8 ist eine vergroRerte Teilansicht von Fig. 7.

Fig. 9 ist eine perspektivische Ansicht einer
Antennenbasis der in Fig. 1 gezeigten Tera-
hertz-Vorrichtung in einer Ansicht von oben.

Fig. 10 ist eine Draufsicht der in Fig. 9 gezeigten
Antennenbasis.

Fig. 11 ist eine Querschnittsansicht der in
Fig. 10 gezeigten Antennenbasis entlang der
Linie 11-11.

Fig. 12 ist eine Querschnittsansicht der in Fig. 3
gezeigten Terahertz-Vorrichtung, entlang der
Linie 12-12.

Fig. 13 ist eine Querschnittsansicht der in
Fig. 12 gezeigten Terahertz-Vorrichtung entlang
der Linie 13-13.

Fig. 14 ist eine vergrdlerte Teilansicht von in
Fig. 13 gezeigten leitenden Abschnitten und
deren Umgebung.
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Fig. 15 ist eine vergroRerte Teilansicht von in
Fig. 14 gezeigten leitenden Abschnitten und
deren Umgebung.

Fig. 16 ist ein Diagramm, das ein Beispiel fur
einen Schritt in einem Verfahren zur Herstellung
der Terahertz-Vorrichtung der ersten Ausflih-
rungsform zeigt.

Fig. 17 ist eine Querschnittsansicht des in
Fig. 16 gezeigten Tragersubstrats und seiner
Umgebung entlang der Linie 17-17.

Fig. 18 ist ein Diagramm, das ein Beispiel fir
einen Schritt in dem Verfahren zur Herstellung
der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 19A ist eine Querschnittsansicht des in
Fig. 18 gezeigten Tragersubstrats und seiner
Umgebung entlang der Linie 19-19 wund
Fig. 19B ist eine vergroflerte Teilansicht von
Fig. 19A.

Fig. 20 ist ein Diagramm, das ein Beispiel fur
einen Schritt in dem Verfahren zur Herstellung
der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 21 ist eine Querschnittsansicht des in
Fig. 20 gezeigten Tragersubstrats und seiner
Umgebung entlang der Linie 21-21.

Fig. 22 ist ein Diagramm, das ein Beispiel fur
einen Schritt in dem Verfahren zur Herstellung
der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 23 ist eine Querschnittsansicht des in
Fig. 22 dargestellten Tragersubstrats und seiner
Umgebung entlang der Linie 23-23.

Fig. 24 ist ein Diagramm, das ein Beispiel fir
einen Schritt in dem Verfahren zur Herstellung
der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 25 ist ein Diagramm, das ein Beispiel fir
einen Schritt in dem Verfahren zur Herstellung
der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 26 ist ein Diagramm, das ein Beispiel fur
einen Schritt in dem Verfahren zur Herstellung
der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 27 ist ein Diagramm, das ein Beispiel fur
einen Schritt in dem Verfahren zur Herstellung
der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 28 ist ein Diagramm, das ein Beispiel fur
einen Schritt in dem Verfahren zur Herstellung
der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 29 ist ein Diagramm, das ein Beispiel fir
einen Schritt in dem Verfahren zur Herstellung
der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 30 ist ein Diagramm, das ein Beispiel fir
einen Schritt in dem Verfahren zur Herstellung
der Terahertz-Vorrichtung zeigt.
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Fig. 31A ist ein Diagramm, das ein von Gas
umgebenes Terahertz-Element zeigt, und
Fig. 31B ist ein Diagramm, das die Anderungen
des Brechungsindex in dem Fall von Fig. 31A
zeigt.

Fig. 32A ist ein Diagramm, das ein Terahertz-
Element zeigt, das von einem Dielektrikum und
Gas umgeben ist, und Fig. 32B ist ein Dia-
gramm, das die Anderungen des Brechungsin-
dex in dem Fall von Fig. 32A zeigt.

Fig. 33 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht, die ein vergleichendes Beispiel einer Tera-
hertz-Vorrichtung zeigt, in der die Abstande zwi-
schen benachbarten Terahertz-Elementen
angegeben sind.

Fig. 34 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht, die die Terahertz-Vorrichtung der ersten
Ausflihrungsform zeigt und die Abstande zwi-
schen den Terahertz-Elementen angibt, die
nebeneinander liegen.

Fig. 35 ist eine Draufsicht, die eine zweite Aus-
fuhrungsform einer Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 36 ist eine perspektivische Ansicht einer
Antennenbasis der in Fig. 35 gezeigten Tera-
hertz-Vorrichtung in einer Ansicht von oben.

Fig. 37 ist eine Draufsicht der in Fig. 36 gezeig-
ten Antennenbasis.

Fig. 38 ist eine Draufsicht, die eine Art von
getrenntem Antennenbasen zeigt, die die in
Fig. 37 gezeigte Antennenbasis bilden.

Fig. 39 ist eine Draufsicht, die eine andere Art
von getrenntem Antennenbasen zeigt, die die in
Fig. 37 gezeigte Antennenbasis bilden.

Fig. 40 ist eine Draufsicht, die eine weitere Art
von getrenntem Antennenbasen zeigt, die die in
Fig. 37 gezeigte Antennenbasis bilden.

Fig. 41 ist eine Querschnittsansicht der in
Fig. 35 gezeigten Terahertz-Vorrichtung entlang
der Linie 41-41.

Fig. 42 ist eine Querschnittsansicht der in
Fig. 35 gezeigten Terahertz-Vorrichtung entlang
der Linie 42-42.

Fig. 43 ist eine Querschnittsansicht der in
Fig. 35 gezeigten Terahertz-Vorrichtung entlang
der Linie 43-43.

Fig. 44 ist eine Querschnittsansicht, die die
Lagebeziehung leitender Abschnitte in der in
Fig. 35 gezeigten Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 45 ist eine vergroRerte Teilansicht einer
Antennenbasis.

Fig. 46 ist eine Draufsicht, die eine dritte Aus-
fuhrungsform einer Terahertz-Vorrichtung zeigt.
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Fig. 47 ist eine perspektivische Ansicht einer
Antennenbasis der in Fig. 46 gezeigten Tera-
hertz-Vorrichtung in einer Ansicht von oben.

Fig. 48 ist eine Draufsicht der in Fig. 47 gezeig-
ten Antennenbasis.

Fig. 49 ist eine Draufsicht, die eine Art von sepa-
rater Antennenbasis zeigt, die die in Fig. 48
gezeigte Antennenbasis bildet.

Fig. 50 ist eine Draufsicht, die eine andere Art
von separater Antennenbasis zeigt, die die in
Fig. 48 gezeigte Antennenbasis bildet.

Fig. 51 ist eine Draufsicht, die eine weitere Art
von separater Antennenbasis zeigt, die die in
Fig. 48 gezeigte Antennenbasis bildet.

Fig. 52 ist eine Querschnittsansicht der in
Fig. 46 gezeigten Terahertz- Vorrichtung ent-
lang der Linie 52-52.

Fig. 53 ist eine Querschnittsansicht der in
Fig. 46 gezeigten Terahertz-Vorrichtung entlang
der Linie 53-53.

Fig. 54 ist eine Querschnittsansicht, die die
Lagebeziehung leitender Abschnitte in der in
Fig. 46 gezeigten Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 55 ist eine vergroRerte Teilansicht von in
Fig. 54 gezeigten leitenden Abschnitten.

Fig. 56 ist eine vergrofierte Teilansicht einer
Antennenbasis.

Fig. 57 ist eine Querschnittsansicht, die ein
modifiziertes Beispiel der ersten Ausfiihrungs-
form der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 58 ist eine Querschnittsansicht, die ein
modifiziertes Beispiel der zweiten Ausfihrungs-
form der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 59 ist eine Querschnittsansicht eines modi-
fizierten Beispiels der zweiten Ausflihrungsform
der Terahertz-Vorrichtung.

Fig. 60 ist eine Querschnittsansicht, die ein
modifiziertes Beispiel der zweiten Ausfihrungs-
form der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 61 ist eine Querschnittsansicht, die ein
modifiziertes Beispiel der zweiten Ausfihrungs-
form der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 62 ist ein allgemeines Schaltdiagramm, das
ein modifiziertes Beispiel fir die erste Ausflih-
rungsform der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

Fig. 63 ist eine vergroRerte Teil-Querschnittsan-
sicht, die ein modifiziertes Beispiel der ersten
Ausfuhrungsform der Terahertz-Vorrichtung
zeigt.

Fig. 64 ist eine vergroRerte Teil-Querschnittsan-
sicht, die ein modifiziertes Beispiel der zweiten

Ausfuhrungsform der
zeigt.

Terahertz-Vorrichtung

Fig. 65 ist eine vergrofRerte Teil-Querschnittsan-
sicht, die ein modifiziertes Beispiel der zweiten
Ausfuhrungsform der Terahertz-Vorrichtung
zeigt.

Fig. 66 ist eine schematische Vorderansicht
eines modifizierten Beispiels eines Terahertz-
Elements.

Fig. 67 ist ein Draufsicht einer Antennenbasis in
einem modifizierten Beispiel der ersten Ausflih-
rungsform der Terahertz- Vorrichtung.

Fig. 68 ist eine Querschnittsansicht der in
Fig. 67 gezeigten Antennenbasis entlang der
Linie 68-68.

Fig. 69 ist ein Draufsicht einer Antennenbasis in
einem modifizierten Beispiel der ersten Ausfih-
rungsform der Terahertz- Vorrichtung.

Fig. 70 ist eine Querschnittsansicht der in
Fig. 69 gezeigten Antennenbasis entlang der
Linie 70-70.

Fig. 71 ist eine Draufsicht einer Antennenbasis
in einem modifizierten Beispiel der zweiten Aus-
fuhrungsform der Terahertz-Vorrichtung.

Fig. 72 ist eine Draufsicht einer Antennenbasis
in einem modifizierten Beispiel der dritten Aus-
fihrungsform der Terahertz- Vorrichtung.

Fig. 73 ist ein Draufsicht einer Antennenbasis in
einem modifizierten Beispiel einer Terahertz-
Vorrichtung.

Fig. 74 ist eine Draufsicht eines modifizierten
Beispiels einer Terahertz-Vorrichtung mit der in
Fig. 73 gezeigten Antennenbasis.

Fig. 75 ist eine Querschnittsansicht, die ein
modifiziertes Beispiel der ersten Ausflihrungs-
form der Terahertz-Vorrichtung zeigt.

BESCHREIBUNG DER AUSFUHRUNGSFORMEN

[0014] Ausflhrungsformen einer Terahertz-Vorrich-
tung werden nun unter Bezugnahme auf die Zeich-
nungen beschrieben. Die nachstehend beschriebe-
nen Ausfihrungsformen sind Beispiele fir
Konfigurationen bzw. Ausgestaltungen und Verfah-
ren zur Umsetzung eines technischen Konzepts
und sollen nicht dazu dienen, Material, Form, Struk-
tur, Anordnung, Abmessungen und dergleichen der
einzelnen Komponenten auf die nachstehend
beschriebenen zu beschranken. Die nachstehend
beschriebenen Ausflihrungsformen koénnen ver-
schiedene Modifikationen erfahren. Teile der Zeich-
nungen sind schematisch dargestellt.
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[0015] In der vorliegenden Offenbarung umfasst,
sofern nicht anders angegeben, eine Struktur, die
als ,A ist auf B ausgebildet” beschrieben wird, eine
Struktur, in der A direkt auf B ausgebildet ist, und eine
Struktur, in der A auf B ausgebildet ist, wobei sich ein
Zwischenelement zwischen A und B befindet. Wei-
terhin umfasst, sofern nicht anders angegeben, eine
Struktur, die als ,A ist auf B angeordnet® beschrieben
wird, eine Struktur, bei der A direkt auf B angeordnet
ist, und eine Struktur, bei der A auf B angeordnet ist,
wobei sich ein Zwischenelement zwischen A und B
befindet. Weiterhin umfasst, sofern nicht anders
angegeben, eine Struktur, die als ,A Uberlappt B in
einer Betrachtung in einer Richtung“ beschrieben
wird, auch eine Struktur, bei der die Gesamtheit von
A B Uberlappt, und eine Struktur, bei der ein Teil bzw.
Abschnitt von A B Uberlappt.

Erste Ausfiihrungsform
Struktur der Terahertz-Vorrichtung

[0016] Der Aufbau einer ersten Ausfihrungsform
einer Terahertz-Vorrichtung 10 gemaf der vorliegen-
den Offenbarung wird nun unter Bezugnahme auf die
Fig. 1 bis 15 beschrieben.

[0017] Wie in den Fig. 1 und 2 gezeigt, ist die Tera-
hertz-Vorrichtung 10 der vorliegenden Ausfiihrungs-
form vollstandig langlich und rechteckig-kastenfor-
mig. Die Terahertz-Vorrichtung 10 umfasst eine
Vorrichtungshauptflache 11, eine Vorrichtungsrick-
flache 12, die der Vorrichtungshauptflache 11 gegen-
Uberliegt, und vier Vorrichtungsseitenflachen 13 bis
16. Die Vorrichtungshauptflache 11 hat die Form
eines langgestreckten Rechtecks mit einer Langs-
richtung und einer Querrichtung, die orthogonal zuei-
nander sind. Die Terahertz-Vorrichtung 10 der vorlie-
genden Ausflihrungsform empfangt eine
elektromagnetische Welle von der AuRenseite der
Terahertz-Vorrichtung 10. Es wird davon ausgegan-
gen, dass die elektromagnetische Welle Konzepte
von Licht- und/oder Radiowellen umfasst.

[0018] Bei der vorliegenden Ausfiihrungsform wird
die Langsrichtung der Vorrichtungshauptflache 11
als x-Richtung und die Querrichtung der Vorrich-
tungshauptflache 11 als y-Richtung bezeichnet.
Eine Richtung, die orthogonal zu der x-Richtung
und zu der y-Richtung verlauft, wird als z-Richtung
bezeichnet. Die z-Richtung wird auch als die Héhen-
richtung der Terahertz-Vorrichtung 10 bezeichnet.

[0019] Sowohl die Vorrichtungshauptflache 11 als
auch die Vorrichtungsrickflache 12 schneiden die
z-Richtung. In der vorliegenden Ausfuhrungsform
sind die Vorrichtungshauptflache 11 und die Vorrich-
tungsruckflache 12 orthogonal zu der z-Richtung.
Die Vorrichtungsrickflache 12 und die Vorrichtungs-
hauptflache 11 weisen in der z-Richtung in entgegen-

gesetzte Richtungen. Das heifdt, die Vorrichtungs-
hauptflache 11 und die Vorrichtungsrickflache 12
kdnnen als gegenuberliegende Endflachen der Tera-
hertz-Vorrichtung 10 in Hohenrichtung bezeichnet
werden.

[0020] Der Kiirze halber wird eine Richtung, die sich
von der Vorrichtungsruckflache 12 in Richtung der
Vorrichtungshauptflache 11 in der z-Richtung
erstreckt, als ,nach oben“ bezeichnet. Der Begriff
,hach oben® bezieht sich auch auf eine Richtung,
die orthogonal zu der Vorrichtungshauptflache 11
verlauft und sich von der Vorrichtungshauptflache
11 weg von bzw. zu der Vorrichtungsrickflache 12
erstreckt. Die vier Vorrichtungsseitenflaichen 13 bis
16 kénnen auch als ,die erste Vorrichtungsseitenfla-
che 13% ,die zweite Vorrichtungsseitenflache 14
.die dritte Vorrichtungsseitenflache 15 und ,die
vierte Vorrichtungsseitenflache 16“ bezeichnet wer-
den.

[0021] Die erste Vorrichtungsseitenflache 13 und
die zweite Vorrichtungsseitenflache 14 sind in x-
Richtung gegeniiberliegende Endflachen der Tera-
hertz-Vorrichtung 10 und schneiden die x-Richtung.
In der vorliegenden Ausfiihrungsform stehen die
erste Vorrichtungsseitenfliche 13 und die zweite
Vorrichtungsseitenflache 14 orthogonal zu der x-
Richtung und erstrecken sich in der y-Richtung und
der z-Richtung. Bei der vorliegenden Ausfiihrungs-
form weisen die erste Vorrichtungsseitenflache 13
und die zweite Vorrichtungsseitenflache 14 jeweils
eine Stufe auf. Dieser Punkt wird spater noch
beschrieben.

[0022] Die dritte Vorrichtungsseitenflache 15 und
die vierte Vorrichtungsseitenflache 16 sind gegen-
Uberliegende Endflachen der Terahertz-Vorrichtung
10 in der y-Richtung und schneiden die y-Richtung.
In der vorliegenden Ausfiihrungsform liegen die dritte
Vorrichtungsseitenflache 15 und die vierte Vorrich-
tungsseitenflache 16 orthogonal zu der y-Richtung
und erstrecken sich in der x-Richtung und der z-Rich-
tung.

[0023] Wie in Fig. 3 gezeigt umfasst die Terahertz-
Vorrichtung 10 Terahertz-Elemente 20. Die Tera-
hertz-Elemente 20 umfassen ein Terahertz-Element
20A, ein Terahertz-Element 20B und ein Terahertz-
Element 20C. Die Terahertz-Elemente 20A bis 20C
haben die gleiche Struktur. In der vorliegenden Aus-
fihrungsform sind die Terahertz-Elemente 20A bis
20C in der x-Richtung zueinander ausgerichtet (,alig-
ned with each other in the x-direction®) und sind in der
y-Richtung voneinander getrennt. Das Terahertz-Ele-
ment 20A ist in der y-Richtung ndher an der dritten
Vorrichtungsseitenflache 15 angeordnet als die Mitte
der Terahertz-Vorrichtung 10. Das Terahertz-Ele-
ment 20C ist in der y-Richtung néher an der vierten
Vorrichtungsseitenflache 16 angeordnet als die Mitte
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der Terahertz-Vorrichtung 10. Das Terahertz-Ele-
ment 20B ist in der y-Richtung zwischen dem Tera-
hertz-Element 20A und dem Terahertz-Element 20C
angeordnet. In der vorliegenden Ausfluhrungsform
befindet sich das Terahertz-Element 20B in der
Mitte der Terahertz-Vorrichtung 10 in der y-Richtung.
In der vorliegenden Ausfiihrungsform sind die Tera-
hertz-Elemente 20A bis 20C in der Mitte der Tera-
hertz-Vorrichtung 10 in der x-Richtung angeordnet.

[0024] Der Einfachheit halber werden die Terahertz-
Elemente 20A bis 20C in der Beschreibung, die den
Terahertz-Elemente 20A bis 20C gemeinsam ist, ein-
fach als ein Terahertz-Element 20 bezeichnet. Wenn
keine Notwendigkeit besteht, zwischen den Tera-
hertz-Elementen 20A bis 20C zu unterscheiden, wer-
den die Terahertz-Elemente 20A bis 20C als Tera-
hertz-Elemente 20 bezeichnet.

[0025] Das Terahertz-Element 20 wandelt elektro-
magnetische Wellen im Terahertz-Band in elektri-
sche Energie um und umgekehrt. Das Terahertz-Ele-
ment 20 empfangt elektromagnetische Wellen im
Terahertz-Band (d. h. Terahertz-Wellen). Solche
elektromagnetischen Wellen im Terahertz-Band
haben Frequenzen von beispielsweise 0,1 Thz bis
10 Thz.

[0026] Wie in den Fig. 4 bis 6 gezeigt, hat das Tera-
hertz-Element 20 die Form einer Platte mit einer sich
in z-Richtung erstreckenden Dickenrichtung. In der
vorliegenden Ausflihrungsform ist das Terahertz-Ele-
ment 20 im Ganzen rechteckig. In der vorliegenden
Ausfliihrungsform, wie in Fig. 6 gezeigt, ist das Tera-
hertz-Element 20 in einer Betrachtung in der z-Rich-
tung quadratisch. Die Form des Terahertz-Elements
20 in der z-Richtung ist nicht auf ein Quadrat
beschrankt und kann beispielsweise ein Rechteck,
ein Kreis, eine Ellipse oder ein Polygon sein. Da die
z-Richtung mit der Dickenrichtung des Terahertz-Ele-
ments 20 Ubereinstimmt, kann ,in einer Betrachtung
in der z-Richtung“ umformuliert werden in ,in einer
Betrachtung in der Dickenrichtung des Terahertz-
Elements 20“. Da die z-Richtung auch als Héhenrich-
tung der Terahertz-Vorrichtung 10 bezeichnet wer-
den kann, kann ,in einer Betrachtung in der z-Rich-
tung® auch in ,in einer Betrachtung in der
Hohenrichtung der Terahertz-Vorrichtung 10 umfor-
muliert werden.

[0027] Wie in den Fig. 4 und 5 gezeigt, ist die
Abmessung des Terahertz-Elements 20 in der z-
Richtung eine Elementdicke D1 und wird z.B. auf
Grundlage der Frequenz der empfangenen elektro-
magnetischen Wellen festgelegt. In einem Beispiel
kann die Elementdicke D1 verringert werden, wenn
die elektromagnetischen Wellen eine hdhere Fre-
quenz haben, und erhéht werden, wenn die elektro-
magnetischen Wellen eine niedrigere Frequenz
haben.

[0028] Das Terahertz-Element 20 umfasst eine Ele-
menthauptflache 21 und eine Elementrickflache 22,
die die Dickenrichtung des Terahertz-Elements 20
schneiden. Die Elementhauptflache 21 und die Ele-
mentrickflache 22 schneiden die z-Richtung. In der
vorliegenden Ausflihrungsform sind die Elemen-
thauptflache 21 und die Elementrickflache 22 ortho-
gonal zu der z-Richtung. Somit bezieht sich die z-
Richtung auch auf eine Richtung, die orthogonal zur
Elementhauptflache 21 verlauft.

[0029] Die Elementhauptflache 21 und die Element-
ruckflache 22 sind in einer Betrachtung in der z-Rich-
tung rechteckig, z.B. quadratisch. Die Form der Ele-
menthauptflache 21 und der Elementriickflache 22
ist in einer Betrachtung in der z-Richtung jedoch
nicht darauf beschrankt und kann beliebig verandert
werden.

[0030] Wie in den Fig. 4 und 5 gezeigt, ist das Tera-
hertz-Element 20 in der vorliegenden Ausfiihrungs-
form so angeordnet, dass die Elementriickflache 22
nach oben zeigt (d.h. die Elementhauptflache 21
zeigt nach unten). Die Elementhauptflache 21 ist
naher an der Vorrichtungsriickflache 12 angeordnet
als die Elementriickflache 22. Die Elementriickflache
22 ist naher an der Vorrichtungshauptflache 11 ange-
ordnet als die Elementhauptflache 21.

[0031] Wie in Fig. 6 gezeigt, umfasst das Terahertz-
Element 20 eine erste Elementseitenflache 23 und
eine zweite Elementseitenflache 24, die in der x-
Richtung gegeniberliegende Endflachen sind,
sowie eine dritte Elementseitenflaiche 25 und eine
vierte Elementseitenflache 26, die in der y-Richtung
gegeniiberliegende Endflachen sind. Die erste Ele-
mentseitenflaiche 23 und die zweite Elementseiten-
flache 24 schneiden die x-Richtung. In der vorliegen-
den Ausfihrungsform liegen die erste
Elementseitenflache 23 und die zweite Elementsei-
tenflache 24 orthogonal zu der x-Richtung. Die dritte
Elementseitenflache 25 und die vierte Elementsei-
tenflache 26 schneiden die y-Richtung. In der vorlie-
genden Ausfiihrungsform verlaufen die dritte Ele-
mentseitenflache 25 und die vierte
Elementseitenflache 26 orthogonal zu der y-Rich-
tung. Die erste Elementseitenflache 23 und die
zweite Elementseitenflache 24 sind orthogonal zu
der dritten Elementseitenflache 25 und der vierten
Elementseitenflache 26.

[0032] Wie in den Fig. 4 bis 6 dargestellt, werden
elektromagnetische Wellen von einem Empfangs-
punkt P1 empfangen. Der Empfangspunkt P1
bezieht sich auch auf einen Resonanzpunkt, der mit
einer elektromagnetischen Welle im Terahertzband
in Resonanz steht. In der vorliegenden Ausfiihrungs-
form ist der Empfangspunkt P1 ein Punkt (mit ande-
ren Worten ein Bereich), der elektromagnetische
Wellen empfangt. Der Empfangspunkt P1 ist auf der
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Elementhauptflache 21 ausgebildet. Die Elemen-
thauptflache 21 mit dem Empfangspunkt P1 ist als
aktive Flache ausgestaltet, die eine elektromagneti-
sche Welle empfangt. Die z-Richtung (mit anderen
Worten die Dickenrichtung des Terahertz-Elements
20 oder die H6henrichtung der Terahertz-Vorrichtung
10) bezieht sich auch auf eine Richtung orthogonal
zu der Flache, auf der der Empfangspunkt P1 ange-
ordnet ist.

[0033] In der vorliegenden Ausfiihrungsform ist der
Empfangspunkt P1 in der Mitte der Elementhauptfla-
che 21 angeordnet. Die Position des Empfangspunk-
tes P1 ist jedoch nicht auf die Mitte der Elemen-
thauptflache 21 beschrankt und kann eine beliebige
Position sein. Wie in Fig. 6 gezeigt, ist es in der vor-
liegenden Ausflihrungsform bevorzugt, dass ein ers-
ter senkrechter Abstand x1 zwischen der zweiten
Elementseitenflache 24 (oder der ersten Elementsei-
tenflache 23) und dem Empfangspunkt P1 beispiels-
weise (N'jnp 12)+((N'1np /2)%xN) betragt, wobei N eine
ganze Zahl ist, die groRer oder gleich 0 ist: N=0, 1,
2, ...

[0034] Hier steht A',p fUr die effektive Wellenlange
der elektromagnetischen Wellen, die sich durch das
Terahertz-Element 20 ausbreiten. Wenn n1 einen
Element-Brechungsindex darstellt, welcher der Bre-
chungsindex des Terahertz-Elements 20 ist, ¢ die
Lichtgeschwindigkeit darstellt und fc die Mittenfre-
quenz (,center frequency®) der elektromagnetischen
Wellen darstellt, ist A'j,p gleich (1/n1)x(c/fc). Alterna-
tiv kann fc die elektromagnetische Welle darstellen,
die von dem Terahertz-Element 20 empfangen wird
und eine Frequenz mit maximaler Leistung (,output®)
hat.

[0035] Der Element-Brechungsindex n1 ist groRRer
als ein dielektrischer Brechungsindex n2, welcher
der Brechungsindex eines das Terahertz-Element
20 umgebenden Dielektrikums 50 ist. Wenn das
Terahertz-Element 20 eine elektromagnetische
Welle empfangt, kommt es daher an der zweiten Ele-
mentseitenflache 24 zu einer Reflexion der elektro-
magnetischen Welle am freien Ende (,free end
reflection®). Dies wird spater im Detail beschrieben.
Der erste senkrechte Abstand x1 wird also wie oben
beschrieben so eingestellt, dass das Terahertz-Ele-
ment 20 selbst als Resonator (Primarresonator) in
der Terahertz-Vorrichtung 10 ausgebildet ist.

[0036] In gleicher Weise ist es bevorzugt, dass ein
zweiter senkrechter Abstand y1 zwischen der vierten
Elementseitenflache 26 (oder der dritten Elementsei-
tenflache 25) und dem Empfangspunkt P1 beispiels-
weise (N'jnp /2)+((N'inp /2)xN) betragt, wobei N eine
ganze Zabhl ist, die grof3er oder gleich 0 ist: N =0, 1,
2, ..

[0037] Die senkrechten Abstédnde x1 und y1 kénnen
fur jede der Elementseitenflachen 23, 24, 25 und 26
unterschiedliche Werte haben, solange die Werte
nach der obigen Gleichung berechnet werden. In
einem Beispiel kann sich der erste senkrechte
Abstand x1 zwischen der zweiten Elementseitenfla-
che 24 und dem Empfangspunkt P1 von einem ers-
ten senkrechten Abstand zwischen der ersten Ele-
mentseitenfliche 23 und dem Empfangspunkt P1
unterscheiden. In gleicher Weise kann sich der
zweite senkrechte Abstand y1 zwischen der vierten
Elementseitenflache 26 und dem Empfangspunkt P1
von einem zweiten senkrechten Abstand zwischen
der dritten Elementseitenflache 25 und dem Emp-
fangspunkt P1 unterscheiden.

[0038] Wie in den Fig. 7 und 8 gezeigt, umfasst das
Terahertz-Element 20 ein Elementsubstrat 31, ein
aktives Element 32, eine erste leitende Element-
schicht 33 und eine zweite leitende Elementschicht
34.

[0039] Das Elementsubstrat 31 wird aus einem
Halbleiter gebildet und ist halbisolierend (,semi-insu-
lative). Ein Beispiel fur einen Halbleiter, der das Ele-
mentsubstrat 31 bildet, ist Indiumphosphid (InP).

[0040] Der Elementbrechungsindex n1 ist der Bre-
chungsindex (absoluter Brechungsindex) des Ele-
mentsubstrats 31. Wenn das Elementsubstrat 31
aus InP gebildet ist, betragt der Elementbrechungs-
index n1 ungefahr 3,4.

[0041] In der vorliegenden Ausfiihrungsform ist das
Elementsubstrat 31 rechteckig und ist, in einer
Betrachtung in der z-Richtung, beispielsweise quad-
ratisch. Die Elementhauptflache 21 und die Element-
rickflache 22 sind die Hauptflache und die Rlckfla-
che des Elementsubstrats 31. Die
Elementseitenflachen 23 bis 26 sind Seitenflachen
des Elementsubstrats 31.

[0042] Das aktive Element 32 wandelt elektromag-
netische Wellen im Terahertzband und elektrische
Energie ineinander um. Das aktive Element 32 ist
auf dem Elementsubstrat 31 ausgebildet. In der vor-
liegenden Ausflhrungsform ist das aktive Element
32 in der Mitte der Elementhauptflache 21 angeord-
net. Der Empfangspunkt P1 bezieht sich ebenfalls
auf eine Position, an der das aktive Element 32 ange-
ordnet ist.

[0043] Das aktive Element 32 ist typischerweise
eine Resonanztunneldiode (,resonant tunneling
diode®; RTD). Alternativ kann das aktive Element 32
beispielsweise eine Tunnelinjektions-Laufzeitdiode
(,tunnel injection transit time®; TUNNETT), eine Stol3-
ionisations-Lawinen-Laufzeitdiode (,impact ioniza-
tion avalanche transit time“; IMPATT), ein Feldeffekit-
ransistor (FET) auf GaAs-Basis, ein FET auf GAN-
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Basis, ein Transistor mit hoher Elektronenbeweglich-
keit (,high electron mobility transistor‘; HEMT) oder
ein Heterolbergangs-Bipolartransistor (,hetero junc-
tion bipolar transistor®; HBT) sein.

[0044] Es wird in Beispiel fur das Erlangen des akti-
ven Elements 32 beschrieben.

[0045] Wie in Fig. 8 gezeigt, wird eine Halbleiter-
schicht 41a auf dem Elementsubstrat 31 gebildet.
Die Halbleiterschicht 41a wird z.B. aus GalnAs gebil-
det. Die Halbleiterschicht 41a ist mit einer n-Typ-Ver-
unreinigung in einer hohen Konzentration dotiert.

[0046] Auf die Halbleiterschicht 41a wird eine Gal-
nAs-Schicht 42a geschichtet (,stacked”). Die Gal-
nAs-Schicht 42a ist mit einer n-Typ-Verunreinigung
dotiert. Die GalnAs-Schicht 42a hat zum Beispiel
eine geringere Verunreinigungskonzentration bzw.
Storstellenkonzentration als die Halbleiterschicht
41a.

[0047] Auf die GalnAs-Schicht 42a wird eine Gal-
nAs-Schicht 43a geschichtet. Die GalnAs-Schicht
43a ist nicht mit Verunreinigungen dotiert.

[0048] Auf die GalnAs-Schicht 43a wird eine AlAs-
Schicht 44a geschichtet. Eine InGaAs-Schicht 45
wird auf die AlAs-Schicht 44a geschichtet. Eine
AlAs-Schicht 44b wird auf die InGaAs-Schicht 45
geschichtet. Die AlAs-Schicht 44a, die InGaAs-
Schicht 45 und die AlAs-Schicht 44b bilden eine
RTD-Einheit.

[0049] Eine GalnAs-Schicht 43b ist nicht mit Verun-
reinigungen dotiert und wird auf die AlAs-Schicht 44b
geschichtet. Eine GalnAs-Schicht 42b ist mit einer n-
Typ-Verunreinigung dotiert und wird auf die GalnAs-
Schicht 43b geschichtet. Auf die GalnAs-Schicht 42b
wird eine GalnAs-Schicht 41b geschichtet. Die Gal-
nAs-Schicht 41b ist mit einer n-Typ-Verunreinigung
in einer hohen Konzentration dotiert. Beispielsweise
hat die GalnAs-Schicht 41b eine héhere Verunreini-
gungskonzentration als die GalnAs-Schicht 42b.

[0050] Das aktive Element 32 kann jede spezifische
Struktur aufweisen, die so ausgestaltet ist, dass sie
elektromagnetische Wellen empfangt (oder elektro-
magnetische Wellen erzeugt oder sowohl elektro-
magnetische Wellen empfangt als auch erzeugt).
Mit anderen Worten, das aktive Element 32 kann so
ausgestaltet sein, dass es elektromagnetische Wel-
len im Terahertzband empfangt.

[0051] Wie in den Fig. 4 und 5 gezeigt, ist in der vor-
liegenden Ausfuhrungsform eine Elementreflexions-
schicht 35 auf der Elementriickflache 22 ausgebildet,
um elektromagnetische Wellen zu reflektieren. Elekt-
romagnetische Wellen, die in einen Teil des Tera-
hertz-Elements 20 eindringen, der sich oberhalb

des Empfangspunkts P1 (des aktiven Elements 32)
befindet, werden von der Elementreflexionsschicht
35 nach unten reflektiert.

[0052] Die Elementdicke D1 kann so eingestellt wer-
den, dass eine Resonanzbedingung fur elektromag-
netische Wellen erfiillt ist. Konkret bedeutet dies,
dass eine elektromagnetische Welle, wenn die Ele-
mentreflexionsschicht 35 gebildet wird, eine feste
Endreflexion an der Grenzflache zwischen der Ele-
mentrickflache 22 und der Elementreflexionsschicht
35 aufweist. Dies flhrt zu einer m-Phasenverschie-
bung. In der vorliegenden Ausfihrungsform kann
unter Bericksichtigung dessen die Elementdicke
D1 auf (N'jnp /4)+(N,p /4)*N eingestellt werden,
wobei N eine ganze Zahl gréer oder gleich 0 ist: N
=0, 1, 2, .... Wenn die Elementdicke D1 wie oben
beschrieben eingestellt ist, werden im Terahertz-Ele-
ment 20 stehende Wellen angeregt. Die Elementdi-
cke D1 ist jedoch nicht auf die obige Einstellung
beschrankt und kann beliebig gedndert werden.

[0053] Wie in Fig. 7 gezeigt, sind die erste leitende
Elementschicht (,first element conductive layer®) 33
und die zweite leitende Elementschicht (,second ele-
ment conductive layer“) 34 auf der Elementhauptfla-
che 21 ausgebildet. Jedes der ersten leitenden Ele-
mentschicht 33 und der zweiten leitenden
Elementschicht 34 hat eine geschichtete Struktur
von Metallen. In einem Beispiel wird die Stapelstruk-
tur jeder der ersten leitenden Elementschicht 33 und
der zweiten leitenden Elementschicht 34 durch Sta-
peln von Gold (Au), Palladium (Pd) und Titan (Ti)
erhalten. In einem anderen Beispiel wird die
geschichtete Struktur der ersten leitenden Element-
schicht 33 und der zweiten leitenden Elementschicht
34 durch das Stapeln von Au und Ti erreicht. Die
erste leitende Elementschicht 33 und die zweite lei-
tende Elementschicht 34 werden durch Aufdampfen
oder Sputtern gebildet.

[0054] Wie in Fig. 6 gezeigt, umfassen die leitenden
Elementschichten 33 und 34 jeweils Pads 33a und
34a und Elementverbindungsabschnitte 33b und
34b. Die Pads 33a und 34a sind beabstandet und
einander gegeniberliegend an gegentiberliegenden
Seiten des Empfangspunktes P1 (des aktiven Ele-
ments 32) in einer vorbestimmten Richtung (in der
vorliegenden Ausfihrungsform der y-Richtung)
angeordnet. Die Elementverbindungsabschnitte 33b
und 34b erstrecken sich von den Pads 33a und 34a
in Richtung des aktiven Elements 32. In der folgen-
den Beschreibung kann das Pad 33a als das erste
Pad 33a, das Pad 34a als das zweite Pad 34a, der
Elementverbindungsabschnitt 33b als der erste Ele-
mentverbindungsabschnitt 33b und der Elementver-
bindungsabschnitt 34b als der zweite Elementverbin-
dungsabschnitt 34b bezeichnet werden.

9/180



DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06

[0055] Die Pads 33a und 34a erstrecken sich bei-
spielsweise in einer Richtung (in der vorliegenden
Ausfihrungsform der x-Richtung), die orthogonal zu
einer Richtung ist, in der sich die Pads 33a und 34a
gegeniberstehen. In einem Beispiel ist jedes der
Pads 33a und 34a in einer Betrachtung in der z-Rich-
tung rechteckig und hat eine Langsrichtung und eine
Querrichtung. Insbesondere haben die Pads 33a und
34a die Form eines Rechtecks, so dass sich die
Langsrichtung in der x-Richtung und die Querrich-
tung in der y-Richtung erstreckt.

[0056] In einer Betrachtung in der z-Richtung sind
die Pads 33a und 34a so angeordnet, dass sie den
Empfangspunkt P1 nicht Gberlappen. In einem Bei-
spiel sind die Pads 33a und 34a auf gegentiberlie-
genden Seiten des Empfangspunkts P1 (d.h. des
aktiven Elements 32) in der y-Richtung angeordnet.
In der vorliegenden Ausfiihrungsform sind die Pads
33a und 34a naher an den Elementseitenflachen 25
und 26 angeordnet als am Empfangspunkt P1.

[0057] In einem Beispiel sind die Elementverbin-
dungsabschnitte 33b und 34b in der y-Richtung lang-
lich. Die Abmessung der Elementverbindungsab-
schnitte 33b und 33b bzw. 34b in der x-Richtung ist
kleiner als die Abmessung der Pads 33a und 34a in
der x-Richtung bzw. y-Richtung.

[0058] Wie in Fig. 8 gezeigt, umfassen die Element-
verbindungsabschnitte 33b und 34b jeweils distale
Enden 33ba und 34ba, die das aktive Element 32 in
einer Betrachtung in der z-Richtung Gberlappen und
elektrisch mit dem aktiven Element 32 verbunden
sind. Insbesondere ist das distale Ende 33ba des
ersten Elementverbindungsabschnitts 33b auf der
GalnAs-Schicht 41b angeordnet und in Kontakt mit
der GalnAs-Schicht 41b.

[0059] Die Halbleiterschicht 41a erstreckt sich in
Richtung des zweiten Pads 34a (siehe Fig. 6) in der
y-Richtung weiter als andere Schichten wie die Gal-
nAs-Schicht 42. Das distale Ende 34ba des zweiten
Elementverbindungsabschnitts 34b ist auf der Halb-
leiterschicht 41a an einer Stelle geschichtet, an der
die GalnAs-Schicht 42 und andere Schichten nicht
geschichtet sind. Somit ist das aktive Element 32
elektrisch mit den leitenden Schichten 33 und 34
(d.h. den Pads 33a und 34a) verbunden. Der zweite
Elementanschlussabschnitt 34b ist in der x-Richtung
von den anderen Schichten wie der GalnAs-Schicht
42 beabstandet.

[0060] Obwohl in Fig. 8 nicht gezeigt, kann alterna-
tiv eine GalnAs-Schicht, die mit einer n-Typ-Verun-
reinigung in hoher Konzentration dotiert ist, zwischen
der GalnAs-Schicht 41b und dem distalen Ende 33ba
des ersten Elementverbindungsabschnitts 33b ange-
ordnet sein. Infolgedessen kann die erste leitende

Elementschicht 33 in gutem Kontakt mit der Gal-
nAs-Schicht 41b stehen.

[0061] Wie in den Fig. 4 und 5 gezeigt, umfasst die
Terahertz-Vorrichtung 10 das Dielektrikum 50, das
ein Beispiel fur ein Halteelement (,retaining mem-
ber”) ist, eine Antennenbasis 70, einen Reflexions-
film 82, der ein Beispiel fur einen Reflektor ist, und
einen Gasraum 92.

[0062] Das Dielektrikum 50 wird aus einem dielekt-
rischen Material gebildet, das flr die vom Terahertz-
Element 20 empfangenen elektromagnetischen Wel-
len durchlassig ist. In der vorliegenden Ausfiihrungs-
form ist das Dielektrikum 50 aus einem Harzmaterial
gebildet. In einem Beispiel wird das Dielektrikum 50
aus einem Epoxidharz (z.B. Glas-Epoxidharz) gebil-
det. Das Dielektrikum 50 ist isolierend. Das Dielekt-
rikum 50 kann eine beliebige Farbe haben und
schwarz sein.

[0063] Der dielektrische Brechungsindex n2, d.h.
der Brechungsindex (absoluter Brechungsindex)
des Dielektrikums 50, ist kleiner als der Element-Bre-
chungsindex n1. In einem Beispiel betragt der
dielektrische Brechungsindex n2 1,55. Das Dielekt-
rikum 50 kann eine einschichtige oder mehrschich-
tige Struktur aufweisen. Das heildt, dass in dem
Dielektrikum 50 eine oder mehrere Grenzflachen
(sinterfaces®) ausgebildet sein kénnen.

[0064] Wie in den Fig. 3 bis 5 gezeigt, umgibt das
Dielektrikum 50 jedes der Terahertz-Elemente 20. In
der vorliegenden Ausfihrungsform umgibt das
Dielektrikum 50 die Terahertz-Elemente 20A, 20B
und 20C vollstandig und bedeckt die Elementhaupt-
flache 21, die Elementrickflaiche 22 und die Ele-
mentseitenflachen 23 bis 26 jedes der Terahertz-Ele-
mente 20A, 20B und 20C (siehe Fig. 6).

[0065] Die Elementhauptflache 21, die Element-
rickflache 22 und die Elementseitenflachen 23 bis
26 der Terahertz-Elemente 20A, 20B und 20C stehen
in Kontakt mit dem Dielektrikum 50. Genauer gesagt,
umgibt in der vorliegenden Ausfiuihrungsform das
Dielektrikum 50 die Terahertz-Elemente 20A, 20B
und 20C, so dass kein Spalt zwischen dem Dielekt-
rikum 50 und den Terahertz-Elementen 20A, 20B und
20C vorhanden ist. Mit anderen Worten kapselt das
Dielektrikum 50 die Terahertz-Elemente 20A, 20B
und 20C ein.

[0066] In einem Beispiel hat das Dielektrikum 50 die
Form einer Platte, bei der sich die Dickenrichtung in
der z-Richtung erstreckt. Insbesondere, wie in Fig. 3
gezeigt, hat das Dielektrikum 50 die Form einer rech-
teckigen Platte, so dass die Langsrichtung sich in der
y-Richtung und die Querrichtung sich in der x-Rich-
tung erstreckt.
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[0067] Wie in den Fig. 4 und 5 gezeigt, umfasst das
Dielektrikum 50 eine dielektrische Hauptflache 51
und eine dielektrische Ruckflache 52, die die z-Rich-
tung schneiden. In einem Beispiel sind die dielektri-
sche Hauptflache 51 und die dielektrische Ruckfla-
che 52 orthogonal zu der z-Richtung. Die
dielektrische Hauptflache 51 ist nach unten gerichtet.
Die dielektrische Rickflache 52 ist eine der dielekt-
rischen Hauptflache 51 gegentuberliegende, nach
oben gerichtete Flache. In der vorliegenden Ausfih-
rungsform definiert die dielektrische Ruckflache 52
die Vorrichtungshauptflache 11.

[0068] Wie in Fig. 3 gezeigt, umfasst das Dielektri-
kum 50 eine erste dielektrische Seitenflache 53 und
eine zweite dielektrische Seitenflache 54, die in der
x-Richtung gegentiberliegende Endflachen sind, und
eine dritte dielektrische Seitenflache 55 und eine
vierte dielektrische Seitenflache 56, die in der y-Rich-
tung gegeniberliegende Endflachen sind. Die
dielektrischen Seitenflachen 53 bis 56 definieren teil-
weise die Vorrichtungsseitenflachen 13 bis 16. In der
vorliegenden Ausflihrungsform sind die erste dielekt-
rische Seitenflache 53 und die zweite dielektrische
Seitenflache 54 orthogonal zu der dritten dielektri-
schen Seitenflache 55 und der vierten dielektrischen
Seitenflache 56.

[0069] Wie in den Fig. 4 und 5 gezeigt, ist das Tera-
hertz-Element 20 in dem Dielektrikum 50 so ange-
ordnet, dass die Elementhauptflache 21 der dielekt-
rischen Hauptflache 51 gegenlberliegt. Das
Terahertz-Element 20 ist zwischen der dielektrischen
Hauptflache 51 und der dielektrischen Riickflache 52
angeordnet. In der vorliegenden Ausfiihrungsform
hat das Dielektrikum 50 eine dielektrische Dicke D2,
welche eine Abmessung in der z-Richtung ist. Die
dielektrische Dicke D2 ist so gewahlt, dass sie die
Resonanzbedingung der von dem Terahertz-Ele-
ment 20 empfangenen elekiromagnetischen Wellen
erfiillt. Insbesondere ist es bevorzugt, dass die
dielektrische Dicke D2 gleich (A'r /2)+(N'r /2)xN
betragt, wobei N eine ganze Zahl gréRer oder gleich
Oist: N=0, 1, 2, ... und N'g die effektive Wellenlange
der elektromagnetischen Wellen darstellt, die sich
durch das Dielektrikum 50 ausbreiten. Ein Beispiel
fir N'r ist (1/n2)x(c/fc). Die dielektrische Dicke D2
bezieht sich auch auf den Abstand zwischen der
dielektrischen Hauptflache 51 und der dielektrischen
Ruckflache 52 in der z-Richtung.

[0070] In der vorliegenden Ausfiihrungsform ist das
Dielektrikum 50 von der Antennenbasis 70 getrennt.
Mit anderen Worten sind das Dielektrikum 50 und die
Antennenbasis 70 separat ausgebildet. Die Anten-
nenbasis 70 und das Dielektrikum 50 kdénnen aus
demselben Material oder aus verschiedenen Mate-
rialien bestehen.

[0071] Wieinden Fig. 4 und 5 gezeigt, ist die Anten-
nenbasis 70 an der dielektrischen Hauptflache 51
des Dielektrikums 50 angeordnet. Die Antennenba-
sis 70 ist so angeordnet, dass sie dem Dielektrikum
50 in der z-Richtung zugewandt ist. Die z-Richtung
wird auch als die entgegengesetzte Richtung von
der Antennenbasis 70 und dem Dielektrikum 50
bezeichnet.

[0072] Das Dielektrikum 50 umfasst Vorspriinge 61
und 62, die in einer Betrachtung in der z-Richtung
seitlich Uber die Antennenbasis 70 hinausragen. Ins-
besondere ist in der vorliegenden Ausfihrungsform
das Dielektrikum 50 in der x-Richtung langer als die
Antennenbasis 70. Daher ragen die Vorspriinge 61
und 62 von gegenuberliegenden Seiten der Anten-
nenbasis 70 in der x-Richtung hervor. In der z-Rich-
tung betrachtet sind die Vorspriinge 61 und 62 an
gegeniberliegenden Seiten der Antennenbasis 70
in der x-Richtung angeordnet und in der x-Richtung
beabstandet. Das Terahertz-Element 20 ist zwischen
den Vorspriingen 61 und 62 angeordnet.

[0073] In der vorliegenden Ausfiihrungsform ist die
Abmessung des Dielektrikums 50 in der y-Richtung
gleich der Abmessung der Antennenbasis 70 in der
y-Richtung gesetzt. Das heif3t, das Dielektrikum 50
ragt in der y-Richtung nicht Gber die Antennenbasis
70 hinaus. Die Abmessung der Antennenbasis 70 in
der z-Richtung wird so festgelegt, dass sie groRer ist
als die dielektrische Dicke D2.

[0074] Die Antennenbasis 70 wird nun beschrieben.

[0075] Wie in Fig. 9 dargestellt, ist die Antennenba-
sis 70 in der vorliegenden Ausfihrungsform bei-
spielsweise insgesamt langlich-rechteckig-kasten-
formig. Die Antennenbasis 70 weist eine
Langsrichtung auf, die mit der Langsrichtung der
Terahertz-Vorrichtung 10 Ubereinstimmt. Die Anten-
nenbasis 70 weist eine Querrichtung auf, die sich in
der Querrichtung der Terahertz-Vorrichtung 10
erstreckt.

[0076] Die Antennenbasis 70 wird beispielsweise
aus einem isolierenden Material gebildet. Insbeson-
dere besteht die Antennenbasis 70 aus einem
Dielektrikum, z.B. einem Kunstharz wie einem Epo-
xidharz. Ein Beispiel fUr ein Epoxidharz ist ein Glas-
epoxidharz. Das Material der Antennenbasis 70 ist
jedoch nicht darauf beschrankt und kann aus jedem
beliebigen Material bestehen, z.B. aus Si, Teflon®
oder Glas. Die Antennenbasis 70 kann eine beliebige
Farbe haben und schwarz sein.

[0077] Die Antennenbasis 70 umfasst eine Basis-
hauptflache 71T, eine der Basishauptflache 71T
gegeniberliegende Basisruckflache 72T und vier
Basisseitenflachen 73T bis 76T. Die Basishauptfla-
che 71T und die Basisruckflache 72T haben jeweils
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die Form eines langlichen Rechtecks und weisen
eine Langsrichtung und eine Querrichtung auf, die
orthogonal zueinander sind. In der vorliegenden Aus-
fihrungsform ist die Antennenbasis 70 so angeord-
net, dass die Langsrichtung der Basishauptflache
71T und der Basisruckflache 72T in der y-Richtung
und die Querrichtung der Basishauptflache 71T und
der Basisruckflache 72T in der x-Richtung verlauft.
Die vier Basisseitenflachen 73T bis 76T kdénnen als
eine erste Basisseitenflache 73T, eine zweite Basis-
seitenflache 74T, eine dritte Basisseitenflache 75T
und eine vierte Basisseitenfliche 76T bezeichnet
werden.

[0078] Die Basishauptflache 71T und die Basisriick-
flache 72T schneiden die z-Richtung. In der vorlie-
genden Ausfliihrungsform stehen die Basishauptfla-
che 71T und die Basisruckflache 72T orthogonal zu
der z-Richtung. Die Basisruckflache 72T und die
Basishauptflache 71T weisen in der z-Richtung in
entgegengesetzte Richtungen. Wie in den Fig. 4
und 5 gezeigt, weisen die Basishauptflache 71T
und die Vorrichtungshauptflache 11 in dieselbe Rich-
tung. Die Basis Rickflache 72T und die Vorrich-
tungsruckflache 12 weisen in die gleiche Richtung.
Die Basishauptflache 71T liegt der dielektrischen
Hauptflache 51 gegeniber. Die Basisrickflache 72T
definiert die Vorrichtungsrickflache 12. In der vorlie-
genden Ausfuhrungsform sind die Basishauptflache
71T und die Basisrickflache 72T z.B. identisch in
ihrer Form. Die Basishauptflache 71T und die Basis-
rickflache 72T kdnnen jedoch auch unterschiedliche
Formen haben.

[0079] Wie in den Fig. 4 und 5 gezeigt, ist das
Dielektrikum 50 auf der Basishauptflache 71T mon-
tiert. Die Basishauptflache 71T liegt also der dielekt-
rischen Hauptflache 51 des Dielektrikums 50 gegen-
Uber und bezieht sich auf eine Flache, auf der das
Dielektrikum 50 montiert ist. Die Basishauptflache
71T ist in der x-Richtung kleiner als die dielektrische
Hauptflache 51. Somit ragt die dielektrische Haupt-
flache 51 in der x-Richtung teilweise lber die Basis-
hauptflache 71T hinaus. Die Abmessung der Basis-
hauptflache 71T in der y-Richtung wird so festgelegt,
dass sie gleich der Abmessung der dielektrischen
Hauptflache 51 in der y-Richtung ist.

[0080] Die erste Basisseitenflache 73T und die
zweite Basisseitenflache 74T sind gegeniiberlie-
gende Endflachen in der x-Richtung. Die erste Basis-
seitenflache 73T und die zweite Basisseitenflache
74T kreuzen die x-Richtung. In der vorliegenden
Ausfiihrungsform sind die erste Basisseitenflache
73T und die zweite Basisseitenflache 74T orthogonal
zur x-Richtung.

[0081] Die erste Basisseitenflache 73T definiert die
erste Vorrichtungsseitenflache 13. Im Einzelnen wird
die erste Vorrichtungsseitenflache 13 durch die erste

dielektrische Seitenflache 53 und die erste Basissei-
tenflache 73T definiert. Die erste dielektrische Sei-
tenflache 53 ist seitlich von der ersten Basisseiten-
flache 73T angeordnet, d.h. in einer Richtung weg
vom Terahertz-Element 20. Somit weist die erste Vor-
richtungsseitenflache 13 eine Stufe auf. Die dielekt-
rische Hauptflache 51 ist teilweise als Stufenflache
zwischen der ersten dielektrischen Seitenflache 53
und der ersten Basisseitenflache 73T freigelegt.
Genauer gesagt umfasst die dielektrische Hauptfla-
che 51 eine erste Uberhangflache 51a, die seitlich
Uber die Antennenbasis 70 (d.h. die erste Basissei-
tenflache 73T) hinausragt. Die erste Uberhangfléache
51a ist ein Abschnitt der dielektrischen Hauptflache
51, der dem ersten Vorsprung 61 entspricht.

[0082] Die zweite Basisseitenflaiche 74T definiert
die zweite Vorrichtungsseitenflache 14. Genauer
gesagt wird die zweite Vorrichtungsseitenflache 14
durch die zweite dielektrische Seitenflache 54 und
die zweite Basisseitenflache 74T definiert. Die zweite
dielektrische Seitenflache 54 ist seitlich von der zwei-
ten Basisseitenflache 74T angeordnet, d.h. in einer
Richtung weg vom Terahertz-Element 20. Somit
weist die zweite Vorrichtungsseitenflache 14 eine
Stufe auf. Die dielektrische Hauptflache 51 ist teil-
weise als Stufenflache zwischen der zweiten dielekt-
rischen Seitenflache 54 und der zweiten Basisseiten-
flache 74T freigelegt. Genauer gesagt umfasst die
dielektrische Hauptflache 51 eine zweite Uberhang-
flache 51b, die seitlich tiber die Antennenbasis 70 (d.
h. die zweite Basisseitenflache 74T) hinausragt. Die
zweite Uberhangflaiche 51b ist ein Abschnitt der
dielektrischen Hauptflache 51, der dem zweiten Vor-
sprung 62 entspricht.

[0083] Wie in den Fig. 9 und 10 gezeigt, sind die
dritte Basisseitenflache 75T und die vierte Basissei-
tenflache 76T gegenilberliegende Endflachen in der
y-Richtung. Die dritte Basisseitenflache 75T und die
vierte Basisseitenflache 76T kreuzen die y-Richtung.
In der vorliegenden Ausfiihrungsform sind die dritte
Basisseitenflache 75T und die vierte Basisseitenfla-
che 76T orthogonal zur y-Richtung.

[0084] Wie in Fig. 12 gezeigt, definiert die dritte
Basisseitenflache 75T die dritte Vorrichtungsseiten-
flache 15. Genauer gesagt wird die dritte Vorrich-
tungsseitenflache 15 durch die dritte dielektrische
Seitenflache 55 und die dritte Basisseitenflache 75T
definiert. In der vorliegenden Ausfiihrungsform ist die
dritte dielektrische Seitenflache 55 bilindig mit der
dritten Basisseitenflache 75T. Somit ist die dritte Vor-
richtungsseitenflache 15 flach und hat keine Stufe.

[0085] Die vierte Basisseitenflache 76T definiert die
vierte Vorrichtungsseitenflache 16. Insbesondere
wird die vierte Vorrichtungsseitenflache 16 durch
die vierte dielektrische Seitenflache 56 und die vierte
Basisseitenflache 76T definiert. In der vorliegenden
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Ausfihrungsform ist die vierte dielektrische Seiten-
flache 56 blindig mit der vierten Basisseitenflache
76T. Die vierte Vorrichtungsseitenflache 16 ist also
flach und hat keine Stufe.

[0086] Wie in den Fig. 9 und 10 gezeigt, wird die
Antennenbasis 70 durch die Kombination separater
Antennenbasen erhalten. In der vorliegenden Aus-
fuhrungsform wird die Antennenbasis 70 durch Kom-
bination separater Antennenbasen 70A, 70B und
70C erhalten. In der vorliegenden Ausfliihrungsform
werden, wie in den Fig. 9 und 10 gezeigt, die separa-
ten Antennenbasen 70A, 70B und 70C so kombiniert,
dass sie in der y-Richtung in einer Reihe liegen. Wie
in Fig. 10 gezeigt, haben die separate Antennenba-
sis 70A und die separate Antennenbasis 70C die
gleiche Struktur. Die separate Antennenbasis 70B
unterscheidet sich in ihrer Struktur von den separa-
ten Antennenbasen 70A und 70C. Genauer gesagt
umfasst die Antennenbasis 70 eine Kombination
aus zwei Arten von Antennenbasen.

[0087] Wiein Fig. 12 gezeigt, ist die separate Anten-
nenbasis 70A so positioniert, dass sie dem Tera-
hertz-Element 20A in der Dickenrichtung des Tera-
hertz-Elements 20A (der z-Richtung)
gegeniberliegt. Die separate Antennenbasis 70B ist
so positioniert, dass sie dem Terahertz-Element 20B
in der Dickenrichtung des Terahertz-Elements 20B
(der z-Richtung) gegenuberliegt. Die separate
Antennenbasis 70C ist so positioniert, dass sie dem
Terahertz-Element 20C in der Dickenrichtung des
Terahertz-Elements 20C (der z-Richtung) gegen-
Uberliegt. In der vorliegenden Ausfiihrungsform sind
die separaten Antennenbasen 70A bis 70C unterhalb
der Terahertz-Elemente 20A bis 20C angeordnet.

[0088] Wie in Fig. 9 gezeigt, umfasst jede der sepa-
raten Antennenbasen 70A bis 70C eine Basishaupt-
flache 71 und eine Basisrickflache 72, die sich in der
z-Richtung schneiden. Die Basishauptflache 71 und
die Basisriickflache 72 schneiden die z-Richtung. In
der vorliegenden Ausfiihrungsform stehen die Basis-
hauptflache 71 und die Basisrlickflache 72 senkrecht
zur z-Richtung. Die Basishauptflache 71 und die
Basisriickflache 72 sind beispielsweise rechteckig
(z.B. quadratisch). Wenn die separaten Antennenba-
sen 70A bis 70C kombiniert werden, definieren die
Basishauptflachen 71 und die Basisriickflachen 72
der separaten Antennenbasen 70A bis 70C die
Basishauptflache 71T und die Basisriickflache 72T
der Antennenbasis 70. In der vorliegenden Ausflih-
rungsform sind beispielsweise die Basishauptflache
71 und die Basisrickflache 72 in ihrer Form iden-
tisch. Die Basishauptflache 71 und die Basisriickfla-
che 72 kénnen jedoch auch unterschiedliche Formen
haben.

[0089] Wie in Fig. 10 gezeigt, umfasst jede der
separaten Antennenbasen 70A bis 70C eine erste

Basisseitenflache 73, eine zweite Basisseitenflache
74, eine dritte Basisseitenflache 75 und eine vierte
Basisseitenflache 76. Die Basisseitenflachen 73 bis
76 sind zur Seite gerichtete Flachen der Terahertz-
Vorrichtung 10 (der Antennenbasis 70). Die Basissei-
tenflachen 73 bis 76 sind in Richtungen angeordnet,
die orthogonal zu der Richtung sind, in der sich die
Basishauptflache 71 und die Basisrickflache 72
gegeniberstehen. Die Basisseitenflachen 73 bis 76
verbinden die Basishauptflache 71 und die Basis-
rickflache 72 (siehe Fig. 9). Die Basisseitenflachen
73 bis 76 der separaten Antennenbasen 70A bis 70C
werden in Ubereinstimmung mit den Basisseitenfla-
chen 73T bis 76T der Antennenbasis 70 festgelegt,
wenn die separaten Antennenbasen 70A bis 70C
kombiniert werden. Genauer gesagt, obwohl die
separate Antennenbasis 70A und die separate
Antennenbasis 70C identisch geformt bzw. gebildet
sind, befinden sich die Basisseitenflachen 73 und
74 an entgegengesetzten Positionen, und die Basis-
seitenflachen 75 und 76 befinden sich an entgegen-
gesetzten Positionen.

[0090] Die erste Basisseitenflache 73 und die zweite
Basisseitenflache 74 der separaten Antennenbasen
70A bis 70C sind in der x-Richtung gegentberlie-
gende Endflachen der separaten Antennenbasen
70A bis 70C. Die erste Basisseitenflache 73 und die
zweite Basisseitenflache 74 kreuzen die x-Richtung.
In der vorliegenden Ausfihrungsform verlaufen die
erste Basisseitenflache 73 und die zweite Basissei-
tenflache 74 orthogonal zur x-Richtung. Die ersten
Basisseitenflache 73 und die zweiten Basisseitenfla-
che 74 der separaten Antennenbasen 70A bis 70C
definieren die erste Basisseitenflaiche 73T und die
zweite Basisseitenflache 74T der Antennenbasis 70.

[0091] Die dritte Basisseitenflache 75 und die vierte
Basisseitenflache 76 der separaten Antennenbasen
70A bis 70C sind in der y-Richtung gegentberlie-
gende Endflachen der separaten Antennenbasen
70A bis 70C. Die dritte Basisseitenflache 75 und die
vierte Basisseitenflache 76 schneiden die y-Rich-
tung. In der vorliegenden Ausfihrungsform sind die
dritte Basisseitenflache 75 und die vierte Basissei-
tenflache 76 orthogonal zur y-Richtung.

[0092] In einer Betrachtung in der z-Richtung ist
jede der separaten Antennenbasen 70A bis 70C
rechteckig und hat eine Langsrichtung und eine
Querrichtung. Jede der separaten Antennenbasen
70A bis 70C ist so angeordnet, dass sich die Langs-
richtung in der x-Richtung und die Querrichtung in
der y-Richtung erstreckt. Bei der vorliegenden Aus-
fihrungsform sind die einzelnen Antennenbasen
70A bis 70C in der x-Richtung gleich gro3. Die
Abmessung der separaten Antennenbasis 70B in
der y-Richtung ist kleiner als die Abmessung jeder
der separaten Antennenbasen 70A und 70B in der
y-Richtung.
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[0093] In der vorliegenden Ausflihrungsform sind
die separaten Antennenbasen 70A bis 70C so ange-
ordnet, dass die vierte Basisseitenflache 76 der
separaten Antennenbasis 70A der dritten Basissei-
tenflache 75 der separaten Antennenbasis 70B und
die vierte Basisseitenflache 76 der separaten Anten-
nenbasis 70B der dritten Basisseitenflache 75 der
separaten Antennenbasis 70C in der y-Richtung
gegenuberliegt. Das heil’t, die dritte Basisseitenfla-
che 75 der separaten Antennenbasis 70A und die
vierte Basisseitenflache 76 der separaten Antennen-
basis 70C definieren in der y-Richtung gegeniberlie-
gende Endflachen der Antennenbasis 70. Mit ande-
ren Worten definiert die dritte Basisseitenflache 75
der separaten Antennenbasis 70A die dritte Basis-
seitenflache 75T der Antennenbasis 70, und die
vierte Basisseitenflache 76 der separaten Antennen-
basis 70C definiert die vierte Basisseitenflache 76T
der Antennenbasis 70. In der vorliegenden Ausfih-
rungsform sind die separaten Antennenbasen 70A
und 70B z.B. durch Klebstoff (,adhesive“) und die
separaten Antennenbasen 70B und 70C z.B. durch
Klebstoff befestigt (,fixed“). Das heif’t, die vierte
Basisseitenflache 76 der separaten Antennenbasis
70A und die dritte Basisseitenflache 75 der separa-
ten Antennenbasis 70B sind durch den Klebstoff ver-
bunden, und die vierte Basisseitenfliche 76 der
separaten Antennenbasis 70B und die dritte Basis-
seitenflache 75 der separaten Antennenbasis 70C
sind durch den Klebstoff verbunden.

[0094] Wie in Fig. 9 gezeigt, umfasst die Antennen-
basis 70 Antennenvertiefungen 80. In der vorliegen-
den Ausfuhrungsform umfasst die separate Anten-
nenbasis 70A eine Antennenvertiefung 80A. Die
separate Antennenbasis 70B umfasst eine Anten-
nenvertiefung 80B. Die separate Antennenbasis
70C umfasst eine Antennenvertiefung 80C. Das
heil’t, die Antennenbasis 70 umfasst eine Antennen-
vertiefung 80 flr jede separate Antennenbasis. Wie
in Fig. 9 gezeigt, unterscheiden sich die Antennen-
vertiefungen 80A und 80C in ihrer Form von der
Antennenvertiefung 80B. In der nachfolgenden
Beschreibung werden die Antennenvertiefungen
80A, 80B und 80C als Antennenvertiefungen 80
bezeichnet, wenn die Beschreibung fur die Anten-
nenvertiefungen 80A, 80B und 80C gleich ist, d.h.
wenn keine Notwendigkeit besteht, zwischen den
Antennenvertiefungen 80A, 80B und 80C zu unter-
scheiden.

[0095] Wie in den Fig. 4 und 5 gezeigt, ist die Anten-
nenvertiefung 80 von der Basishauptflache 71T in
Richtung der Basisrickflache 72T, d.h. nach unten,
vertieft. Mit anderen Worten ist die Antennenvertie-
fung 80 von der Basishauptflache 71T in einer Rich-
tung weg von dem Dielektrikum 50 (oder der dielekt-
rischen Hauptflache 51) oder in einer Richtung weg
von dem Terahertz-Element 20 vertieft. Wie in den
Fig. 4 und 5 gezeigt, ist in der vorliegenden Ausflih-

rungsform in einer Querschnittsansicht der Anten-
nenbasis 70, die entlang einer in x-Richtung und z-
Richtung verlaufenden Ebene geschnitten ist, die
Antennenvertiefung 80 so gekrimmt, dass sie in
Richtung der Vorrichtungsrickflache 12 vorsteht.
Die Antennenvertiefung 80 ist nach oben hin offen.

[0096] Wie in den Fig. 4 und 5 gezeigt, umfasst die
Antennenvertiefung 80 eine Antennenoberflache 81,
die dem Terahertz-Element 20 Gber das Dielektrikum
50 und den Gasraum 92 gegenuberliegt. In der vor-
liegenden Ausfuhrungsform, wie in Fig. 11 gezeigt,
umfasst die Antennenvertiefung 80A eine Antennen-
oberflache 81A, die Antennenvertiefung 80B umfasst
eine Antennenoberflache 81B und die Antennenver-
tiefung 80C umfasst eine Antennenoberflache 81C.
Die Antennenoberflachen 81A bis 81C sind in Uber-
einstimmung mit der Form einer Antenne ausgebil-
det. Insbesondere ist, wie in Fig. 12 gezeigt, die
Antennenoberflache 81A so gekrimmt, dass sie in
einer Richtung weg von dem Terahertz-Element
20A vertieft ist, die Antennenoberflache 81B ist so
gekrimmt, dass sie in einer Richtung weg vom Tera-
hertz-Element 20B vertieft ist und die Antennenober-
flache 81C ist so gekrimmt, dass sie in einer Rich-
tung weg vom Terahertz-Element 20C vertieft ist. Wie
in Fig. 9 gezeigt, ist jede der Antennenoberflachen
81A bis 81C gekrimmt und schalenférmig. In einem
Beispiel ist jede der Antennenoberflachen 81A bis
81C gekriimmt, um einen Abschnitt der Form einer
Parabolantenne zu bilden. In der folgenden
Beschreibung werden die Antennenoberflachen
81A bis 81C als Antennenoberflache 81 bezeichnet,
wenn die Beschreibung fiur alle Antennenoberflachen
81A bis 81C gleich ist, d.h. wenn keine Notwendig-
keit besteht, zwischen den Antennenoberflachen
81A bis 81C zu unterscheiden.

[0097] Wie in Fig. 10 gezeigt, hat jede der Anten-
nenvertiefungen 80A bis 80C, in einer Betrachtung
von oben, eine Offnung in der Form eines Kreises,
der teilweise weggeschnitten ist. Das heif3t, in der
Draufsicht hat jede der Antennenoberflaichen 81A
bis 81C eine Offnung in Form eines teilweise abge-
schnittenen Kreises. Genauer gesagt hat in der vor-
liegenden Ausfiihrungsform die Offnung jeder der
Antennenoberflachen 81A bis 81C die Form eines
Kreises, der an einem oder beiden der gegeniberlie-
genden offenen Enden der Antennenoberflachen
81A bis 81C in einer Anordnungsrichtung der Anten-
nenoberflachen 81A bis 81C weggeschnitten ist.

[0098] In einer Betrachtung von oben ist die Offnung
der Antennenoberflache 81A an einem offenen Ende
81Aa abgeschnitten, das eines bzw. das der gegen-
Uiberliegenden Enden der Offnung der Antennen-
oberflache 81A in der y-Richtung ist, das naher an
der vierten Basisseitenflache 76 liegt. In der Drauf-
sicht sind das offene Ende 81Aa und die vierte Basis-
seitenflache 76 der separaten Antennenbasis 70A in
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der gleichen Position ausgebildet. In einer Betrach-
tung von oben erstreckt sich das offene Ende 81Aa
geradlinig in der x-Richtung.

[0099] In einer Betrachtung von oben umfasst die
Antennenoberflache 81B in der y-Richtung gegen-
Uberliegende offene Enden 81Ba und 81Bb und die
Offnung der Antennenoberflache 81B ist an den
gegeniberliegenden offenen Enden 81Ba und 81Bb
abgeschnitten. Das offene Ende 81Ba ist eines bzw.
das der gegenliberliegenden Enden der Offnung der
Antennenoberflache 81B in y-Richtung, das naher an
der dritten Basisseitenflaiche 75 liegt. Das offene
Ende 81Bb ist eines bzw. das der gegentiberliegen-
den Enden der Offnung der Antennenoberflache 81B
in der y-Richtung, das naher an der vierten Basissei-
tenflache 76 liegt. In einer Betrachtung von oben sind
das offene Ende 81Ba und die dritte Basisseitenfla-
che 75 der separaten Antennenbasis 70B in dersel-
ben Position ausgebildet und das offene Ende 81Bb
und die vierte Basisseitenflache 76 der separaten
Antennenbasis 70B sind in derselben Position aus-
gebildet. In einer Betrachtung von oben erstrecken
sich die offenen Enden 81Ba und 81Bb geradlinig in
der x-Richtung.

[0100] In einer Betrachtung von oben ist die Offnung
der Antennenoberflache 81C an einem offenen Ende
81Ca abgeschnitten, das eines bzw. das der gegen-
Uberliegenden Enden der Offnung der Antennen-
oberflache 81C in der y-Richtung ist, das naher an
der dritten Basisseitenflache 75 liegt. In der Drauf-
sicht sind das offene Ende 81Ca und die dritte Basis-
seitenflache 75 der separaten Antennenbasis 70C in
der gleichen Position ausgebildet. In einer Betrach-
tung von oben erstreckt sich das offene Ende 81Ca
geradlinig in der x-Richtung.

[0101] Wie in Fig. 10 gezeigt, haben die Antennen-
oberflache 81A, die Antennenoberflache 81B und die
Antennenoberflache 81C ein einer Betrachtung von
oben denselben Durchmesser.

[0102] Das offene Ende 81Aa der Antennenoberfla-
che 81A ist mit dem offenen Ende 81Ba der Anten-
nenoberflache 81B verbunden. Das offene Ende
81Bb der Antennenoberflache 81B ist mit dem offe-
nen Ende 81Ca der Antennenoberflache 81C ver-
bunden. Bei der vorliegenden Ausfiihrungsform ist
das offene Ende 81Aa in der x-Richtung gleich lang
wie das offene Ende 81Ba. Die Lange des offenen
Endes 81Bb ist in der x-Richtung gleich der Lange
des offenen Endes 81Ca. Das offene Ende 81Ba
hat die gleiche Lange in der x-Richtung wie das
offene Ende 81Bb. In der vorliegenden Ausfiihrungs-
form ist also das offene Ende 81Aa in der x-Richtung
gleich lang wie das offene Ende 81Ca.

[0103] Wie in Fig. 11 gezeigt, befindet sich das
offene Ende 81Aa der Antennenoberflache 81A an

einer Position, die tiefer liegt als die Basishauptflache
71 der separaten Antennenbasis 70A (die Basis-
hauptflache 71T der Antennenbasis 70). Das offene
Ende 81Aa der Antennenoberflache 81A ist mit dem
offenen Ende 81Ba der Antennenoberflache 81B in
der z-Richtung ausgerichtet. Das offene Ende 81Ca
der Antennenoberflache 81C befindet sich an einer
Stelle, die tiefer liegt als die Hauptflache 71 der sepa-
raten Antennenbasis 70C (die Hauptflache 71T der
Antennenbasis 70). Das offene Ende 81Ca der
Antennenoberflache 81C ist mit dem offenen Ende
81Bb der Antennenoberflache 81B in der z-Richtung
ausgerichtet. Das offene Ende 81Ba und das offene
Ende 81Bb der Antennenoberflache 81B sind in der
z-Richtung ausgerichtet. Somit ist das offene Ende
81Aa der Antennenoberflache 81A mit dem offenen
Ende 81Ca der Antennenoberflache 81C in der z-
Richtung ausgerichtet.

[0104] Der Reflexionsfilm 82 wird nun beschrieben.

[0105] Der Reflexionsfilm 82 ist so ausgestaltet,
dass er elektromagnetische Wellen, die sich zu der
Antennenvertiefung 80 ausbreiten, in Richtung des
Terahertz-Elements 20 reflektiert, das zu der Anten-
nenvertiefung 80 gehort.

[0106] Wie in Fig. 11 gezeigt, ist der Reflexionsfilm
82 auf der Antennenoberflache 81 ausgebildet. Der
Reflexionsfilm 82 besteht aus einem Material, das
elektromagnetische Wellen reflektiert, z.B. aus
einem Metall wie Kupfer (Cu) oder einer Legierung.
Der Reflexionsfilm 82 kann eine einschichtige Struk-
tur oder eine mehrschichtige Struktur haben. In der
vorliegenden Ausfiihrungsform ist der Reflexionsfilm
82 auf der gesamten Antennenoberflache 81 ausge-
bildet. Der Reflexionsfilm 82 ist nicht auf der Basis-
hauptflache 71T ausgebildet.

[0107] In der vorliegenden Ausfiihrungsform
umfasst der Reflexionsfilm 82 einen Reflexionsfilm
82A, der auf der Antennenoberflache 81A ausgebil-
det ist, einen Reflexionsfilm 82B, der auf der Anten-
nenoberflache 81B ausgebildet ist, und einen Refle-
xionsfilm 82C, der auf der Antennenoberflache 81C
ausgebildet ist. In der vorliegenden Ausfiihrungsform
sind die Reflexionsfiime 82A bis 82C integral zu
einem einzigen Bauteil ausgebildet. In der folgenden
Beschreibung werden die Reflexionsfilme 82A bis
82C als Reflexionsfilm 82 bezeichnet, wenn die
Beschreibung fiir alle Reflexionsfilme 82A bis 82C
gilt, d.h. wenn keine Notwendigkeit besteht, zwi-
schen den Reflexionsfilmen 82A bis 82C zu unter-
scheiden.

[0108] In der vorliegenden Ausfuhrungsform ist der
Reflexionsfilm 82 auf der Antennenoberflache 81
ausgebildet. Somit ist der Reflexionsfim 82 im
Wesentlichen formidentisch mit der Antennenober-
flache 81. Genauer gesagt ist der Reflexionsfilm
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82A im Wesentlichen formidentisch mit der Anten-
nenoberflache 81A, der Reflexionsfilm 82B ist im
Wesentlichen formidentisch mit der Antennenober-
flache 81B und der Reflexionsfilm 82C ist im Wesent-
lichen formidentisch mit der Antennenoberflache
81C. Mit anderen Worten ist jeder der Reflexions-
filme 82A bis 82C ist ein parabolischer Reflektor
und schalenférmig gebogen. In der vorliegenden
Ausfihrungsform umfasst der Reflexionsfilm 82A
eine Oberflache, die in Kontakt mit der Antennen-
oberflache 81A steht, und eine der Kontaktflache
gegeniberliegende Oberflache, d.h. eine dem Tera-
hertz-Element 20A zugewandte Oberflache des
Reflexionsfilms 82A, die der ,ersten reflektierenden
Oberflache” entspricht. Der Reflexionsfiim 82B
umfasst eine Oberflache, die in Kontakt mit der
Antennenoberflache 81B steht, und eine der Kon-
taktflache gegenuberliegende Oberflache, d.h. eine
dem Terahertz-Element 20B zugewandte Oberflache
des Reflexionsfiims 82B, die der ,zweiten reflektier-
enden Oberflache* entspricht. Der Reflexionsfilm
82C umfasst eine Oberflache, die in Kontakt mit der
Antennenoberflache 81C steht, und eine der Kon-
taktflache gegenuberliegende Oberflache, d.h. eine
dem Terahertz-Element 20C zugewandte Oberflache
des Reflexionsfilms 82C, die der ,dritten reflektieren-
den Oberflache* entspricht.

[0109] Die Reflexionsfiime 82A bis 82C sind so
gekrimmt, dass sie in Richtung der Vorrichtungs-
ruckflache 12 (der Basisrlckflache 72 der separaten
Antennenbasen 70A bis 70C) ragen. Die Reflexions-
filme 82A bis 82C sind in einer Richtung nach oben
offen (in der vorliegenden Ausfihrungsform nach
oben).

[0110] Wie in Fig. 12 gezeigt, sind der Reflexions-
film 82 und das Dielektrikum 50 in der z-Richtung
einander gegentiberliegend angeordnet. Mit anderen
Worten ist der Reflexionsfilm 82 so angeordnet, dass
er dem Dielektrikum 50 gegentiberliegt. Die von dem
Reflexionsfilm 82 reflektierten elektromagnetischen
Wellen werden in Richtung des Empfangspunktes
P1 abgestrahlt. Insbesondere werden die von dem
Reflexionsfilm 82A reflektierten elektromagnetischen
Wellen in Richtung des Empfangspunktes P1 des
Terahertz-Elements 20A abgestrahlt. Elektromagne-
tische Wellen, die von dem Reflexionsfilm 82B reflek-
tiert werden, werden zum Empfangspunkt P1 des
Terahertz-Elements 20B abgestrahlt. Die vom Refle-
xionsfilm 82C reflektierten elektromagnetischen Wel-
len werden in Richtung des Empfangspunktes P1
des Terahertz-Elements 20C abgestrahlt.

[0111] Der Reflexionsfilm 82 ist nicht an der Seite
der Elementrickflache 22, sondern an der Seite der
Elementhauptflache 21, an der sich der Empfangs-
punkt P1 befindet, angeordnet und liegt dem Tera-
hertz-Element 20 (in der vorliegenden Ausfiihrungs-
form der Elementhauptflache 21) gegeniber. Mit

anderen Worten ist das Terahertz-Element 20 in
dem Dielektrikum 50 so angeordnet, dass die Ele-
menthauptflache 21 dem Reflexionsfilm 82 gegen-
Uberliegt. Was die Lagebeziehung der Pads 33a
und 34a zum Reflexionsfilm 82 betrifft, so sind die
Pads 33a und 34a dem Reflexionsfilm 82 zugewandt.

[0112] Der Reflexionsfilm 82 ist beispielsweise so
angeordnet, dass der Brennpunkt (,focal point) des
Reflexionsfilms 82 der Empfangspunkt P1 ist. Kon-
kret sind, wie in Fig. 12 gezeigt, die Terahertz-Ele-
mente 20 entsprechend den Antennenoberflachen
81A bis 81C (den Reflexionsfilme 82A bis 82C) ange-
ordnet. Das Terahertz-Element 20A ist entsprechend
der Antennenoberflaiche 81A (dem Reflexionsfilm
82A) angeordnet. Das Terahertz-Element 20B ist ent-
sprechend der Antennenoberflache 81B (dem Refle-
xionsfilm 82B) angeordnet. Das Terahertz-Element
20C ist entsprechend der Antennenoberflache 81C
(dem Reflexionsfiim 82C) angeordnet. In diesem
Fall ist der Reflexionsfilm 82A so angeordnet, dass
der Brennpunkt des Reflexionsfilms 82A der Emp-
fangspunkt P1 des Terahertz-Elements 20A ist. Der
Reflexionsfilm 82B ist so angeordnet, dass der
Brennpunkt des Reflexionsfiims 82B der Empfangs-
punkt P1 des Terahertz-Elements 20B ist. Der Refle-
xionsfilm 82C ist so angeordnet, dass der Brenn-
punkt des Reflexionsfilms 82C der Empfangspunkt
P1 des Terahertz-Elements 20C ist. In der vorliegen-
den Ausfiihrungsform weist der Reflexionsfilm 82A in
einer Betrachtung in der z-Richtung einen Mittel-
punkt P2 auf, der mit dem Empfangspunkt P1 des
Terahertz-Elements 20A zusammenfallt, der Refle-
xionsfilm 82B weist einen Mittelpunkt P2 auf, der
mit dem Empfangspunkt P1 des Terahertz-Elements
20B zusammenfallt, und der Reflexionsfiim 82C
weist einen Mittelpunkt P2 auf, der mit dem Emp-
fangspunkt P1 des Terahertz-Elements 20C zusam-
menfallt. In der vorliegenden Ausflihrungsform sind
die Empfangspunkte P1 der Terahertz-Elemente
20A bis 20C in der z-Richtung zueinander ausgerich-
tet. Daher sind die Mittelpunkte P2 der Reflexions-
filme 82A bis 82C in der z-Richtung zueinander aus-
gerichtet.

[0113] Vorzugsweise ist der Reflexionsfiim 82 so
gekrimmt, dass die Bedingung Z=(1/(4z1))XZ erflillt
ist, wenn ein bestimmter Abstand z1 den senkrech-
ten Abstand vom Empfangspunkt P1 zum Refle-
xionsfilm 82, Z die Koordinate des Reflexionsfilms
82 in der z-Richtung und X die Position des Refle-
xionsfilms 82 in der x-Richtung darstellt. Am Mittel-
punkt P2 ist X gleich 0. Dasselbe gilt fiir die Position
des Reflexionsfilms 82 in der y-Richtung. Die Kriim-
mung des Reflexionsfilms 82 ist jedoch nicht auf die-
sen Modus beschrankt und kann beliebig verandert
werden.

[0114] Die z-Richtung bezieht sich auf die Richtung,
in der sich der Reflexionsfilm 82 und das Terahertz-
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Elements 20 (der Elementhauptflache 21) gegen-
Uberstehen. Die z-Richtung bezieht sich auch auf
die Richtung, in der sich der Mittelpunkt P2 des
Reflexionsfiims 82 und der Empfangspunkts P1
gegeniberstehen. Der angegebene Abstand z1
bezieht sich auf den Abstand zwischen dem Emp-
fangspunkt P1 und einer dem Mittelpunkt P2 ent-
sprechenden Position des Reflexionsfilms 82.

[0115] Der Reflexionsfilm 82 kann an einer Position
angeordnet werden, die der Frequenz der von dem
Terahertz-Element 20 empfangenen elektromagneti-
schen Wellen entspricht, so dass die elektromagneti-
schen Wellen in Resonanz treten. Insbesondere wird
der angegebene Abstand z1 so eingestellt, dass die
Resonanzbedingung der von dem Terahertz-Ele-
ment 20 empfangenen elektromagnetischen Wellen
erflllt ist.

[0116] Wiein Fig. 10 gezeigt, weisen die Reflexions-
filme 82A bis 82C, von oben betrachtet, Offnungen
auf, die in ihrer Form mit den Offnungen der Anten-
nenoberflachen 81A bis 81C identisch sind. Das
heilt, dass in einer Betrachtung von oben die Off-
nung jedes der Reflexionsfiime 82A bis 82C die
Form eines Kreises hat, der an einem oder beiden
der gegenuberliegenden offenen Enden der Refle-
xionsfilme 82A bis 82C in einer Anordnungsrichtung
der Reflexionsfiime 82A bis 82C weggeschnitten
bzw. abgeschnitten ist.

[0117] In einer Betrachtung von oben ist die Offnung
des Reflexionsfiims 82A an einem offenen Ende
82Aa abgeschnitten, welches das offene Ende
81Aa der Antennenoberflache 81A Uberlappt. In der
Draufsicht erstreckt sich das offene Ende 82Aa
geradlinig in x-Richtung.

[0118] In einer Betrachtung von oben ist die Offnung
des Reflexionsfilms 82B an den offenen Enden 82Ba
und 82Bb abgeschnitten, welche die offenen Enden
81Ba bzw. 81Bb der Antennenoberflache 81B Uber-
lappen. In einer Betrachtung von oben erstrecken
sich die offenen Enden 82Ba und 82Bb geradlinig in
der x-Richtung.

[0119] In einer Betrachtung von oben ist die Offnung
des Reflexionsfims 82C an einem offenen Ende
82Ca abgeschnitten, welches das offene Ende
81Ca der Antennenoberflache 81C Uberlappt. In
einer Betrachtung von oben erstreckt sich das offene
Ende 82Ca geradlinig in der x-Richtung.

[0120] Wie die Antennenoberflachen 81A bis 81C
haben auch der Reflexionsfilm 82A, der Reflexions-
film 82B und der Reflexionsfilm 82C in einer Betrach-
tung von oben den gleichen Durchmesser.

[0121] Das offene Ende 82Aa des Reflexionsfiims
82A ist mit dem offenen Ende 82Ba des Reflexions-

films 82B verbunden. Das offene Ende 82Bb des
Reflexionsfilms 82B ist mit dem offenen Ende 82Ca
des Reflexionsfilms 82C verbunden. In der vorliegen-
den Ausfiuihrungsform ist das offene Ende 82Aa in
der x-Richtung gleich lang wie das offene Ende
82Ba. Das offene Ende 82Ba hat die gleiche Lange
in der x-Richtung wie das offene Ende 82Ca. Das
offene Ende 82Ba hat die gleiche Lange in der x-
Richtung wie das offene Ende 82Bb. In der vorliegen-
den Ausfuhrungsform ist also das offene Ende 81Aa
in der x-Richtung gleich lang wie das offene Ende
82Ca.

[0122] Wie in Fig. 11 gezeigt, befindet sich das
offene Ende 82Aa des Reflexionsfilms 82A an einer
Position, die niedriger bzw. tiefer ist als die Basis-
hauptflache 71 der separaten Antennenbasis 70A
(die Basishauptflache 71T der Antennenbasis 70).
Die Position des offenen Endes 82Aa des Refle-
xionsfilms 82A in der z-Richtung stimmt mit der Posi-
tion des offenen Endes 82Ba des Reflexionsfilms
82B in der z-Richtung Uberein. Das offene Ende
82Ca des Reflexionsfiims 82C befindet sich an
einer Position, die tiefer liegt als die Basishauptflache
71 der separaten Antennenbasis 70C (die Basis-
hauptflache 71T der Antennenbasis 70). Das offene
Ende 82Ca des Reflexionsfilms 82C ist mit dem offe-
nen Ende 82Bb des Reflexionsfilms 82B in der z-
Richtung ausgerichtet. Das offene Ende 82Ba des
Reflexionsfilms 82B ist mit dem offenen Ende 82Bb
in der z-Richtung ausgerichtet. Somit ist das offene
Ende 82Aa des Reflexionsfilms 82A mit dem offenen
Ende 82Ca des Reflexionsfiims 82C in der z-Rich-
tung ausgerichtet.

[0123] Wie in Fig. 10 gezeigt, ist der Reflexionsfilm
82A in einer Betrachtung von oben so ausgebildet,
dass sich der Mittelpunkt P2 an einer von der Mitte
der separaten Antennenbasis 70A abweichenden
Position befindet. In der vorliegenden Ausfiihrungs-
form ist der Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 82A in
einer Betrachtung von oben das Zentrum des Refle-
xionsfilms 82A, der die Form eines teilweise abge-
schnittenen Kreises hat, und fallt mit dem Mittelpunkt
der Antennenoberflache 81A zusammen. Genauer
gesagt ist der Reflexionsfilm 82A in einer Betrach-
tung von oben so ausgebildet, dass sich der Mittel-
punkt P2 in der Mitte der separaten Antennenbasis
70A in der x-Richtung befindet. In einer Betrachtung
von oben ist der Reflexionsfilm 82A so ausgebildet,
dass sich der Mittelpunkt P2 in der y-Richtung naher
an der vierten Basisseitenflache 76 der separaten
Antennenbasis 70A befindet. Mit anderen Worten
befindet sich der Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms
82A von oben betrachtet in der y-Richtung naher an
der separaten Antennenbasis 70B als die Mitte der
separaten Antennenbasis 70A.

[0124] Der Mittelpunkt P2 des Reflexionsfiims 82A
fallt in einer Betrachtung von oben mit dem Mittel-
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punkt der Antennenoberflache 81A zusammen und
der Reflexionsfilm 82A ist im Wesentlichen formiden-
tisch mit der Antennenoberflache 81A ausgebildet.
So ist die Antennenoberflaiche 81A in gleicher
Weise wie der Reflexionsfilm 82A in einer Betrach-
tung von oben so ausgebildet, dass sich der Mittel-
punkt der Antennenoberflache 81A an einer von der
Mitte der separaten Antennenbasis 70A abweichen-
den Stelle befindet.

[0125] In einer Betrachtung von oben weist der
Reflexionsfilm 82A einen bogenférmigen Umfang
auf, der einen umlaufenden Teil umfasst, der die
Bogenendpunkte in einer ersten Richtung verbindet,
die eine Richtung ist, in der die Reflexionsfilme 82A
bis 82C angeordnet sind (in der vorliegenden Aus-
fihrungsform die y-Richtung). Der umlaufende Teil
ist bogenférmig und hat einen Zentralwinkel bzw.
zentralen Winkel von weniger als 180°. Die erste
Richtung schneidet die Hohenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung 10 (die z-Richtung). In der vorlie-
genden Ausfuhrungsform ist die erste Richtung
orthogonal zur H6henrichtung der Terahertz-Vorrich-
tung 10. In der vorliegenden Ausfihrungsform
umfasst der bogenférmige Umfang des Reflexions-
films 82A einen umlaufenden Teil, der einen Boge-
nendpunkt in y-Richtung, der sich in der Nahe der
dritten Basisseitenflache 75 befindet, mit einem der
gegeniberliegenden Endpunkte des offenen Endes
82Aa in der x-Richtung verbindet, der sich ndher an
der ersten Basisseitenflache 73 befindet. Der umlau-
fende Teil ist bogenférmig und hat einen zentralen
Winkel 8a1 von weniger als 180°. In der vorliegenden
Ausfuhrungsform umfasst der bogenférmige Umfang
des Reflexionsfilms 82A auch einen Umlaufenden
Teil, der den Bogenendpunkt in der y-Richtung, der
sich in der Nahe der dritten Basisseitenflache 75
befindet, mit einem der gegeniberliegenden End-
punkte des offenen Endes 82Aa in der x-Richtung
verbindet, der sich ndher an der zweiten Basisseiten-
flache 74 befindet. Der umlaufende Teil ist bogenfor-
mig und hat einen zentralen Winkel 8a2 von weniger
als 180°. Der Zentralwinkel 6a1 ist gleich dem Zent-
ralwinkel 6a2. In einer Betrachtung von oben ist der
Reflexionsfilm 82A im Wesentlichen formidentisch
mit der Antennenoberflache 81A ausgebildet. So
weist die Antennenoberflache 81A in gleicher Weise
wie der Reflexionsfilm 82A einen bogenférmigen
Umfang auf, der einen umlaufenden Teil umfasst,
der Bogenendpunkte in der ersten Richtung verbin-
det, die eine Richtung ist, in der die Antennenoberfla-
chen 81A bis 81C angeordnet sind. Der umlaufende
Teil ist bogenférmig und hat einen zentralen Winkel
von weniger als 180°.

[0126] In einer Betrachtung von oben ist der Refle-
xionsfilm 82A in der ersten Richtung, d.h. der Rich-
tung, in der die Reflexionsfilme 82A bis 82C ange-
ordnet sind, kleiner als in einer zweiten, von der
ersten Richtung abweichenden, Richtung. Genauer

gesagt ist, von oben betrachtet, die Abmessung des
Reflexionsfilms 82A in der ersten Richtung (in der
vorliegenden Ausflhrungsform die y-Richtung), die
sich durch den Mittelpunkt P2 erstreckt, kleiner als
die Abmessung des Reflexionsfilms 82A in der zwei-
ten Richtung, die sich durch den Mittelpunkt P2
erstreckt. Die zweite Richtung (in der vorliegenden
Ausfuhrungsform die x-Richtung) ist z.B. in einer
Betrachtung von oben orthogonal zu der ersten Rich-
tung. In der vorliegenden Ausflihrungsform ist in
einer Betrachtung von oben eine Lange LAY des
Reflexionsfilms 82A in der durch den Mittelpunkt P2
verlaufenden y-Richtung kleiner als eine Lange LAX
des Reflexionsfilms 82A in der durch den Mittelpunkt
P2 verlaufenden y-Richtung bzw. x-Richtung. Die
Lange LAX des sich durch den Mittelpunkt P2
erstreckenden Reflexionsfiims 82A bezieht sich auf
den Durchmesser des Reflexionsfilms 82A in der
Betrachtung von oben.

[0127] In einer Betrachtung von oben ist der Refle-
xionsfilm 82A im Wesentlichen formgleich mit der
Antennenoberflache 81A. So hat die Antennenober-
flache 81A das gleiche GréRenverhaltnis der x-Rich-
tung und der y-Richtung wie der oben beschriebene
Reflexionsfilm 82A. Genauer gesagt ist in einer
Betrachtung von oben die Abmessung der Anten-
nenoberflache 81A in der ersten Richtung, d.h. der
Richtung, in der die Antennenoberflachen 81A bis
81C angeordnet sind, die sich durch den Mittelpunkt
der Antennenoberflache 81A erstreckt, geringer als
die Abmessung der Antennenoberflache 81A in
einer zweiten Richtung, die sich von der ersten Rich-
tung unterscheidet, die sich durch den Mittelpunkt
der Antennenoberflaiche 81A erstreckt. Die zweite
Richtung (in der vorliegenden Ausfihrungsform die
x-Richtung) ist z.B. orthogonal zu der ersten Rich-
tung, wenn man sie von oben betrachtet. In diesem
Fall bezieht sich die Abmessung der Antennenober-
flache 81A in der zweiten Richtung, die sich durch
den Mittelpunkt der Antennenoberflaiche 81A
erstreckt, auf den Durchmesser der Antennenober-
flache 81A in einer Betrachtung von oben.

[0128] Wie in Fig. 11 gezeigt, umfasst der Refle-
xionsfilm 82A in einer Querschnittsansicht der sepa-
raten Antennenbasis 70A, die entlang einer Ebene
geschnitten wird, die sich in der y-Richtung und der
z-Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions-
films 82A erstreckt, einen bogenférmigen Teil, der die
gegeniberliegenden Endpunkte verbindet und einen
zentralen Winkel 6z1 von weniger als 180° hat. In
gleicher Weise umfasst die Antennenoberflache
81A in einer Querschnittsansicht der separaten
Antennenbasis 70A, die entlang einer Ebene
geschnitten ist, die sich in der y-Richtung und in der
z-Richtung durch den Mittelpunkt der Antennenober-
flache 81A erstreckt, einen bogenférmigen Teil, der
die gegenuberliegenden Endpunkte verbindet und
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einen zentralen Winkel von weniger als 180° auf-
weist.

[0129] Wie in Fig. 10 gezeigt, ist der Reflexionsfilm
82B in einer Betrachtung von oben so ausgebildet,
dass der Mittelpunkt P2 mit der Mitte der separaten
Antennenbasis 70B ausgerichtet ist. In der vorliegen-
den Ausflhrungsform ist in einer Betrachtung von
oben der Mittelpunkt P2 des Reflexionsfiims 82B
der Mittelpunkt des Reflexionsfilms 82B, der die
Form eines Kreises hat, der teilweise weggeschnit-
ten ist, und fallt mit dem Mittelpunkt der Antennen-
oberflache 81B zusammen.

[0130] In einer Betrachtung von oben fallt der Mittel-
punkt P2 des Reflexionsfiims 82B mit dem Mittel-
punkt der Antennenoberflache 81B zusammen, und
der Reflexionsfilm 82B ist im Wesentlichen form-
gleich mit der Antennenoberflaiche 81B. So ist die
Antennenoberflache 81B in gleicher Weise wie der
Reflexionsfilm 82B in einer Betrachtung von oben
so ausgebildet, dass der Mittelpunkt der Antennen-
oberflache 81B mit der Mitte der separaten Anten-
nenbasis 70B ausgerichtet ist.

[0131] In einer Betrachtung von oben weist der
Reflexionsfilm 82B einen bogenférmigen Umfang
auf, der einen umlaufenden Teil umfasst, der Boge-
nendpunkte in der ersten Richtung, d.h. in der Rich-
tung, in der die Reflexionsfilme 82A bis 82C ange-
ordnet sind (in der vorliegenden Ausfiihrungsform
die y-Richtung), miteinander verbindet. Der umlau-
fende Teil ist bogenférmig und hat einen Zentralwin-
kel von weniger als 180°. In der vorliegenden Ausflih-
rungsform umfasst der bogenférmige Umfang des
Reflexionsfilms 82B einen umlaufenden Teil, der
einen der gegenlberliegenden Endpunkte des offe-
nen Endes 82Ba in der x-Richtung, der naher an der
ersten Basisseitenflache 73 liegt, mit einem der
gegeniberliegenden Endpunkte des offenen Endes
82Bb in der x-Richtung, der naher an der ersten
Basisseitenflache 73 liegt, verbindet. Der umlau-
fende Teil ist bogenférmig und hat einen zentralen
Winkel 6b1 von weniger als 180°. In der vorliegenden
Ausfiihrungsform umfasst der bogenférmige Umfang
des Reflexionsfilms 82B einen umlaufenden Teil, der
einen der gegeniberliegenden Endpunkte des offe-
nen Endes 82Ba in der x-Richtung, der ndher an der
zweiten Basisseitenflache 74 liegt, mit einem der
gegeniberliegenden Endpunkte des offenen Endes
82Bb in der x-Richtung, der ndher an der zweiten
Basisseitenflache 74 liegt, verbindet. Der umlau-
fende Teil ist bogenférmig und hat einen zentralen
Winkel 8b2 von weniger als 180°. Die zentralen Win-
kel 8b1 und Bb2 sind einander gleich. Die zentralen
Winkel 8b1 und 6b2 sind kleiner als die zentralen
Winkel 8a1 und 6a2. In einer Betrachtung von oben
ist der Reflexionsfilm 82B im Wesentlichen formiden-
tisch mit der Antennenoberflache 81B. So weist die
Antennenoberflache 81A in gleicher Weise wie der

Reflexionsfilm 82B einen bogenférmigen Umfang
auf, der einen umlaufenden Teil umfasst, der Boge-
nendpunkte in der ersten Richtung verbindet, die
eine Richtung ist, in der die Antennenoberflachen
81A bis 81C angeordnet sind (in der vorliegenden
Ausfuhrungsform die y-Richtung). Der umlaufende
Teil ist bogenférmig und hat einen Zentralwinkel von
weniger als 180°.

[0132] In einer Betrachtung von oben ist der Refle-
xionsfilm 82B in der ersten Richtung, d.h. in der Rich-
tung, in der die Reflexionsfilme 82A bis 82C ange-
ordnet sind, kleiner als in einer zweiten, von der
ersten Richtung abweichenden Richtung. Genauer
gesagt ist, von oben betrachtet, die Abmessung des
Reflexionsfilms 82B in der ersten Richtung (in der
vorliegenden Ausfihrungsform der y-Richtung), die
sich durch den Mittelpunkt P2 erstreckt, kleiner als
die Abmessung des Reflexionsfilms 82B in der zwei-
ten Richtung, die sich durch den Mittelpunkt P2
erstreckt. Die zweite Richtung (in der vorliegenden
Ausfuhrungsform die x-Richtung) ist z.B. in einer
Betrachtung von oben orthogonal zu der ersten Rich-
tung. In der vorliegenden Ausflihrungsform ist, in
einer Betrachtung von oben, eine Lange LBY des
Reflexionsfilms 82B in der y-Richtung, die sich
durch den Mittelpunkt P2 erstreckt, kleiner als eine
Lange LBX des Reflexionsfiims 82B in der y-Rich-
tung bzw. x-Richtung, die sich durch den Mittelpunkt
P2 erstreckt. Die Lange LBX des sich durch den Mit-
telpunkt P2 erstreckenden Reflexionsfiims 82B
bezieht sich auf den Durchmesser des Reflexions-
films 82A in der Betrachtung von oben. Das heil3t,
dass die Lange LBX des sich durch den Mittelpunkt
P2 erstreckenden Reflexionsfims 82B in einer
Betrachtung von oben gleich der Lange LAX des
sich durch den Mittelpunkt P2 erstreckenden Refle-
xionsfilms 82A ist.

[0133] In einer Betrachtung von oben ist der Refle-
xionsfilm 82B im Wesentlichen formidentisch mit der
Antennenoberflache 81B. So hat die Antennenober-
flache 81B das gleiche GréRenverhaltnis der x-Rich-
tung und der y-Richtung wie der Reflexionsfilm 82B,
der oben beschrieben ist. Genauer gesagt ist, von
oben betrachtet, die Abmessung der Antennenober-
flache 81B in der ersten Richtung, d.h. der Richtung,
in der die Antennenoberflachen 81A bis 81C ange-
ordnet sind (in der vorliegenden Ausflihrungsform
die y-Richtung), die sich durch den Mittelpunkt der
Antennenoberflache 81B erstreckt, geringer als die
Abmessung der Antennenoberflache 81B in einer
zweiten Richtung, die sich von der ersten Richtung
unterscheidet, die sich durch den Mittelpunkt der
Antennenoberflache 81B erstreckt. Die zweite Rich-
tung (in der vorliegenden Ausflihrungsform die x-
Richtung) ist z.B. orthogonal zu der ersten Richtung,
wenn man sie von oben betrachtet. In diesem Fall
bezieht sich die Abmessung der Antennenoberflache
81B in der zweiten Richtung, die sich durch den Mit-
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telpunkt der Antennenoberflache 81B erstreckt, auf
den Durchmesser der Antennenoberflaiche 81B in
einer Betrachtung von oben. Das heifdt, in einer
Betrachtung von oben ist die Abmessung der Anten-
nenoberfldche 81B in der zweiten Richtung, die sich
durch den Mittelpunkt der Antennenoberflache 81B
erstreckt, gleich der Abmessung der Antennenober-
flache 81A in der zweiten Richtung, die sich durch
den Mittelpunkt der Antennenoberflaiche 81A
erstreckt.

[0134] Wie in Fig. 11 gezeigt, umfasst der Refle-
xionsfilm 82B in einer Querschnittsansicht der sepa-
raten Antennenbasis 70B, die entlang einer Ebene
geschnitten wird, die sich in der y-Richtung und in
der z-Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Refle-
xionsfilms 82B erstreckt, einen bogenférmigen Teil,
der die gegenuberliegenden Endpunkte verbindet
und einen zentralen Winkel 6z2 von weniger als
180° aufweist. In der vorliegenden Ausfiihrungsform
ist der Zentralwinkel 8z2 kleiner als der Zentralwinkel
0z1 des Reflexionsfims 82A. In gleicher Weise
umfasst die Antennenoberflache 81B in einer Quer-
schnittsansicht der separaten Antennenbasis 70B,
die entlang einer Ebene geschnitten wird, die sich in
der y-Richtung und in der z-Richtung durch den Mit-
telpunkt der Antennenoberflaiche 81B erstreckt,
einen bogenférmigen Teil, der die gegeniberliegen-
den Endpunkte verbindet und einen zentralen Winkel
von weniger als 180° aufweist.

[0135] Wie in Fig. 10 gezeigt, ist der Reflexionsfilm
82C in einer Betrachtung von oben so ausgebildet,
dass sich der Mittelpunkt P2 an einer von der Mitte
der separaten Antennenbasis 70C abweichenden
Position befindet. In der vorliegenden Ausfiihrungs-
form ist der Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 82C in
einer Betrachtung von oben der Mittelpunkt des
Reflexionsfilms 82C in Form eines Kreises, der teil-
weise weggeschnitten ist, und fallt mit dem Mittel-
punkt der Antennenoberflaiche 81C zusammen.
Genauer gesagt ist der Reflexionsfilm 82C in einer
Betrachtung von oben so ausgebildet, dass sich der
Mittelpunkt P2 in der Mitte der separaten Antennen-
basis 70C in der x-Richtung befindet. In einer
Betrachtung von oben ist der Reflexionsfilm 82C so
ausgebildet, dass sich der Mittelpunkt P2 in der y-
Richtung naher an der dritten Basisseitenflache 75
der separaten Antennenbasis 70C befindet. Mit
anderen Worten liegt in einer Betrachtung von oben
der Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 82C naher an
der separaten Antennenbasis 70B als die Mitte der
separaten Antennenbasis 70C in der y-Richtung.

[0136] In einer Betrachtung von oben fallt der Mittel-
punkt P2 des Reflexionsfiims 82C mit dem Mittel-
punkt der Antennenoberflache 81C zusammen und
der Reflexionsfilm 82C hat im Wesentlichen die glei-
che Form wie die Antennenoberflache 81C. So ist die
Antennenoberflache 81C in gleicher Weise wie der

Reflexionsfilm 82C in einer Ansicht von oben so
geformt, dass sich der Mittelpunkt der Antennen-
oberflache 81C an einer von der Mitte der separaten
Antennenbasis 70C abweichenden Stelle befindet.

[0137] In einer Betrachtung von oben weist der
Reflexionsfilm 82C einen bogenférmigen Umfang
auf, der einen umlaufenden Teil umfasst, der Boge-
nendpunkte in der ersten Richtung verbindet, d.h. in
der Richtung, in der die Reflexionsfilme 82A bis 82C
angeordnet sind (in der vorliegenden Ausfiihrungs-
form die y-Richtung). Der umlaufende Teil ist bogen-
férmig und hat einen Zentralwinkel von weniger als
180°. In der vorliegenden Ausfiihrungsform umfasst
der bogenférmige Umfang des Reflexionsfiims 82C
einen umlaufenden Teil, der einen Bogenendpunkt
in der y-Richtung, der sich in der Nahe der vierten
Basisseitenflache 76 befindet, mit einem der gegen-
Uberliegenden Endpunkte des offenen Endes 82Ca
in der x-Richtung verbindet, der sich ndher an der
ersten Basisseitenflache 73 befindet. Der umlau-
fende Teil ist bogenférmig und hat einen zentralen
Winkel 8¢1 von weniger als 180°. In der vorliegenden
Ausflhrungsform umfasst der bogenférmige Umfang
des Reflexionsfilms 82C auch einen umlaufenden
Teil, der den Bogenendpunkt in der y-Richtung, der
sich in der Nahe der vierten Basisseitenflache 76
befindet, mit einem der gegentberliegenden End-
punkte des offenen Endes 82Ca in der x-Richtung
verbindet, der sich ndher an der zweiten Basisseiten-
flache 74 befindet. Der umlaufende Teil ist bogenfor-
mig und hat einen zentralen Winkel 8¢c2 von weniger
als 180°. Der Zentralwinkel 8c¢1 ist gleich dem Zent-
ralwinkel 8c2. In der vorliegenden Ausflihrungsform
sind die Zentralwinkel 6¢1 und 6c¢2 gleich den Zent-
ralwinkeln 8a1 und 6a2 des Reflexionsfile 82A. In
einer Betrachtung von oben ist der Reflexionsfilm
82C im Wesentlichen formidentisch mit der Anten-
nenoberflache 81C. So weist die Antennenoberfla-
che 81C in gleicher Weise wie der Reflexionsfilm
82C einen bogenférmigen Umfang auf, der einen
umlaufenden Teil umfasst, der Bogenendpunkte in
der ersten Richtung verbindet, die eine Richtung ist,
in der die Antennenoberflachen 81A bis 81C ange-
ordnet sind (in der vorliegenden Ausflihrungsform
die y-Richtung). Der umlaufende Teil ist bogenférmig
und hat einen Zentralwinkel von weniger als 180°.

[0138] In einer Betrachtung von oben ist die Abmes-
sung des Reflexionsfilms 82C in der ersten Richtung,
d.h. in der Richtung, in der die Reflexionsfiime 82A
bis 82C angeordnet sind, kleiner als die Abmessung
des Reflexionsfilms 82B in einer zweiten Richtung,
die sich von der ersten Richtung unterscheidet.
Genauer gesagt ist, in einer Betrachtung von oben,
die Abmessung des Reflexionsfilms 82C in der ers-
ten Richtung, die sich durch den Mittelpunkt P2
erstreckt, kleiner als die Abmessung des Reflexions-
films 82C in der zweiten Richtung, die sich durch den
Mittelpunkt P2 erstreckt. Die zweite Richtung (in der
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vorliegenden Ausfuhrungsform die x-Richtung) ist
z.B. orthogonal zu der ersten Richtung, in einer
Betrachtung von oben. In der vorliegenden Ausfuh-
rungsform ist, in einer Betrachtung von oben, eine
Lange LCY des Reflexionsfilms 82C in der y-Rich-
tung, die sich durch den Mittelpunkt P2 erstreckt,
kleiner als eine Lange LCX des Reflexionsfilms 82C
in der x-Richtung, die sich durch den Mittelpunkt P2
erstreckt. Die Lange LCX des sich durch den Mittel-
punkt P2 erstreckenden Reflexionsfilms 82C bezieht
sich auf den Durchmesser des Reflexionsfilms 82C
in einer Betrachtung von oben. Das heildt, die Lédnge
LCX des sich durch den Mittelpunkt P2 erstrecken-
den Reflexionsfiims 82C ist gleich der Lange LAX
des sich durch den Mittelpunkt P2 erstreckenden
Reflexionsfilms 82A. Die Lange LCY des Reflexions-
films 82C ist gréRer als die Lange LBY des Refle-
xionsfilms 82B. Somit ist die Lange LBY des Refle-
xionsfilms 82B kleiner als die Lange LAY des
Reflexionsfilms 82A und die Lange LCY des Refle-
xionsfilms 82B.

[0139] Wie oben beschrieben, sind die Langen LAY
bis LCY der Reflexionsfilme 82A bis 82C kleiner als
die Langen LAX bis LCX der Reflexionsfilme 82A bis
82C. Dementsprechend sind die Reflexionsfilme 82A
bis 82C in der ersten Richtung kleiner als in der zwei-
ten Richtung.

[0140] Von oben betrachtet ist der Reflexionsfilm
82C im Wesentlichen formidentisch mit der Anten-
nenoberflache 81C. So hat die Antennenoberflache
81C das gleiche Grolenverhalinis der x-Richtung
und der y-Richtung wie der Reflexionsfilm 82C, der
oben beschrieben ist. Genauer gesagt ist, von oben
betrachtet, die Abmessung der Antennenoberflache
81C in der ersten Richtung, d.h. der Richtung, in der
die Antennenoberflachen 81 A bis 81C angeordnet
sind (in der vorliegenden Ausfihrungsform die y-
Richtung), die sich durch den Mittelpunkt der Anten-
nenoberflaiche 81C erstreckt, geringer als die
Abmessung der Antennenoberflache 81C in einer
zweiten Richtung, die sich von der ersten Richtung
unterscheidet, die sich durch den Mittelpunkt der
Antennenoberflache 81C erstreckt. Die zweite Rich-
tung (in der vorliegenden Ausflihrungsform die x-
Richtung) ist z.B. orthogonal zu der ersten Richtung,
wenn man sie von oben betrachtet. In diesem Fall
bezieht sich die Abmessung der Antennenoberflache
81C in der zweiten Richtung, die sich durch den Mit-
telpunkt der Antennenoberflache 81C erstreckt, auf
den Durchmesser der Antennenoberflache 81C in
einer Betrachtung von oben. Somit ist die Abmes-
sung der Antennenoberflache 81C in der zweiten
Richtung, die sich durch den Mittelpunkt der Anten-
nenoberflache 81C erstreckt, gleich der Abmessung
der Antennenoberflache 81A in der zweiten Rich-
tung, die sich durch den Mittelpunkt der Antennen-
oberflache 81A erstreckt.

[0141] Wie in Fig. 11 gezeigt, umfasst der Refle-
xionsfilm 82C in einer Querschnittsansicht der sepa-
raten Antennenbasis 70C, die entlang einer Ebene
geschnitten ist, die sich in der y-Richtung und der z-
Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions-
films 82C erstreckt, einen bogenférmigen Teil, der
die gegenuberliegenden Endpunkte verbindet und
einen zentralen Winkel 8z3 von weniger als 180° auf-
weist. In der vorliegenden Ausfiuihrungsform ist der
Zentralwinkel 6z3 gleich dem Zentralwinkel 6z1 der
separaten Antennenbasis 70A. In gleicher Weise
umfasst die Antennenoberflache 81C in einer Quer-
schnittsansicht der separaten Antennenbasis 70C,
die entlang einer Ebene geschnitten wird, die sich in
der y-Richtung und in der z-Richtung durch den Mit-
telpunkt der Antennenoberflache 81C erstreckt,
einen bogenférmigen Teil, der die gegentberliegen-
den Endpunkte verbindet und einen zentralen Winkel
von weniger als 180° aufweist.

[0142] Wie in den Fig. 3 und 12 gezeigt, ist der
Reflexionsfilm 82A in einer Betrachtung in der z-
Richtung groRer als das Terahertz-Element 20A. Ins-
besondere ist der Reflexionsfilm 82A in den Abmes-
sungen in der x-Richtung und in der y-Richtung gro-
Rer als das Terahertz-Element 20A. Die Lange LAX
des Reflexionsfilms 82A wird gréRer als die Abmes-
sung des Terahertz-Elements 20A in der x-Richtung
festgelegt. Die Lange LAY des Reflexionsfilms 82A
wird grof3er als die Abmessung des Terahertz-Ele-
ments 20A in y-Richtung festgelegt.

[0143] Der Reflexionsfilm 82B ist in einer Betrach-
tung in der z-Richtung groRer als das Terahertz-Ele-
ment 20B. Insbesondere ist der Reflexionsfilm 82B in
den Abmessungen in der x-Richtung und in der y-
Richtung gréRer als das Terahertz-Element 20B.
Die Lange LBX des Reflexionsfilms 82B wird groRer
als die Abmessung des Terahertz-Elements 20B in
der x-Richtung festgelegt. Die Lange LBY des Refle-
xionsfilms 82B wird so festgelegt, dass sie grofer ist
als die Abmessung des Terahertz-Elements 20B in
der y-Richtung.

[0144] Der Reflexionsfilm 82C ist in einer Betrach-
tung in der z-Richtung gréRer als das Terahertz-Ele-
ment 20C. Insbesondere ist der Reflexionsfilm 82C in
den Abmessungen in der x-Richtung und in der y-
Richtung gréRer als das Terahertz-Element 20C.
Die Lange LCX des Reflexionsfilms 82C wird gréer
als die Abmessung des Terahertz-Elements 20C in
der x-Richtung festgelegt. Die Lange LCY des Refle-
xionsfilms 82C wird so festgelegt, dass sie grofier ist
als die Abmessung des Terahertz-Elements 20C in
der y-Richtung.

[0145] Wie in Fig. 10 gezeigt, umfasst die separate
Antennenbasis 70A in einer Betrachtung von oben
eine Umfangswand 78A, die sich um die Offnung
der Antennenvertiefung 80A erstreckt, mit Aus-
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nahme des ab- bzw. weggeschnittenen Abschnitts,
der in Kontakt mit der Antennenvertiefung 80B
steht. In einer Betrachtung von oben weist die sepa-
rate Antennenbasis 70B eine Umfangswand 78B auf,
die sich um die Offnung der Antennenvertiefung 80B
erstreckt, mit Ausnahme der weggeschnittenen
Abschnitte, die mit den Antennenvertiefungen 80A
und 80C in Kontakt stehen. In einer Betrachtung
von oben umfasst die separate Antennenbasis 70C
eine Umfangswand 78C, die sich um die Offnung der
Antennenvertiefung 80C erstreckt, mit Ausnahme
des weggeschnittenen Abschnitts, der mit der Anten-
nenvertiefung 80B in Kontakt steht.

[0146] Damitist, wie in Fig. 3 gezeigt, ein Zwischen-
elementabstand DE1 zwischen dem Empfangspunkt
P1 des Terahertz-Elements 20A und dem Empfangs-
punkt P1 des Terahertz-Elements 20B in der y-Rich-
tung kleiner als die Langen LAX und LBX, die die
Durchmesser der Antennenoberflache 81A und der
Antennenoberflache 81B in der x-Richtung sind. Ein
Zwischenelementabstand DE2 zwischen dem Emp-
fangspunkt P1 des Terahertz-Elements 20B und dem
Empfangspunkt P1 des Terahertz-Elements 20C in
der y-Richtung ist kleiner als die Langen LBX und
LCX, die Durchmesser der Antennenoberflache 81B
und der Antennenoberflache 81C in der x-Richtung
sind.

[0147] Wie in den Fig. 4, 5 und 12 gezeigt, sind in
der vorliegenden Ausflihrungsform die Antennenba-
sis 70 und das Dielektrikum 50 getrennt ausgebildet
und in der z-Richtung gekoppelt. Insbesondere
umfasst die Terahertz-Vorrichtung 10 eine Klebe-
schicht 91 als Befestigungsteil, die das Dielektrikum
50 an der Antennenbasis 70 fixiert. Die Klebeschicht
91 ist z.B. aus einem isolierenden Material gebildet
und umfasst z.B. ein Harzklebemittel. Die Klebe-
schicht 91 ist zwischen der Basishauptflache 71T
und der dielektrischen Hauptflache 51 entlang des
Umfangs der Offnung der Antennenvertiefung 80A,
des Umfangs der Offnung der Antennenvertiefung
80B und des Umfangs der Offnung der Antennenver-
tiefung 80C angeordnet.

[0148] Die Klebeschicht 91 haftet an das Dielektri-
kum 50 und die Antennenbasis 70 an. Das heil3t,
das Dielektrikum 50 und die Antennenbasis 70 sind
mit der Klebeschicht 91 in der z-Richtung gekoppelt.
Dadurch werden das Dielektrikum 50 und die Anten-
nenbasis 70 zu einer Einheit. Die Klebeschicht 91
begrenzt eine Fehlausrichtung des Dielektrikums 50
und der Antennenbasis 70 in einer Richtung orthogo-
nal zur z-Richtung, wodurch die Fehlausrichtung der
Terahertz-Elemente 20A, 20B und 20C in dem
Dielektrikum 50 relativ zu den Reflexionsfilmen 82A,
82B und 82C der Antennenbasis 70 begrenzt wird.

[0149] Insbesondere ist in der vorliegenden Ausfih-
rungsform das innere Umfangsende der Klebe-

schicht 91 mit der Oberflache des Reflexionsfilms
82 bindig und wird Uber die Basishauptflache 71T
und das Ende des Reflexionsfiims 82 gebildet. Das
heil3t, die Klebeschicht 91 ist so ausgestaltet, dass
sie sich nicht Uber den Reflexionsfilm 82 hinaus
nach innen (mit anderen Worten in Richtung des
Terahertz-Elements 20) erstreckt.

[0150] Das innere Umfangsende der Klebeschicht
91 bezieht sich auf ein Ende der Klebeschicht 91,
das sich in der Nahe des Terahertz-Elements 20
befindet. Genauer gesagt ist die Klebeschicht 91
auf der Basishauptflache 71 der separaten Anten-
nenbasis 70A ausgebildet und umfasst ein inneres
Umfangsende, das das Ende der Klebeschicht 91
definiert, das sich in der Nahe des Terahertz-Ele-
ments 20A befindet. Das innere Umfangsende der
Klebeschicht 91 hat beispielsweise die Form eines
Kreises, der in Ubereinstimmung mit der Antennen-
vertiefung 80A in einer Betrachtung in der z-Richtung
teilweise weggeschnitten ist. Die Klebeschicht 91 ist
auf der Hauptflache 71 der separaten Antennenbasis
70B ausgebildet und umfasst ein inneres Umfangs-
ende, das das Ende der Klebeschicht 91 in der Nahe
des Terahertz-Elements 20B definiert. Das innere
Umfangsende der Klebeschicht 91 hat beispiels-
weise die Form eines Kreises, der in Ubereinstim-
mung mit der Antennenvertiefung 80B in einer
Betrachtung in der z-Richtung teilweise wegge-
schnitten ist. Die Klebeschicht 91 ist auf der Haupt-
flache 71 der separaten Antennenbasis 70C ausge-
bildet und umfasst ein inneres Umfangsende, das
das Ende der Klebeschicht 91 in der Nahe des Tera-
hertz-Elements 20C definiert. Das innere Umfangs-
ende der Klebeschicht 91 hat beispielsweise die
Form eines Kreises, der in Ubereinstimmung mit
der Antennenvertiefung 80C in einer Betrachtung in
der z-Richtung teilweise weggeschnitten ist. Die
oben beschriebene Form der inneren Umfangsen-
den der Klebeschicht 91 kann in beliebiger Weise
verandert werden.

[0151] Der Gasraum 92 wird nun beschrieben.

[0152] Wie in den Fig. 4, 5 und 12 gezeigt wird der
Gasraum 92 in der vorliegenden Ausfiihrungsform
durch die dielektrische Hauptflache 51 und die
Antennenoberflache 81 definiert bzw. begrenzt. Ins-
besondere werden die Offnungen der Antennenver-
tiefungen 80 durch die dielektrische Hauptflache 51
geschlossen. Somit wird der Gasraum 92 durch die
dielektrische Hauptflache 51 und die Antennenoberf-
lachen 81, die die Wandflachen der Antennenvertie-
fungen 80 sind, definiert. Genauer gesagt, wird der
Gasraum 92 durch die dielektrische Hauptflache 51
und die Antennenoberflachen 81A bis 81C definiert.
Insbesondere werden die Offnungen der Antennen-
vertiefungen 80A bis 80C durch die dielektrische
Hauptflache 51 verschlossen. Bei der vorliegenden
Ausfiihrungsform ist die Klebeschicht 91 entlang
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des Umfangs der Offnungen der Antennenvertiefun-
gen 80A bis 80C angeordnet. Dadurch wird der Gas-
raum 92 hermetisch verschlossen. Das heil’t, dass
der Gasraum 92 durch die Klebeschicht 91 herme-
tisch verschlossen wird. Die Reflexionsfilme 82A bis
82C sind in dem Gasraum 92 angeordnet.

[0153] Wie in Fig. 12 gezeigt, umfasst der Gasraum
92 einen Gasraum 92A, der durch die Antennenver-
tiefung 80A und die dielektrische Hauptflache 51
definiert ist, einen Gasraum 92B, der durch die
Antennenvertiefung 80B und die dielektrische Haupt-
flache 51 definiert ist, und einen Gasraum 92C, der
durch die Antennenvertiefung 80C und die dielektri-
sche Hauptflache 51 definiert ist. In der vorliegenden
Ausfihrungsform sind der Gasraum 92A, der Gas-
raum 92B und der Gasraum 92C miteinander ver-
bunden. Genauer gesagt ist der Gasraum 92A mit
dem Gasraum 92B Uber das offene Ende 81Aa der
Antennenoberflache 81A (das offene Ende 82Aa des
Reflexionsfilms 82A) und das offene Ende 81Ba der
Antennenoberflache 81B (das offene Ende 82Ba des
Reflexionsfilms 82B) verbunden. Der Gasraum 92B
ist mit dem Gasraum 92C (iber das offene Ende 81Bb
der Antennenoberflache 81B (das offene Ende 82Bb
des Reflexionsfilms 82B) und das offene Ende 81Ca
der Antennenoberflache 81C (das offene Ende 82Ca
des Reflexionsfilms 82C) verbunden.

[0154] Die Gasraume 92A bis 92C sind halbkugel-
formig. In einer Betrachtung in der z-Richtung ist
der Gasraum 92A grofder als das Terahertz-Element
20A in einer Richtung orthogonal zu der z-Richtung.
In einer Betrachtung in der z-Richtung ist der Gas-
raum 92A in der x-Richtung grofRer als das Tera-
hertz-Element 20A, und der Gasraum 92A ist in der
y-Richtung gréRer als das Terahertz-Element 20A. In
einer Betrachtung in der z-Richtung ist der Gasraum
92B groRer als das Terahertz-Element 20B in einer
Richtung orthogonal zu der z-Richtung. In einer
Betrachtung in der z-Richtung ist der Gasraum 92B
in der x-Richtung grof3er als das Terahertz-Element
20B, und der Gasraum 92B ist in der y-Richtung gro6-
Rer als das Terahertz-Element 20B. In einer Betrach-
tung in der z-Richtung ist der Gasraum 92C groRer
als das Terahertz-Element 20C in einer Richtung
orthogonal zur z-Richtung. In einer Betrachtung in
der z-Richtung ist der Gasraum 92C in der x-Rich-
tung groRer als das Terahertz-Element 20C, und
der Gasraum 92C ist in der x-Richtung gréRer als
das Terahertz-Element 20C.

[0155] Jeder der Gasraume 92A bis 92C umfasst
Gas. Der Brechungsindex des Gases in den Gasrau-
men 92A bis 92C wird als Gas-Brechungsindex n3
bezeichnet. Der Gas-Brechungsindex n3 wird so
festgelegt, dass er kleiner ist als der dielektrische
Brechungsindex n2. Das heilt, jeder der Gasrdume
92A bis 92C umfasst Gas mit einem niedrigeren Bre-
chungsindex als dem dielektrischen Brechungsindex

n2. Das in den Gasrdumen 92A bis 92C befindliche
Gas ist z.B. Luft. In diesem Fall ist der Gas-Bre-
chungsindex n3 ungefahr 1. Das in den Gasraumen
92A bis 92C enthaltene Gas ist nicht auf Luft
beschrankt und kann jedes Gas mit einem Bre-
chungsindex sein, der niedriger ist als der dielektri-
sche Brechungsindex n2.

[0156] Der Reflexionsfiim 82A umfasst einen Teil,
der dem Terahertz-Element 20A durch das Dielektri-
kum 50 und den Gasraum 92A gegeniberliegt. In der
vorliegenden Ausfihrungsform ist der Reflexionsfilm
82A durch das Dielektrikum 50 und den Gasraum
92A vollstandig dem Terahertz-Element 20A gegenui-
berliegend.

[0157] Wenn in der vorliegenden Ausflihrungsform
eine elektromagnetische Welle durch das Dielektri-
kum 50 Ubertragen wird und sich durch den Gasraum
92A zu dem Reflexionsfilm 82A ausbreitet, reflektiert
der Reflexionsfilm 82A die elektromagnetische Welle
zu dem Empfangspunkt P1 des Terahertz-Elements
20A. Mit anderen Worten ist der Reflexionsfilm 82A
so ausgestaltet, dass er eine elektromagnetische
Welle, die durch das Dielektrikum 50 Ubertragen
wird und sich durch den Gasraum 92A ausbreitet,
zum Empfangspunkt P1 des Terahertz-Elements
20A leitet.

[0158] Der Reflexionsfiim 82B umfasst einen Teil,
der dem Terahertz-Element 20B durch das Dielektri-
kum 50 und den Gasraum 92B gegenlberliegt. In der
vorliegenden Ausfiihrungsform ist der Reflexionsfilm
82B durch das Dielektrikum 50 und den Gasraum
92B vollstandig dem Terahertz-Element 20B gegenu-
berliegend.

[0159] In der vorliegenden Ausfihrungsform reflek-
tiert der Reflexionsfilm 82B die elektromagnetische
Welle zum Empfangspunkt P1 des Terahertz-Ele-
ments 20B, wenn eine elektromagnetische Welle
durch das Dielektrikum 50 Ubertragen wird und sich
durch den Gasraum 92B zum Reflexionsfiim 82B
ausbreitet. Mit anderen Worten ist der Reflexionsfilm
82B so ausgestaltet, dass er eine elektromagneti-
sche Welle, die durch das Dielektrikum 50 ubertra-
gen wird und sich durch den Gasraum 92B ausbrei-
tet, zum Empfangspunkt P1 des Terahertz-Elements
20B leitet.

[0160] Der Reflexionsfiim 82C umfasst einen Teil,
der dem Terahertz-Element 20C durch das Dielekt-
rikum 50 und den Gasraum 92C gegenuberliegt. In
der vorliegenden Ausfuhrungsform ist der Refle-
xionsfilm 82C durch das Dielektrikum 50 und den
Gasraum 92C vollstdndig dem Terahertz-Element
20C gegenuberliegend.

[0161] In der vorliegenden Ausflihrungsform reflek-
tiert der Reflexionsfilm 82C die elektromagnetische
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Welle zum Empfangspunkt P1 des Terahertz-Ele-
ments 20C, wenn eine elektromagnetische Welle
durch das Dielektrikum 50 Ubertragen wird und sich
durch den Gasraum 92C zum Reflexionsfiim 82C
ausbreitet. Mit anderen Worten ist der Reflexionsfilm
82C ist so ausgestaltet, dass er eine elektromagne-
tische Welle, die durch das Dielektrikum 50 Ubertra-
gen wird und sich durch den Gasraum 92C ausbrei-
tet, zum Empfangspunkt P1 des Terahertz-Elements
20C leitet.

[0162] Wie in Fig. 13 gezeigt, umfasst die Terahertz-
Vorrichtung 10 eine erste Elektrode 101 und eine
zweite Elektrode 102, die zur elektrischen Verbin-
dung mit einer externen Vorrichtung dienen, sowie
einen ersten leitenden Abschnitt 110 und einen zwei-
ten leitenden Abschnitt 120, die in dem Dielektrikum
50 angeordnet und mit dem Terahertz-Element 20
elektrisch verbunden sind. In der vorliegenden Aus-
fihrungsform sind die beiden Elektroden 101 und
102 fUr jede der separaten Antennenbasen 70A bis
70C angeordnet. Genauer gesagt umfassen die bei-
den Elektroden 101 und 102 eine erste Elektrode
101A und eine zweite Elektrode 102A, die auf der
separaten Antennenbasis 70A angeordnet sind,
eine erste Elektrode 101B und eine zweite Elektrode
102B, die auf der separaten Antennenbasis 70B
angeordnet sind, und eine erste Elektrode 101C
und eine zweite Elektrode 102C, die auf der separa-
ten Antennenbasis 70C angeordnet sind. In der vor-
liegenden Ausfiihrungsform sind die beiden leiten-
den Abschnitte 110 und 120 fiir jedes der Terahertz-
Elemente 20A bis 20C angeordnet. Genauer gesagt
umfassen die beiden leitenden Abschnitte 110 und
120 einen ersten leitenden Abschnitt 110A und
einen zweiten leitenden Abschnitt 120A, die elekt-
risch mit dem Terahertz-Element 20A verbunden
sind, einen ersten leitenden Abschnitt 110B und
einen zweiten leitenden Abschnitt 120B, die elekt-
risch mit dem Terahertz-Element 20B verbunden
sind, und einen ersten leitenden Abschnitt 110C
und einen zweiten leitenden Abschnitt 120C, die
elektrisch mit dem Terahertz-Element 20C verbun-
den sind.

[0163] In der vorliegenden Ausflihrungsform sind
die beiden Elektroden 101A und 102A auf einem
Abschnitt des Dielektrikums 50 angeordnet, der den
Reflexionsfilm 82A in einer Betrachtung in der z-
Richtung nicht Uberlappt, aber in einer Betrachtung
in der x-Richtung Uberlappt. Mit anderen Worten
sind die beiden Elektroden 101A und 102A auf dem
Dielektrikum 50 an einer Seite des Reflexionsfilms
82A in der x-Richtung angeordnet.

[0164] In der vorliegenden Ausflihrungsform sind
die beiden Elektroden 101A und 102A seitlich von
der Antennenbasis 70 (der separaten Antennenbasis
70A) angeordnet. Insbesondere sind die beiden
Elektroden 101A und 102A auf einem Teil der dielekt-

rischen Hauptflache 51 ausgebildet, der zu dem ers-
ten Vorsprung 61 gehért, d.h. auf der ersten Uber-
hangflache 51a (vgl. Fig. 4 und 5). Die beiden
Elektroden 101A und 102A sind in der x-Richtung
zueinander ausgerichtet und in der y-Richtung
nebeneinander angeordnet. Die beiden Elektroden
101A und 102A sind nach unten gerichtet.

[0165] In der vorliegenden Ausfihrungsform sind
die beiden Elektroden 101B und 102B auf einem
Abschnitt des Dielektrikums 50 angeordnet, der den
Reflexionsfilm 82B in einer Betrachtung in der z-
Richtung nicht Gberlappt, aber in einer Betrachtung
in der x-Richtung Uberlappt. Mit anderen Worten
sind die beiden Elektroden 101B und 102B auf dem
Dielektrikum 50 an einer Seite des Reflexionsfilms
82B in der x-Richtung angeordnet.

[0166] In der vorliegenden Ausfiihrungsform sind
die beiden Elektroden 101B und 102B seitlich von
der Antennenbasis 70 (der separaten Antennenbasis
70B) angeordnet. Konkret sind die beiden Elektroden
101B und 102B auf einem Teil der dielektrischen
Hauptflache 51 ausgebildet, der zu dem ersten Vor-
sprung 61 gehdrt, d.h. auf der ersten Uberhangflache
51a. Die beiden Elektroden 101B und 102B sind in
der x-Richtung zueinander ausgerichtet und in der
y-Richtung nebeneinander angeordnet. Die beiden
Elektroden 101B und 102B sind nach unten gerich-
tet.

[0167] In der vorliegenden Ausfiihrungsform sind
die beiden Elektroden 101C und 102C auf einem
Abschnitt des Dielektrikum 50 angeordnet, der den
Reflexionsfilm 82C in der z-Richtung nicht tiberlappt,
aber in der x-Richtung Uberlappt. Mit anderen Worten
sind die beiden Elektroden 101C und 102C auf dem
Dielektrikum 50 an einer Seite des Reflexionsfilms
82C in der x-Richtung angeordnet.

[0168] In der vorliegenden Ausfuhrungsform sind
die beiden Elektroden 101C und 102C seitlich von
der Antennenbasis 70 (der separaten Antennenbasis
70C) angeordnet. Insbesondere sind die beiden
Elektroden 101C und 102C auf einem Abschnitt der
dielektrischen Hauptflache 51 ausgebildet, der zu
dem ersten Vorsprung 61 gehdrt, d.h. auf der ersten
Uberhangflache 51a. Die beiden Elektroden 101C
und 102C sind in der x-Richtung zueinander ausge-
richtet und in der y-Richtung nebeneinander ange-
ordnet. Die beiden Elektroden 101C und 102C sind
nach unten gerichtet.

[0169] In der vorliegenden Ausfihrungsform sind
die Elektroden 101A und 102A, die Elektroden
101B und 102B sowie die Elektroden 101C und
102C in der x-Richtung zueinander ausgerichtet
und in der y-Richtung voneinander getrennt.
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[0170] In der vorliegenden Ausfihrungsform hat
jede der Elektroden 101A, 102A, 101B, 102B, 101C
und 102C beispielsweise eine geschichtete Struktur
mit einer Ni-Schicht und einer Au-Schicht. Die Elekt-
roden 101A, 102A, 101B, 102B, 101C und 102C sind
jedoch nicht auf diese Struktur beschrankt und kén-
nen eine beliebige Struktur aufweisen. So kann die
Struktur beispielsweise eine Pd-Schicht oder eine
Sn-Schicht umfassen. Die Elektroden 101A, 102A,
101B, 102B, 101C und 102C koénnen in einer
Betrachtung in der z-Richtung eine beliebige Form
haben und sind z.B. rechteckig, so dass die Langs-
richtung in der y-Richtung und die Querrichtung in
der x-Richtung verlauft. Die Form der Elektroden
101A und 102A, in einer Betrachtung in der z-Rich-
tung, die Form der Elektroden 101B und 102B, in
einer Betrachtung in der z-Richtung, und die Form
der Elektroden 101C und 102C, in einer Betrachtung
in der z-Richtung, kdnnen voneinander abweichen.

[0171] Wie in Fig. 12 gezeigt, ist die Abmessung der
Antennenbasis 70 (der einzelnen Antennenbasen
70A, 70B und 70C) in der z-Richtung groRer als die
Dicke des Dielektrikums 50. Somit befinden sich die
Elektroden 101A, 102A, 101B, 102B, 101C und 102C
an einer Oberseite der Mitte der Terahertz-Vorrich-
tung 10 (mit anderen Worten in Richtung der Vorrich-
tungshauptflache 11) in der z-Richtung.

[0172] Die leitenden Abschnitte 110A, 110B, 110C,
120A, 120B, und 120C sind vollstandig in dem
Dielektrikum 50 angeordnet. Das heif’t, dass das
Dielektrikum 50 die Terahertz-Elemente 20A bis
20C einschlie3lich der leitenden Abschnitte 110A,
110B, 110C, 120A, 120B und 120C einkapselt.
Somit sind die leitenden Abschnitte 110A, 110B,
110C, 120A, 120B und 120C, die in dem Dielektrikum
50 angeordnet sind, so ausgestaltet, dass sie die
aufderhalb von des Dielektrikums 50 angeordneten
Reflexionsfiime 82A bis 82C nicht berlihren. Das
Dielektrikum 50 wird verwendet, um die leitenden
Abschnitte 110A, 110B, 110C, 120A, 120B und
120C von den Reflexionsfilmen 82A bis 82C zu iso-
lieren.

[0173] Wie in Fig. 13 gezeigt, erstrecken sich die
leitenden Abschnitte 110A und 120A in einer
Betrachtung in der z-Richtung in die x-Richtung, wel-
che die Vorsprungsrichtung des ersten Vorsprungs
61 ist, um sowohl das Terahertz-Element 20A als
auch die Elektroden 101A und 102A zu Uberlappen.
In einer Betrachtung in der z-Richtung, erstrecken
sich die beiden leitenden Abschnitte 110B und 120B
in der x-Richtung, um sowohl das Terahertz-Element
20B als auch die Elektroden 101B und 102B zu tber-
lappen. In einer Betrachtung in der z-Richtung erstre-
cken sich die leitenden Abschnitte 110C und 120C in
der x-Richtung, um sowohl das Terahertz-Element
20C als auch die Elektroden 101C und 102C zu Uber-
lappen.

[0174] In der vorliegenden Ausfihrungsform hat
jeder der leitenden Abschnitte 110A, 120A, 110B,
120B, 110C und 120C die Form eines Giirtels, der
in der y-Richtung eine Breite aufweist und sich in
der x-Richtung erstreckt.

[0175] In der vorliegenden Ausfiuhrungsform hat
jeder der leitenden Abschnitte 110A, 120A, 110B,
120B, 110C und 120C die Form eines dinnen Films
mit einer Dicke in der z-Richtung. Die leitenden
Abschnitte 110A, 120A, 110B, 120B, 110C und
120C koénnen jedoch eine beliebige spezifische
Form haben und die Form einer Platte mit einer vor-
bestimmten Dicke haben. In der vorliegenden Aus-
fuhrungsform ist das Terahertz-Element 20A auf
den leitenden Abschnitten 110A und 120A flip-chip-
montiert (,flip-chipmounted®). Das Terahertz-Ele-
ment 20B ist auf den leitenden Abschnitten 110B
und 120B flip-chip-montiert. Das Terahertz-Element
20C ist auf den leitenden Abschnitten 110C und
120C flip-chip-montiert.

[0176] Wie in Fig. 14 gezeigt, verbindet der erste
leitende Abschnitt 110A das Terahertz-Element 20A
und die erste Elektrode 101A elektrisch. Der erste
leitende Abschnitt 110A erstreckt sich in der x-Rich-
tung, die die Vorsprungsrichtung des ersten Vor-
sprungs 61 ist, um sowohl dem ersten Pad 33a des
Terahertz-Elements 20A als auch der ersten Elekt-
rode 101A gegentberzuliegen.

[0177] Wie in Fig. 4 gezeigt, umfasst der erste lei-
tende Abschnitt 110A ein erstes Element-Gegen-
stlick, (,first element opposing part®), das dem ersten
Pad 33a des Terahertz-Elements 20A in der z-Rich-
tung gegenuberliegt, ein erstes Elektroden-Gegen-
stlick (,first electrode opposing part‘) 112, das der
ersten Elektrode 101A in der z-Richtung gegenuber-
liegt, einen ersten Verbinder 113, der das erste Ele-
ment-Gegenstlick 111 und das erste Elektroden-
Gegenstiick 112 verbindet, und eine erste Saule
(,post’) 115, der das erste Elektroden-Gegenstlick
112 und die erste Elektrode 101A verbindet. In der
vorliegenden Ausfiihrungsform definieren der erste
Element-Gegenstiick 111 und das erste Elektroden-
Gegenstlick 112 gegenliberliegende Enden des ers-
ten leitenden Abschnitts 110A in der der x-Richtung.

[0178] Wie in den Fig. 14 und 15 gezeigt, ist das
erste Element-Gegenstick 111 zwischen dem Tera-
hertz-Element 20A und des Reflexionsfiims 82A in
der z-Richtung angeordnet. In einer Betrachtung in
der z-Richtung Uberlappt das erste Element-Gegen-
stlick 111 zumindest teilweise das erste Pad 33a des
Terahertz-Elements 20A. Das erste Element-Gegen-
stick 111 ist in der z-Richtung dem Reflexionsfilm
82A gegeniiberliegend. Das erste Element-Gegen-
stlick 111 erstreckt sich in der x-Richtung in Uberein-
stimmung mit dem ersten Pad 33a des Terahertz-
Elements 20A, das sich in der x-Richtung erstreckt.
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In einem Beispiel ist das erste Element-Gegenstick
111, in einer Betrachtung in der z-Richtung, recht-
eckig, so dass die Langsrichtung in der x-Richtung
und die Querrichtung in der y-Richtung verlauft.

[0179] Der erste leitende Abschnitt 110A umfasst
einen ersten Hocker 114, der zwischen dem ersten
Element-Gegenstlick 111 und dem ersten Pad 33a
des Terahertz-Elements 20A angeordnet ist. Das
Terahertz-Element 20A ist Gber den ersten Hocker
114 auf dem ersten Element-Gegenstick 111 flip-
chip-montiert. Das erste Pad 33a und das erste Ele-
ment-Gegenstick 111 sind durch den ersten Hocker
114 elektrisch verbunden.

[0180] In der vorliegenden Ausflihrungsform sind
mehrere erste Hocker 114 vorgesehen. In einem Bei-
spiel sind die mehreren (in der vorliegenden Ausflih-
rungsform zwei) ersten Hocker 114 in der x-Richtung
in Ubereinstimmung mit dem ersten Pad 33a des
Terahertz-Elements 20A und dem ersten Element-
Gegenstlick 111 angeordnet, das sich in der x-Rich-
tung erstreckt. In einer Betrachtung in der z-Richtung
sind das erste Element-Gegenstiick 111 und der
erste Hocker 114 so angeordnet, dass sie den Emp-
fangspunkt P1 nicht Gberlappen. Die Form des ers-
ten Hockers 114 ist z. B. ein tetragonaler Stab. Der
erste Hocker 114 ist jedoch nicht auf diese Form
beschrankt und kann jede beliebige Form haben.

[0181] Der erste Hocker 114 kann eine einschichtige
Struktur oder eine mehrschichtige Struktur aufwei-
sen. In einem Beispiel kann der erste Hocker 114
eine mehrschichtige Struktur aufweisen, die eine
Metallschicht mit Cu, eine Metallschicht mit Ti und
eine Legierungsschicht mit Sn umfasst. Ein Beispiel
fir eine Sn umfassende Legierungsschicht ist eine
Sn-Sb-basierte Legierungsschicht oder eine Sn-Ag-
basierte Legierungsschicht.

[0182] Eine erste Isolationsschicht kann auf dem
ersten Element-Gegenstlick 111 ausgebildet sein,
um den ersten Hécker 114 zu umgeben. Die erste
Isolationsschicht kann rahmenférmig sein und sich
nach oben hin 6ffnen, so dass der erste Hocker 114
in der ersten lIsolationsschicht untergebracht ist.
Dadurch wird eine unerwilnschte seitliche Ausdeh-
nung des ersten Hockers 114 begrenzt. Die erste Iso-
lationsschicht kann weggelassen werden.

[0183] In einer Betrachtung in der z-Richtung Uber-
lappt der erste Elektroden-Gegenstiick 112 zumin-
dest teilweise die erste Elektrode 101A. In einem Bei-
spiel ist das erste Elektroden-Gegenstick 112 an
einer Position ausgebildet, die seitlich von der Anten-
nenbasis 70 (der separaten Antennenbasis 70A) her-
vorsteht. Insbesondere ist das erste Elektroden-
Gegenstlck 112 in dem ersten Vorsprung 61 ausge-
bildet. Somit ist das erste Elektroden-Gegenstick
112 so angeordnet, dass es den Reflexionsfilm 82A

in einer Betrachtung in der z-Richtung nicht Uber-
lappt.

[0184] In der vorliegenden Ausfihrungsform ist das
erste Elektroden-Gegenstiick 112 in einer Betrach-
tung in der z-Richtung rechteckig und erstreckt sich
in der x-Richtung und in der y-Richtung. In einer
Betrachtung in der z-Richtung hat die erste Elektrode
101A eine grofRere Breite als das erste Elektroden-
Gegenstick 112. Die erste Elektrode 101A ist jedoch
nicht auf die oben beschriebene Form und GrofRe
beschrankt und kann kleiner als das erste Elektro-
den-Gegenstlck 112 sein oder die gleiche Form wie
das erste Elektroden-Gegenstiick 112 haben.

[0185] Wie in den Fig. 13 und 14 gezeigt, ist der
erste Verbinder 113 zwischen dem ersten Element-
Gegenstlick 111 und dem ersten Elektroden-Gegen-
stlick 112 angeordnet und hat eine Breite in der y-
Richtung und erstreckt sich in der x-Richtung. Der
erste Verbinder 113 liegt dem Reflexionsfilm 82A in
der z-Richtung teilweise gegeniber. Das heilit, der
erste Verbinder 113 ist so angeordnet, dass er den
Reflexionsfilm 82A teilweise Uberlappt. Mit anderen
Worten, hat der erste Verbinder 113 in einer Betrach-
tung in der z-Richtung einen Teil, der den Reflexions-
film 82A Uberlappt, und einen Teil, der den Refle-
xionsfilm 82A nicht tiberlappt.

[0186] In der vorliegenden Ausfiihrungsform ist die
Breite des ersten Verbinders 113 kleiner als die
Breite des ersten Element-Gegenstiicks 111. Insbe-
sondere ist die Breite des ersten Verbinders 113
(Abmessung in der y-Richtung) kleiner als die Breite
des ersten Element-Gegenstlicks 111 (Abmessung
in der y-Richtung). In der vorliegenden Ausfiihrungs-
form ist beispielsweise die Breite des ersten Verbin-
ders 113 kleiner als die Breite des ersten Elektroden-
Gegenstlicks 112. Mit anderen Worten erstreckt sich
das erste Elektroden-Gegenstiick 112 in der y-Rich-
tung weiter als der erste Verbinder 113.

[0187] Der erste Verbinder 113 umfasst einen ersten
Verbindungskdrper 113a, der eine geringere Breite
als die des ersten Element-Gegenstiicks 111 und
die des ersten Elektroden-Gegenstiicks 112 hat,
und ein erstes Element-Verjlingungsteil (,first ele-
ment tapered part®) 113b und ein erstes Elektroden-
Verjingungsteil (,first electrode tapered part®) 113c,
die sich an gegenuberliegenden Langsseiten des
ersten Verbindungskorpers 113a befinden.

[0188] Die Langsrichtung des ersten Verbindungs-
korpers 113a erstreckt sich in der x-Richtung und
der erste Verbindungskdérper 113a hat eine feste
Breite in der y-Richtung. In einer Betrachtung in der
z-Richtung Uberlappt der erste Verbindungskérper
113a den Reflexionsfilm 82A. Der erste Verbindungs-
koérper 113a verbindet das erste Element-Gegen-
stick 111 und den ersten Elektroden-Gegenstiick
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112. Wie in Fig. 15 gezeigt, ist eine Breite W1 des
ersten Verbindungskérpers 113a kleiner als eine
Breite W2 des ersten Element-Gegenstlicks 111.

[0189] Das erste Element-Verjingungsteil 113b,
verbindet den ersten Verbindungskdrper 113a und
das erste Element-Gegenstick 111. In einem Bei-
spiel ist in einer Betrachtung in der z-Richtung das
erste Element-Verjingungsteil 113b neben dem
Terahertz-Element 20A in der x-Richtung angeordnet
und Uberlappt den Reflexionsfilm 82A.

[0190] Die Breite des ersten Element-Verjlingungs-
teils 113b nimmt von dem ersten Verbindungskérper
113a in Richtung des ersten Element-Gegenstlicks
111 allmahlich zu. In der vorliegenden Ausfiihrungs-
form umfasst das erste Element-Verjingungsteil
113b zwei erste Element-Schragflachen (,first ele-
ment inclined surfaces®) 113ba, die von dem ersten
Verbindungskorper 113a zu dem ersten Element-
Gegenstlicks 111 allmahlich voneinander weg
geneigt sind.

[0191] Wie in Fig. 13 gezeigt, verbindet das erste
Elektroden-Verjingungsteil 113c den ersten Verbin-
dungskorper 113a und das erste Elektroden-Gegen-
stick 112. In einem Beispiel ist in einer Betrachtung
in der z-Richtung das erste Elektroden-Verjlingungs-
teil 113c so ausgebildet, dass es den Reflexionsfilm
82A nicht Uberlappt und beispielsweise in dem ersten
Vorsprung 61 ausgebildet ist.

[0192] Die Breite des ersten Elektroden-Verjun-
gungsteils 113c nimmt von dem ersten Verbindungs-
kérper 113a in Richtung des ersten Elektroden-
Gegenstiicks 112 allmahlich zu. In der vorliegenden
Ausfiihrungsform umfasst das erste Elektroden-Ver-
jungungsteil 113c zwei erste Elektroden-Schragfla-
chen ersten Elektroden-Verjingungsteils (,first elect-
rode inclined surfaces”) 113ca, die von dem ersten
Verbindungskdrper 113a zu dem ersten Elektroden-
Gegenstiick 112 hin allmahlich voneinander weg
geneigt sind.

[0193] Wie in Fig. 4 gezeigt, ist die erste Saule 115
zwischen der ersten Elektrode 101A und dem ersten
Elektroden-Gegenstiick 112 angeordnet. Die erste
Saule 115 hat eine sich in der z-Richtung erstre-
ckende Hohe und ist mit der ersten Elektrode 101A
und dem ersten Elektroden-Gegenstiick 112 verbun-
den.

[0194] Der erste Saule 115 ist z.B. zylindrisch. Der
erste Saule 115 kann jedoch jegliche spezifische
Form haben und beispielsweise prismatisch sein. In
der vorliegenden Ausflhrungsform weist das erste
Elektroden-Gegenstick 112 eine erste Vertiefung
112a in einer Position auf, die die ersten Saule 115
Uberlappt. Die erste Vertiefung 112a kann weggelas-
sen werden.

[0195] In dieser Struktur sind das erste Pad 33a des
Terahertz-Elements 20A und die erste Elektrode
101A durch den ersten Hocker 114, das erste Ele-
ment-Gegenstick 111, den ersten Verbinder 113,
das erste Elektroden-Gegenstiick 112 und die erste
Saule 115 elektrisch verbunden.

[0196] Die Form der ersten leitenden Abschnitte
110B und 110C ist in einer Betrachtung in der z-Rich-
tung identisch mit der Form des ersten leitenden
Abschnitts 110A in einer Betrachtung in der z-Rich-
tung. Das heildt, dass in der gleichen Weise wie der
erste leitende Abschnitt 110A jeder der ersten leiten-
den Abschnitte 110B und 110C ein erstes Element-
Gegenstick 111, ein erstes Elektroden-Gegenstlck
112, einen ersten Verbinder 113, einen ersten Hocker
114 und einen ersten Saule 115 umfasst. Das erste
Pad 33a des Terahertz-Elements 20B und die erste
Elektrode 101B sind durch den ersten Hocker 114,
das erste Element-Gegenstlick 111, den ersten Ver-
binder 113, das erste Elektroden-Gegenstick 112
und die erste Saule 115 des ersten leitenden
Abschnitts 110B elektrisch verbunden. Somit verbin-
det der erste leitende Abschnitt 110B das Terahertz-
Element 20B und die erste Elektrode 101B elekt-
risch. Auch das erste Pad 33a des Terahertz-Ele-
ments 20C und die erste Elektrode 101C sind durch
den ersten Hocker 114, das erste Element-Gegen-
stiick 111, den ersten Verbinder 113, das erste Elekt-
roden-Gegenstick112 und die erste Saule 115 des
ersten leitenden Abschnitts 110C elektrisch verbun-
den. Somit verbindet der erste leitende Abschnitt
110C das Terahertz-Element 20C und die erste
Elektrode 101C elektrisch.

[0197] Wie in den Fig. 5 und 13 gezeigt, verbindet
der zweite leitende Abschnitt 120A das Terahertz-
Element 20A und die zweite Elekirode 102A elekt-
risch. Wie in den Fig. 13 und 14 gezeigt, sind in der
vorliegenden Ausflihrungsform in einer Betrachtung
in der z-Richtung der erste leitende Abschnitt 110A
und der zweite leitende Abschnitt 120A in der y-Rich-
tung nebeneinander angeordnet. In einer Betrach-
tung in der z-Richtung erstrecken sich die leitenden
Abschnitte 110A und 120A von dem Terahertz-Ele-
ments 20A in einer Richtung in radialer Richtung
des Reflexionsfilms 82A.

[0198] Insbesondere erstrecken sich in der vorlie-
genden Ausflihrungsform in einer Betrachtung in
der z-Richtung die leitenden Abschnitte 110A und
120A von dem Terahertz-Element 20A weg. Insbe-
sondere erstrecken sich die beiden leitenden
Abschnitte 110A und 120A in einer Betrachtung in
der z-Richtung von dem Terahertz-Element 20A in
Richtung des ersten Vorsprungs 61 in der x-Rich-
tung.

[0199] Wie in Fig. 5 gezeigt, umfasst der zweite lei-
tende Abschnitt 120A ein zweites Element-Gegen-
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stick 121, das dem zweiten Pad 34a des Terahertz-
Elements 20A in der z-Richtung gegenuberliegt, ein
zweites Elektroden-Gegenstiick 122, das der zwei-
ten Elektrode 102A in der z-Richtung gegenuberliegt,
und eine zweite Saule 125, die das zweite Element-
Gegenstlick 121 und die zweite Elektrode 102A ver-
bindet. In der vorliegenden Ausfuhrungsform definie-
ren das zweite Element-Gegenstick 121 und das
zweite Elektroden-Gegenstiick 122 gegentiberlie-
gende Enden des zweiten leitenden Abschnitts
120A in der x-Richtung.

[0200] Das zweite Element-Gegenstiick 121 ist zwi-
schen dem Terahertz-Element 20A und dem Refle-
xionsfilm 82A in der z-Richtung angeordnet. In einer
Betrachtung in der z-Richtung Uberlappt das zweite
Element-Gegenstlick 121 zumindest teilweise das
zweite Pad 34a des Terahertz-Elements 20A. Das
zweiten Element-Gegenstiick 121 ist dem Refle-
xionsfilm 82A in der z-Richtung gegentberliegend.
Das zweite Element-Gegenstiick 121 erstreckt sich
in der x-Richtung entsprechend dem zweiten Pad
34a des Terahertz-Elements 20A, das sich in der x-
Richtung erstreckt. In einem Beispiel ist das zweite
Element-Gegenstiick 121 rechteckig, so dass sich
die Langsrichtung in der x-Richtung und die Quer-
richtung in der y-Richtung erstreckt.

[0201] In der vorliegenden Ausflihrungsform sind
die Element-Gegenstiicke 111 und 121 in der y-Rich-
tung nebeneinander angeordnet, wobei die Pads 33a
und 34a des Terahertz-Elements 20A in der y-Rich-
tung getrennt sind. Das Dielektrikum 50 ist zwischen
den Element-Gegenstiicken 111 und 121 angeordnet
und die Element-Gegenstiicke 111 und 121 sind
durch das Dielektrikum 50 isoliert.

[0202] Der zweite leitende Abschnitt 120A umfasst
einen zweiten Hocker 124, der zwischen dem zwei-
ten Element-Gegenstlick 121 und dem zweiten Pad
34a des Terahertz-Elements 20A angeordnet ist. Das
Terahertz-Element 20A ist Uber den zweiten HAcker
124 auf dem zweiten Element-Gegenstilick 121 flip-
chip-montiert. Das zweite Pad 34a des Terahertz-
Elements 20A und das zweite Element-Gegenstiick
121 sind durch den zweiten HOcker 124 elektrisch
verbunden.

[0203] Wie in den Fig. 14 und 15 gezeigt, sind in der
vorliegenden Ausfihrungsform mehrere zweite
Hocker 124 vorgesehen. In einem Beispiel sind die
mehreren (in der vorliegenden Ausflihrungsform
zwei) zweiten Hécker 124 in der x-Richtung in Uber-
einstimmung mit dem zweiten Pad 34a des Tera-
hertz-Elements 20A und dem zweiten Element-
Gegenstick 121 angeordnet, das sich in der x-Rich-
tung erstreckt. In einer Betrachtung in der z-Richtung
sind das zweite Element-Gegenstiick 121 und der
zweite Hocker 124 so angeordnet, dass sie den
Empfangspunkt P1 nicht Uberlappen. Der erste

Hocker 114 und der zweite Hocker 124 sind in der
y-Richtung voneinander getrennt und einander
gegeniberliegend angeordnet und in der x-Richtung
zueinander ausgerichtet. Der erste Hocker 114 und
der zweite Hocker 124 sind jedoch nicht auf die
oben beschriebene Anordnung beschrankt. In
einem Beispiel kénnen der erste Hoécker 114 und
der zweite Hocker 124 an unterschiedlichen Positio-
nen in der y-Richtung angeordnet sein.

[0204] Wie in Fig. 14 gezeigt, Uberlappt das zweite
Elektroden-Gegenstlck 122 in einer Betrachtung in
der z-Richtung zumindest teilweise die zweite Elekt-
rode 102A. In einem Beispiel ist das zweite Elektro-
den-Gegenstlck 122 an einer Position ausgebildet,
die seitlich von der Antennenbasis 70 (der separaten
Antennenbasis 70A) vorsteht. Insbesondere ist das
zweite Elektroden-Gegenstick 122 in dem zweiten
Vorsprung 62 ausgebildet. Somit ist das zweite Elekt-
rode-Gegenstlick 122 so angeordnet, dass es den
Reflexionsfilm 82A in einer Betrachtung in der z-
Richtung tberlappt.

[0205] In der vorliegenden Ausflihrungsform ist das
zweite Elektroden-Gegenstlick 122 in einer Betrach-
tung in der z-Richtung rechteckig und erstreckt sich
in der x-Richtung und in der y-Richtung. In einer
Betrachtung in der z-Richtung hat die zweite Elekt-
rode 102A eine groRere Breite als das zweite Elekt-
roden-Gegenstiick 122. Die zweite Elektrode 102A
ist jedoch nicht auf die oben beschriebene GréRe
und Form beschrankt und kann kleiner als das zweite
Elektroden-Gegenstlick 122 sein oder die gleiche
Form wie das zweite Elektroden-Gegenstlick 122
haben.

[0206] Ein zweiter Verbinder 123 ist zwischen dem
zweiten Element-Gegenstlick 121 und dem zweiten
Elektroden-Gegenstiick 122 angeordnet und hat
eine Breite in der y-Richtung und erstreckt sich in
der x-Richtung. Der zweite Verbinder 123 liegt dem
Reflexionsfilm 82A in der z-Richtung teilweise
gegeniber. Das heillt, der zweite Verbinder 123 ist
so angeordnet, dass er den Reflexionsfilm 82A teil-
weise Uberlappt. Mit anderen Worten hat der zweite
Verbinder 123 in einer Betrachtung in der z-Richtung
einen Teil, der den Reflexionsfilm 82A lberlappt, und
einen Teil, der den Reflexionsfilm 82A nicht Uber-

lappt.

[0207] In der vorliegenden Ausfiihrungsform ist die
Breite des zweiten Verbinders 123 kleiner als die
Breite des zweiten Element-Gegenstiicks 121. Ins-
besondere ist die Breite des zweiten Verbinders 123
(Abmessung in der y-Richtung) kleiner als die Breite
des zweiten Element-Gegenstiicks 121 (Abmessung
in der y-Richtung). In der vorliegenden Ausfiihrungs-
form ist beispielsweise die Breite des zweiten Verbin-
ders 123 kleiner als die Breite des zweiten Elektro-
den-Gegenstiicks 122. Mit anderen Worten erstreckt
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sich das zweite Elektroden-Gegenstlck 122 in der y-
Richtung weiter als der zweite Verbinder 123.

[0208] Der zweite Verbinder 123 umfasst einen
zweiten Verbindungskoérper 123a, der eine geringere
Breite als das zweite Element-Gegenstick 121 und
das zweite Elektroden-Gegenstick 122 aufweist,
sowie ein zweites Element-Verjingungsteil 123b
und ein zweites Elektroden-Verjingungsteil 123c,
die sich an gegeniberliegenden Langsseiten des
zweiten Verbindungskoérpers 123a befinden.

[0209] Der zweite Verbindungskérper 123a hat eine
in der x-Richtung verlaufende Langsrichtung und
eine feste Breite in der y-Richtung. In einer Betrach-
tung in der z-Richtung Uberlappt der zweite Verbin-
dungskorper 123a den Reflexionsfilm 82A. Der
zweite Verbindungskoérper 123a verbindet das zweite
Element-Gegenstiick 121 und das zweite Elektro-
den-Gegenstiick 122. Wie in Fig. 15 gezeigt, ist
eine Breite W3 des zweiten Verbindungskdrpers
123a kleiner als eine Breite W4 des zweiten Ele-
ment-Gegenstlicks 121.

[0210] Das zweite Element-Verjliingungsteil 123b
verbindet den zweiten Verbindungskdrper 123a und
das zweite Element-Gegenstiick 121. In einem Bei-
spiel ist in einer Betrachtung in der z-Richtung das
zweite Element-Verjingungsteil 123b neben dem
Terahertz-Element 20A in der x-Richtung angeordnet
und Uberlappt den Reflexionsfilm 82A.

[0211] Wie in Fig. 15 gezeigt, nimmt die Breite des
zweiten Element-Verjungungsteil 123b allmahlich
vom zweiten Verbindungskoérper 123a zu dem zwei-
ten Element-Gegenstiick 121 zu. In der vorliegenden
Ausfiihrungsform umfasst das zweite Element-Ver-
jungungsteil 123b zwei zweite Element-Schragfla-
chen 123ba, die allmahlich von dem zweiten Verbin-
dungskorper 123a zu dem zweiten Element-
Gegenstlck 121 voneinander weg geneigt sind.

[0212] Wie in Fig. 14 gezeigt, verbindet das zweite
Elektroden-Verjungungsteil 123c den zweiten Ver-
bindungskérper 123a und das zweite Elektroden-
Gegenstick 122. In einem Beispiel ist in einer
Betrachtung in der z-Richtung das zweite Elektro-
den-Verjungungsteil 123c so geformt bzw. ausgebil-
det, dass es den Reflexionsfilm 82A nicht Uberlappt
und z.B. in dem zweiten Vorsprung 62 ausgebildet
ist.

[0213] Die Breite des zweiten Elektroden-Verjin-
gungsteils 123c nimmt von dem zweiten Verbin-
dungskoérper 123a zu dem zweiten Elektroden-
Gegenstuck 122 allmahlich zu. In der vorliegenden
Ausfihrungsform umfasst das zweite Elektroden-
Verjungungsteil 123c zwei 2zweite Elektroden-
Schragflachen 123ca, die von dem zweiten Verbin-
dungskoérper 123a zu dem zweiten Elektroden-

Gegenstiuck 122 hin allmdhlich voneinander weg
geneigt sind.

[0214] Wie in Fig. 5 gezeigt, ist die zweite Saule 125
zwischen der zweiten Elektrode 102A und dem zwei-
ten Elektroden-Gegenstick 122 angeordnet. Der
zweite Saule 125 hat eine in der z-Richtung verlau-
fende Hohe und ist mit der zweiten Elektrode 102A
und dem zweiten Elektroden-Gegenstiick 122 ver-
bunden.

[0215] Die zweite Saule 125 ist z.B. zylindrisch. Die
zweite Saule 125 kann jedoch eine beliebige Form
haben und zum Beispiel prismatisch sein. In der vor-
liegenden Ausflihrungsform weist das zweite Elekt-
roden-Gegenstlick 122 eine zweite Vertiefung 122a
in einer Position auf, die die zweiten Saule 125 lGber-
lappt. Die zweite Vertiefung 122a kann auch wegge-
lassen werden.

[0216] In dieser Struktur sind das zweite Pad 34a
des Terahertz-Elements 20A und die zweite Elekt-
rode 102A durch den zweiten Hocker 124, das zweite
Element-Gegenstiick 121, den zweiten Verbinder
123, das zweite Elekiroden-Gegenstiick 122 und
die zweite Saule 125 elektrisch verbunden.

[0217] Die Form der zweiten leitenden Abschnitte
120B und 120C ist in einer Betrachtung in der z-Rich-
tung identisch mit der Form des zweiten leitenden
Abschnitts 120A in einer Betrachtung in der z-Rich-
tung. Das heil’t, dass jeder der zweiten leitenden
Abschnitte 120B und 120C in der gleichen Weise
wie der zweite leitende Abschnitt 120A ein zweites
Element-Gegenstick 121, ein zweites Elektroden-
Gegenstiick 122, einen zweiten Verbinder 123,
einen zweiten Hocker 124 und eine zweite Saule
125 aufweist. Das zweite Pad 34a des Terahertz-Ele-
ments 20B und die zweite Elektrode 102B sind durch
den zweiten Hocker 124, das zweite Element-
Gegenstick 121, den zweiten Verbinder 123, das
zweite Elektroden-Gegenstiick 122 und die zweite
Saule 125 des zweiten leitenden Abschnitts 120B
elektrisch verbunden. Somit verbindet der zweite lei-
tende Abschnitt 120B das Terahertz-Element 20B
und die zweite Elektrode 102B elektrisch. Das zweite
Pad 34a des Terahertz-Elements 20C und die zweite
Elektrode 102C sind durch den zweiten Hocker 124,
das zweite Element-Gegenstiick 121, den zweiten
Verbinder 123, das zweite Elektroden-Gegenstiick
122 und die zweite Saule 125 des zweiten leitenden
Abschnitts 120C elektrisch verbunden. Somit verbin-
det der zweite leitende Abschnitt 120C das Tera-
hertz-Element 20C und die zweite Elektrode 102C
elektrisch.

[0218] Wie in Fig. 13 gezeigt, sind in der vorliegen-
den Ausfuhrungsform in einer Betrachtung in der z-
Richtung der erste leitende Abschnitt 110B und der
zweite leitende Abschnitt 120B in der y-Richtung
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nebeneinander angeordnet. In einer Betrachtung in
der z-Richtung erstrecken sich die beiden leitenden
Abschnitte 110B und 120B von dem Terahertz-Ele-
ment 20B in einer Richtung in einer radialen Richtung
des Reflexionsfilms 82B.

[0219] Insbesondere erstrecken sich in der vorlie-
genden Ausflihrungsform in einer Betrachtung in
der z-Richtung die leitenden Abschnitte 110B und
120B von dem Terahertz-Element 20B weg. Insbe-
sondere erstrecken sich in einer Betrachtung in der
z-Richtung die leitenden Abschnitte 110B und 120B
von dem Terahertz-Element 20B in Richtung des ers-
ten Vorsprungs 61 in der x-Richtung.

[0220] In der vorliegenden Ausfiihrungsform sind in
einer Betrachtung in der z-Richtung der erste lei-
tende Abschnitt 110C und der zweite leitende
Abschnitt 120C in der y-Richtung nebeneinander
angeordnet. In einer Betrachtung in der z-Richtung
erstrecken sich die beiden leitenden Abschnitte
110C und 120C von dem Terahertz-Element 20C
aus in eine Richtung in einer radialen Richtung des
Reflexionsfilms 82C.

[0221] Insbesondere erstrecken sich in der vorlie-
genden Ausfihrungsform in einer Betrachtung in
der z-Richtung die leitenden Abschnitte 110C und
120C von dem Terahertz-Element 20C weg. Insbe-
sondere erstrecken sich in einer Betrachtung in der
z-Richtung die beiden leitenden Abschnitte 110C und
120C von dem Terahertz-Element 20C in Richtung
des ersten Vorsprungs 61 in der x-Richtung.

[0222] Wie in Fig. 13 gezeigt, sind in der vorliegen-
den Ausfiihrungsform die leitenden Abschnitte 110A
und 120A, die leitenden Abschnitte 110B und 120B
und die leitenden Abschnitte 110C und 120C in der x-
Richtung zueinander ausgerichtet und in der y-Rich-
tung voneinander getrennt.

[0223] In der vorliegenden Ausfuhrungsform ist die
Reflexionsfilm 82A elektrisch isoliert. Insbesondere
ist die separate Antennenbasis 70A, auf der der
Reflexionsfilm 82A ausgebildet ist, isolierend. Die lei-
tenden Abschnitte 110A und 120A sind in dem
Dielektrikum 50 angeordnet. Somit ist der Refle-
xionsfilm 82A von den leitenden Abschnitten 110A
und 120A isoliert. Dartiber hinaus ist der Reflexions-
film 82A von den Elektroden 101A und 102A
getrennt, und die separate Antennenbasis 70A ist
zwischen dem Reflexionsfilm 82A und den beiden
Elektroden 101A und 102A angeordnet. Somit ist
der Reflexionsfilm 82A von den beiden Elektroden
101A und 102A isoliert. Dementsprechend ist der
Reflexionsfilm 82A elektrisch isoliert. In gleicher
Weise wie der Reflexionsfilm 82A sind auch die
Reflexionsfilme 82B und 82C elektrisch isoliert.

Herstellungsverfahren der Terahertz-Vorrichtung

[0224] Ein Verfahren zur Herstellung der Terahertz-
Vorrichtung 10 der vorliegenden Ausfiihrungsform
wird nun unter Bezugnahme auf die Fig. 16 bis 30
beschrieben. Zur Vereinfachung der Beschreibung
wird ein Verfahren zur Herstellung einer Terahertz-
Vorrichtung 10 beschrieben.

[0225] Das Verfahren zur Herstellung der Terahertz-
Vorrichtung 10 umfasst im Allgemeinen einen Schritt
zur Bildung des Dielektrikums 50, das das Terahertz-
Element 20 und dergleichen einkapselt, einen Schritt
zur Ausbildung der Antennenbasis 70 und einen
Schritt zur Kopplung bzw. Anbindung des Dielektri-
kums 50 mit der bzw. an die Antennenbasis 70.

[0226] Der Schritt zur Bildung des Dielektrikums 50,
das das Terahertz-Element 20 einkapselt, wird nun
unter Bezugnahme auf die Fig. 16 bis 26 beschrie-
ben.

[0227] Wie in den Fig. 16 und 17 gezeigt, umfasst
das Verfahren zur Herstellung der Terahertz-Vorrich-
tung 10 einen Schritt zur Bildung der Saulen 115 und
125 auf einem Tragersubstrat 130.

[0228] Das Tragersubstrat 130 wird aus einem Halb-
leitermaterial gebildet, das ein monokristallines
Material ist. In der vorliegenden Ausfiihrungsform
wird das Tragersubstrat 130 aus einem monokristal-
linen Silizium (Si)-Material gebildet. In der vorliegen-
den Ausfiuihrungsform betragt die Dicke des Trager-
substrats 130 zum Beispiel etwa 725 bis 775 um.
Das Tragersubstrat 130 ist nicht auf einen Si-Wafer
beschrankt und kann z.B. ein Glassubstrat sein.

[0229] Der Schritt der Bildung der Saulen 115 und
125 umfasst beispielsweise einen Schritt der Bildung
einer Basisschicht auf dem Tragersubstrat 130. Die
Basisschicht wird durch Sputtern gebildet. In der vor-
liegenden Ausflihrungsform wird die Basisschicht
durch Bilden einer Ti-Schicht auf dem Tragersubstrat
130 und anschlieRendes Bilden einer Cu-Schicht in
Kontakt mit der Ti-Schicht erhalten. Das heil}t, die
Basisschicht wird aus der Ti-Schicht und der Cu-
Schicht gebildet, die Ubereinander geschichtet wer-
den. In der vorliegenden Ausfihrungsform betragt
die Dicke der Ti-Schicht etwa 10 bis 30 ym und die
Dicke der Cu-Schicht etwa 200 bis 800 um. Das
Material der Basisschicht ist jedoch nicht auf das
oben beschriebene beschrankt.

[0230] Als Nachstes wird eine Plattierungsschicht
(,plating layer®) in Kontakt mit der Basisschicht gebil-
det. Die Plattierungsschicht wird durch Bildung eines
Resistmusters (,resist pattern®) durch Fotolithografie
und elektrolytische Plattierung bzw. Beschichtung
(,electrolytic plating“) gebildet. Insbesondere wird
ein lichtempfindlicher Resist (,resist) aufgetragen,
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um die gesamte Oberflache der Basisschicht zu
bedecken, und der lichtempfindliche Resist wird
einer Belichtung und Entwicklung unterzogen. Auf
diese Weise entsteht eine strukturierte Resistschicht
(im Folgenden als ,Resistmuster” bezeichnet). Der
lichtempfindliche Resist wird z.B. mit einem Spin
Coater (,spin coater”) aufgetragen, ist aber nicht
darauf beschrankt. In diesem Fall wird die Basis-
schicht teilweise von dem Resistmuster freigelegt.
Anschlieend wird eine elektrolytische Plattierung
durchgefiihrt, wenn die Grundschicht als Leiterbahn
verwendet wird. Als Ergebnis wird eine Plattierungs-
schicht auf der Basisschicht gebildet, die durch das
Resistmuster freigelegt wird. In der vorliegenden
Ausfuhrungsform ist das Material der Plattierungs-
schicht z.B. Cu. Nach der Bildung der Plattierungs-
schicht wird das Resistmuster entfernt. Durch die
Schritte werden die Saulen 115 und 125 gebildet.
Die Saulen 115 und 125 erstrecken sich von dem
Tragersubstrat 130 nach oben.

[0231] Wie in den Fig. 16 und 17 gezeigt, umfasst
das Verfahren zur Herstellung der Terahertz-Vorrich-
tung 10 einen ersten Verkapselungsschritt bzw. Ein-
kapselungsschritt zur Bildung einer ersten dielektri-
schen Schicht 131, die die Saulen 115 und 125
bedeckt. In dem ersten Verkapselungsschritt wird
die erste dielektrische Schicht 131 zum Beispiel
durch Formen (,moulding®) gebildet. In der vorliegen-
den Ausflhrungsform ist die erste dielektrische
Schicht 131 elektrisch isolierend und besteht z.B.
aus einem Kunstharz, das ein Epoxidharz als Haupt-
material umfasst. Die erste dielektrische Schicht 131
bildet teilweise das Dielektrikum 50.

[0232] Die erste dielektrische Schicht 131 kann in
einem beliebigen Schritt gebildet werden. In einem
Beispiel wird die erste dielektrische Schicht 131 mit
einer Hohe, die grofRer ist als die der Saulen 115 und
125 gebildet. AnschlieBend wird die erste dielektri-
sche Schicht 131 poliert, um die distalen Oberflachen
der Saulen 115 und 125 freizulegen. In diesem Fall
werden auf der oberen Oberflache der ersten dielekt-
rischen Schicht 131 Polierkratzer, d.h. Polierspuren,
gebildet.

[0233] Wenn die erste dielektrische Schicht 131
poliert wird, kbnnen aufierdem die distalen Oberfla-
chen der Saulen 115 und 125 poliert werden. In die-
sem Fall kdnnen sich an den distalen Flachen der
Saulen 115 und 125 Grate (,burrs®) bilden. Das Ver-
fahren zur Herstellung der Terahertz-Vorrichtung 10
kann ferner einen Schritt zur Entfernung der Grate
von den Saulen 115 und 125 umfassen. In diesem
Fall befinden sich, wie in Fig. 17 gezeigt, die distalen
Oberflachen der Saule 115 und 125 an einer Posi-
tion, die leicht von der oberen Oberflache der ersten
dielektrischen Schicht 131 zuriickgesetzt ist.

[0234] Wie in den Fig. 18 und 19A gezeigt, umfasst
das Verfahren zur Herstellung der Terahertz-Vorrich-
tung 10 einen Schritt der Bildung der leitenden
Abschnitte 110A und 120A, einen Schritt der Bildung
der leitenden Abschnitte 110B und 120B und einen
Schritt der Bildung der leitenden Abschnitte 110C
und 120C. Die Schritte zur Bildung dieser leitenden
Abschnitte sind gelaufig. Der Schritt der Bildung der
leitenden Abschnitte 110A und 120A wird hier
beschrieben. Der Schritt der Bildung der leitenden
Abschnitte 110B und 120B und der Schritt der Bil-
dung der leitenden Abschnitte 110C und 120C wer-
den nicht beschrieben.

[0235] Wie in Fig. 18 gezeigt, umfasst der Schritt
der Bildung der leitenden Abschnitte 110A und
120A einen Schritt der Bildung der Element-Gegen-
stiicke 111 und 121, der Elektroden-Gegenstiicke
112 und 122 und der Verbinder 113 und 123. In die-
sem Schritt wird auf der ersten dielektrischen Schicht
131 eine Strukturierung (,patterning“) durchgefihrt,
um die Element-Gegenstlicke 111 und 121, die Elekt-
rodengegenstiicke 112 und 122 und die Verbinder
113 und 123 zu bilden. Die Element-Gegenstiicke
111 und 121, die Elektroden-Gegenstiicke 112 und
122 und die Verbinder 113 und 123 kénnen aus
einer Basisschicht und einer Plattierungsschicht
gebildet werden.

[0236] Wie in Fig. 19B gezeigt, sind in den leitenden
Abschnitten 110A und 120A die distalen Oberflachen
der Saulen 115 und 125 von der oberen Oberflache
der ersten dielektrischen Schicht 131 zurlickgesetzt.
Die Elektroden-Gegenstlicke 112 und 122, die an
den distalen Oberflachen der Saulen 115 und 125
ausgebildet sind, umfassen somit die Vertiefungen
112a und 122a. In der gleichen Weise wie die leiten-
den Abschnitte 110A und 120A, umfassen in den lei-
tenden Abschnitten 110B, 120B, 110C und 120C die
Elektroden-Gegenstlicke112 und 122 Vertiefungen
112a und 122a.

[0237] Wie in den Fig. 20 bis 23 gezeigt, umfasst
das Verfahren zur Herstellung der Terahertz-Vorrich-
tung 10 einen Element-Montageschritt (,element
mounting step“) zur Montage des Terahertz-Ele-
ments 20A, des Terahertz-Elements 20B und des
Terahertz-Elements 20C. Der Element-Montage-
schritt wird beispielsweise durch Flip-Chip-Bonding
(,flip-chip bonding®) durchgefihrt.

[0238] Wie in den Fig. 20 und 21 gezeigt, umfasst
der Element-Montageschritt einen Schritt der Ausbil-
dung der Hocker 114 und 124 auf den leitenden
Abschnitten 110A, 120A, 110B, 120B, 110C und
120C. In einem Beispiel umfasst der Schritt des Bil-
dens der Hocker 114 und 124 einen Schritt des Bil-
dens einer Resistschicht auf einem Bereich mit Aus-
nahme eines Hdckerbildungsbereichs, in dem die
Hocker 114 und 124 gebildet werden, einen Schritt
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des Bildens einer leitenden Schicht auf dem Hocker-
bildungsbereich, um die Hécker 114 und 124 zu bil-
den, und einen Schritt des Entfernens der Resist-
schicht. In einem Beispiel wird die Resistschicht aus
einem lichtempfindlichen Resist gebildet und durch
Belichtung und Entwicklung strukturiert.

[0239] Wenn sich in den leitenden Abschnitten
110A, 120A, 110B, 120B, 110C und 120C eine uner-
wilinschte Basisschicht gebildet hat, kann das Ver-
fahren zur Herstellung der Terahertz-Vorrichtung 10
einen Schritt zur Entfernung der unerwiinschten
Basisschicht umfassen. In einem Beispiel kann die
unerwiinschte  Basisschicht durch Nassatzen
(,wetetching®) entfernt werden, wobei eine Mischlo-
sung aus Schwefelsaure (H, SO,4) und Wasserstoff-
peroxid (H» O,) verwendet wird.

[0240] Wie in den Fig. 22 und 23 gezeigt, umfasst
der Element-Montageschritt einen Schritt des Verbin-
dens des Terahertz-Elements 20A mit den leitenden
Abschnitten 110A und 120A mit den Hockern 114 und
124, einen Schritt des Verbindens des Terahertz-Ele-
ments 20B mit den leitenden Abschnitten 110B und
120B mit den Hockern 114 und 124, und einen Schritt
des Verbindens des Terahertz-Elements 20C mit den
leitenden Abschnitten 110C und 120C mit den
Hockern 114 und 124. Dadurch wird das Terahertz-
Element 20A auf den leitenden Abschnitten 110A
und 120A flip-chip-montiert. Dadurch wird das Tera-
hertz-Element 20A elektrisch mit den leitenden
Abschnitten 110A und 120A verbunden. Das Tera-
hertz-Element 20B ist auf den beiden leitenden
Abschnitten 110B und 120B als flip-chip-montiert.
Dadurch wird das Terahertz-Element 20B elektrisch
mit den beiden leitenden Abschnitten 110B und 120B
verbunden. Das Terahertz-Element 20C ist auf den
leitenden Abschnitten 110C und 120C als flip-chip-
montiert. Dadurch wird das Terahertz-Element 20C
mit den leitenden Abschnitten 110C und 120C elekt-
risch verbunden.

[0241] Wie in Fig. 24 gezeigt, umfasst das Verfah-
ren zur Herstellung der Terahertz-Vorrichtung 10
einen zweiten Verkapselungsschritt, bei dem eine
zweite dielektrische Schicht 132 gebildet wird, die
die leitenden Abschnitte 110A, 120A, 110B, 120B,
110C und 120C und die Terahertz-Elemente 20A
bis 20C verkapselt. Die zweite dielektrische Schicht
132 wird auf der ersten dielektrischen Schicht 131
ausgebildet. In der vorliegenden Ausflihrungsform
sind die zweite dielekirische Schicht 132 und die
erste dielektrische Schicht 131 aus demselben Mate-
rial gebildet. Das heilt, die zweite dielektrische
Schicht 132 ist elektrisch isolierend und besteht
zum Beispiel aus einem Kunstharz, das ein Epoxid-
harz als Hauptmaterial umfasst. Das Dielektrikum 50
umfasst die erste dielektrische Schicht 131 und die
zweite dielektrische Schicht 132. Die Unterseite der
ersten dielektrischen Schicht 131 definiert die

dielektrische Hauptflache 51. Die Oberseite der
zweiten dielektrischen Schicht 132 definiert die
dielektrische Riickflache 52. Die Terahertz-Elemente
20A bis 20C und die leitenden Abschnitte 110A,
120A, 110B, 120B, 110C und 120C sind von den
dielektrischen Schichten 131 und 132 eingekapselt.

[0242] Bevor die zweite dielektrische Schicht 132
gebildet wird, kann ein Underfill (,underfill), dessen
Hauptbestandteil beispielsweise ein Epoxidharz ist,
Licken unter den Terahertz-Elementen 20A bis 20C
fullen (zwischen dem Terahertz-Element 20A und der
ersten dielektrischen Schicht 131 oder den leitenden
Abschnitten 110A und 120A, zwischen dem Tera-
hertz-Element 20B und der ersten dielektrischen
Schicht 131 oder den leitenden Abschnitten 110B
und 120B bzw. zwischen dem Terahertz-Element
20C und der ersten dielektrischen Schicht 131 oder
den leitenden Abschnitten 110C und 120C).

[0243] In der vorliegenden Ausfiihrungsform kann
eine Grenzflache (,interface®) 133 zwischen der ers-
ten dielektrischen Schicht 131 und der zweiten
dielektrischen Schicht 132 gebildet werden. Wenn
die dielektrischen Schichten 131 und 132 jedoch voll-
standig integriert (,integrated) sind, muss die Grenz-
flache 133 nicht unbedingt ausgebildet werden.

[0244] Wie in Fig. 25 gezeigt, umfasst das Verfah-
ren zur Herstellung der Terahertz-Vorrichtung 10
einen Schritt zum Entfernen des Tragersubstrats
130, um die dielektrische Hauptflache 51 des Dielekt-
rikums 50 und die Grundflachen der Saulen115 und
125 freizulegen. Zum Entfernen des Tragersubstrats
130 kann beispielsweise eine Schleifmaschine
(,grinding machine®) verwendet werden. Das Verfah-
ren zum Entfernen des Tragersubstrats 130 ist
jedoch nicht auf einen Aufbau beschrankt, der eine
Schleifmaschine verwendet.

[0245] Wie in Fig. 26 gezeigt, umfasst das Verfah-
ren zur Herstellung der Terahertz-Vorrichtung 10
einen Schritt zur Bildung der Elektroden 101A,
102A, 101B, 102B, 101C und 102C. Der Schritt des
Ausbildens der Elektroden 101A, 102A, 101B, 102B,
101C und 102C wird zum Beispiel durch stromloses
Plattieren (,electroless plating“) durchgefihrt. In der
vorliegenden Ausfiihrungsform werden zum Beispiel
eine Ni-Schicht, eine Pd-Schicht und eine Au-Schicht
in dieser Reihenfolge durch stromloses Plattieren
aufeinander gebildet, um die Elektroden 101A,
102A, 101B, 102B, 101C und 102C zu bilden.

[0246] Der Schritt der Bildung der Elektroden 101A,
102A, 101B, 102B, 101C und 102C ist nicht auf die
oben beschriebene Weise beschrankt. Alternativ
kénnen die Ni-Schicht und die Au-Schicht in dieser
Reihenfolge aufeinander gebildet werden, nur die
Au-Schicht kann gebildet werden, nur Sn kann gebil-
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det werden oder Sn kann auf der Ni-Schicht gebildet
werden.

[0247] Unter Bezugnahme auf die Fig. 27 bis 30
wird der Schritt der Bildung der Antennenbasis 70
beschrieben.

[0248] Das Verfahren zur Herstellung der Terahertz-
Vorrichtung 10 umfasst einen Schritt zur Bildung der
Antennenvertiefung 80A in der separaten Antennen-
basis 70A, einen Schritt zur Bildung der Antennen-
vertiefung 80B in der separaten Antennenbasis 70B
und einen Schritt zur Bildung der Antennenvertiefung
80C in der separaten Antennenbasis 70C. In der vor-
liegenden Ausfihrungsform sind die separaten
Antennenbasen 70A und 70C identisch in ihrer
Form. Das Verfahren zur Herstellung der separaten
Antennenbasis 70A und das Verfahren zur Herstel-
lung der separaten Antennenbasis 70B werden
gemeinsam beschrieben.

[0249] Wie in Fig. 27 gezeigt, werden im Schritt des
Formens der Antennenvertiefungen 80A und 80C
Formen (,molds“) DUA und DLA, die in Ubereinstim-
mung mit den Antennenoberflachen 81A und 81C
geformt sind, verwendet, um die Antennenvertiefung
80A einschlieRlich der Antennenoberflache 81A und
die Antennenvertiefung 80C einschliel3lich der
Antennenoberflache 81C zu formen. In dem Schritt
des Formens der Antennenvertiefung 80B werden
die Formen DUB und DLB, die in Ubereinstimmung
mit der Antennenoberflache 81B geformt sind, ver-
wendet, um die Antennenvertiefung 80B einschliel3-
lich der Antennenoberflache 81B zu formen.

[0250] Das Verfahren zur Herstellung der Terahertz-
Vorrichtung 10 umfasst einen Schritt zur Bildung von
Metallfilmen 134A, 134B und 134C, die die Refle-
xionsfilme 82A, 82B und 82C bilden. Dieser Schritt
wird nach der Herstellung der Antennenvertiefungen
80A bis 80C durchgefuhrt.

[0251] Wie in Fig. 28 gezeigt, werden in diesem
Schritt die Metallfilme 134A und 134C auf der Basis-
hauptflache 71 und den Antennenoberflachen 81A
und 81C der separaten Antennenbasen 70A und
70C gebildet. AuBerdem wird die Metallschicht
134B auf der Basishauptflache 71 und der Antennen-
oberflache 81B der separaten Antennenbasis 70B
gebildet.

[0252] AnschlieBend werden, wie in Fig. 29 gezeigt,
die Metallfilme 134A und 134C von den Basishauptf-
lachen 71 der separaten Antennenbasen 70A und
70C entfernt, und der Metallfilm 134B wird von der
Basishauptflache 71 der separaten Antennenbasis
70B entfernt. Zum Entfernen der Metallfilme134A
bis 134C von den Basishauptflachen 71 kann jedes
beliebige spezifische Verfahren verwendet werden.
Beispielsweise kdnnen die Metallflme 134A bis

134C durch Strukturierung (,patterning“) oder ein
abrasives Verfahren entfernt werden. Infolgedessen
wird der Reflexionsfilm 82A nur auf der Antennen-
oberflache 81A, der Reflexionsfiim 82B nur auf der
Antennenoberflache 81B und der Reflexionsfilm
82C nur auf der Antennenoberflache 81C gebildet.

[0253] Der Schritt der Bildung der Reflexionsfilme
82A bis 82C ist nicht auf die oben beschriebenen
Schritte beschrankt. Zum Beispiel kann das Verfah-
ren zur Herstellung der Terahertz-Vorrichtung 10
einen Schritt des Maskierens der Basishauptflachen
71 der separaten Antennenbasen 70A bis 70C und
einen Schritt des Ausbildens der Reflexionsfilme
82A bis 82C auf den Antennenoberflachen 81A bis
81C durch Aufdampfen unter Verwendung von Elekt-
ronenstrahlen umfassen. In diesem Fall entfallt der
Schritt des Entfernens der Reflexionsfiime 82A bis
82C von den Basishauptflachen 71.

[0254] Wie in Fig. 30 gezeigt, umfasst das Verfah-
ren zur Herstellung der Terahertz-Vorrichtung 10
einen Schritt des Koppelns der separaten Antennen-
basis 70A und der separaten Antennenbasis 70B
und einen Schritt des Koppelns der separaten Anten-
nenbasis 70B und der separaten Antennenbasis
70C, nachdem die separaten Antennenbasen 70A
bis 70C gebildet wurden. Insbesondere wird in die-
sen Schritten eine Klebeschicht verwendet, um die
separate Antennenbasis 70A an die separate Anten-
nenbasis 70B zu kleben und die separate Antennen-
basis 70B an die separate Antennenbasis 70C zu
kleben.

[0255] Es wird nun ein Schritt der Kopplung des
Dielektrikums 50 an die Antennenbasis 70 beschrie-
ben. Obwohl nicht dargestellt, umfasst das Verfahren
zur Herstellung der Terahertz-Vorrichtung 10 einen
Schritt der Kopplung des Dielekirikums 50 an die
Antennenbasen 70, welche die Reflexionsfilme 82A,
82B und 82C umfassen. In diesem Schritt wird die
Klebeschicht 91 verwendet, um die Antennenbasen
70 mit dem Dielektrikum 50 zu verkleben. Durch die
oben beschriebenen Schritte wird die Terahertz-Vor-
richtung 10 hergestellt.

Funktionsweise

[0256] Die Funktionsweise der Terahertz-Vorrich-
tung 10 der vorliegenden Ausflihrungsform wird nun
unter Bezugnahme auf die Fig. 31 bis 34 beschrie-
ben.

[0257] Fig. 31A ist ein Diagramm, das das von Gas
umgebene Terahertz-Element 20 zeigt. Fig. 31B ist
ein Diagramm, das Anderungen des Brechungsinde-
xes im Fall von Fig. 31A zeigt. Fig. 32A ist ein Dia-
gramm, das das von Gas umgebene Terahertz-Ele-
ment 20 und das Dielektrikum 50 zeigt. Fig. 32B ist
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ein Diagramm, das die Anderungen des Brechungs-
indexes im Fall von Fig. 32A zeigt.

[0258] In der vorliegenden Ausfiihrungsform breiten
sich die elektromagnetischen Wellen, wenn sie sich
in Richtung der Terahertz-Vorrichtung 10 ausbreiten,
durch das Dielektrikum 50 und den Gasraum 92 zu
dem Reflexionsfilm 82 aus. Der Reflexionsfilm 82
reflektiert die elektromagnetischen Wellen in Rich-
tung des Terahertz-Elements 20 (vorzugsweise in
Richtung des Empfangspunkts P1). So empfangt
das Terahertz-Element 20 die elektromagnetischen
Wellen. In dieser Struktur kann die Vorrichtungs-
hauptflache 11 als eine Einfallsflache (,incident sur-
face®) bezeichnet werden, die eine elektromagneti-
sche Welle empfangt. Die innere Oberflache des
Reflexionsfilms 82 kann als reflektierende Oberfla-
che bezeichnet werden, die eine von der Vorrich-
tungshauptflache 11 einfallende elektromagnetische
Welle in Richtung des Terahertz-Elements 20 reflek-
tiert. Die Vorrichtungshauptflache 11 kann als Ein-
gangsflache (,input surface®) bezeichnet werden, in
welche eine elektromagnetische Welle eingespeist
wird. Die Terahertz-Vorrichtung 10 kann als ein Emp-
fanger bezeichnet werden, der die elektromagneti-
sche Welle von der Vorrichtungshauptflache 11
empfangt.

[0259] Die Ausbreitung der elektromagnetischen
Wellen vom Reflexionsfilm 82 zum Terahertz-Ele-
ment 20 durch das Dielektrikum 50 wird anhand
eines Vergleichs mit der Ausbreitung elektromagneti-
scher Wellen vom Reflexionsfilm 82 zum Terahertz-
Element 20 ohne Verwendung des Dielektrikums 50
beschrieben.

[0260] Wie in den Fig. 31A und 31B gezeigt, andert
sich der Brechungsindex an der Grenzflache zwi-
schen der Innenseite und der AulRenseite des Tera-
hertz-Elements 20, insbesondere an der Grenzflache
zwischen dem Terahertz-Element 20 und der Luft,
erheblich, wenn kein Dielektrikum 50 vorhanden ist
und das Terahertz-Element 20 von Gas umgeben
ist. In diesem Fall werden elektromagnetische Wel-
len wahrscheinlich bzw. wahrscheinlicher an der
Grenzflache zwischen der Innenseite und der
AuBRenseite des Terahertz-Elements 20 reflektiert,
und die elektromagnetischen Wellen werden wahr-
scheinlich bzw. wahrscheinlicher in dem Terahertz-
Element 20 eingeschlossen. Infolgedessen ist es
wahrscheinlich, dass in dem Terahertz-Element 20
eine Reihe von Resonanzmoden erzeugt werden.
So kénnen in dem Terahertz-Element 20 elektromag-
netische Wellen mit einer anderen Frequenz als der
Zielfrequenz erzeugt werden, und die elektromagne-
tischen Wellen kdnnen empfangen werden bzw. es
besteht die Gefahr, dass solche elektromagneti-
schen Wellen erzeugt werden.

[0261] In dieser Hinsichtist in der vorliegenden Aus-
fuhrungsform, wie in den Fig. 32A und 32B gezeigt,
das Terahertz-Element 20 von dem Dielektrikum 50
mit dem dielektrischen Brechungsindex n2 umge-
ben, der niedriger als der Element-Brechungsindex
n1 und hoéher als der Gas-Brechungsindex n3 ist.
Somit wird der Brechungsindex stufenweise verrin-
gert, wenn das Terahertz-Element 20 weiter entfernt
ist. Dadurch verringert sich die Anderung des Bre-
chungsindexes an der Grenzflache zwischen der
Innenseite und der Auflenseite des Terahertz-Ele-
ments 20, genauer gesagt, an der Grenzflache zwi-
schen dem Terahertz-Element 20 und dem Dielekt-
rikum 50. Dadurch wird die Reflexion der
elektromagnetischen Wellen an der Grenzflache zwi-
schen der Innenseite und der AuRenseite des Tera-
hertz-Elements 20 bis zu einem gewissen Grad ein-
geschrankt, und es ist weniger wahrscheinlich, dass
eine Reihe von Resonanzmoden erzeugt wird.

[0262] Fig. 33 ist ein Diagramm, das eine Quer-
schnittsstruktur eines vergleichenden Beispiels
einer Terahertz-Vorrichtung 10X zeigt. Fig. 34 ist
ein Diagramm, das eine Querschnittsstruktur der
Terahertz-Vorrichtung 10 der vorliegenden Ausflh-
rungsform zeigt. Jede der Fig. 33 und 34 zeigt eine
Querschnittsstruktur, die durch Schneiden an einer
Stelle erhalten wird, an der die Terahertz-Elemente
20 entlang einer Ebene angeordnet sind, die sich in
der Anordnungsrichtung des Antennenbasen 70
(70X) und der Hohenrichtung der Terahertz-Vorrich-
tung 10 (10X) erstreckt.

[0263] Wie in Fig. 33 gezeigt, umfasst die Terahertz-
Vorrichtung 10X des Vergleichsbeispiels die Anten-
nenbasis 70X. Die Antennenbasis 70X wird durch
Kombination einer separaten Antennenbasis 70P,
einer separaten Antennenbasis 70Q und einer sepa-
raten Antennenbasis 70R in einer Reihe erhalten.
Wie in Fig. 33 dargestellt, befindet sich die separate
Antennenbasis 70Q in der Antennenbasis 70X zwi-
schen der separaten Antennenbasis 70P und der
separaten Antennenbasis 70R.

[0264] Die separaten Antennenbasen 70P, 70Q und
70R sind identisch geformt und weisen eine halbku-
gelférmige Antennenvertiefung 80X auf. Die Anten-
nenvertiefung 80X ist von einer Basishauptflache
71X in Richtung einer Basisriickflache 72X jedes
der separaten Antennenbasen 70P, 70Q und 70R
zurlickgesetzt und ist in der Basishauptflache 71X
offen. Genauer gesagt ist das offene Ende der Anten-
nenvertiefung 80X bei jedem der separaten Anten-
nenbase 70P, 70Q und 70R vollstdndig von der
Basishauptflache 71X umgeben. Jede der separaten
Antennenbasen 70P, 70Q und 70R umfasst eine
Umfangswand 78X, die sich um das offene Ende
der Antennenvertiefung 80X einschliel3lich der
Basishauptflache 71X erstreckt.
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[0265] Wie in Fig. 33 gezeigt, befinden sich die
Umfangswand 78X der separaten Antennenbasis
70P und die Umfangswand 78X der separaten
Antennenbasis 70Q zwischen der Antennenvertie-
fung 80X der separaten Antennenbasis 70P und der
Antennenvertiefung 80X der separaten Antennenba-
sis 70Q. Auch die Umfangswand 78X der separaten
Antennenbasis 70Q und die Umfangswand 78X der
separaten Antennenbasis 70R befinden sich zwi-
schen der Antennenvertiefung 80X der separaten
Antennenbasis 70Q und der Antennenvertiefung
80X der separaten Antennenbasis 70R.

[0266] In dieser Hinsicht sind bei der vorliegenden
Ausfihrungsform, wie in Fig. 34 gezeigt, die
Umfangswande 78X nicht zwischen der separaten
Antennenbasis 70A und der separaten Antennenba-
sis 70B angeordnet, und die Umfangswande 78X
sind nicht zwischen der separaten Antennenbasis
70B und der separaten Antennenbasis 70C angeord-
net. Mit anderen Worten sind die Antennenvertiefun-
gen 80A und 80B, die in der Anordnungsrichtung der
separaten Antennenbasis 70A und 70B (y-Richtung)
nebeneinander liegen, miteinander in Kontakt. Auch
die Antennenvertiefungen 80B und 80C, die in
Anordnungsrichtung der separaten Antennenbasen
70B und 70C (y-Richtung) nebeneinander liegen,
stehen miteinander in Kontakt. AulRerdem sind die
Antennenoberflachen 81A bis 81C der Antennenver-
tiefungen 80A bis 80C in der Anordnungsrichtung der
einzelnen Antennenbasen 70A bis 70C (in der vorlie-
genden Ausfihrungsform die y-Richtung) abge-
schnitten. Bei den in den Fig. 33 und 34 dargestellten
Strukturen ist der Zwischenelementabstand DE1
zwischen dem Empfangspunkt P1 des Terahertz-
Elements 20A und dem Empfangspunkt P1 des Tera-
hertz-Elements 20B in der vorliegenden Ausflih-
rungsform kirzer als ein Zwischenelementabstand
DEX1 zwischen dem Terahertz-Element 20A und
dem Terahertz-Element 20B im Vergleichsbeispiel.
Auch der Zwischenelementabstand DE2 zwischen
dem Empfangspunkt P1 des Terahertz-Elements
20B und dem Empfangspunkt P1 des Terahertz-Ele-
ments 20C in der vorliegenden Ausflihrungsform ist
kirzer als ein Zwischenelementabstand DEX2 zwi-
schen dem Terahertz-Element 20B und dem Tera-
hertz-Element 20C im Vergleichsbeispiel. Somit lie-
gen in der Terahertz-Vorrichtung 10 der
vorliegenden Ausfuhrungsform die benachbarten
Terahertz-Elemente 20A und 20B naher beieinander,
und die benachbarten Terahertz-Elemente 20B und
20C liegen naher beieinander als in der Terahertz-
Vorrichtung 10X des Vergleichsbeispiels.

Vorteile

[0267] Die Terahertz-Vorrichtung 10 der vorliegen-
den Ausflihrungsform hat die folgenden Vorteile.

[0268] (1-1) In einer Betrachtung in der z-Richtung
sind der Reflexionsfilm 82A und der Reflexionsfilm
82B in der ersten Richtung, die die Anordnungsrich-
tung der Antennenoberflachen 81A bis 81C bzw. die
Anordnungsrichtung der Reflexionsfilme 82A bis 82C
ist, kleiner als in der zweiten Richtung, die sich von
der ersten Richtung unterscheidet. In der vorliegen-
den Ausflhrungsform sind die Lange LAY des Refle-
xionsfilms 82A und die Lange LBY des Reflexions-
fims 82B in der y-Richtung, die die
Anordnungsrichtung der Reflexionsfiime 82A bis
82C ist, kleiner als die Lange LAX des Reflexions-
films 82A und die Lange LBX des Reflexionsfilms
82B in der von der y-Richtung abweichenden x-Rich-
tung.

[0269] Bei dieser Struktur ist der Zwischenelemen-
tabstand DE1 zwischen dem Empfangspunkt P1 des
Terahertz-Elements 20A und dem Empfangspunkt
P1 des Terahertz-Elements 20B, die in der ersten
Richtung (in der vorliegenden Ausfihrungsform die
y-Richtung) benachbart sind, im Vergleich zu einer
Struktur, bei der die Lange LAY des Reflexionsfilms
82A und die Lange LBY des Reflexionsfilms 82B
gleich der Lange LAX des Reflexionsfilms 82A und
der Lange LBX des Reflexionsfilms 82B sind, verrin-
gert. Dadurch wird die Auflésung der Terahertz-Vor-
richtung 10 im Detektionsbereich elektromagneti-
scher Wellen verbessert.

[0270] (1-2) In einer Betrachtung von oben umfasst
der bogenférmige Umfang des Reflexionsfilms 82A
die umlaufenden Teile, die die Bogenendpunkte in
der ersten Richtung (in der vorliegenden Ausfiih-
rungsform der y-Richtung) verbindet. Die umlaufen-
den Teile sind bogenférmig und haben die Zentral-
winkel 6a1 und 6a2, die kleiner als 180° sind. In
einer Betrachtung von oben sind die umlaufenden
Teile des Reflexionsfiims 82B, die die Bogenend-
punkte in der ersten Richtung verbinden, bogenfor-
mig und haben die Zentralwinkel 6b1 und 6b2, die
kleiner als 180° sind.

[0271] Diese Struktur ermdglicht es, dass der Refle-
xionsfilm 82A und der Reflexionsfilm 82B in einem
solchen Verhéltnis zueinander stehen, dass die
Lange LAY des Reflexionsfilms 82A und die Lange
LBY des Reflexionsfilms 82B kleiner sind als die
Lange LAX des Reflexionsfilms 82A bzw. die Lange
LBY bzw. LBX des Reflexionsfilms 82B, wahrend der
Reflexionsfilm 82A und der Reflexionsfilm 82B eine
kugelférmige bzw. spharische Form mit einer festen
Krimmung behalten.

[0272] (1-3) Der durch die Antennenoberflache 81A
und das Dielektrikum 50 definierte Gasraum 92A ist
mit dem durch die Antennenoberflache 81B und das
Dielektrikum 50 definierten Gasraum 92B in der
Grenzflache bzw. Schnittstelle (,interface*) zwischen
dem Reflexionsfilm 82A (der Antennenoberflache
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81A) und dem Reflexionsfiim 82B (der Antennen-
oberflache 81B) in der ersten Richtung (in der vorlie-
genden Ausfihrungsform der y-Richtung) durchge-
hend bzw. durchgangig (,continuous®). Diese
Struktur hat den oben beschriebenen Vorteil (1-1).

[0273] (1-4) In einer Querschnittsansicht der sepa-
raten Antennenbasis 70A, die entlang einer Ebene
geschnitten ist, die sich in der y-Richtung und der z-
Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions-
films 82A und den Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms
82B erstreckt, sind der Teil des Reflexionsfilms 82A,
der die gegeniiberliegenden Endpunkte in der y-
Richtung verbindet, und der Teil des Reflexionsfilms
82B, der die gegenuberliegenden Endpunkte in der
y-Richtung verbindet, bogenformig und haben
jeweils die Zentriwinkel 8z1 und 6z2, die kleiner als
180° sind.

[0274] Diese Struktur ermdglicht es, dass der Refle-
xionsfilm 82A und der Reflexionsfilm 82B in einem
solchen Verhaltnis zueinander stehen, dass die
Lange LAY des Reflexionsfiims 82A und die Lange
LBY des Reflexionsfilms 82B kleiner sind als die
Lange LAX des Reflexionsfilms 82A bzw. die Lange
LBY bzw. LBX des Reflexionsfilms 82B, wahrend der
Reflexionsfilm 82A und der Reflexionsfilm 82B eine
kugelférmige Form mit einer festen Krimmung
behalten.

[0275] (1-5) In einer Betrachtung in der z-Richtung,
erstrecken sich das offene Ende 82Aa des Refle-
xionsfilms 82A und das offene Ende 82Ba des Refle-
xionsfilms 82B geradlinig und definieren die Grenz-
flache zwischen dem Reflexionsfilm 82A und dem
Reflexionsfilm 82B.

[0276] Diese Struktur ermdglicht es, dass der Refle-
xionsfilm 82A und der Reflexionsfilm 82B in einem
solchen Verhaltnis zueinander stehen, dass die
Lange LAY des Reflexionsfilms 82A und die Lange
LBY des Reflexionsfilms 82B kleiner sind als die
Lange LAX des Reflexionsfiims 82A bzw. die Lénge
LBY bzw. LBX des Reflexionsfilms 82B, wahrend der
Reflexionsfilm 82A und der Reflexionsfilm 82B eine
kugelférmige Form mit einer festen Krimmung
behalten.

[0277] (1-6) In einer Betrachtung in der z-Richtung,
sind der Reflexionsfilm 82B und der Reflexionsfilm
82C in der ersten Richtung kleiner als in der zweiten
Richtung. In der vorliegenden Ausfihrungsform sind
die Ladnge LBY des Reflexionsfims 82B und die
Lange LCY des Reflexionsfilms 82C in der y-Rich-
tung, die die Anordnungsrichtung der Reflexionsfilme
82A bis 82C ist, kleiner als die Lange LBX des Refle-
xionsfilms 82B und die Lange LCX des Reflexions-
films 82C in der x-Richtung, die sich von der y-Rich-
tung unterscheidet.

[0278] Bei dieser Struktur ist der Zwischenelemen-
tabstand DE2 zwischen dem Empfangspunkt P1 des
Terahertz-Elements 20B und dem Empfangspunkt
P1 des Terahertz-Elements 20C, die in der ersten
Richtung (in der vorliegenden Ausflihrungsform der
y-Richtung) benachbart sind, im Vergleich zu einer
Struktur, bei der die Lange LBY des Reflexionsfilms
82B und die Lange LCY des Reflexionsfiims 82
gleich der Lange LBX des Reflexionsfilms 82B und
der Lange LCX des Reflexionsfilms 82C sind, verrin-
gert. Dadurch wird die Auflésung der Terahertz-Vor-
richtung 10 im Detektionsbereich elektromagneti-
scher Wellen verbessert.

[0279] (1-7) In einer Querschnittsansicht der sepa-
raten Antennenbasis 70C, die entlang einer Ebene
geschnitten ist, die sich in der y-Richtung und in der
z-Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions-
films 82C erstreckt, ist der Teil des Reflexionsfilms
82C, der die gegenuberliegenden Endpunkte in der
y-Richtung verbindet, bogenférmig und hat den Zent-
riwinkel 8z3 von weniger als 180°.

[0280] Diese Struktur ermoglicht es dem Reflexions-
film 82C, ein solches Verhaltnis zu haben, dass die
Lange LCY des Reflexionsfilms 82C kleiner ist als die
Lange LCX des Reflexionsfilms 82C, wahrend eine
spharische Form mit einer festen Krimmung beibe-
halten wird.

[0281] (1-8) In einer Betrachtung in der z-Richtung,
erstrecken sich das offene Ende 82Bb des Refle-
xionsfilms 82B und das offene Ende 82Ca des Refle-
xionsfilms 82C geradlinig und definieren die Grenz-
flache zwischen dem Reflexionsfilm 82B und dem
Reflexionsfilm 82C.

[0282] Diese Struktur erméglicht es dem Reflexions-
film 82C, ein solches Verhaltnis zu haben, dass die
Lange LCY des Reflexionsfiims 82C kleiner ist als die
Lange LCX des Reflexionsfilms 82C, wahrend eine
spharische Form mit einer festen Krimmung beibe-
halten wird.

[0283] (1-9) Die Terahertz-Vorrichtung 10 umfasst
das Dielektrikum 50, das als Halteelement (,retaining
member“) verwendet wird, das mit der Basishauptfla-
che 71 der separaten Antennenbasen 70A bis 70C
verbunden ist. Das Dielektrikum 50 halt die Tera-
hertz-Elemente 20A bis 20C fest.

[0284] In dieser Struktur werden die Terahertz-Ele-
mente 20A bis 20C durch das Dielektrikum 50, d.h.
das gemeinsame Halteelement, gehalten. Dadurch
verringert sich der Aufwand fir die Kopplung des
Dielektrikums 50 und der Antennenbasis 70 im Ver-
gleich zu einer Struktur, bei der fur die Terahertz-Ele-
mente 20A bis 20C separate Dielektrika bzw. sepa-
rate Halteelemente angeordnet sind.
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[0285] (1-10) Die Terahertz-Vorrichtung 10 umfasst
die Terahertz-Elemente 20A bis 20C, die so ausge-
staltet sind, dass sie elektromagnetische Wellen
empfangen, das Dielektrikum 50, das aus einem
dielektrischen Material gebildet ist und die Tera-
hertz-Elemente 20A bis 20C umgibt, die Gasrdume
92A bis 92C, die Gas enthalten, und die Reflexions-
filme 82A bis 82C, die die ersten bis dritten reflektier-
enden Oberflachen definieren bzw. begrenzen. Der
Reflexionsfilm 82A umfasst einen Abschnitt, der
dem Terahertz-Element 20A durch das Dielektrikum
50 und den Gasraum 92A gegenuberliegt. Wenn sich
elektromagnetische Wellen durch das Dielektrikum
50 und den Gasraum 92A ausbreiten, reflektiert der
Reflexionsfilm 82A die elektromagnetischen Wellen
in Richtung des Empfangspunktes P1 des Tera-
hertz-Elements 20A. Der Reflexionsfilm 82B umfasst
einen Abschnitt, der dem Terahertz-Element 20B
durch das Dielektrikum 50 und den Gasraum 92B
gegeniberliegt. Wenn sich elektromagnetische Wel-
len durch das Dielektrikum 50 und den Gasraum 92B
ausbreiten, reflektiert der Reflexionsfiim 82B die
elektromagnetischen Wellen in Richtung des Emp-
fangspunktes P1 des Terahertz-Elements 20B. Der
Reflexionsfilm 82C umfasst einen Abschnitt, der
dem Terahertz-Element 20C durch das Dielektrikum
50 und den Gasraum 92C gegenuberliegt. Wenn sich
elektromagnetische Wellen durch das Dielektrikum
50 und den Gasraum 92C ausbreiten, reflektiert der
Reflexionsfilm 82C die elektromagnetischen Wellen
in Richtung des Empfangspunktes P1 des Terahertz-
Elements 20C. Wenn der Brechungsindex der Tera-
hertz-Elemente 20A bis 20C als Element-Brechungs-
index n1, der Brechungsindex des in den Gasrdumen
92A bis 92C enthaltenen Gases als Gas-Brechungs-
index n3 und der Brechungsindex des Dielektrikums
50 als dielektrischer Brechungsindex n2 bezeichnet
wird, ist n1 > n2 > n3 erfillt.

[0286] In dieser Struktur sind die Terahertz-Ele-
mente 20A bis 20C von dem Dielektrikum 50 umge-
ben, das einen Brechungsindex aufweist, der gréRer
als der Gas-Brechungsindex n3 und kleiner als der
Element-Brechungsindex n1 ist. Dadurch werden
die Anderungen des Brechungsindexes an der
Grenzflache zwischen dem Inneren und dem AuRe-
ren der Terahertz-Elemente 20A bis 20C verringert.
Dadurch wird GbermafRige bzw. unndtige (,undue®)
Reflexion elektromagnetischer Wellen an der Grenz-
flache zwischen der Innenseite und der Auflenseite
der Terahertz-Elemente 20A bis 20C begrenzt, und
es ist weniger wahrscheinlich, dass in den Tera-
hertz-Elementen 20A bis 20C eine Reihe von Reso-
nanzmoden erzeugt wird. Infolgedessen ist es weni-
ger wahrscheinlich, dass elektromagnetische Wellen
mit einer anderen Frequenz als der Zielfrequenz
erzeugt werden.

[0287] (1-11) Das Dielektrikum 50 umfasst die
dielektrische Hauptflache 51, die den Reflexionsfil-

men 82A bis 82C gegenulberliegt, und die dielektri-
sche Ruckflache 52, die der dielektrischen Hauptfla-
che 51 gegenuberliegt. Die Terahertz-Vorrichtung 10
umfasst die separate Antennenbasis 70A mit der
Antennenoberflache 81A, die so gekrimmt ist, dass
sie in einer Richtung weg vom Terahertz-Element
20A vertieft ist, die separate Antennenbasis 70B mit
der Antennenoberflache 81B, die so gekrimmt ist,
dass sie in einer Richtung weg vom Terahertz-Ele-
ment 20B vertieft ist, und die separate Antennenba-
sis 70C mit der Antennenoberflache 81C, die so
gekrimmt ist, dass sie in einer Richtung weg vom
Terahertz-Element 20C vertieft ist. Die Reflexions-
filme 82A bis 82C sind auf den Antennenoberflachen
81A bis 81C ausgebildet. Die Gasraume 92A bis 92C
werden durch die dielektrische Hauptflache 51 und
die Antennenoberflachen 81A bis 81C begrenzt.

[0288] Da bei dieser Struktur die Gasraume 92A bis
92C durch die dielektrische Hauptflache 51 und die
Antennenoberflachen 81A bis 81C definiert sind, lau-
fen die aus der dielektrischen Hauptflache 51 ausge-
sandten elektromagnetischen Wellen durch die Gas-
raume 92A bis 92C und erreichen die Reflexionsfilme
82A bis 82C. Dieser Aufbau hat den oben beschrie-
benen Vorteil (1-10).

[0289] (1-12) Das Dielektrikum 50 und die Anten-
nenbasis 70 sind getrennt ausgebildet. Die Tera-
hertz-Vorrichtung 10 umfasst die Klebeschicht 91
als Befestigungsteil, mit dem das Dielektrikum 50
an der Antennenbasis 70 fixiert wird. In dieser Struk-
tur begrenzt die Klebeschicht 91 eine Fehlausrich-
tung des Dielektrikums 50 gegeniber der Antennen-
basis 70, wodurch eine Fehlausrichtung des
Terahertz-Elements 20A gegenliber dem Reflexions-
film 82A, eine Fehlausrichtung des Terahertz-Ele-
ments 20B gegeniiber dem Reflexionsfiim 82B und
eine Fehlausrichtung des Terahertz-Elements 20C
gegeniber dem Reflexionsfilm 82C begrenzt wird.

[0290] (1-13) Der Reflexionsfilm 82A wird auf der
Antennenoberflache 81A gebildet, aber nicht auf
der Basishauptflache 71 der separaten Antennenba-
sis 70A. Der Reflexionsfilm 82B wird auf der Anten-
nenoberflache 81B gebildet, jedoch nicht auf der
Basishauptflache 71 der separaten Antennenbasis
70B. Der Reflexionsfilm 82C wird auf der Antennen-
oberflache 81C gebildet, aber nicht auf der Basis-
hauptflache 71 der separaten Antennenbasis 70C.

[0291] Diese Struktur verhindert die Reflexion elekt-
romagnetischer Wellen an den Reflexionsfilmen 82A
bis 82C, die auf den Basishauptflachen 71 der sepa-
raten Antennenbasen 70A bis 70C ausgebildet sind.
Dadurch werden Nachteile durch unerwinschte
Reflexionswellen, z.B. das Auftreten unerwiinschter
stehender Wellen, begrenzt.
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[0292] (1-14) Die Reflexionsfilme 82A bis 82C sind
jeweils parabolisch-antennenformig. Mit dieser
Struktur werden elektromagnetische Wellen in Rich-
tung des Empfangspunkts P1 der Terahertz-Ele-
mente 20A bis 20C entsprechend reflektiert.

[0293] (1-15) Die Reflexionsfilme 82A bis 82C sind
elektrisch isoliert. Durch diesen Aufbau werden
Nachteile wie die Absorption elektromagnetischer
Wellen durch die Reflexionsfilme 82A bis 82C ver-
mieden.

[0294] (1-16) Die separaten Antennenbasen 70A bis
70C sind aus einem isolierenden Material gebildet.
Dieser Aufbau verhindert eine elektrische Verbin-
dung der Reflexionsfiime 82A bis 82C mit einem
anderen Bauteil durch die separaten Antennenbasen
70A bis 70C.

[0295] (1-17) Die Terahertz-Vorrichtung 10 umfasst
die leitenden Abschnitte 110A, 120A, 110B, 120B,
110C und 120C, die in dem Dielektrikum 50 angeord-
net und mit den Terahertz-Elementen 20 elektrisch
verbunden sind. Bei diesem Aufbau bzw. dieser
Struktur ist es weniger wahrscheinlich, dass die lei-
tenden Abschnitte 110A, 120A, 110B, 120B, 110C
und 120C die aufRerhalb des Dielektrikums 50 ange-
ordneten Reflexionsfilme 82A bis 82C berihren.
Dadurch wird eine elektrische Verbindung der leiten-
den Abschnitte 110A, 120A, 110B, 120B, 110C und
120C mit den Reflexionsfilmen 82A bis 82C vermie-
den.

[0296] (1-18) Das Dielektrikum 50 umfasst die Vor-
springe 61 und 62, die in einer Betrachtung in der z-
Richtung seitlich Gber die Antennenbasis 70 hinaus-
ragen. Die Elektroden 101A, 102A, 101B, 102B,
101C und 102C sind auf den Uberhangflachen 51a
und 51b, d.h. den Abschnitten der dielektrischen
Hauptflache 51, die den Vorspriingen 61 und 62 ent-
sprechen, ausgebildet und sind elektrisch mit den lei-
tenden Abschnitten 110A, 120A, 110B, 120B, 110C
und 120C verbunden. In dieser Struktur sind die
Terahertz-Elemente 20A bis 20C Uber die Elektroden
101A, 102A, 101B, 102B, 101C und 102C und die
leitenden Abschnitte 110A, 120A, 110B, 120B, 110C
und 120C elektrisch mit einer externen Vorrichtung
verbunden.

[0297] (1-19) Jedes der Terahertz-Elemente 20A bis
20C umfasst die auf der Elementhauptflache 21 aus-
gebildeten Pads 33a und 34a. In einer Betrachtung in
der z-Richtung erstrecken sich die leitenden
Abschnitte 110A, 120A, 110B, 120B, 110C und
120C in der x-Richtung, die die Vorsprungrichtung
der Vorspringe 61 und 62 ist, um sowohl die Tera-
hertz-Elemente 20A bis 20C als auch die Elektroden
101A, 102A, 101B, 102B, 101C und 102C zu uber-
lappen. Die leitenden Abschnitte 110A, 120A, 110B,
120B, 110C und 120C umfassen die Pads 33a und

34a, die den Element-Gegenstlicken 111 und 121 in
der z-Richtung gegenilberliegen. Die Terahertz-Ele-
mente 20A bis 20C sind Uber die Hocker 114 und
124, die zwischen den Pads 33a und 34a und den
Element-Gegensticken 111 und 121 der leitenden
Abschnitte 110A, 120A, 110B, 120B, 110C und
120C angeordnet sind, auf den Element-Gegenstu-
cken 111 und 121 flip-chip-montiert. Somit sind die
Terahertz-Elemente 20A bis 20C elektrisch mit den
Elektroden 101A, 102A, 101B, 102B, 101C und
102C verbunden.

[0298] Da die Terahertz-Elemente 20A bis 20C in
Flip-Chip-Montage bzw. -bauweise montiert werden,
kann die Ubertragungsgeschwindigkeit von Signalen
im Vergleich zur Drahtbonding-Montage (,wire-bon-
ding-mounting“) erhéht werden. Insbesondere wenn
die Drahtbonding-Montage in einem Hochfrequenz-
band, d.h. dem Terahertzband elektromagnetischer
Wellen, verwendet wird, kdnnen die Drahte nachteilig
sein und die Ubertragungsgeschwindigkeit von Sig-
nalen begrenzen. Der oben genannte Nachteil tritt
bei der Flip-Chip-Montage, welche keine Drahte ver-
wendet, nicht auf. Daher kann die Ubertragungsge-
schwindigkeit von Signalen erhéht werden.

[0299] (1-20) Die leitenden Abschnitte 110A und
120A umfassen die Elektroden-Gegenstlicke 112
und 122, die den Elektroden 101A und 102A gegen-
Uberliegen, und die Verbinder 113 und 123, die sich
in der x-Richtung erstrecken und die Element-
Gegenstiicke 111 und 121 mit den Elektroden-
Gegenstlicken 112 und 122 verbinden. Wenn sich
die Breitenrichtung (,width-wise direction®) der leiten-
den Abschnitte 110A und 120A in der y-Richtung
erstreckt, hat zumindest ein Teil der Verbinder 113
und 123 eine geringere Breite als die Element-
Gegenstlicke 111 und 121. Da in dieser Struktur die
Verbinder 113 und 123 den Reflexionsfiim 82A teil-
weise oder vollstandig Uberlappen, kénnen die Ver-
binder 113 und 123 elektromagnetische Wellen blo-
ckieren (im Folgenden als Blockierung (,blocking®)
bezeichnet).

[0300] In dieser Ausfiihrungsform hat zumindest ein
Teil der Verbinder 113 und 123 eine geringere Breite
als die Element-Gegenstiicke 111 und 121. Dadurch
wird die Flache, die blockiert wird, reduziert. Somit
wird die Blockierung reduziert.

[0301] Darlber hinaus haben die Element-Gegen-
stlicke 111 und 121 eine groRere Breite als die Ver-
binder 113 und 123. Dadurch wird die Kontaktflache
vergrofdert. So sind die Pads 33a und 34a in einer
bevorzugten Weise durch die Hocker 114 und 124
elektrisch mit den Element-Gegensticken 111 und
121 verbunden.

[0302] In der gleichen Weise wie die leitenden
Abschnitte 110A und 120A umfassen die leitenden
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Abschnitte 110B, 120B, 110C und 120C die Elektro-
den-Gegensticke 112 und 122 und die Verbinder
113 und 123. Daher wird in der gleichen Weise wie
bei den leitenden Abschnitten 110A und 120A die
Blockierung reduziert, und die Pads 33a und 34a
sind in einer bevorzugten Weise durch die Hocker
114 und 124 elektrisch mit den Element-Gegenstii-
cken 111 und 121 verbunden.

[0303] (1-21) Die Elektroden-Gegenstiicke 112 und
122 der leitenden Abschnitte 110A und 120A haben
eine geringere Breite als die Verbinder 113 und 123.
Durch diesen Aufbau wird die Kontaktflache ver-
gréRert. Dadurch sind die Elektroden-Gegenstiicke
112 und 122 in einer bevorzugten Weise mit den
Elektroden 101A und 102A elektrisch verbunden.
AuRerdem haben die Elektroden-Gegenstiicke 112
und 122 der leitenden Abschnitte 110B, 120B, 110C
und 120C eine geringere Breite als die Verbinder 113
und 123. Dadurch wird der gleiche Vorteil erzielt.

[0304] (1-22) Der erste Verbinder 113 umfasst den
ersten Verbindungskdrper 113a, der eine geringere
Breite als das Element-Gegenstiick 111, aufweist,
und das erste Element-Verjingungsteil 113b, das
den ersten Verbindungskorper 113a mit dem ersten
Element-Gegenstiick 111 verbindet. Die Breite des
ersten Element-Verjliingungsteils 113b nimmt von
dem ersten Verbindungskorper 113a in Richtung
des ersten Element-Gegenstlicks 111 allmahlich zu.
Diese Struktur reduziert in den ersten leitenden
Abschnitten 110A bis 110C erzeugte Reflexionswel-
len. Das Gleiche gilt fiir den zweiten Verbinder 123.

[0305] (1-23) Der erste Verbindungskorper 113a hat
eine geringere Breite als das erste Elektroden-
Gegenstlick 112. Der erste Verbinder 113 umfasst
das erste Elektroden-Verjingungsteil 113c, das den
ersten Verbindungskdrper 113a und das erste Elekt-
roden-Gegenstiick112 verbindet. Die Breite des ers-
ten Elektroden-Verjungungsteils 113c nimmt von
dem ersten Verbindungskdrper 113a zu dem ersten
Elektroden-Gegenstiicks 112 allmahlich zu. Diese
Struktur reduziert in den ersten leitenden Abschnit-
ten 110A bis 110C erzeugte Reflexionswellen. Das
Gleiche gilt fiir den zweiten Verbinder 123.

[0306] (1-24) Das erste Pad 33a und das erste Ele-
ment-Gegenstiick 111 erstrecken sich in der x-Rich-
tung. Die ersten Hocker 114 sind in der x-Richtung
angeordnet. Auf die gleiche Weise erstrecken sich
das zweite Pad 34a und das zweite Element-Gegen-
stiick 121 in der x-Richtung. Die zweiten Hocker 124
sind in der x-Richtung angeordnet. Dadurch wird die
Kontaktflache vergréRert und der Kontaktwiderstand
(,contact resistance®) verringert.

[0307] Wenn die Pads 33a und 34a in der y-Rich-
tung getrennt angeordnet sind, wird der Abstand zwi-
schen den Pads 33a und 34a verringert, wenn sich

die Pads 33a und 34a in y-Richtung erstrecken. Dies
kann einen Kurzschluss bilden und die Ausbreitung
elektromagnetischer Wellen behindern, die durch die
Interferenz der Pads 33a und 34a mit dem Emp-
fangspunkt P 1 verursacht werden. In der vorliegen-
den Ausflhrungsform erstrecken sich die Pads 33a
und 34a in der x-Richtung, die orthogonal zu der
Richtung ist, in der sich die Pads 33a und 34a gegen-
Uberliegen. Somit sind die oben genannten Nachteile
nicht zu erwarten.

Zweite Ausfihrungsform

[0308] Eine zweite Ausfiihrungsform einer Tera-
hertz-Vorrichtung 10 wird unter Bezugnahme auf
die Fig. 35 bis 45 beschrieben. Die vorliegende Aus-
fuhrungsform der Terahertz-Vorrichtung 10 unter-
scheidet sich von der ersten Ausfihrungsform der
Terahertz-Vorrichtung 10 im Wesentlichen durch die
Struktur bzw. den Aufbau der Antennenbasis 70. In
der nachfolgenden Beschreibung werden diejenigen
Bauteile mit den gleichen Bezugszeichen versehen,
die mit den entsprechenden Bauteilen der Terahertz-
Vorrichtung 10 der ersten Ausfiihrungsform identisch
sind. Solche Bauteile missen nicht im Einzelnen
beschrieben werden. Obwohl sich die Struktur der
Antennenbasis 70 von der Struktur der Antennenba-
sis 70 der ersten Ausfiihrungsform unterscheidet,
werden die einzelnen Antennenbasen der vorliegen-
den Ausflihrungsform mit 70A, 70B, 70C usw.
bezeichnet und voneinander unterschieden.

[0309] Wie in den Fig. 35 und 41 gezeigt, umfasst
die Terahertz-Vorrichtung 10 mehrere (in der vorlie-
genden Ausflhrungsform acht) Terahertz-Elemente
20, ein Dielektrikum 50, das ein Beispiel fir ein Halte-
element ist, eine Antennenbasis 70, einen Refle-
xionsfilm 82 und einen Gasraum 92.

[0310] Wie in Fig. 35 gezeigt, umfassen die Tera-
hertz-Elemente 20 ein Terahertz-Element 20A, ein
Terahertz-Element 20B, ein Terahertz-Element 20C,
ein Terahertz-Element 20D, ein Terahertz-Element
20E, ein Terahertz-Element 20F, ein Terahertz-Ele-
ment 20G und ein Terahertz-Element 20H. Die Tera-
hertz-Elemente 20A bis 20H sind untereinander bau-
gleich und haben die gleiche Struktur wie das
Terahertz-Element 20 der ersten Ausfiihrungsform.

[0311] Das Dielektrikum 50 umgibt die Terahertz-
Elemente 20. Wie in den Fig. 41 und 42 gezeigt,
umgibt das Dielektrikum 50 das Terahertz-Element
20E vollstandig und bedeckt die Elementhauptflache
21, die Elementrickflache 22 und die Elementsei-
tenflachen 23 bis 26 des Terahertz-Elements 20E.

[0312] Die Elementhauptfliche 21, die Element-
rickflache 22 und die Elementseitenflachen 23 bis
26 des Terahertz-Elements 20E stehen in Kontakt
mit dem Dielektrikum 50. Genauer gesagt umgibt
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die vorliegende Ausfluhrungsform von des Dielektri-
kums 50 in der gleichen Weise wie die erste Ausflih-
rungsform das Terahertz-Element 20E, so dass kein
Spalt zwischen dem Dielektrikum 50 und dem Tera-
hertz-Element 20E vorhanden ist. Mit anderen Wor-
ten kapselt das Dielektrikum 50 das Terahertz-Ele-
ment 20E ein.

[0313] Obwohl nicht dargestellt, umgibt das Dielekt-
rikum 50 in gleicher Weise wie das Terahertz-Ele-
ment 20E die Terahertz-Elemente 20A bis 20D und
20F bis 20H vollstandig und bedeckt die Elemen-
thauptflache 21, die Elementriickflache 22 und die
Elementseitenflachen 23 bis 26 jedes der Terahertz-
Elemente 20A bis 20D und 20F bis 20H.

[0314] Das Dielektrikum 50 kapselt also die Tera-
hertz-Elemente 20A bis 20D und 20F bis 20H ein.

[0315] Wie in Fig. 35 gezeigt, hat das Dielektrikum
50 in einem Beispiel die Form einer Platte, bei der
sich die Dickenrichtung in der z-Richtung erstreckt.
Insbesondere hat das Dielektrikum 50 die Form
einer rechteckigen Platte, so dass die Langsrichtung
sich in der y-Richtung und die Querrichtung sich in
der x-Richtung erstreckt. Das Dielektrikum 50 ist so
gestaltet, dass es die gesamte Antennenbasis 70
von oben abdeckt. In der vorliegenden Ausfiihrungs-
form ragt das Dielektrikum 50 von gegeniberliegen-
den Seiten der Antennenbasis 70 in der x-Richtung
und von gegenlberliegenden Seiten der Antennen-
basis 70 in der y-Richtung heraus.

[0316] Wie in den Fig. 41 und 42 gezeigt, umfasst
das Dielektrikum 50 eine dielektrische Hauptflache
51 und eine dielektrische Rickflache 52, die die z-
Richtung schneiden. In einem Beispiel sind die
dielektrische Hauptflache 51 und die dielektrische
Ruckflache 52 orthogonal zur z-Richtung. Die
dielektrische Hauptflache 51 ist nach unten gerichtet.
Die dielektrische Rickflache 52 ist eine der dielekt-
rischen Hauptflache 51 gegeniiberliegende, nach
oben gerichtete Flache. In der vorliegenden Ausfiih-
rungsform definiert die dielektrische Ruckflache 52
die Vorrichtungshauptflache 11.

[0317] Wie in Fig. 35 gezeigt, umfasst das Dielekt-
rikum 50 eine erste dielektrische Seitenflache 53 und
eine zweite dielektrische Seitenflache 54, die in der
x-Richtung gegenuberliegende Endflachen sind, und
eine dritte dielektrische Seitenflache 55 und eine
vierte dielektrische Seitenflache 56, die in der y-Rich-
tung gegeniberliegende Endflachen sind. Die
dielektrischen Seitenflachen 53 bis 56 definieren teil-
weise die Vorrichtungsseitenflachen 13 bis 16. In der
vorliegenden Ausflihrungsform sind die erste dielekt-
rische Seitenflache 53 und die zweite dielektrische
Seitenflache 54 orthogonal zu der dritten dielektri-
schen Seitenflache 55 und der vierten dielektrischen
Seitenflache 56.

[0318] Wie in den Fig. 41 und 42 gezeigt, ist das
Terahertz-Element 20E in der

gleichen Weise wie bei der ersten Ausfuihrungsform
in dem Dielektrikum 50 so angeordnet, dass die Ele-
menthauptflache 21 der dielektrischen Hauptflache
51 gegenuberliegt. Das Terahertz-Element 20E ist
zwischen der dielektrischen Hauptflache 51 und der
dielektrischen Ruickflache 52 angeordnet. Wie bei
der ersten Ausflihrungsform hat das Dielektrikum
50 der vorliegenden Ausfuhrungsform eine dielektri-
sche Dicke D2, die eine Abmessung in der z-Rich-
tung ist. Die dielektrische Dicke D2 ist so festgelegt,
dass sie die Resonanzbedingung der elektromagne-
tischen Wellen erfillt, die von dem Terahertz-Ele-
ment 20E empfangen werden. In der gleichen
Weise wie das Terahertz-Element 20E sind auch
die Terahertz-Elemente 20A bis 20D und 20F bis
20H in dem Dielektrikum 50 angeordnet.

[0319] Wie in Fig. 35 gezeigt, sind das Terahertz-
Element 20A, das Terahertz-Element 20B, das Tera-
hertz-Element 20C und das Terahertz-Element 20D
in der x-Richtung zueinander ausgerichtet und in der
y-Richtung voneinander getrennt.

[0320] Das Terahertz-Element 20E, das Terahertz-
Element 20F, das Terahertz-Element 20G und das
Terahertz-Element 20H sind in der x-Richtung zuei-
nander ausgerichtet und in der y-Richtung voneinan-
der getrennt. In der vorliegenden Ausflihrungsform
ist ein Abstand (,pitch“) zwischen den Terahertz-Ele-
menten 20E bis 20H (Zwischenelementabstand) in
der y-Richtung gleich einem Abstand zwischen den
Terahertz-Elementen 20A bis 20D (Zwischenele-
mentabstand) in der y-Richtung. Es wird davon aus-
gegangen, dass der Abstand zwischen den Tera-
hertz-Elementen 20E bis 20H in der y-Richtung
gleich dem Abstand zwischen den Terahertz-Ele-
menten 20A bis 20D in der y-Richtung ist, zum Bei-
spiel, wenn die Differenz zwischen einem Durch-
schnittswert der Abstande zwischen den Terahertz-
Elementen 20E bis 20H in der y-Richtung und
einem Durchschnittswert der Abstande zwischen
den Terahertz-Elementen 20A bis 20D in der y-Rich-
tung innerhalb von 5 % des Durchschnittswerts der
Abstande zwischen den Terahertz-Elementen 20A
bis 20D in der y-Richtung liegt. Der Abstand (Zwi-
schenelementabstand) in der y-Richtung bezieht
sich auf den Abstand zwischen den Empfangspunk-
ten P1 derin der y-Richtung benachbarten Terahertz-
Elemente 20.

[0321] Die Terahertz-Elemente 20A bis 20D sind
von den Terahertz-Elementen 20E bis 20H in der x-
Richtung getrennt angeordnet. In der vorliegenden
Ausfihrungsform sind die Terahertz-Elemente 20A
bis 20D naher an der ersten dielektrischen Seitenfla-
che 53 angeordnet als die Terahertz-Elemente 20E
bis 20H.
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[0322] Die Terahertz-Elemente 20A bis 20D und die
Terahertz-Elemente 20E bis 20H sind in der x-Rich-
tung getrennt und in der y-Richtung an unterschied-
lichen Positionen angeordnet. In der vorliegenden
Ausfuhrungsform sind, in einer Betrachtung von
oben, die Terahertz-Elemente 20A bis 20D und die
Terahertz-Elemente 20E bis 20H abwechselnd in
der y-Richtung angeordnet. Die Terahertz-Elemente
20A bis 20D sind naher an der dritten dielektrischen
Seitenflache 55 angeordnet als die Terahertz-Ele-
mente 20E bis 20H. Insbesondere ist das Terahertz-
Element 20A in der y-Richtung ndher an der dritten
dielektrischen Seitenflache 55 angeordnet als das
Terahertz-Element 20E. Das Terahertz-Element 20B
ist in der der y-Richtung zwischen dem Terahertz-
Element 20E und dem Terahertz-Element 20F ange-
ordnet. Das Terahertz-Element 20C ist zwischen
dem Terahertz-Element 20F und dem Terahertz-Ele-
ment 20G in der y-Richtung angeordnet. Das Tera-
hertz-Element 20D ist zwischen dem Terahertz-Ele-
ment 20G und dem Terahertz-Element 20H in der y-
Richtung angeordnet.

[0323] Wie in den Fig. 36 und 37 gezeigt, ist die
Antennenbasis 70 in der vorliegenden Ausfiihrungs-
form, in einer Betrachtung von oben, im Wesentli-
chen rechteckig, so dass sich die Langsrichtung in
der y-Richtung und die Querrichtung in der x-Rich-
tung erstreckt. Genauer gesagt umfasst die Anten-
nenbasis 70 eine erste Stufe 79A und eine zweite
Stufe 79B, die separat an gegeniberliegenden
Enden der Antennenbasis 70 in der y-Richtung ange-
ordnet sind. Die erste Stufe 79A ist auf der dritten
Basisseitenflache 75T der Antennenbasis 70 ange-
ordnet. Die zweite Stufe 79B ist auf der vierten Basis-
seitenflache 76T der Antennenbasis 70 angeordnet.
Die erste Stufe 79A ist so angeordnet, dass ein
Abschnitt der dritten Basisseitenflache 75T, der sich
in Richtung der ersten Basisseitenflache 73T befin-
det, ndher an der ersten dielektrischen Seitenflache
53 des Dielektrikums 50 angeordnet ist als ein
Abschnitt der dritten Basisseitenflache 75T, der sich
in Richtung der zweiten Basisseitenflache 74T befin-
det. Die zweite Stufe 79B ist so angeordnet, dass ein
Abschnitt der vierten Basisseitenflache 76T, der sich
in Richtung der ersten Basisseitenflache 73T befin-
det, ndher an der ersten dielektrischen Seitenflache
53 angeordnet ist als ein Abschnitt der vierten Basis-
seitenflache 76T, der sich in Richtung der zweiten
Basisseitenflache 74T befindet. Somit ist die erste
Basisseitenflache 73T der Antennenbasis 70 in der
y-Richtung naher an der ersten dielektrischen Sei-
tenflache 53 angeordnet als die zweite Basisseiten-
flache 74T.

[0324] Die vorliegende Ausfiihrungsform der Anten-
nenbasis 70 wird zum Beispiel aus einem isolieren-
den Material in der gleichen Weise wie die erste Aus-
fihrungsform der Antennenbasis 70 gebildet.
Insbesondere besteht die Antennenbasis 70 aus

einem Dielektrikum, z.B. aus einem Kunstharz wie
einem Epoxidharz. Ein Beispiel fur ein Epoxidharz
ist ein Glasepoxidharz. Das Material der Antennen-
basis 70 ist jedoch nicht darauf beschrankt und kann
aus jedem beliebigen Material bestehen, z.B. aus Si,
Teflon® oder Glas. Die Antennenbasis 70 kann eine
beliebige Farbe haben und auch schwarz sein.

[0325] In der vorliegenden Ausfihrungsform
umfasst die Antennenbasis 70 eine Kombination
aus mehreren (in der vorliegenden Ausfiihrungsform
acht) separaten Antennenbasen 70A bis 70H.
Genauer gesagt, umfasst die Antennenbasis 70 die
separaten Antennenbasen 70A bis 70D und die
separaten Antennenbasen 70E bis 70H.

[0326] Die separaten Antennenbasen 70A bis 70D
umfassen die erste Basisseitenflache 73T und sind
in der y-Richtung angeordnet. Die separate Anten-
nenbasis 70A umfasst die dritte Basisseitenflache
75T. Die separate Antennenbasis 70D umfasst die
vierte Basisseitenflache 76T. Die separate Anten-
nenbasis 70B grenzt an die separate Antennenbasis
70A und die separate Antennenbasis 70C an. Mit
anderen Worten ist die separate Antennenbasis
70B zwischen der separaten Antennenbasis 70A
und der separaten Antennenbasis 70C angeordnet.
Die separate Antennenbasis 70C grenzt an die sepa-
rate Antennenbasis 70B und die separate Antennen-
basis 70D an. Mit anderen Worten ist die separate
Antennenbasis 70C zwischen der separaten Anten-
nenbasis 70B und der separaten Antennenbasis 70D
eingebettet.

[0327] Die separaten Antennenbasen 70E bis 70H
umfassen die zweite Basisseitenflache 74T und
sind in der y-Richtung angeordnet. Die separate
Antennenbasis 70E umfasst die dritte Basisseitenfla-
che 75T. Somit wird die dritte Basisseitenflache 75T
durch die separate Antennenbasis 70A und die sepa-
rate Antennenbasis 70E definiert. Die separate
Antennenbasis 70H umfasst die vierte Basisseiten-
flache 76T. Somit wird die vierte Basisseitenflache
76T durch die separate Antennenbasis 70D und die
separate Antennenbasis 70H definiert. Die separate
Antennenbasis 70F grenzt an die separate Anten-
nenbasis 70E und die separate Antennenbasis
70G. Mit anderen Worten ist die separate Antennen-
basis 70F zwischen der separaten Antennenbasis
70E und der separaten Antennenbasis 70G einge-
bettet. Die separate Antennenbasis 70G grenzt an
die separate Antennenbasis 70F und die separate
Antennenbasis 70H. Mit anderen Worten ist die
separate Antennenbasis 70G zwischen der separa-
ten Antennenbasis 70F und der separaten Anten-
nenbasis 70H eingebettet.

[0328] In der vorliegenden Ausfiihrungsform befin-
den sich die separaten Antennenbasen 70A bis 70D
und die separaten Antennenbasen 70E bis 70H an
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unterschiedlichen Positionen in der y-Richtung.
Genauer gesagt Uberschneidet sich in einer Betrach-
tung in der x-Richtung die separate Antennenbasis
70A mit den separaten Antennenbasen 70E und
70F, die separate Antennenbasis 70B Uberschneidet
sich mit den separaten Antennenbasen 70F und
70G, und die separate Antennenbasis 70C Uber-
schneidet sich mit den separaten Antennenbasen
70G und 70H. Insbesondere ist die separate Anten-
nenbasis 70A in der y-Richtung néher an der dritten
Basisseitenflache 75T als die separate Antennenba-
sis 70E und naher an der vierten Basisseitenflache
76T als die separate Antennenbasis 70F angeord-
net. Die separate Antennenbasis 70A ist in Kontakt
mit der separaten Antennenbasis 70E. Die separate
Antennenbasis 70B ist ndher an der dritten Basissei-
tenflache 75T angeordnet als die separate Anten-
nenbasis 70F und ndher an der vierten Basisseiten-
flache 76T als die separate Antennenbasis 70G. Die
separate Antennenbasis 70B ist in Kontakt mit den
separaten Antennenbasen 70E und 70F. Die sepa-
rate Antennenbasis 70C ist ndher an der dritten
Basisseitenflache 75T angeordnet als die separate
Antennenbasis 70G und naher an der vierten Basis-
seitenflache 76T als die separate Antennenbasis
70H. Die separate Antennenbasis 70C ist in Kontakt
mit den separaten Antennenbase 70F und 70G. Die
separate Antennenbasis 70H ist naher an der dritten
Basisseitenflache 75T angeordnet als die separate
Antennenbasis 70D. Die separate Antennenbasis
70D steht mit den separaten Antennenbasen 70G
und 70H in Kontakt.

[0329] Wiein Fig. 35 gezeigt, ist die separate Anten-
nenbasis 70A so positioniert, dass sie dem Tera-
hertz-Element 20A in der Dickenrichtung des Tera-
hertz-Elements 20A (der z-Richtung)
gegeniberliegt. Die separate Antennenbasis 70B ist
so positioniert, dass sie dem Terahertz-Element 20B
in der Dickenrichtung des Terahertz-Elements 20B
(der z-Richtung) gegenlberliegt. Die separate
Antennenbasis 70C ist so angeordnet, dass sie
dem Terahertz-Element 20C in der Dickenrichtung
des Terahertz-Elements 20C (der z-Richtung)
gegeniberliegt. Die separate Antennenbasis 70D
ist so angeordnet, dass sie dem Terahertz-Element
20D in der Dickenrichtung des Terahertz-Elements
20D (der z-Richtung) gegenuberliegt. Die separate
Antennenbasis 70E ist so angeordnet, dass sie dem
Terahertz-Element 20E in der Dickenrichtung des
Terahertz-Elements 20E (der z-Richtung) gegen-
Uberliegt. Die separate Antennenbasis 70F ist so
angeordnet, dass sie dem Terahertz-Element 20F in
der Dickenrichtung des Terahertz-Elements 20F (der
z-Richtung) gegenuberliegt. Die separate Antennen-
basis 70G ist so angeordnet, dass sie dem Terahertz-
Element 20G in der Dickenrichtung des Terahertz-
Elements 20G (der z-Richtung) gegenuberliegt. Die
separate Antennenbasis 70H ist so angeordnet, dass
sie dem Terahertz-Element 20H in der Dickenrich-

tung des Terahertz-Elements 20H (der z-Richtung)
gegeniberliegt. In der vorliegenden Ausfihrungs-
form sind die separaten Antennenbasen 70A bis
70H an einer niedrigeren Position als die Terahertz-
Elemente 20A bis 20H angeordnet.

[0330] Wiein den Fig. 41 bis 43 gezeigt, umfasst die
Antennenbasis 70 in der gleichen Weise wie die
erste Ausfuhrungsform Antennenvertiefungen 80,
die von der Hauptflache 71T zur Riickflache 72T hin
zurlickgesetzt sind. Insbesondere, wie in den Fig. 36
und 37 gezeigt, umfasst in der vorliegenden Ausflih-
rungsform die separate Antennenbasis 70A eine
Antennenvertiefung 80A, die separate Antennenba-
sis 70B eine Antennenvertiefung 80B, die separate
Antennenbasis 70C eine Antennenvertiefung 80C,
die separate Antennenbasis 70D eine Antennenver-
tiefung 80D, die separate Antennenbasis 70E eine
Antennenvertiefung 80E, die separate Antennenba-
sis 70F eine Antennenvertiefung 80F, die separate
Antennenbasis 70G eine Antennenvertiefung 80G
und die separate Antennenbasis 70H eine Antennen-
vertiefung 80H. Das heif’t, die Antennenbasis 70
umfasst eine Antennenvertiefung 80 firr jede sepa-
rate Antennenbasis.

[0331] Wie in den Fig. 41 bis 43 gezeigt, umfasst
jede Antennenvertiefung 80 in der gleichen Weise
wie die erste Ausfihrungsform eine Antennenober-
flache 81, die dem Terahertz-Element 20 (ber das
Dielektrikum 50 und den Gasraum 92 gegeniiber-
liegt. Insbesondere, wie in den Fig. 36 und 37
gezeigt, umfasst in der vorliegenden Ausfiihrungs-
form die Antennenvertiefung 80A eine Antennen-
oberflache 81A, die Antennenvertiefung 80B eine
Antennenoberflache 81B, die Antennenvertiefung
80C eine Antennenoberflache 81C und die Anten-
nenvertiefung 80D eine Antennenoberflache 81D.
Die Antennenvertiefung 80E umfasst eine Antennen-
oberflache 81E. Die Antennenvertiefung 80F
umfasst eine Antennenoberflache 81F. Die Anten-
nenvertiefung 80G umfasst eine Antennenoberflache
81G. Die Antennenvertiefung 80H umfasst eine
Antennenoberflache 81H. In einer Betrachtung von
oben sind die Antennenoberflachen 81A bis 81H
formidentisch mit den jeweiligen Offnungen der
Antennenvertiefungen 80A bis 80H.

[0332] Wie in den Fig. 41 bis 43 gezeigt, wird der
Reflexionsfilm 82 in der gleichen Weise wie bei der
ersten Ausfihrungsform auf der Antennenoberflache
81 ausgebildet. Der Reflexionsfilm 82 ist auf der
gesamten Antennenoberflache 81 ausgebildet. Der
Reflexionsfilm 82 wird nicht auf der Basishauptflache
71T gebildet. Somit ist der Reflexionsfiim 82 im
Wesentlichen formidentisch mit der Antennenober-
flache 81. Der Reflexionsfilm 82 ist aus dem gleichen
Material gebildet wie die erste Ausfiihrungsform des
Reflexionsfilms 82.
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[0333] Der Reflexionsfilm 82 umfasst den auf der
Antennenoberflache 81A gebildeten Reflexionsfilm
82A, den auf der Antennenoberflaiche 81B gebilde-
ten Reflexionsfilm 82B, den auf der Antennenoberfla-
che 81C gebildeten Reflexionsfilm 82C, den auf der
Antennenoberflache 81D gebildeten Reflexionsfilm
82D, den auf der Antennenoberflache 81E gebilde-
ten Reflexionsfilm 82E, den auf der Antennenoberfla-
che 81F gebildeten Reflexionsfilm 82F, den auf der
Antennenoberflache 81G gebildeten Reflexionsfilm
82G und den auf der Antennenoberflache 81H gebil-
deten Reflexionsfilm 82H. In der vorliegenden Aus-
fuhrungsform sind die Reflexionsfiime 82A bis 82H
integral bzw. einstlickig als ein einziges Bauteil aus-
gebildet.

[0334] Die Reflexionsfilm 82A ist im Wesentlichen
formidentisch mit der Antennenoberflache 81A bzw.
hat im Wesentlichen die gleiche Form wie die Anten-
nenoberflache 81A. Der Reflexionsfilm 82B hat im
Wesentlichen die gleiche Form wie die Antennen-
oberflache 81B. Der Reflexionsfim 82C hat im
Wesentlichen die gleiche Form wie die Antennen-
oberflache 81C. Der Reflexionsfim 82D hat im
Wesentlichen die gleiche Form wie die Antennen-
oberflache 81D. Der Reflexionsfiim 82E hat im
Wesentlichen die gleiche Form wie die Antennen-
oberflache 81E. Der Reflexionsfiim 82F hat im
Wesentlichen die gleiche Form wie die Antennen-
oberflache 81F. Der Reflexionsfiim 82G hat im
Wesentlichen die gleiche Form wie die Antennen-
oberflache 81G. Der Reflexionsfiim 82H hat im
Wesentlichen die gleiche Form wie die Antennen-
oberflache 81H. Mit anderen Worten ist jeder der
Reflexionsfiime 82A bis 82H ein parabolischer
Reflektor und schalenférmig gebogen. In einer
Betrachtung von oben hat jeder der Reflexionsfilme
82A bis 82H die Form eines Kreises, der teilweise
abgeschnitten ist. Jeder der Reflexionsfilme 82A bis
82H ist so gekrimmt, dass er in Richtung der Vorrich-
tungsruckflache 12 ragt. Der Reflexionsfilm 82 ist in
einer Richtung (in der vorliegenden Ausfiihrungsform
nach oben) offen.

[0335] Wie in den Fig. 41 bis 43 gezeigt, sind der
Reflexionsfilm 82 und das Dielektrikum 50 in der z-
Richtung einander gegeniberliegend angeordnet.
Mit anderen Worten ist der Reflexionsfiim 82 so
angeordnet, dass er dem Dielektrikum 50 gegenu-
berliegt.

[0336] Die vom Reflexionsfilm 82 reflektierten elekt-
romagnetischen Wellen werden in Richtung des
Empfangspunkts P1 abgestrahit. Insbesondere wer-
den elektromagnetische Wellen, die vom Reflexions-
film 82A reflektiert werden, in Richtung des Emp-
fangspunktes P1 des Terahertz-Elements 20A
abgestrahlt. Elektromagnetische Wellen, die vom
Reflexionsfilm 82B reflektiert werden, werden zum
Empfangspunkt P1 des Terahertz-Elements 20B

abgestrahlt. Vom Reflexionsfiim 82C reflektierte
elektromagnetische Wellen werden in Richtung des
Empfangspunktes P1 des Terahertz-Elements 20C
abgestrahlt. Vom Reflexionsfiim 82D reflektierte
elektromagnetische Wellen werden in Richtung des
Empfangspunktes P1 des Terahertz-Elements 20D
abgestrahlt. Vom Reflexionsfiim 82E reflektierte
elektromagnetische Wellen werden in Richtung des
Empfangspunktes P1 des Terahertz-Elements 20E
abgestrahlt. Vom Reflexionsfiim 82F reflektierte
elektromagnetische Wellen werden in Richtung des
Empfangspunktes P1 des Terahertz-Elements 20F
abgestrahlt. Vom Reflexionsfilm 82G reflektierte
elektromagnetische Wellen werden in Richtung des
Empfangspunktes P1 des Terahertz-Elements 20G
abgestrahlt. Vom Reflexionsfiim 82H reflektierte
elektromagnetische Wellen werden in Richtung des
Empfangspunktes P1 des Terahertz-Elements 20H
abgestrahlt.

[0337] Die Lagebeziehung des Reflexionsfiims 82
zum Terahertz-Element 20 ist die gleiche wie bei
der ersten Ausfihrungsform. Auch das GroéRenver-
haltnis des Reflexionsfilms 82 und des Terahertz-Ele-
ments 20 ist das gleiche wie bei der ersten Ausflih-
rungsform. Von oben betrachtet sind die
Reflexionsfilme 82A bis 82H also groRer als die
jeweiligen Terahertz-Elemente 20A bis 20H.

[0338] Die Antennenbasis 70 und das Dielektrikum
50 sind durch die Klebeschicht 91 in der gleichen
Weise fixiert wie bei der ersten Ausfiihrungsform.
Die Klebeschicht 91 ist so ausgestaltet, dass sie
sich nicht Uber den Reflexionsfilm 82 hinaus nach
innen (d.h. in Richtung des Terahertz-Elements 20)
erstreckt.

[0339] Wie in den Fig. 38 bis 40 gezeigt, werden in
der vorliegenden Ausfiihrungsform drei Arten von
separaten Antennenbasen in der Antennenbasis 70
verwendet.

[0340] Wie in Fig. 38 gezeigt, umfasst die separate
Antennenbasis 70E eine Basishauptflache 71 und
eine Basisruckflache 72, die die z-Richtung schnei-
den. Die Basishauptflache 71 und die Basisriickfla-
che 72 schneiden die z-Richtung. Bei der vorliegen-
den Ausfiihrungsform stehen die Basishauptflache
71 und die Ruckflache 72 senkrecht zu der z-Rich-
tung. In der z-Richtung betrachtet, sind die Basis-
hauptflache 71 und die Rickflache 72 jeweils finf-
eckig. In der vorliegenden Ausflihrungsform sind die
Basishauptflache 71 und die Basisdrickflache 72
z.B. formidentisch. Die Basishauptflache 71 und die
Basisrickflache 72 kdnnen aber auch unterschiedli-
che Formen haben.

[0341] Die separate Antennenbasis 70E umfasst
eine erste Basisseitenflache 73, eine zweite Basis-
seitenflache 74, eine dritte Basisseitenflache 75 und
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eine vierte Basisseitenflache 76 als Basisseitenfla-
chen. Die Basisseitenflachen 73 bis 76 sind zur
Seite gerichtete Flachen der Terahertz-Vorrichtung
10 (der Antennenbasis 70). Die Basisseitenflachen
73 bis 76 sind in Richtungen angeordnet, die ortho-
gonal zu den entgegengesetzten Richtungen der
Basishauptflache 71 und der Basisruckflache 72 lie-
gen. Die Basisseitenflachen 73 bis 76 verbinden die
Basishauptflache 71 und die Basisriickflache 72.

[0342] Die dritte Basisseitenflache 75 und die vierte
Basisseitenflache 76 sind gegenulberliegende End-
flachen der separaten Antennenbasis 70E in der y-
Richtung. Die dritte Basisseitenflache 75 definiert
einen Abschnitt der dritten Basisseitenflache 75T
der Antennenbasis 70. In einer Betrachtung in der
z-Richtung erstrecken sich die dritte Basisseitenfla-
che 75 und die vierte Basisseitenflache 76 in der x-
Richtung.

[0343] Die erste Basisseitenflache 73 und die zweite
Basisseitenflache 74 sind in der x-Richtung gegen-
Uberliegende Endflachen der separaten Antennen-
basis 70E.

[0344] Die erste Basisseitenflache 73 ist eine Fla-
che der separaten Antennenbasis 70E, die naher
an der ersten Basisseitenflache 73T (siehe Fig. 37)
der Antennenbasis 70 liegt. In einer Betrachtung in
der z-Richtung, erstreckt sich die erste Basisseiten-
flache 73 in einer Richtung, die sowohl die x-Rich-
tung als auch die y-Richtung schneidet. Insbeson-
dere ist die erste Basisseitenflache 73 in einer
Betrachtung von oben V-férmig. Die erste Basissei-
tenflache 73 umfasst einen Basisseitenflachenab-
schnitt 73a, bei dem es sich um einen Abschnitt der
ersten Basisseitenflache 73 handelt, der zur dritten
Basisseitenflache 75 hin liegt, und einen Basissei-
tenflachenabschnitt 73b, bei dem es sich um einen
Abschnitt der ersten Basisseitenflache 73 handelt,
der zur vierten Basisseitenflache 76 hin liegt. Der
Basisseitenflachenabschnitt 73a ist eine zur dritten
Basisseitenflache 75 hin geneigte Flache, da sich
der Basisseitenflachenabschnitt 73a zur zweiten
Basisseitenflache 74 hin erstreckt. Der Basisseitenf-
lachenabschnitt 73b ist eine zur vierten Basisseiten-
flache 76 hin geneigte Flache, da sich der Basissei-
tenflachenabschnitt 73b zur zweiten
Basisseitenflache 74 hin erstreckt.

[0345] Die zweite Basisseitenflaiche 74 definiert
einen Abschnitt der zweiten Basisseitenflache 74T
der Antennenbasis 70. In der z-Richtung betrachtet,
erstreckt sich die zweite Basisseitenflache 74 in der
y-Richtung.

[0346] Die Antennenoberflache 81E der Antennen-
vertiefung 80E ist von der Basishauptflache 71 der
separaten Antennenbasis 70E in Richtung der Basis-
ruckflache 72 zurickgesetzt. In der vorliegenden

Ausfiihrungsform ist die Antennenoberflache 81E in
einer Querschnittsansicht der separaten Antennen-
basis 70E, die entlang einer in der x-Richtung und
z-Richtung verlaufenden Ebene geschnitten ist, so
gekrimmt, dass sie in Richtung der Basisrickflache
72 ragt. Die Antennenoberflache 81E ist in der Basis-
hauptflache 71 offen. Das heil3t, die Antennenober-
flache 81E ist nach oben hin offen.

[0347] In einer Betrachtung von oben hat die Off-
nung der Antennenoberfliche 81E die Form eines
Kreises, der teilweise weggeschnitten ist. Insbeson-
dere ist die Offnung der Antennenoberfléche 81E an
einem offenen Ende 81Ea, bei dem es sich um ein
Ende der Offnung der Antennenoberfliche 81E han-
delt, das sich an dem Basisseitenflachenabschnitt
73a befindet, an einem offenen Ende 81Eb, bei
dem es sich um ein Ende der Offnung der Antennen-
oberflache 81E handelt, das sich an dem Basissei-
tenflachenabschnitt 73b befindet, und an einem offe-
nen Ende 81Ec, bei dem es sich um ein Ende der
Offnung der Antennenoberfliche 81E handelt, das
sich an der vierten Basisseitenflache 76 befindet,
abgeschnitten. In einer Betrachtung von oben
erstreckt sich jedes der offenen Enden 81Ea bis
81Ec geradlinig.

[0348] In einer Betrachtung von oben ist das offene
Ende 81Ea der Antennenoberflache 81E so ange-
ordnet, dass es den Basisseitenflachenabschnitt
73a Uberlappt. Das offene Ende 81Eb ist so positio-
niert, dass es den Basisseitenflachenabschnitt 73b
Uberlappt. Das offene Ende 81Ec ist so angeordnet,
dass es die vierte Basisseitenflache 76 Uberlappt.

[0349] Der Reflexionsfilm 82E ist auf der Antennen-
oberflache 81E ausgebildet. Der Reflexionsfilm 82E
ist auf der gesamten Antennenoberflache 81E aus-
gebildet. Der Reflexionsfilm 82E wird nicht auf der
Basishauptflache 71 der separaten Antennenbasis
70E ausgebildet.

[0350] In einer Betrachtung von oben ist die Offnung
des Reflexionsfiims 82E formidentisch mit der Off-
nung der Antennenoberflaiche 81E. Genauer gesagt
umfasst die Offnung des Reflexionsfilms 82E, von
oben betrachtet, ein offenes Ende 82Ea, das das
offene Ende 81Ea der Antennenoberflache 81E
Uberlappt, ein offenes Ende 82Eb, das das offene
Ende 81Eb der Antennenoberflache 81E Uberlappt,
und ein offenes Ende 82Ec, das das offene Ende
81Ec der Antennenoberflache 81E (berlappt. In
einer Betrachtung von oben erstreckt sich jedes der
offenen Enden 82Ea bis 82Ec geradlinig.

[0351] In einer Betrachtung von oben ist der Refle-
xionsfilm 82E so ausgebildet, dass der Mittelpunkt
P2 jeweils in der x-Richtung und in der y-Richtung
an einer von der Mitte der separaten Antennenbasis
70E abweichenden Position liegt. In der vorliegen-
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den Ausfiuhrungsform ist der Reflexionsfilm 82E in
einer Betrachtung von oben so ausgebildet, dass
der Mittelpunkt P2 in der x-Richtung naher an der
ersten Basisseitenflache 73 liegt als die Mitte der
separaten Antennenbasis 70E in der x-Richtung. In
der Draufsicht ist der Reflexionsfilm 82E so ausge-
bildet, dass der Mittelpunkt P2 in der y-Richtung
naher an der vierten Basisseitenflache 76 liegt als
die Mitte der separaten Antennenbasis 70E in der y-
Richtung.

[0352] Der Mittelpunkt P2 des Reflexionsfiims 82E
fallt in einer Betrachtung von oben mit dem Mittel-
punkt der Antennenoberflaiche 81E zusammen und
der Reflexionsfilm 82E ist im Wesentlichen formiden-
tisch mit der Antennenoberflache 81E. Somit ist die
Antennenoberflache 81E in gleicher Weise wie der
Reflexionsfilm 82E in einer Betrachtung von oben
so ausgebildet, dass sich der Mittelpunkt der Anten-
nenoberflache 81E in jeweils der x-Richtung und der
y-Richtung an einer von der Mitte der separaten
Antennenbasis 70E abweichenden Stelle befindet.

[0353] In einer Betrachtung von oben umfasst der
bogenférmige Umfang des Reflexionsfiims 82E
einen umlaufenden Teil, der die Bogenendpunkte in
der ersten Richtung verbindet, welche die Anord-
nungsrichtung des Reflexionsfims 82E und des
Reflexionsfilms 82F ist. Der umlaufende Teil ist
bogenférmig und hat einen Zentralwinkel von weni-
ger als 180°. In der vorliegenden Ausfiihrungsform
ist, von oben betrachtet, der umlaufende Teil des
Reflexionsfilms 82E, der die Bogenendpunkte in der
ersten Richtung (in der vorliegenden Ausfiihrungs-
form der y-Richtung) verbindet, bogenférmig und
hat einen Zentralwinkel 8e1 von weniger als 180°.

[0354] In einer Betrachtung von oben umfasst der
bogenférmige Umfang des Reflexionsfiims 82E
einen umlaufenden Teil, der die Bogenendpunkte in
einer dritten Richtung verbindet, welche eine Anord-
nungsrichtung des Reflexionsfiims 82E und des
Reflexionsfilms 82A ist. Der umlaufende Teil ist
bogenférmig und hat einen zentralen Winkel von
weniger als 180°. In einer Betrachtung in der z-Rich-
tung unterscheidet sich die dritte Richtung von der x-
Richtung und der y-Richtung. In einem Beispiel
schneidet die dritte Richtung, in einer Betrachtung
in der z-Richtung, die x-Richtung und die y-Richtung.
In der vorliegenden Ausfihrungsform erstreckt sich
die dritte Richtung diagonal von der Basisseitenfla-
che 75T der Antennenbasis 70 zur Basisseitenflache
76T in einer Richtung, die von der Basisseitenflache
73T zur Basisseitenflache 74T verlauft.

[0355] In der vorliegenden Ausflhrungsform ist in
einer Betrachtung von oben der umlaufende Teil
des Reflexionsfilms 82E, der die Bogenendpunkte
in der dritten Richtung (in der vorliegenden Ausfih-
rungsform, von oben betrachtet, die Richtung ortho-

gonal zu der Richtung, in der sich der Basisseitenfla-
chenabschnitt 73a erstreckt) verbindet, bogenférmig
und hat einen zentralen Winkel 8e2 von weniger als
180°.

[0356] In einer Betrachtung von oben umfasst der
bogenférmige Umfang des Reflexionsfiims 82E
einen umlaufenden Teil, der Bogenendpunkte in
einer vierten Richtung verbindet, welche eine Anord-
nungsrichtung des Reflexionsfims 82E und des
Reflexionsfilms 82B ist. Der umlaufende Teil ist
bogenférmig und hat einen zentralen Winkel von
weniger als 180°. In einer Betrachtung in der z-Rich-
tung unterscheidet sich die vierte Richtung von der x-
Richtung, der y-Richtung und der dritten Richtung. In
einem Beispiel schneidet die vierte Richtung, in einer
Betrachtung in der z-Richtung, die x-Richtung, die y-
Richtung und die dritte Richtung. In der vorliegenden
Ausfuhrungsform erstreckt sich die vierte Richtung
diagonal von der Basisseitenflache 76T der Anten-
nenbasis 70 zur Basisseitenflache 75T in einer Rich-
tung, die von der Basisseitenflache 73T zur Basissei-
tenflache 74T verlauft.

[0357] In der vorliegenden Ausfiihrungsform ist in
einer Betrachtung von oben der umlaufende Teil
des Reflexionsfilms 82E, der die Bogenendpunkte
in der vierten Richtung (in der vorliegenden Ausflih-
rungsform, in einer Betrachtung von oben, die Rich-
tung orthogonal zu der Richtung, in der sich der
Basisseitenflachenabschnitt 73b erstreckt) verbin-
det, bogenférmig und hat einen zentralen Winkel
Be3 von weniger als 180°.

[0358] Der Reflexionsfilm 82E ist, von oben betrach-
tet, im Wesentlichen formidentisch mit der Antennen-
oberflache 81E. Somit weist die Antennenoberflache
81E in gleicher Weise wie der Reflexionsfilm 82E
einen bogenférmigen Umfang auf, der einen umlauf-
enden Teil umfasst, der Bogenendpunkte in der ers-
ten Richtung verbindet, welche die Anordnungsrich-
tung der Antennenoberflache 81E wund der
Antennenoberflache 81F ist. Der umlaufende Teil ist
bogenférmig und hat einen Zentralwinkel von weni-
ger als 180°. Der bogenférmige Umfang der Anten-
nenoberflache 81E umfasst einen umlaufenden Teil,
der die Bogenendpunkte in der dritten Richtung ver-
bindet, welche die Anordnungsrichtung der Anten-
nenoberflache 81E und der Antennenoberfliche
81A ist (in der vorliegenden Ausfiihrungsform, von
oben betrachtet, eine Richtung orthogonal zu der
Richtung, in der sich der Basisseitenflachenabschnitt
73a erstreckt). Der umlaufende Teil ist bogenférmig
und hat einen zentralen Winkel von weniger als 180°.
Der bogenférmige Umfang der Antennenoberflache
81E umfasst einen umlaufenden Teil, der Bogenend-
punkte in der vierten Richtung verbindet, welche die
Anordnungsrichtung der Antennenoberflaiche 81E
und der Antennenoberflache 81B ist (in der vorlie-
genden Ausfiihrungsform, von oben betrachtet, eine
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Richtung orthogonal zu der Richtung, in der sich der
Basisseitenflachenabschnitt 73b erstreckt). Der
umlaufende Teil ist bogenférmig und hat einen zent-
ralen Winkel von weniger als 180°.

[0359] In einer Betrachtung von oben hat eine senk-
rechte Linie zum offenen Ende 82Ea des Reflexions-
films 82E, die durch den Mittelpunkt P2 des Refle-
xionsfilms 82E verlauft, eine Lange LR1, die kleiner
ist als ein Radius RE des Reflexionsfilms 82E. In
einer Betrachtung von oben hat eine senkrechte
Linie zum offenen Ende 82Eb des Reflexionsfiims
82E, die sich durch den Mittelpunkt P2 des Refle-
xionsfilms 82E erstreckt, eine Lange LR2, die kleiner
ist als der Radius RE des Reflexionsfilms 82E. In
einer Betrachtung von oben hat eine senkrechte
Linie zum offenen Ende 82Ec des Reflexionsfiims
82E, die durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions-
films 82E verlauft, eine Lange LR3, die kleiner ist
als der Radius RE des Reflexionsfilms 82E. In einer
Betrachtung von oben verlauft die senkrechte Linie
zum offenen Ende 82Ec des Reflexionsfilms 82E,
die durch den Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms
82E verlauft, geradlinig in der y-Richtung. Die
Lange LR1 kann als eine Lange in der dritten Rich-
tung betrachtet werden. Die Lange LR2 kann als eine
Lange in der vierten Richtung betrachtet werden.
Daher ist die Lange (LR1+RE) des Reflexionsfilms
82E in der dritten Richtung kleiner als der Durchmes-
ser des Reflexionsfiims 82E. Die Lange (LR2+RE)
des Reflexionsfilms 82E in der vierten Richtung ist
kleiner als der Durchmesser des Reflexionsfiims
82E. Auch die Lange (LR3+RE) des Reflexionsfilms
82E in der ersten Richtung ist kleiner als der Durch-
messer des Reflexionsfilms 82E. In einer Betrach-
tung von oben ist der Reflexionsfilm 82E in der ersten
Richtung, in der die Reflexionsfime 82E bis 82H
(siehe Fig. 37) angeordnet sind, kleiner als in der
von der ersten Richtung abweichenden zweiten
Richtung. In einer Betrachtung von oben ist die
zweite Richtung (bei der vorliegenden Ausfihrungs-
form die x-Richtung) orthogonal zur ersten Richtung.
In einer Betrachtung von oben ist der Reflexionsfilm
82E in der dritten Richtung, in der die Reflexionsfilme
82E und 82A angeordnet sind, kleiner als in der zwei-
ten Richtung. In der vierten Richtung, also der Rich-
tung, in der die Reflexionsfilme 82E und 82B ange-
ordnet sind, ist der Reflexionsfilm 82E in der
Draufsicht kleiner als in der zweiten Richtung.

[0360] In einer Betrachtung von oben ist der Refle-
xionsfilm 82E im Wesentlichen formidentisch mit der
Antennenoberflache 81E ausgebildet. So ist das Ver-
haltnis des Radius der Antennenoberflache 81E zu
den Langen der senkrechten Linien zu den offenen
Enden 81Ea bis 81Ec der Antennenoberflache 81E,
die durch den Mittelpunkt der Antennenoberflache
81E verlaufen, das gleiche wie das Verhaltnis des
Radius RE des Reflexionsfilms 82E zu den Langen
LR1 bis LR3 des Reflexionsfilms 82E.

[0361] Wie in Fig. 41 gezeigt, umfasst der Refle-
xionsfilm 82E in einer Querschnittsansicht der sepa-
raten Antennenbasis 70E, die entlang einer Ebene
geschnitten ist, die sich in der y-Richtung und der z-
Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions-
films 82E erstreckt, einen bogenférmigen Teil, der
die gegenuberliegenden Endpunkte in der y-Rich-
tung verbindet und einen zentralen Winkel von weni-
ger als 180° hat. Auch, obwohl nicht gezeigt, in einer
Querschnittsansicht der separaten Antennenbasis
70E, die entlang einer Ebene geschnitten ist, die
sich in der dritten Richtung und der z-Richtung
durch den Mittelpunkt P2 des Reflexionsfiims 82E
erstreckt, umfasst der Reflexionsfiim 82E einen
bogenférmigen Teil, der die gegenuberliegenden
Endpunkte in der dritten Richtung verbindet und
einen zentralen Winkel von weniger als 180° hat.
Auch, obwohl nicht gezeigt, in einer Querschnittsan-
sicht der separaten Antennenbasis 70E, die entlang
einer Ebene geschnitten ist, die sich in der vierten
Richtung und der z-Richtung durch den Mittelpunkt
P2 des Reflexionsfilms 82E erstreckt, umfasst der
Reflexionsfilm 82E einen bogenférmigen Teil, der
die gegenuberliegenden Endpunkte in der vierten
Richtung verbindet und einen zentralen Winkel von
weniger als 180° hat.

[0362] Wie in Fig. 41 gezeigt, umfasst die Anten-
nenoberflache 81E in einer Querschnittsansicht der
separaten Antennenbasis 70E, die entlang einer
Ebene geschnitten ist, die sich in der y-Richtung
und der z-Richtung durch den Mittelpunkt der Anten-
nenoberflache 81E erstreckt, einen bogenférmigen
Teil, der die gegenuberliegenden Endpunkte in der
y-Richtung verbindet und einen zentralen Winkel
von weniger als 180° hat. Auch in einer Querschnitt-
sansicht der separaten Antennenbasis 70E, die ent-
lang einer Ebene geschnitten ist, die sich in der drit-
ten Richtung und der z-Richtung durch den
Mittelpunkt der Antennenoberflache 81E erstreckt,
umfasst die Antennenoberflaiche 81E einen bogen-
formigen Teil, der die gegenulberliegenden End-
punkte in der dritten Richtung verbindet und einen
zentralen Winkel von weniger als 180° aufweist,
auch wenn dies nicht dargestellt ist. Auch in einer
Querschnittsansicht der separaten Antennenbasis
70E, die entlang einer Ebene geschnitten ist, die
sich in der vierten Richtung und der z-Richtung
durch den Mittelpunkt der Antennenoberflache 81E
erstreckt, umfasst die Antennenoberflache 81E
einen bogenférmigen Teil, der die gegenuberliegen-
den Endpunkte in der vierten Richtung verbindet und
einen zentralen Winkel von weniger als 180° auf-
weist, obwohl dies nicht dargestellt ist.

[0363] In einer Betrachtung von oben umfasst die
separate Antennenbasis 70E eine Umfangswand
78E, die sich um die Offnung der Antennenvertiefung
80E herum erstreckt, mit Ausnahme der wegge-
schnittenen Abschnitte der Offnung. Die Umfangs-
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wand 78E bildet die Basishauptflache 71 der separa-
ten Antennenbasis 70E.

[0364] Wie in Fig. 39 gezeigt, umfasst die separate
Antennenbasis 70A in gleicher Weise wie die sepa-
rate Antennenbasis 70E eine Basishauptflache 71
und eine Basisrickflache 72, die die z-Richtung
schneiden. In einer Betrachtung in der z-Richtung
sind die Basishauptflache 71 und die Basisruckfla-
che 72 im Wesentlichen rechteckig, wobei eine der
Seiten in einer Richtung verlauft, die sowohl die x-
Richtung als auch die y-Richtung schneidet. In der
vorliegenden Ausfihrungsform sind die Basishaupt-
flache 71 und die Basisriickflache 72 beispielsweise
formidentisch. Die Basishauptflache 71 und die
Basisruickflache 72 kénnen jedoch auch unterschied-
liche Formen haben.

[0365] Die separate Antennenbasis 70A umfasst
eine erste Basisseitenflache 73, eine zweite Basis-
seitenflache 74, eine dritte Basisseitenflache 75 und
eine vierte Basisseitenflache 76 als vier Basisseitenf-
lachen. Die Basisseitenflachen 73 bis 76 sind zur
Seite gerichtete Flachen der Terahertz- Vorrichtung
10 (der Antennenbasis 70). Die Basisseitenflachen
73 bis 76 sind in Richtungen angeordnet, die ortho-
gonal zur entgegengesetzten Richtung der Basis-
hauptflache 71 und der Basisriickflache 72 verlau-
fen, und verbinden die Basishauptflache 71 mit der
Basisruckflache 72.

[0366] Die dritte Basisseitenflache 75 und die vierte
Basisseitenflache 76 definieren gegeniberliegende
Endflachen der separaten Antennenbasis 70A in
der y-Richtung. Die dritte Basisseitenflache 75 defi-
niert einen Abschnitt der dritten Basisseitenflache
75T der Antennenbasis 70. Von oben betrachtet
erstrecken sich die dritte Basisseitenflache 75 und
die vierte Basisseitenflache 76 in der x-Richtung. In
einer Betrachtung in der z-Richtung ist die Abmes-
sung der vierten Basisseitenflache 76 in der x-Rich-
tung kleiner als die Abmessung der dritten Basissei-
tenflache 75 in der x-Richtung.

[0367] Die erste Basisseitenflache 73 und die zweite
Basisseitenflache 74 definieren in der x-Richtung
gegeniberliegende Endflachen der separaten
Antennenbasis 70A.

[0368] Die erste Basisseitenflache 73 definiert einen
Abschnitt der ersten Basisseitenflaiche 73T der
Antennenbasis 70. Von oben betrachtet erstreckt
sich die erste Basisseitenflache 73 in der y-Richtung.

[0369] Die zweite Basisseitenflache 74 ist eine Sei-
tenflache der separaten Antennenbasis 70A, die
naher an der zweiten Basisseitenflache 74T der
Antennenbasis 70 liegt. Von oben betrachtet
erstreckt sich die zweite Basisseitenflache 74 in
einer Richtung, die sowohl die x-Richtung als auch

die y-Richtung schneidet. Insbesondere umfasst die
zweite Basisseitenflaiche 74 einen Basisseitenfla-
chenabschnitt 74a, der sich in Richtung der dritten
Basisseitenflache 75 befindet, und einen Basissei-
tenflachenabschnitt 74b, der sich in Richtung der
vierten Basisseitenflache 76 befindet. In der z-Rich-
tung betrachtet, erstreckt sich der Basisseitenfla-
chenabschnitt 74a in der y-Richtung. In der z-Rich-
tung betrachtet, ist der Basisseitenflachenabschnitt
74b eine geneigte Flache, die in Richtung der ersten
Basisseitenflache 73 geneigt ist, wahrend sich die
geneigte Flache in Richtung der vierten Basisseiten-
flache 76 erstreckt.

[0370] Die Antennenoberflache 81A der Antennen-
vertiefungen 80A ist von der Basishauptflache 71 der
separaten Antennenbasis 70A zu der Basisriickfla-
che 72 hin zurickgesetzt. In der vorliegenden Aus-
fuhrungsform ist die Antennenoberflache 81A in
einer Querschnittsansicht der separaten Antennen-
basis 70A, die entlang einer sich in x-Richtung und
z-Richtung erstreckenden Ebene geschnitten ist,
gekrimmt und ragt in Richtung der Basisriickflache
72. Die Antennenoberflache 81A ist in der Basis-
hauptflache 71 offen. Das heil’t, die Antennenober-
flache 81A ist nach oben hin offen.

[0371] In einer Betrachtung von oben hat die Off-
nung der Antennenoberfliche 81A die Form eines
Kreises, der teilweise abgeschnitten ist. Insbeson-
dere ist die Offnung der Antennenoberfliche 81A
an dem offenen Ende 81Aa, das sich an der zweiten
Basisseitenflache 74 befindet, und an einem offenen
Ende 81Ab, das sich an der vierten Basisseitenflache
76 befindet, abgeschnitten. In einer Betrachtung von
oben verlaufen die offenen Enden 81Aa und 81Ab
jeweils geradlinig. In einer Betrachtung von oben ist
das offene Ende 81Aa so angeordnet, dass es den
Basisseitenflachenabschnitt 74b (berlappt. Das
offene Ende 81Ab ist so positioniert, dass es die
vierte Basisseitenflache 76 Gberlappt.

[0372] In einer Betrachtung von oben ist der Refle-
xionsfilm 82A so ausgebildet, dass sich der Mittel-
punkt P2 in der x-Richtung und in der y-Richtung
jeweils an einer von der Mitte der separaten Anten-
nenbasis 70A abweichenden Position befindet. In
der vorliegenden Ausfihrungsform ist der Refle-
xionsfilm 82A so ausgebildet, dass der Mittelpunkt
P2 in der x-Richtung ndher am Basisseitenflachen-
abschnitt 74b liegt als die Mitte der separaten Anten-
nenbasis 70A in der x-Richtung. In einer Betrachtung
von oben ist der Reflexionsfilm 82A so ausgebildet,
dass der Mittelpunkt P2 in der y-Richtung ndher an
der vierten Basisseitenflache 76 liegt als die Mitte der
separaten Antennenbasis 70A in der y-Richtung.

[0373] In einer Betrachtung von oben fallt der Mittel-
punkt P2 des Reflexionsfiims 82A mit dem Mittel-
punkt der Antennenoberflache 81A zusammen und
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die Reflexionsfilm 82A istim Wesentlichen formiden-
tisch mit der Antennenoberflache 81A ausgebildet.
So ist die Antennenoberflache 81A in gleicher
Weise wie der Reflexionsfilm 82A In einer Betrach-
tung von oben so geformt, dass der Mittelpunkt der
Antennenoberflache 81A jeweils in der x-Richtung
und in der y-Richtung an einer von der Mitte der
separaten Antennenbasis 70A abweichenden Stelle
liegt.

[0374] In einer Betrachtung von oben umfasst der
bogenférmige Umfang des Reflexionsfims 82A
einen umlaufenden Teil, der die Bogenendpunkte in
der ersten Richtung verbindet, die die Anordnungs-
richtung des Reflexionsfilims 82A und des Refle-
xionsfilms 82B ist. Der umlaufende Teil ist bogenfor-
mig und hat einen zentralen Winkel von weniger als
180°. In der vorliegenden Ausfuhrungsform ist, in
einer Betrachtung von oben, der umlaufende Teil
des Reflexionsfilms 82A, der die Bogenendpunkte
in der ersten Richtung (in der vorliegenden Ausflih-
rungsform der y-Richtung) verbindet, bogenférmig
und hat einen Zentralwinkel 6a1 von weniger als
180°.

[0375] In einer Betrachtung von oben umfasst der
bogenférmige Umfang des Reflexionsfiims 82A
einen umlaufenden Teil, der die Bogenendpunkte in
einer dritten Richtung verbindet, die eine Anord-
nungsrichtung des Reflexionsfims 82A und des
Reflexionsfilms 82E ist. Der umlaufende Teil ist
bogenférmig und hat einen zentralen Winkel von
weniger als 180°. In der vorliegenden Ausfiihrungs-
form ist in einer Betrachtung von oben der umlau-
fende Teil des Reflexionsfiims 82A, der die Boge-
nendpunkte in der dritten Richtung verbindet (in der
vorliegenden Ausfiihrungsform, in einer Betrachtung
von oben, der Richtung orthogonal zu der Richtung,
in der sich der Basisseitenflachenabschnitt 74b
erstreckt), bogenférmig und hat einen zentralen Win-
kel 6a2 von weniger als 180°.

[0376] In einer Betrachtung von oben ist der Refle-
xionsfilm 82A im Wesentlichen formidentisch mit der
Antennenoberflache 81A ausgebildet. So weist die
Antennenoberflache 81A in gleicher Weise wie der
Reflexionsfilm 82A einen bogenférmigen Umfang
mit einem umlaufenden Teil auf, der Bogenend-
punkte in der ersten Richtung verbindet, welche die
Anordnungsrichtung der Antennenoberfliche 81A
und der Antennenoberflaiche 81B ist, bogenférmig
ist und einen zentralen Winkel von weniger als 180°
hat. Von oben betrachtet umfasst die Antennenober-
flache 81A einen bogenférmigen Umfang mit einem
umlaufenden Teil, der Bogenendpunkte in der dritten
Richtung verbindet, welche die Anordnungsrichtung
der Antennenoberflache 81A und der Antennenober-
flache 81E ist. Der umlaufende Teil ist bogenférmig
und hat einen zentralen Winkel von weniger als 180°.

[0377] In einer Betrachtung von oben hat eine senk-
rechte Linie zum offenen Ende 82Aa des Reflexions-
films 82A, die durch den Mittelpunkt P2 des Refle-
xionsfilms 82A verlauft, eine Lange LR4, die kleiner
ist als ein Radius RA des Reflexionsfilms 82A. In
einer Betrachtung von oben hat eine senkrechte
Linie zu einem offenen Ende 82Ab des Reflexions-
films 82A, die sich durch den Mittelpunkt P2 des
Reflexionsfilms 82A erstreckt, eine Lange LR5, die
kleiner als der Radius RA des Reflexionsfilms 82A
ist. In der vorliegenden Ausfiuihrungsform ist der
Radius RA des Reflexionsfilms 82A gleich dem
Radius RE des Reflexionsfilms 82E. Auch eine senk-
rechte Linie zum offenen Ende 82Ab des Reflexions-
films 82A, die durch den Mittelpunkt P2 des Refle-
xionsfilms 82A verlauft, erstreckt sich geradlinig in
der y-Richtung. Die Lange LR4 kann als eine Lénge
in der dritten Richtung betrachtet werden. Somit ist
die Lange (LR3+RA) des Reflexionsfilms 82A in der
dritten Richtung kleiner als der Durchmesser des
Reflexionsfilms 82A. Die Lange (LR5+RA) des Refle-
xionsfilms 82A in der ersten Richtung ist geringer als
der Durchmesser des Reflexionsfilms 82A. In einer
Betrachtung von oben ist der Reflexionsfilm 82A in
der ersten Richtung, in der die Reflexionsfiime 82A
bis 82D (siehe Fig. 37) angeordnet sind, kleiner als
in der von der ersten Richtung abweichenden zwei-
ten Richtung. In einer Betrachtung von oben ist die
zweite Richtung (bei der vorliegenden Ausflhrungs-
form die x-Richtung) orthogonal zur ersten Richtung.
In der dritten Richtung, in der die Reflexionsfilme 82E
und 82A angeordnet sind, ist der Reflexionsfilm 82A
in einer Betrachtung von oben kleiner als in der zwei-
ten Richtung.

[0378] In einer Betrachtung von oben ist der Refle-
xionsfilm 82A im Wesentlichen formidentisch mit der
Antennenoberflache 81A ausgebildet. So ist das Ver-
haltnis des Radius der Antennenoberflache 81A zu
den Langen der senkrechten Linien zu den offenen
Enden 81Aa und 81Ab der Antennenoberflache 81A,
die durch den Mittelpunkt der Antennenoberflache
81A verlaufen, das gleiche wie das Verhaltnis des
Radius RA des Reflexionsfiims 82A zu den Langen
LR4 und LR5 des Reflexionsfilms 82A.

[0379] Obwohl nicht gezeigt, umfasst der Refle-
xionsfilm 82A in einer Querschnittsansicht der sepa-
raten Antennenbasis 70A, die entlang einer Ebene
geschnitten ist, die sich in der y-Richtung und der z-
Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions-
films 82A erstreckt, einen bogenférmigen Teil, der
die gegenliberliegenden Endpunkte in der y-Rich-
tung verbindet und einen zentralen Winkel von weni-
ger als 180° hat. Auch in einer Querschnittsansicht
der separaten Antennenbasis 70A, die entlang einer
Ebene geschnitten ist, die sich in der dritten Richtung
und der z-Richtung durch den Mittelpunkt P2 des
Reflexionsfilms 82A erstreckt, umfasst der Refle-
xionsfilm 82A einen bogenférmigen Teil, der die
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gegeniberliegenden Endpunkte in der dritten Rich-
tung verbindet und einen zentralen Winkel von weni-
ger als 180° hat.

[0380] Auch, obwohl nicht gezeigt, umfasst die
Antennenoberflache 81A in einer Querschnittsan-
sicht der separaten Antennenbasis 70A, die entlang
einer Ebene geschnitten ist, die sich in der y-Rich-
tung und der z-Richtung durch den Mittelpunkt der
Antennenoberflache 81A erstreckt, einen bogenfor-
migen Teil, der die gegeniiberliegenden Endpunkte
in der y-Richtung verbindet und einen zentralen Win-
kel von weniger als 180° hat. Auch in einer Quer-
schnittsansicht der separaten Antennenbasis 70A,
die entlang einer Ebene geschnitten ist, die sich in
der dritten Richtung und der z-Richtung durch den
Mittelpunkt der Antennenoberflache 81A erstreckt,
umfasst die Antennenoberflaiche 81A einen bogen-
formigen Teil, der die gegenuberliegenden End-
punkte in der dritten Richtung verbindet und einen
zentralen Winkel von weniger als 180° aufweist.

[0381] Die einzelnen Antennenbasen 70B, 70C,
70D, 70F, 70G und 70H sind formidentisch. Daher
wird der Aufbau der in Fig. 40 gezeigten separaten
Antennenbasis 70B als ein Beispiel beschrieben. Der
Aufbau der einzelnen Antennenbasen 70C, 70D und
70F bis 70H wird nicht beschrieben.

[0382] Wie in Fig. 40 gezeigt, umfasst die separate
Antennenbasis 70B in gleicher Weise wie die sepa-
rate Antennenbasis 70A eine Basishauptflache 71
und eine Basisriickflache 72, die die z-Richtung
schneiden. In einer Betrachtung in der z-Richtung
sind die Basishauptflache 71 und die Basisrickfla-
che 72 funfeckig. In der vorliegenden Ausfiihrungs-
form sind die Basishauptflache 71 und die Basisriick-
flache 72 z.B. identisch in ihrer Form. Die
Basishauptflache 71 und die Basisrtickflache 72 kon-
nen jedoch auch unterschiedliche Formen haben.

[0383] Die separate Antennenbasis 70B umfasst
eine erste Basisseitenflache 73, eine zweite Basis-
seitenflache 74, eine dritte Basisseitenflache 75 und
eine vierte Basisseitenflache 76 als Basisseitenfla-
chen. Die Basisseitenflachen 73 bis 76 sind zur
Seite gerichtete Flachen der Terahertz-Vorrichtung
10 (der Antennenbasis 70). Die Basisseitenflachen
73 bis 76 sind in Richtungen angeordnet, die ortho-
gonal zu den entgegengesetzten Richtungen der
Basishauptflache 71 und der Basisrtickflache 72 ver-
laufen, und verbinden die Basishauptflache 71 mit
der Basisrluckflache 72.

[0384] Die dritte Basisseitenflache 75 und die vierte
Basisseitenflache 76 sind in der y-Richtung gegen-
Uberliegende Endflachen der separaten Antennen-
basis 70B. In einer Betrachtung in der z-Richtung,
erstrecken sich die dritte Basisseitenflache 75 und
die vierte Basisseitenflache 76 in der x-Richtung.

[0385] Die erste Basisseitenflache 73 und die zweite
Basisseitenflache 74 sind in der x-Richtung gegen-
Uberliegende Endflachen der separaten Antennen-
basis 70B.

[0386] In einer Betrachtung von oben erstreckt sich
die erste Basisseitenflache 73 in der y-Richtung.

[0387] In einer Betrachtung von oben erstreckt sich
die zweite Basisseitenflache 74 in einer Richtung, die
die x-Richtung und die y-Richtung schneidet. Insbe-
sondere ist die zweite Basisseitenflache 74 in einer
Betrachtung von oben V-férmig. Die zweite Basissei-
tenflache 74 umfasst einen Basisseitenflachenab-
schnitt 74a, der sich in Richtung der dritten Basissei-
tenflache 75 befindet, und einen
Basisseitenflachenabschnitt 74b, der sich in Rich-
tung der vierten Basisseitenflache 76 befindet. Der
Basisseitenflachenabschnitt 74a ist eine zur dritten
Basisseitenflache 75 hin geneigte Flache, da sich
der Basisseitenflachenabschnitt 74a in Richtung der
ersten Basisseitenflache 73 erstreckt. Der Basissei-
tenflachenabschnitt 74b ist eine zur vierten Basissei-
tenflache 76 hin geneigte Flache, da sich der Basis-
seitenflachenabschnitt 74b zur ersten
Basisseitenflache 73 hin erstreckt.

[0388] Die Antennenoberflache 81B der Antennen-
vertiefung 80B ist von der Basishauptflache 71 der
separaten Antennenbasis 70B zur Basisriickflache
72 hin zurlckgesetzt. In der vorliegenden Ausfiih-
rungsform ist die Antennenoberflache 81B in einer
Querschnittsansicht der separaten Antennenbasis
70B, die entlang einer in der x- und der z-Richtung
verlaufenden Ebene geschnitten ist, so gekrimmt,
dass sie in Richtung der Basisriickflache 72 vorsteht.
Die Antennenoberflache 81B ist in der Basishauptfla-
che 71 offen. Das heif3t, die Antennenoberflache 81B
ist nach oben hin offen.

[0389] In einer Betrachtung von oben hat die Off-
nung der Antennenoberflaiche 81B die Form eines
Kreises, der teilweise weggeschnitten ist. Insbeson-
dere ist die Offnung der Antennenoberflache 81B an
dem offenen Ende 81Ba, das sich an dem Basissei-
tenflachenabschnitt 74a befindet, dem offenen Ende
81Bb, das sich an dem Basisseitenflachenabschnitt
74b befindet, einem offenen Ende 81Bc, das sich an
der dritten Basisseitenflache 75 befindet, und an
einem offenen Ende 81Bd, das sich an der vierten
Basisseitenflache 76 befindet, abgeschnitten. In
einer Betrachtung von oben erstreckt sich jedes der
offenen Enden 81Ba bis 81Bd geradlinig.

[0390] In einer Betrachtung von oben ist das offene
Ende 81Ba so angeordnet, dass es den Basisseitenf-
lachenabschnitt 74a Uberlappt. Das offene Ende
81Bb ist so positioniert, dass es den Basisseitenfla-
chenabschnitt 74b Uberlappt. Das offene Ende 81Bc
ist so angeordnet, dass es die dritte Basisseitenfla-
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che 75 Uberlappt. Das offene Ende 81Bd ist so ange-
ordnet, dass es die vierte Basisseitenflache 76 Uber-

lappt.

[0391] In einer Betrachtung von oben ist die Offnung
des Reflexionsfiims 82B formidentisch mit der Off-
nung der Antennenoberflache 81B. In einer Betrach-
tung von oben umfasst die Offnung des Reflexions-
films 82B das offene Ende 82Ba, das das offene
Ende 81Ba der Antennenoberflache 81B Uberlappt,
das offene Ende 82Bb, das das offene Ende 81Bb
der Antennenoberflache 81B Uberlappt, ein offenes
Ende 82Bc, das das offene Ende 81Bc der Anten-
nenoberflache 81B (berlappt, und ein offenes Ende
82Bd, das das offene Ende 81Bd der Antennenober-
flache 81B Uberlappt. In einer Betrachtung von oben
erstreckt sich jedes der offenen Enden 82Ba bis
82Bd geradlinig.

[0392] In einer Betrachtung von oben ist der Refle-
xionsfilm 82B so ausgebildet, dass sich der Mittel-
punkt P2 jeweils in der x-Richtung und in der y-Rich-
tung an einer von der Mitte der separaten
Antennenbasis 70B abweichenden Position befindet.
In einer Betrachtung von oben ist der Reflexionsfilm
82B so ausgebildet, dass der Mittelpunkt P2 in der x-
Richtung naher an der ersten Basisseitenflache 73
liegt als die Mitte der separaten Antennenbasis 70B
in der x-Richtung. In einer Betrachtung von oben ist
der Reflexionsfilm 82B so ausgebildet, dass sich der
Mittelpunkt P2 in der y-Richtung in der Mitte der
separaten Antennenbasis 70B in der y-Richtung
befindet.

[0393] In einer Betrachtung von oben fallt der Mittel-
punkt P2 des Reflexionsfiims 82B mit dem Mittel-
punkt der Antennenoberflache 81B zusammen, und
der Reflexionsfilm 82B ist im Wesentlichen form-
gleich mit der Antennenoberflache 81B. So ist die
Antennenoberflache 81B in gleicher Weise wie der
Reflexionsfilm 82B in einer Betrachtung von oben
so ausgebildet, dass der Mittelpunkt der Antennen-
oberflache 81B jeweils in der x-Richtung und in der
y-Richtung an einer von der Mitte der separaten
Antennenbasis 70B abweichenden Stelle liegt.

[0394] In einer Betrachtung von oben umfasst der
bogenférmige Umfang des Reflexionsfims 82B
einen umlaufenden Teil, der die Bogenendpunkte in
der ersten Richtung verbindet, welche die Anord-
nungsrichtung des Reflexionsfiims 82B und des
Reflexionsfilms 82A ist. Der umlaufende Teil ist
bogenférmig und hat einen zentralen Winkel von
weniger als 180°. In der vorliegenden Ausfihrungs-
form ist, in einer Betrachtung von oben, der umlau-
fende Teil des Reflexionsfiims 82B, der die Boge-
nendpunkte in der ersten Richtung (in der
vorliegenden Ausfiihrungsform der y-Richtung) ver-
bindet, bogenférmig und hat einen Zentralwinkel
Bb1 von weniger als 180°.

[0395] In einer Betrachtung von oben umfasst der
bogenférmige Umfang des Reflexionsfiims 82B
einen umlaufenden Teil, der die Bogenendpunkte in
einer vierten Richtung verbindet, die eine Anord-
nungsrichtung des Reflexionsfims 82B und des
Reflexionsfilms 82E ist. Der umlaufende Teil ist
bogenférmig und hat einen zentralen Winkel von
weniger als 180°. In der vorliegenden Ausflihrungs-
form ist in einer Betrachtung von oben der umlau-
fende Teil des Reflexionsfiims 82B, der die Boge-
nendpunkte in der vierten Richtung verbindet (in der
vorliegenden Ausfuhrungsform, in einer Betrachtung
von oben, die Richtung orthogonal zu der Richtung,
in der sich der Basisseitenflachenabschnitt 74a
erstreckt), bogenférmig und hat einen zentralen Win-
kel 6b2 von weniger als 180°.

[0396] In einer Betrachtung von oben umfasst der
bogenférmige Umfang des Reflexionsfiims 82B
einen umlaufenden Teil, der die Bogenendpunkte in
einer dritten Richtung verbindet, die eine Anord-
nungsrichtung des Reflexionsfims 82B und des
Reflexionsfilms 82F ist. Der umlaufende Teil ist
bogenférmig und hat einen zentralen Winkel von
weniger als 180°. In der vorliegenden Ausflihrungs-
form ist in einer Betrachtung von oben der umlau-
fende Teil des Reflexionsfiims 82B, der die Boge-
nendpunkte in der dritten Richtung verbindet (in der
vorliegenden Ausfiihrungsform, in einer Betrachtung
von oben, die Richtung orthogonal zu der Richtung,
in der sich der Basisseitenflachenabschnitt 74b
erstreckt), bogenférmig und hat einen zentralen Win-
kel Ob3 von weniger als 180°.

[0397] In einer Betrachtung von oben ist der Refle-
xionsfilm 82B im Wesentlichen formidentisch mit der
Antennenoberflaiche 81B. So umfasst die Antennen-
oberflache 81B einen bogenférmigen Umfang ein-
schlieBlich eines umlaufenden Teils, der Bogenend-
punkte in der ersten Richtung verbindet, welche die
Anordnungsrichtung der Antennenoberflaiche 81B
und der Antennenoberflache 81A ist, bogenformig
ist und einen zentralen Winkel von weniger als 180°
hat. Der bogenformige Umfang der Antennenoberfla-
che 81B umfasst einen umlaufenden Teil, der Boge-
nendpunkte in der vierten Richtung verbindet, wel-
che die Anordnungsrichtung der
Antennenoberflaiche 81B und der Antennenoberfla-
che 81E ist. Der umlaufende Teil ist bogenférmig
und hat einen zentralen Winkel von weniger als
180°. Der bogenférmige Umfang der Antennenober-
flache 81B umfasst einen umlaufenden Teil, der die
Bogenendpunkte in der dritten Richtung verbindet,
welche die Anordnungsrichtung der Antennenober-
flache 81B und der Antennenoberflache 81F ist. Der
umlaufende Teil ist bogenférmig und hat einen zent-
ralen Winkel von weniger als 180°.

[0398] In einer Betrachtung von oben hat eine senk-
rechte Linie zum offenen Ende 82Ba des Reflexions-
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films 82B, die durch den Mittelpunkt P2 des Refle-
xionsfilms 82B verlauft, eine Lange LRG6, die kleiner
als der Radius RB des Reflexionsfilms 82B ist. In
einer Betrachtung von oben hat eine senkrechte
Linie zum offenen Ende 82Bb des Reflexionsfilms
82B, die durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions-
films 82B verlauft, eine Lange LR7, die kleiner ist
als der Radius RB des Reflexionsfilms 82B. In einer
Betrachtung von oben hat eine senkrechte Linie zum
offenen Ende 82Bc des Reflexionsfiims 82B, die
durch den Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 82B
verlauft, eine Lange LR8, die kleiner ist als der
Radius RB des Reflexionsfiims 82B. In einer
Betrachtung von oben hat eine senkrechte Linie
zum offenen Ende 82Bd des Reflexionsfiims 82B,
die sich durch den Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms
82B erstreckt, eine Lange LR9, die kleiner als der
Radius RB des Reflexionsfilms 82B ist. In der vorlie-
genden Ausfuhrungsform ist der Radius RB des
Reflexionsfilms 82B gleich dem Radius RA des
Reflexionsfilms 82A. Die senkrechte Linie zum offe-
nen Ende 82Bc des Reflexionsfilms 82B, die durch
den Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 82B verlauft,
und die senkrechte Linie zum offenen Ende 82Bd
des Reflexionsfilms 82B, die durch den Mittelpunkt
P2 des Reflexionsfiims 82B verlauft, verlaufen
jeweils geradlinig in der y-Richtung. Die Summe
(LR8+LR9) der Langen LR8 und LR9 der senkrech-
ten Linien ist gleich der Lange der separaten Anten-
nenbasis 70B in der y-Richtung. Somit ist die Ladnge
der separaten Antennenbasis 70B in der y-Richtung
kleiner als der Durchmesser des Reflexionsfilms
82B. Die Lange LR7 kann als eine Lange in der drit-
ten Richtung betrachtet werden. Die Lange LR6 kann
als eine Lange in der vierten Richtung betrachtet
werden. Daher ist die Ldnge (LR7+RB) des Refle-
xionsfilms 82B in der dritten Richtung geringer als
der Durchmesser des Reflexionsfims 82B. Die
Lange (LR6+RB) des Reflexionsfilms 82B in der vier-
ten Richtung ist kleiner als der Durchmesser des
Reflexionsfilms 82B. In einer Betrachtung von oben
ist der Reflexionsfilm 82B in der ersten Richtung, in
der die Reflexionsfilme 82A bis 82D (siehe Fig. 37)
angeordnet sind, kleiner als in der von der ersten
Richtung abweichenden zweiten Richtung. In einer
Betrachtung von oben ist die zweite Richtung (bei
der vorliegenden Ausfuhrungsform die x-Richtung)
orthogonal zu der ersten Richtung. In einer Betrach-
tung von oben ist der Reflexionsfilm 82B in der dritten
Richtung, in der die Reflexionsfiime 82E und 82A
angeordnet sind, kleiner als in der zweiten Richtung.
In einer Betrachtung von oben ist der Reflexionsfilm
82B in der vierten Richtung, in der die Reflexions-
filme 82E und 82B angeordnet sind, kleiner als in
der zweiten Richtung.

[0399] In einer Betrachtung von oben ist der Refle-
xionsfilm 82B im Wesentlichen formidentisch mit der
Antennenoberflache 81B ausgebildet. Daher ist das
Verhaltnis des Radius der Antennenoberflache 81B

zu den Langen der senkrechten Linien zu den offe-
nen Enden 81Ba bis 81Bd der Antennenoberflache
81B, die durch den Mittelpunkt der Antennenoberfla-
che 81B verlaufen, das gleiche wie das Verhaltnis
des Radius RB des Reflexionsfilms 82B zu den Lan-
gen LR6 bis LR9 des Reflexionsfilms 82B.

[0400] Obwohl nicht gezeigt, umfasst der Refle-
xionsfilm 82B in einer Querschnittsansicht der sepa-
raten Antennenbasis 70B, die entlang einer Ebene
geschnitten ist, die sich in der y-Richtung und der z-
Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions-
films 82B erstreckt, einen bogenférmigen Teil, der
die gegenliberliegenden Endpunkte in der y-Rich-
tung verbindet und einen zentralen Winkel von weni-
ger als 180° hat. Auch in einer Querschnittsansicht
der separaten Antennenbasis 70B, die entlang einer
Ebene geschnitten ist, die sich in der dritten Richtung
und der z-Richtung durch den Mittelpunkt P2 des
Reflexionsfilms 82B erstreckt, umfasst der Refle-
xionsfilm 82B einen bogenférmigen Teil, der die
gegeniberliegenden Endpunkte in der dritten Rich-
tung verbindet und einen zentralen Winkel von weni-
ger als 180° hat. Auch in einer Querschnittsansicht
der separaten Antennenbasis 70B, die entlang einer
Ebene geschnitten ist, die sich in der dritten Richtung
und der z-Richtung durch den Mittelpunkt P2 des
Reflexionsfilms 82B erstreckt, umfasst der Refle-
xionsfilm 82B einen bogenférmigen Teil, der die
gegeniberliegenden Endpunkte in der vierten Rich-
tung verbindet und einen zentralen Winkel von weni-
ger als 180° hat.

[0401] Auch, obwohl nicht gezeigt, umfasst die
Antennenoberflache 81B in einer Querschnittsan-
sicht der separaten Antennenbasis 70B, die entlang
einer Ebene geschnitten ist, die sich in der y-Rich-
tung und der z-Richtung durch den Mittelpunkt der
Antennenoberflache 81B erstreckt, einen bogenfor-
migen Teil, der die gegenliberliegenden Endpunkte
in der y-Richtung verbindet und einen zentralen Win-
kel von weniger als 180° hat. Auch in einer Quer-
schnittsansicht der separaten Antennenbasis 70B,
die entlang einer Ebene geschnitten ist, die sich in
der dritten Richtung und der z-Richtung durch den
Mittelpunkt der Antennenoberflache 81B erstreckt,
umfasst die Antennenoberfliche 81B einen bogen-
formigen Teil, der die gegeniberliegenden End-
punkte in der dritten Richtung verbindet und einen
zentralen Winkel von weniger als 180° aufweist.
Auch in einer Querschnittsansicht der separaten
Antennenbasis 70B, die entlang einer Ebene
geschnitten ist, die sich in der dritten Richtung und
der z-Richtung durch den Mittelpunkt der Antennen-
oberflache 81B erstreckt, umfasst die Antennenober-
flache 81B einen bogenférmigen Teil, der die gegen-
Uberliegenden Endpunkte in der vierten Richtung
verbindet und einen zentralen Winkel von weniger
als 180° aufweist.
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[0402] In einer Betrachtung von oben umfasst die
separate Antennenbasis 70B eine Umfangswand
78B, die sich um die Offnung der Antennenvertiefung
80B herum erstreckt, mit Ausnahme der abgeschnit-
tenen Teile der Offnung. Die Umfangswand 78B bil-
det die Basishauptflache 71 der separaten Anten-
nenbasis 70B.

[0403] Die Antennenoberflache 81C der Antennen-
vertiefung 80C in der separaten Antennenbasis 70C,
die Antennenoberflache 81D der Antennenvertiefung
80D in der separaten Antennenbasis 70D, die Anten-
nenoberflache 81F der Antennenvertiefung 80F in
der separaten Antennenbasis 70F, die Antennen-
oberflache 81G der Antennenvertiefung 80G in der
separaten Antennenbasis 70G und die Antennen-
oberflache 81H der Antennenvertiefung 80H in der
separaten Antennenbasis 70H sind in ihrer Form
identisch mit der Antennenoberflache 81B der Anten-
nenvertiefung 80B. Der Reflexionsfiim 82C, der
Reflexionsfilm 82D, der Reflexionsfiim 82F, der
Reflexionsfilm 82G und der Reflexionsfiim 82H
haben die gleiche Form wie der Reflexionsfilm 82B.

[0404] Wiein Fig. 37 gezeigt, sto3t der Basisseitenf-
lachenabschnitt 74b der separaten Antennenbasis
70A an den Basisseitenflachenabschnitt 73a der
separaten Antennenbasis 70E. Genauer gesagt
sind die separate Antennenbasis 70A und die sepa-
rate Antennenbasis 70E in der dritten Richtung ange-
ordnet. In gleicher Weise sto3t der Basisseitenfla-
chenabschnitt 74b der separaten Antennenbasis
70B an den Basisseitenflachenabschnitt 74b der
separaten Antennenbasis 70F. Der Basisseitenfla-
chenabschnitt 74b der separaten Antennenbasis
70C stoRt an den Basisseitenflachenteil 74b der
separaten Antennenbasis 70G. Der Basisseitenfla-
chenteil 74b der separaten Antennenbasis 70D
stoRt an den Basisseitenflachenteil 74b der separa-
ten Antennenbasis 70H. Genauer gesagt sind die
separate Antennenbasis 70B und die separate
Antennenbasis 70F in der dritten Richtung angeord-
net, die separate Antennenbasis 70C und die sepa-
rate Antennenbasis 70G sind in der dritten Richtung
angeordnet, und die separate Antennenbasis 70D
und die separate Antennenbasis 70H sind in der drit-
ten Richtung angeordnet.

[0405] Der Basisseitenflachenabschnitt 74a der
separaten Antennenbasis 70B stof3t an den Basis-
seitenflachenabschnitt 73b der separaten Antennen-
basis 70E. Genauer gesagt sind die separate Anten-
nenbasis 70B und die separate Antennenbasis 70E
in der vierten Richtung angeordnet. In gleicher Weise
stoRt der Basisseitenflachenabschnitt 74a der sepa-
raten Antennenbasis 70 an den Basisseitenflachen-
abschnitt 74a der separaten Antennenbasis 70F. Der
Basisseitenflachenabschnitt74a  der  separaten
Antennenbasis 70D stoRt an den Basisseitenfla-
chenabschnitt 74a der separaten Antennenbasis

70G. Genauer gesagt sind die separate Antennenba-
sis 70C und die separate Antennenbasis 70F in der
vierten Richtung angeordnet. Die separate Anten-
nenbasis 70D und die separate Antennenbasis 70G
sind in der vierten Richtung angeordnet.

[0406] Der Gasraum 92 wird nun beschrieben.

[0407] Wie in den Fig. 41 bis 43 gezeigt, wird der
Gasraum 92 durch die dielektrische Hauptflache 51
und die Antennenoberfliche 81 in der gleichen
Weise wie bei der ersten Ausfiihrungsform definiert.
Insbesondere wird die Offnung der Antennenvertie-
fungen 80 von der dielektrischen Hauptflaiche 51
abgedeckt. Insbesondere sind die Offnungen der
Antennenvertiefungen 80A bis 80H durch die dielekt-
rische Hauptflache 51 abgedeckt. In der vorliegen-
den Ausfiihrungsform ist der Gasraum 92 Uber die
Antennenvertiefungen 80D und 80H in den separa-
ten Antennenbasen 70D und 70H mit der AuRenseite
der Vorrichtung verbunden. Das heif3t, in der vorlie-
genden Ausflihrungsform ist der Gasraum 92 nicht
hermetisch verschlossen. Alternativ kann der Gas-
raum 92 hermetisch abgedichtet werden, indem die
Struktur der separaten Antennenbasis 70H in die
Struktur der separaten Antennenbasis 70A und die
Struktur der separaten Antennenbasis 70D in die
Struktur der separaten Antennenbasis 70E geandert
wird.

[0408] Der Gasraum 92 wird durch die dielektrische
Hauptflache 51 und die Antennenoberflaichen 81
definiert, die die Wandflachen der Antennenvertie-
fungen 80 sind. Genauer gesagt, wird der Gasraum
92 durch die dielektrische Hauptflache 51 und die
Antennenoberflaichen 81A bis 81H definiert. Die
Reflexionsfilme 82A bis 82H sind im Gasraum 92
angeordnet. Der Gasraum 92 umfasst mehrere Gas-
raume 92, die durch die dielektrische Hauptflache 51
und jede der Antennenvertiefungen 80A bis 80H defi-
niert sind. In der vorliegenden Ausfiihrungsform sind
die Gasrdume, die benachbarten der einzelnen
Antennenvertiefungen 70A bis 70H entsprechen,
miteinander verbunden. In einem Beispiel, wie in
den Fig. 41 und 42 gezeigt, sind der Gasraum 92E,
der durch die dielektrische Hauptflache 51 und die
Antennenoberflaiche 81E definiert ist, der Gasraum
92F, der durch die dielektrische Hauptflache 51 und
die Antennenoberflache 81F definiert ist, und der
Gasraum 92G, der durch die dielektrische Hauptfla-
che 51 und die Antennenoberflache 81G definiert ist,
in der ersten Richtung (in der vorliegenden Ausfiih-
rungsform der y-Richtung), welche die Anordnungs-
richtung des Reflexionsfiims 82F und des Refle-
xionsfilms 82G ist, miteinander verbunden. Wie in
Fig. 42 dargestellt, ist der Gasraum 92E mit dem
Gasraum 92B verbunden, der durch die dielektrische
Hauptflache 51 und die Antennenoberfliche 81B
definiert ist. Genauer gesagt sind der Gasraum 92B
und der Gasraum 92E in der vierten Richtung mitei-
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nander verbunden, welche die Anordnungsrichtung
des Reflexionsfiims 82B und des Reflexionsfilms
82E ist. Wie in Fig. 43 dargestellt, ist der Gasraum
92G mit dem Gasraum 92C verbunden, der durch die
dielektrische Hauptflache 51 und die Antennenober-
flache 81C definiert ist. Genauer gesagt sind der
Gasraum 92C und der Gasraum 92G in der dritten
Richtung miteinander verbunden, welche die Anord-
nungsrichtung des Reflexionsfims 82C und des
Reflexionsfilms 82G ist. Da der Gasraum 92 Gas
umfasst, sind die Beziehungen im Brechungsindex
zwischen dem Dielektrikum 50, dem Gasraum 92
und dem Terahertz-Element 20 sowie der Ausbrei-
tungsweg der elektromagnetischen Wellen die glei-
chen wie bei der ersten Ausfihrungsform. Wie oben
beschrieben, sind in den Gasrdumen 92, die zu den
separaten Antennenbasen 70A bis 70H gehoren, die
Gasraume 92, die zu den in der ersten Richtung (in
der vorliegenden Ausfuhrungsform der y-Richtung)
angeordneten separaten Antennenbasen gehéren,
in der ersten Richtung verbunden, die Gasrdume
92, die zu den in der dritten Richtung angeordneten
separaten Antennenbasen gehéren, in der dritten
Richtung verbunden, und die Gasrdume 92, die zu
den in der vierten Richtung angeordneten separaten
Antennenbasen gehdren, in der vierten Richtung ver-
bunden.

[0409] Wiein Fig. 44 gezeigt, umfasst die Terahertz-
Vorrichtung 10 in gleicher Weise wie die erste Aus-
fuhrungsform eine erste Elektrode 101, eine zweite
Elektrode 102, einen ersten leitenden Abschnitt 110
und einen zweiten leitenden Abschnitt 120. In der
vorliegenden Ausfihrungsform sind die beiden Elekt-
roden 101 und 102 fiir jedes der Terahertz-Elemente
20A bis 20H angeordnet. Die beiden Elektroden 101
und 102 und die beiden leitenden Abschnitte 110 und
120 sind die gleichen wie bei der ersten Ausfiih-
rungsform. Wie bei der ersten Ausflhrungsform
sind die beiden leitenden Abschnitte 110 und 120
durch das Dielektrikum 50 eingekapselt. Der Kirze
halber werden die erste Elektrode 101 und die zweite
Elektrode 102, die zu den Terahertz-Elementen 20A
bis 20H gehoren, als erste Elektroden 101A bis 101H
bzw. zweite Elektroden 102A bis 102H bezeichnet.
Der erste leitende Abschnitt 110 und der zweite lei-
tende Abschnitt 120, die zu den Terahertz-Elemen-
ten 20A bis 20H gehdéren, werden als erste leitende
Abschnitte 110A bis 110H bzw. als zweite leitende
Abschnitte 120A bis 120H bezeichnet.

[0410] Der erste leitende Abschnitt 110A und der
zweite leitende Abschnitt 120A, die mit dem Tera-
hertz-Element 20A verbunden sind, der erste lei-
tende Abschnitt 110B und der zweite leitende
Abschnitt 120B, die mit dem Terahertz-Element 20B
verbunden sind, der erste leitende Abschnitt 110C
und der zweite leitende Abschnitt 120C, die mit dem
Terahertz-Element 20C verbunden sind, der erste lei-
tende Abschnitt 110D und der zweite leitende

Abschnitt 120D, die mit dem Terahertz-Element 20D
verbunden sind, erstrecken sich in Richtung des ers-
ten Vorsprungs 61 in der x-Richtung. Somit sind die
erste Elektrode 101A und die zweite Elektrode 102A,
die mit dem ersten leitenden Abschnitt 110A und dem
zweiten leitenden Abschnitt 120A verbunden sind,
die erste Elektrode 101B und die zweite Elektrode
102B, die mit dem ersten leitenden Abschnitt 110B
und dem zweiten leitenden Abschnitt 120B verbun-
den sind, die erste Elektrode 101C und die zweite
Elektrode 102C, die mit dem ersten leitenden
Abschnitt 110C und dem zweiten leitenden Abschnitt
120C verbunden sind, und die erste Elektrode 101D
und die zweite Elektrode 102D, die mit dem ersten
leitenden Abschnitt 110D und dem zweiten leitenden
Abschnitt 120D verbunden sind, an dem ersten Vor-
sprung 61 angeordnet. Genauer gesagt sind die lei-
tenden Abschnitte 110A bis 110D und 120A bis 120D
mit den Terahertz-Elementen 20A bis 20D verbun-
den, die in Ubereinstimmung mit den separaten
Antennenbasen 70A bis 70D angeordnet sind, wel-
che die Antennenbasen 70 sind, die in Richtung des
ersten Vorsprungs 61 angeordnet sind. Die leitenden
Abschnitte 110A bis 110D und 120A bis 120D erstre-
cken sich in Richtung des ersten Vorsprungs 61, der
sich ndher an den separaten Antennenbasen 70A bis
70D befindet als der zweite Vorsprung 62. Die Elekt-
roden 101A bis 101D und 102A bis 102D sind auf
dem ersten Vorsprung 61 angeordnet, der sich
naher an den separaten Antennenbasen 70A bis
70D befindet als der zweite Vorsprung 62.

[0411] Die Elektroden 101A bis 101D und 102A bis
102D sind in der x-Richtung zueinander ausgerichtet
und in der y-Richtung voneinander getrennt. Die lei-
tenden Abschnitte 110A bis 110D und 120A bis 120D
sind in der x-Richtung zueinander ausgerichtet und in
der y-Richtung voneinander getrennt.

[0412] Der erste leitende Abschnitt 110E und der
zweite leitende Abschnitt 120E, die mit dem Tera-
hertz-Element 20E verbunden sind, der erste lei-
tende Abschnitt 110F und der zweite leitende
Abschnitt 120F, die mit dem Terahertz-Element 20F
verbunden sind, der erste leitende Abschnitt 110G
und der zweite leitende Abschnitt 120G, die mit
dem Terahertz-Element 20G verbunden sind, und
der erste leitende Abschnitt 110H und der zweite lei-
tende Abschnitt 120H, die mit dem Terahertz-Ele-
ment 20H verbunden sind, erstrecken sich in Rich-
tung des zweiten Vorsprungs 62 in der x-Richtung.
Dementsprechend sind die erste Elektrode 101E
und die zweite Elektrode 102E, die mit dem ersten
leitenden Abschnitt 110E und dem zweiten leitenden
Abschnitt 120E verbunden sind, die erste Elektrode
101F und die zweite Elektrode 102F, die mit dem ers-
ten leitenden Abschnitt 110F und dem zweiten leiten-
den Abschnitt 120F verbunden sind, die erste Elekt-
rode 101G und die zweite Elektrode 102G, die mit
dem ersten leitenden Abschnitt 110G und dem zwei-
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ten leitenden Abschnitt 120G verbunden sind, und
die erste Elektrode 101H und die zweite Elektrode
102H, die mit dem ersten leitenden Abschnitt 110H
und dem zweiten leitenden Abschnitt 120H verbun-
den sind, an dem zweiten Vorsprung 62 angeordnet.
Genauer gesagt sind die leitenden Abschnitte 110E
bis 110H und 120E bis 120H mit den Terahertz-Ele-
menten 20E bis 20H verbunden, die in Ubereinstim-
mung mit den separaten Antennenbasen 70E bis
70H angeordnet sind, welche die Antennenbasen
70 sind, die in Richtung des zweiten Vorsprungs 62
angeordnet sind. Die leitenden Abschnitte 110E bis
110H und 120E bis 120H erstrecken sich in Richtung
des zweiten Vorsprungs 62, der sich naher an den
separaten Antennenbasen 70E bis 70H befindet als
der erste Vorsprung 61. Die Elektroden 101E bis
101H und 102E bis 102H sind auf dem zweiten Vor-
sprung 62 angeordnet, der sich ndher an den sepa-
raten Antennenbasen 70E bis 70H befindet als der
erste Vorsprung 61.

[0413] Die Elektroden 101E bis 101H und 102E bis
102H sind in x-Richtung zueinander ausgerichtet und
in y-Richtung voneinander getrennt. Die leitenden
Abschnitte 110E bis 110H und 120E bis 120H sind
in der x-Richtung zueinander ausgerichtet und in
der y-Richtung voneinander getrennt.

[0414] In der vorliegenden Ausflihrungsform sind
die Reflexionsfilme 82A bis 82H elektrisch isoliert.
Genauer gesagt, ist der Reflexionsfilm 82A von den
Elektroden 101A und 102A und den leitenden
Abschnitten 110A und 120A elektrisch isoliert. Der
Reflexionsfilm 82B ist von den Elektroden 101B und
102B und den leitenden Abschnitten 110B und 120B
elektrisch isoliert. Der Reflexionsfilm 82C ist von den
Elektroden 101C und 102C und den leitenden
Abschnitten 110C und 120C elektrisch isoliert. Der
Reflexionsfiim 82D ist von den Elektroden 101D
und 102D und den leitenden Abschnitten 110D und
120D elektrisch isoliert. Der Reflexionsfilm 82E ist
von den Elektroden 101E und 102E und den leiten-
den Abschnitten 110E und 120E elektrisch isoliert.
Der Reflexionsfilm 82F ist von den Elektroden 101
F und 102F und den leitenden Abschnitten 110F
und 120F elektrisch isoliert. Der Reflexionsfiim 82G
ist von den Elektroden 101G und 102G und den lei-
tenden Abschnitten 110G und 120G elektrisch iso-
liert. Der Reflexionsfilm 82H ist von den Elektroden
101H und 102H und den leitenden Abschnitten 110H
und 120H elektrisch isoliert.

Funktionsweise
[0415] Die Funktionsweise der Terahertz- Vorrich-

tung 10 der vorliegenden Ausfihrungsform wird nun
unter Bezugnahme auf Fig. 45 beschrieben.

[0416] Fig. 45 ist eine vergroRerte Ansicht der sepa-
raten Antennenbasen 70B, 70C, und 70E bis 70G
und deren Umgebung.

[0417] Wie in Fig. 45 gezeigt, ist ein Zwischenele-
mentabstand Lef der Abstand zwischen dem Emp-
fangspunkt P1 des Terahertz-Elements 20E und
dem Empfangspunkt P1 des Terahertz-Elements
20F in der ersten Richtung, welche die Anordnungs-
richtung des Reflexionsfilms 82E und des Refle-
xionsfilms 82F ist (in der vorliegenden Ausfiihrungs-
form die y-Richtung). Der Zwischenelementabstand
Lef ist kleiner als der Durchmesser des Reflexions-
films 82E (2xRadius RE des Reflexionsfilms 82E).
Der Zwischenelementabstand Lef ist auch kleiner
als der Durchmesser des Reflexionsfiims 82F
(2xRadius RF des Reflexionsfiims 82F).

[0418] Ein Zwischenelementabstand Lbe ist der
Abstand zwischen dem Empfangspunkt P1 des Tera-
hertz-Elements 20E und dem Empfangspunkt P1
des Terahertz-Elements 20B in der vierten Richtung,
die die Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms 82E
und des Reflexionsfilms 82B ist. Zwischenelemen-
tabstand Lbe ist kleiner als der Durchmesser des
Reflexionsfilms 82E. Der Zwischenelementabstand
Lbe ist auch kleiner als der Durchmesser des Refle-
xionsfilms 82B (2xRadius RB des Reflexionsfilms
82B).

[0419] Ein Zwischenelementabstand Lbf ist der
Abstand zwischen dem Empfangspunkt P1 des Tera-
hertz-Elements 20B und dem Empfangspunkt P1
des Terahertz-Elements 20F in der dritten Richtung,
welche die Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms
82B und des Reflexionsfilms 82F ist. Der Zwischen-
elementabstand Lbf ist kleiner als der Durchmesser
des Reflexionsfilms 82B. Der Zwischenelementab-
stand Lbf ist ebenfalls geringer als der Durchmesser
des Reflexionsfilms 82F.

[0420] Ein Zwischenelementabstand Lbc ist der
Abstand zwischen dem Empfangspunkt P1 des Tera-
hertz-Elements 20B und dem Empfangspunkt P1
des Terahertz-Elements 20C in der ersten Richtung,
welche die Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms
82B und des Reflexionsfilms 82C ist. Der Zwischen-
elementabstand Lbc ist kleiner als der Durchmesser
des Reflexionsfilms 82B. Der Zwischenelementab-
stand Lbc ist auch kleiner als der Durchmesser des
Reflexionsfilms 82C (2xRadius RC des Reflexions-
films 82C).

[0421] Ein Zwischenelementabstand Lcf ist der
Abstand zwischen dem Empfangspunkt P1 des Tera-
hertz-Elements 20C und dem Empfangspunkt P1
des Terahertz-Elements 20F in der vierten Richtung,
welche die Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms
82C und des Reflexionsfilms 82F ist. Der Zwischen-
elementabstand Lcf ist kleiner als der Durchmesser
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des Reflexionsfiims 82C. Der Zwischenelementab-
stand Lcf ist ebenfalls geringer als der Durchmesser
des Reflexionsfilms 82F.

[0422] Ein Zwischenelementabstand Lfg ist der
Abstand zwischen dem Empfangspunkt P1 des Tera-
hertz-Elements 20F und dem Empfangspunkt P1 des
Terahertz-Elements 20G in der ersten Richtung, wel-
che die Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms 82F
und des Reflexionsfilms 82G ist. Der Zwischenele-
mentabstand Lfg ist kleiner als der Durchmesser
des Reflexionsfilms 82F. Der Zwischenelementab-
stand Lfg ist auch kleiner als der Durchmesser des
Reflexionsfilms 82G (2xRadius RG des Reflexions-
films 82G).

[0423] Ein Elementabstand Lcg bezieht sich auf den
Abstand zwischen dem Empfangspunkt P1 des Tera-
hertz-Elements 20C und dem Empfangspunkt P1
des Terahertz-Elements 20G in der dritten Richtung,
welche die Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms
82C und des Reflexionsfilms 82G ist. Der Zwischen-
elementabstand Lcg ist kleiner als der Durchmesser
des Reflexionsfilms 82C. Der Zwischenelementab-
stand Lcg ist ebenfalls geringer als der Durchmesser
des Reflexionsfilms 82G.

[0424] Obwohl in der Zeichnung nicht dargestellt,
sind die Zwischenelementabstande zwischen den
Terahertz-Elementen 20A, 20B und 20C, die Zwi-
schenelementabstande zwischen den Terahertz-Ele-
menten 20C, 20D und 20G und die Zwischenelemen-
tabstande zwischen den Terahertz-Elementen 20D,
20G und 20H die gleichen wie die oben beschriebe-
nen Zwischenelementabstande zwischen den Tera-
hertz-Elementen 20B, 20C und 20E bis 20G.

[0425] Wie oben beschrieben, ist in der Anord-
nungsrichtung der Reflexionsfilme 82 der Zwischen-
elementabstand, d.h. der Abstand, der die Emp-
fangspunkte P1 der nebeneinander liegenden
Terahertz-Elemente 20 miteinander verbindet, gerin-
ger als der Durchmesser des Reflexionsfilms 82.
Dadurch wird der Abstand zwischen benachbarten
Terahertz-Elementen 20 in der Anordnungsrichtung
verringert.

Vorteile

[0426] Die Terahertz-Vorrichtung 10 der vorliegen-
den Ausfiihrungsform hat zusatzlich zu den Vorteilen
der ersten Ausfuhrungsform die folgenden Vorteile.

[0427] (2-1) In einer Betrachtung in der z-Richtung
sind die Reihe der in der y-Richtung aufgereihten
Terahertz-Elemente 20A bis 20D und die Reihe der
in der y-Richtung aufgereihten Terahertz-Elemente
20E bis 20H in der x-Richtung getrennt. Diese Struk-
tur erweitert den Detektionsbereich (,detection

range”“) der Terahertz-Vorrichtung 10 in der x-Rich-
tung.

[0428] (2-2) In einer Betrachtung in der z-Richtung
sind die Reihe der Terahertz-Elemente 20A bis 20D
und die Reihe der Terahertz-Elemente 20E bis 20H
an getrennten Positionen in der y-Richtung angeord-
net. Genauer gesagt sind das Terahertz-Element
20A, das Terahertz-Element 20E, das Terahertz-Ele-
ment 20B, das Terahertz-Element 20F, das Tera-
hertz-Element 20C, das Terahertz-Element 20G,
das Terahertz-Element 20D und das Terahertz-Ele-
ment 20H in dieser Reihenfolge in der y-Richtung
von der dritten Basisseitenflache 75T der Antennen-
basis 70 zu der vierten Basisseitenflache 76T hin
angeordnet.

[0429] Diese Struktur verringert den Abstand zwi-
schen dem Terahertz-Element 20E und dem Tera-
hertz-Element 20B, den Abstand zwischen dem
Terahertz-Element 20F und dem Terahertz-Element
20C, und den Abstand zwischen dem Terahertz-Ele-
ment 20G und dem Terahertz-Element 20D in der
vierten Richtung, welche die Anordnungsrichtung
des Reflexionsfilms 82E und des Reflexionsfilms
82B, die Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms
82F und des Reflexionsfilms 82C und die Anord-
nungsrichtung des Reflexionsfiims 82G und des
Reflexionsfilms 82D ist.

[0430] Aullerdem verringert die Struktur den
Abstand zwischen dem Terahertz-Element 20A und
dem Terahertz-Element 20E, den Abstand zwischen
dem Terahertz-Element 20B und dem Terahertz-Ele-
ment 20F, den Abstand zwischen dem Terahertz-Ele-
ment 20C und dem Terahertz-Element 20G, und den
Abstand zwischen dem Terahertz-Element 20D und
dem Terahertz-Element 20H in der dritten Richtung,
welche die Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms
82A und des Reflexionsfilms 82E, die Anordnungs-
richtung des Reflexionsfiims 82B und des Refle-
xionsfilms 82F, die Anordnungsrichtung des Refle-
xionsfilms 82C und des Reflexionsfiims 82G und die
Anordnungsrichtung des Reflexionsfiims 82D und
des Reflexionsfilms 82H ist. Dadurch wird die Aufl6-
sung der Terahertz- Vorrichtung 10 im Detektionsbe-
reich verbessert.

[0431] (2-3) In einer Betrachtung in der z-Richtung
ist der Reflexionsfilm 82B in der vierten Richtung,
welche die Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms
82E und des Reflexionsfilms 82B ist, und in der drit-
ten Richtung, welche die Anordnungsrichtung des
Reflexionsfilms 82F und des Reflexionsfiims 82B
ist, kleiner als in der zweiten Richtung (in der vorlie-
genden Ausfiihrungsform der x-Richtung). Dasselbe
gilt fir die Ubrigen Reflexionsfiime 82A, 82C, 82D
und 82F bis 82G.
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[0432] Durch diese Struktur wird der Abstand zwi-
schen benachbarten Terahertz-Elementen 20 in der
dritten und vierten Richtung verringert. Dadurch wird
die Auflésung der Terahertz-Vorrichtung 10 im
Detektionsbereich verbessert.

[0433] (2-4) In einer Betrachtung von oben ist der
zentrale Winkel des umlaufenden Teils des Refle-
xionsfilms 82B, der gegeniberliegende Endpunkte
in der vierten Richtung verbindet, welche die Anord-
nungsrichtung des Reflexionsfiims 82E und des
Reflexionsfilms 82B ist, kleiner als 180°, und der
zentrale Winkel des umlaufenden Teils des Refle-
xionsfilms 82B, der gegeniberliegende Endpunkte
in der dritten Richtung verbindet, die die Anord-
nungsrichtung des Reflexionsfilms 82F und des
Reflexionsfilms 82B ist, ist kleiner als 180°.

[0434] Diese Struktur ermdglicht es dem Reflexions-
film 82B, ein solches Verhaltnis zu haben, dass jede
der Langen LR6 und LR7 des Reflexionsfiims 82B
kleiner ist als der Radius RB des Reflexionsfilms
82B, wahrend eine kugelférmige Form mit einer fes-
ten Krimmung beibehalten wird.

[0435] In der gleichen Weise wie der Reflexionsfilm
82B umfasst jeder der Reflexionsfilme 82A und 82C
bis 82H einen Teil, der gegeniiberliegende End-
punkte in der dritten Richtung verbindet, und einen
Teil, der gegenuberliegende Endpunkte in der vierten
Richtung verbindet, so dass jeder der Teile bogenfor-
mig ist und einen zentralen Winkel von weniger als
180° hat. Diese Struktur ermoglicht es, dass jeder
der Reflexionsfilme 82A und 82C bis 82H eine solche
Beziehung hat, dass die Lange der Reflexionsfilme
82A und 82C bis 82H in jeweils der dritten Richtung
und der vierten Richtung kleiner ist als der Radius der
Reflexionsfilme 82A und 82C bis 82H, wahrend die
Reflexionsfilme 82A und 82C bis 82H eine Kugelform
mit einer festen Krimmung beibehalten.

[0436] (2-5) In einer Betrachtung von oben verlau-
fen die Grenzflache bzw. die Schnittstelle zwischen
dem Reflexionsfilm 82A und dem Reflexionsfilm 82E,
die Grenzflache zwischen dem Reflexionsfilm 82B
und dem Reflexionsfilm 82E, die Grenzflache zwi-
schen dem Reflexionsfilm 82B und dem Reflexions-
film 82F, die Grenzflache zwischen dem Reflexions-
flm 82C und dem Reflexionsfim 82F, die
Grenzflache zwischen dem Reflexionsfilm 82C und
dem Reflexionsfilm 82G, die Grenzflache zwischen
dem Reflexionsfilm 82D und dem Reflexionsfilm
82G und die Grenzflache zwischen dem Reflexions-
film 82D und dem Reflexionsfilm 82H geradlinig.

[0437] Diese Struktur ermoglicht es, dass jeder der
Reflexionsfilme 82A bis 82H in einem solchen Ver-
haltnis steht, dass die Lange der Reflexionsfilme
82A bis 82H in jeweils der dritten und vierten Rich-
tung kleiner ist als der Radius der Reflexionsfilme

82A bis 82H, wahrend die Reflexionsfilme 82A bis
82H eine kugelférmige Form mit einer festen Krim-
mung behalten.

[0438] (2-6) Der Gasraum 92B, der durch die Anten-
nenoberflache 81B und das Dielektrikum 50 definiert
ist, ist mit dem Gasraum 92E, der durch die Anten-
nenoberflache 81E und das Dielektrikum 50 definiert
ist, an der Grenzflache zwischen dem Reflexionsfilm
82B (der Antennenoberflache 81B) und dem Refle-
xionsfilm 82E (der Antennenoberflaiche 81E) in der
dritten Richtung verbunden bzw. durchgangig (,con-
tinuous®). Der durch die Antennenoberflache 81C
und das Dielektrikum 50 definierte Gasraum 92C ist
mit dem durch die Antennenoberflache 81F und das
Dielektrikum 50 definierten Gasraum 92F an der
Grenzflache zwischen dem Reflexionsfilm 82C (der
Antennenoberflaiche 81C) und dem Reflexionsfilm
82F (der Antennenoberflache 81F) in der dritten
Richtung durchgangig. Der durch die Antennenober-
flache 81D und das Dielektrikum 50 definierte Gas-
raum ist mit dem durch die Antennenoberflache 8 1 G
und das Dielektrikum 50 definierten Gasraum an der
Schnittstelle zwischen dem Reflexionsfilm 82D (der
Antennenoberflaiche 81D) und dem Reflexionsfilm
82G (der Antennenoberflache 81G) in der dritten
Richtung durchgangig. Diese Struktur hat den oben
beschriebenen Vorteil (2-3).

[0439] (2-7) In einer Querschnittsansicht der Anten-
nenbasis 70, die entlang einer Ebene geschnitten ist,
die sich in der z-Richtung und der dritten Richtung,
welche die Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms
82B und des Reflexionsfilms 82E ist, durch den Mit-
telpunkt P2 des Reflexionsfilms 82B und den Mittel-
punkt P2 des Reflexionsfilms 82E erstreckt, sind der
Teil des Reflexionsfilms 82B, der gegeniiberliegende
Endpunkte in der dritten Richtung verbindet, und der
Teil des Reflexionsfilms 82E, der gegentiberliegende
Endpunkte in der dritten Richtung verbindet, bogen-
férmig und haben einen zentralen Winkel von weni-
ger als 180°.

[0440] Diese Struktur ermdglicht es, dass der Refle-
xionsfilm 82B und der Reflexionsfilm 82E ein Verhalt-
nis haben, bei dem die Lange des Reflexionsfiims
82B in der dritten Richtung und die Lange des Refle-
xionsfilms 82E in der dritten Richtung kleiner sind als
der Radius des Reflexionsfilms 82B bzw. der Radius
des Reflexionsfilms 82E, wahrend der Reflexionsfilm
82B und der Reflexionsfilm 82E eine kugelférmige
Form mit einer festen Krimmung beibehalten.

[0441] Das Verhaltnis zwischen dem Reflexionsfilm
82C und dem Reflexionsfilm 82F und das Verhaltnis
zwischen dem Reflexionsfiim 82D und dem Refle-
xionsfilm 82G ist das gleiche wie das Verhaltnis zwi-
schen dem Reflexionsfilm 82B und dem Reflexions-
film 82E. Daher haben der Reflexionsfilm 82C und
der Reflexionsfilm 82F sowie der Reflexionsfilm
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82D und der Reflexionsfilm 82G ebenfalls den oben
beschriebenen Vorteil.

[0442] (2-10) Der durch die Antennenoberflache
81A und das Dielektrikum 50 definierte Gasraum ist
mit dem durch die Antennenoberflache 81E und das
Dielektrikum 50 definierten Gasraum 92E in der
Grenzflache zwischen dem Reflexionsfilm 82A (der
Antennenoberflaiche 81A) und dem Reflexionsfilm
82E (der Antennenoberflache 81E) in der vierten
Richtung durchgangig bzw. durchgehend. Der Gas-
raum 92B, der durch die Antennenoberflache 81B
und das Dielektrikum 50 definiert ist, ist mit dem Gas-
raum 92F, der durch die Antennenoberflache 81 F
und das Dielektrikum 50 definiert ist, an der Grenz-
flache zwischen dem Reflexionsfilm 82B (der Anten-
nenoberflache 81B) und dem Reflexionsfilm 82F (der
Antennenoberflache 81F) in der vierten Richtung
durchgangig. Der durch die Antennenoberflache
81C und das Dielektrikum 50 definierte Gasraum
92C ist mit dem durch die Antennenoberflache 81G
und das Dielektrikum 50 definierten Gasraum an der
Schnittstelle zwischen dem Reflexionsfilm 82C (der
Antennenoberflache 81C) und dem Reflexionsfilm
82G (der Antennenoberflache 81G) in der vierten
Richtung durchgangig. Der durch die Antennenober-
flache 81D und das Dielektrikum 50 definierte Gas-
raum ist mit dem durch die Antennenoberflache 81H
und das Dielektrikum 50 definierten Gasraum in der
Grenzflache zwischen dem Reflexionsfilm 82D (der
Antennenoberflache 81D) und dem Reflexionsfilm
82H (der Antennenoberflache 81H) in der vierten
Richtung durchgangig. Diese Struktur hat den oben
beschriebenen Vorteil (2-3).

[0443] (2-11) In einer Querschnittsansicht der
Antennenbasis 70, die entlang einer Ebene geschnit-
ten ist, die sich in der z-Richtung und der dritten Rich-
tung, welche die Anordnungsrichtung des Refle-
xionsfilms 82B und des Reflexionsfiims 82F ist,
durch den Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 82B
und den Mittelpunkt P2 des Reflexionsfiims 82F
erstreckt, sind der Teil des Reflexionsfiims 82B, der
die gegenulberliegenden Endpunkte in der dritten
Richtung verbindet, und der Teil des Reflexionsfilms
82F, der die gegeniberliegenden Endpunkte in der
dritten Richtung verbindet, bogenférmig und haben
einen zentralen Winkel, der kleiner als 180° ist.

[0444] Diese Struktur ermdglicht es, dass der Refle-
xionsfilm 82B und der Reflexionsfilm 82F ein solches
Verhaltnis aufweisen, dass die Lange des Refle-
xionsfilms 82B in der dritten Richtung und die
Lange des Reflexionsfilms 82F in der dritten Rich-
tung kleiner sind als der Radius des Reflexionsfilms
82B bzw. der Radius des Reflexionsfilms 82F, wah-
rend der Reflexionsfilm 82B und der Reflexionsfilm
82F eine kugelférmige Form mit einer festen Kriim-
mung beibehalten.

[0445] Die Beziehung zwischen dem Reflexionsfilm
82A und dem Reflexionsfilm 82E, die Beziehung zwi-
schen dem Reflexionsfilm 82C und dem Reflexions-
film 82G, die Beziehung zwischen dem Reflexions-
film 82D und dem Reflexionsfiim 82H sind die
gleichen wie die Beziehung zwischen dem Refle-
xionsfilm 82B und dem Reflexionsfilm 82F. Daher
haben der Reflexionsfilm 82A und der Reflexionsfilm
82E, der Reflexionsfilm 82C und der Reflexionsfilm
82G, sowie der Reflexionsfiim 82D und der Refle-
xionsfilm 82H den oben beschriebenen Vorteil.

Dritte Ausflihrungsform

[0446] Eine dritte Ausflihrungsform einer Terahertz-
Vorrichtung 10 wird unter Bezugnahme auf die
Fig. 46 bis 56 beschrieben. Die vorliegende Ausfih-
rungsform der Terahertz-Vorrichtung 10 unterschei-
det sich von der ersten Ausflihrungsform der Tera-
hertz-Vorrichtung 10 im Wesentlichen durch den
Aufbau der Antennenbasis 70. In der nachfolgenden
Beschreibung werden diejenigen Bauteile, die die
gleichen wie die entsprechenden Bauteilen der Tera-
hertz-Vorrichtung 10 der ersten Ausfihrungsform
sind, mit den gleichen Bezugszeichen versehen. Sol-
che Bauteile missen nicht im Einzelnen beschrieben
werden. Obwohl sich die Struktur der Antennenbasis
70 von der Struktur der Antennenbasis 70 der ersten
Ausflhrungsform unterscheidet, werden einzelne
Antennenbasen der vorliegenden Ausfiihrungsform
mit 70A, 70B, 70C usw. bezeichnet und voneinander
unterschieden.

[0447] Wie in den Fig. 46 und 52 gezeigt, umfasst
die Terahertz-Vorrichtung 10 mehrere Terahertz-Ele-
mente 20, ein Dielektrikum 50, das ein Beispiel fir
ein Halteelement ist, eine Antennenbasis 70, einen
Reflexionsfilm 82 und einen Gasraum 92.

[0448] Wie in Fig. 46 gezeigt, umfassen die Tera-
hertz-Elemente 20 ein Terahertz-Element 20A, ein
Terahertz-Element 20B, ein Terahertz-Element 20C,
ein Terahertz-Element 20D, ein Terahertz-Element
20E, ein Terahertz-Element 20F, ein Terahertz-Ele-
ment 20G, ein Terahertz-Element 20H und ein Tera-
hertz-Element 201. Die Terahertz-Elemente 20A bis
201 sind untereinander baugleich und haben die glei-
che Struktur wie das Terahertz-Element 20 der ers-
ten Ausfiihrungsform.

[0449] Das Dielektrikum 50 umgibt die Terahertz-
Elemente 20. In einem Beispiel, wie in Fig. 52 und
53 gezeigt, umgibt das Dielektrikum 50 das Tera-
hertz-Element 20E vollstdndig und bedeckt die Ele-
menthauptflache 21, die Elementriickflache 22 und
die Elementseitenflachen 23 bis 26 des Terahertz-
Elements 20E. In gleicher Weise umgibt das Dielekt-
rikum 50 die Terahertz-Elemente 20A bis 20D und
20F bis 20l vollstdndig und bedeckt die Elemen-
thauptflache 21, die Elementrickflache 22 und die
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Elementseitenflachen 23 bis 26 der Terahertz-Ele-
mente 20A bis 20D und 20F bis 201.

[0450] Die Elementhauptflache 21, die Element-
rickflache 22 und die Elementseitenflachen 23 bis
26 der Terahertz-Elemente 20A bis 20l stehen in
Kontakt mit dem Dielektrikum 50. Genauer gesagt
umgibt die vorliegende Ausfihrungsform des
Dielektrikums 50 in der gleichen Weise wie die
erste Ausfuhrungsform die Terahertz-Elemente 20A
bis 201, so dass kein Spalt zwischen dem Dielektri-
kum 50 und jedem der Terahertz-Elemente 20A bis
20l vorhanden ist. Mit anderen Worten kapselt das
Dielektrikum 50 die Terahertz-Elemente 20A bis 20I
ein.

[0451] Wie in Fig. 46 gezeigt, hat das Dielektrikum
50 in einem Beispiel die Form einer Platte, bei der
sich die Dickenrichtung in der z-Richtung erstreckt.
Konkret hat das Dielektrikum 50 die Form einer qua-
dratischen Platte, bei der die Lange in der x-Richtung
gleich der Lange in der y-Richtung ist. In der z-Rich-
tung betrachtet, ist das Dielektrikum 50 quadratisch
und etwas groRer als die Antennenbasis 70. Das
Dielektrikum 50 steht somit in der x-Richtung von
gegeniberliegenden Seiten der Antennenbasis 70
und in der y-Richtung von gegeniberliegenden Sei-
ten der Antennenbasis 70 ab.

[0452] Wie in den Fig. 52 und 53 gezeigt, umfasst
das Dielektrikum 50 eine dielektrische Hauptflache
51 und eine dielektrische Ruckflache 52, die die z-
Richtung schneiden. In einem Beispiel sind die
dielektrische Hauptflache 51 und die dielektrische
Rickflache 52 orthogonal zur z-Richtung. Die
dielektrische Hauptflache 51 ist nach unten gerichtet.
Die dielektrische Rickflache 52 ist eine der dielekt-
rischen Hauptflache 51 gegeniberliegende, nach
oben gerichtete Flache. In der vorliegenden Ausfiih-
rungsform definiert die dielektrische Ruckflache 52
die Vorrichtungshauptflache 11.

[0453] Wie in Fig. 46 gezeigt, umfasst das Dielekt-
rikum 50 eine erste dielektrische Seitenflache 53 und
eine zweite dielektrische Seitenflache 54, die in der
x-Richtung gegentiberliegende Endflachen sind, und
eine dritte dielektrische Seitenflache 55 und eine
vierte dielektrische Seitenflache 56, die in der y-Rich-
tung gegenulberliegende Endflachen sind. Die
dielektrischen Seitenflachen 53 bis 56 definieren teil-
weise die Vorrichtungsseitenflachen 13 bis 16. In der
vorliegenden Ausfiihrungsform sind die erste dielekt-
rische Seitenflache 53 und die zweite dielektrische
Seitenflache 54 orthogonal zu der dritten dielektri-
schen Seitenflache 55 und der vierten dielektrischen
Seitenflache 56.

[0454] In gleicher Weise wie bei der ersten Ausflih-
rungsform ist das Terahertz-Element 20 in dem
Dielektrikum 50 so angeordnet, dass die Elemen-

thauptflache 21 der dielektrischen Hauptflache 51
gegeniberliegt. In einem Beispiel, wie in Fig. 52
und 53 gezeigt, sind die Terahertz-Elemente 20B,
20D bis 20F und 20H zwischen der dielektrischen
Hauptflache 51 und der dielektrischen Ruckflache
52 angeordnet. Obwohl nicht dargestellt, sind die
Terahertz-Elemente 20A, 20C, 20G und 20l ebenfalls
zwischen der dielektrischen Hauptflache 51 und der
dielektrischen Rilckflache 52 angeordnet. Das
Dielektrikum 50 der vorliegenden Ausfiihrungsform
hat in gleicher Weise wie die erste Ausfihrungsform
eine dielektrische Dicke D2, die eine Abmessung in
der z-Richtung ist. Die dielektrische Dicke D2 ist so
festgelegt, dass sie die Resonanzbedingung der vom
Terahertz-Element 20 empfangenen elektromagneti-
schen Wellen erfillt.

[0455] Wie in Fig. 46 gezeigt, sind die Terahertz-
Elemente 20A bis 20l in einer Betrachtung in der z-
Richtung in einem Gitter angeordnet. Genauer
gesagt sind die Terahertz-Elemente 20A bis 20C in
der x-Richtung zueinander ausgerichtet und in der
y-Richtung voneinander getrennt bzw. beabstandet.
Die Terahertz-Elemente 20D bis 20F sind in der x-
Richtung zueinander ausgerichtet und in der y-Rich-
tung voneinander beabstandet. Die Terahertz-Ele-
mente 20G bis 20l sind in der x-Richtung zueinander
ausgerichtet und in der y-Richtung voneinander
beabstandet. Die Reihe der Terahertz-Elemente
20A bis 20C, die Reihe der Terahertz-Elemente 20D
bis 20F und die Reihe der Terahertz-Elemente 20G
bis 20l sind in der y-Richtung zueinander ausgerich-
tet und in der y-Richtung bzw. x-Richtung voneinan-
der getrennt. Genauer gesagt sind das Terahertz-
Element 20A, das Terahertz-Element 20D und das
Terahertz-Element 20G in y-Richtung zueinander
ausgerichtet und in x-Richtung voneinander
getrennt. Das Terahertz-Element 20B, das Tera-
hertz-Element 20E und das Terahertz-Element 20H
sind in der y-Richtung zueinander ausgerichtet und
in der x-Richtung voneinander getrennt. Das Tera-
hertz-Element 20C, das Terahertz-Element 20F und
das Terahertz-Element 20l sind in der y-Richtung
zueinander ausgerichtet und in der x-Richtung von-
einander getrennt. In der vorliegenden Ausfiihrungs-
form haben die Terahertz-Elemente 20, die in der x-
Richtung und in der y-Richtung nebeneinander lie-
gen, den gleichen Abstand (Zwischenelementab-
stand). Es wird davon ausgegangen, dass die Tera-
hertz-Elemente 20, die in der x-Richtung und der y-
Richtung benachbart sind, den gleichen Abstand
(Zwischenelementabstand) haben, wenn z.B. der
grélte Versatzbetrag bzw. Fehlausrichtungsbetrag
(,misalignment amount) der Terahertz-Elemente
20, die in der x-Richtung und der y-Richtung benach-
bart sind, innerhalb von 5% eines Durchschnittswer-
tes der Abstande der Terahertz-Elemente 20, die in
der x-Richtung und der y-Richtung benachbart sind,
liegt. Der Abstand (Zwischenelementabstand) in der
x-Richtung bezieht sich auf den Abstand zwischen
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den Empfangspunkten P1 der in der x-Richtung
benachbarten Terahertz-Elemente 20. Der Abstand
(Zwischenelementabstand) in der y-Richtung bezieht
sich auf den Abstand zwischen den Empfangspunk-
ten P1 der Terahertz-Elemente 20, die in der y-Rich-
tung nebeneinander liegen.

[0456] Wie in den Fig. 46 bis 48 gezeigt, ist die
Antennenbasis 70 in der vorliegenden Ausfiihrungs-
form, in einer Betrachtung von oben, quadratisch.
Genauer gesagt sind die erste Basisseitenflache
73T und die zweite Basisseitenflache 74T in der x-
Richtung einander gegenuberliegend und erstrecken
sich in der y-Richtung. Die dritte Basisseitenflache
75T und die vierte Basisseitenflaiche 76T stehen
sich in der y-Richtung gegenuber und erstrecken
sich in der x-Richtung. Die Antennenbasis 70 ist
aus dem gleichen Material wie die Antennenbasis
70 der ersten Ausfihrungsform gebildet.

[0457] In der vorliegenden Ausfihrungsform
umfasst die Antennenbasis 70 eine Kombination
aus mehreren (in der vorliegenden Ausflihrungsform
neun) separaten Antennenbasen 70A, 70B, 70C,
70D, 70E, 70F, 70G, 70H und 70l. Genauer gesagt,
umfasst die Antennenbasis 70 die Reihe der separa-
ten Antennenbasen 70A, 70B und 70C, die Reihe der
separaten Antennenbasen 70D, 70E und 70F und
die Reihe der separaten Antennenbasen 70G, 70H
und 70l. Die Reihen der separaten Antennenbasen
70A bis 70C, 70D bis 70F und 70G bis 70l erstrecken
sich in der y-Richtung.

[0458] Die separaten Antennenbasen 70A bis 70C
umfassen die erste Basisseitenflache 73T. Die sepa-
raten Antennenbasen 70G bis 70l umfassen die
zweite Basisseitenflache 74T. Die separaten Anten-
nenbasen 70A, 70D und 70G umfassen die dritte
Basisseitenflache 75T. Die separaten Antennenba-
sen 70C, 70F und 70l umfassen die vierte Basissei-
tenflache 76T. Das heildt, die separaten Antennenba-
sen 70A, 70C, 70G und 70H bzw. 70I definieren die
vier Ecken der Antennenbasis 70.

[0459] In der vorliegenden Ausfiihrungsform ist die
separate Antennenbasis 70B zwischen der separa-
ten Antennenbasis 70A und der separaten Anten-
nenbasis 70C in der y-Richtung angeordnet. Die
separate Antennenbasis 70E ist in der y-Richtung
zwischen der separaten Antennenbasis 70D und
der separaten Antennenbasis 70F eingefugt. Die
separate Antennenbasis 70H ist zwischen der sepa-
raten Antennenbasis 70G und der separaten Anten-
nenbasis 70l in der der y-Richtung eingefiigt. Die
separate Antennenbasis 70D ist zwischen der sepa-
raten Antennenbasis 70A und der separaten Anten-
nenbasis 70G in der der x-Richtung eingefuigt. Die
separate Antennenbasis 70E ist zwischen der sepa-
raten Antennenbasis 70B und der separaten Anten-
nenbasis 70H in der x-Richtung eingefiigt. Die sepa-

rate Antennenbasis 70F ist in der x-Richtung
zwischen der separaten Antennenbasis 70C und
der separaten Antennenbasis 70l eingeflgt.

[0460] Wiein Fig. 46 gezeigt, ist die separate Anten-
nenbasis 70A so positioniert, dass sie dem Tera-
hertz-Element 20A in der Dickenrichtung des Tera-
hertz-Elements 20A (der z-Richtung)
gegenulberliegt. Die separate Antennenbasis 70B ist
so positioniert, dass sie dem Terahertz-Element 20B
in der Dickenrichtung des Terahertz-Elements 20B
(der z-Richtung) gegeniberliegt. Die separate
Antennenbasis 70C ist so angeordnet, dass sie
dem Terahertz-Element 20C in der Dickenrichtung
des Terahertz-Elements 20C (in z-Richtung) gegen-
Uberliegt. Die separate Antennenbasis 70D ist so
angeordnet, dass sie dem Terahertz-Element 20D
in der Dickenrichtung des Terahertz-Elements 20D
(in z-Richtung) gegenuberliegt. Die separate Anten-
nenbasis 70E ist so angeordnet, dass sie dem Tera-
hertz-Element 20E in der Dickenrichtung des Tera-
hertz-Elements 20E (in z-Richtung) gegenuberliegt.
Die separate Antennenbasis 70F ist so angeordnet,
dass sie dem Terahertz-Element 20F in der Dicken-
richtung des Terahertz-Elements 20F (in z-Richtung)
gegeniberliegt. Die separate Antennenbasis 70G ist
so angeordnet, dass sie dem Terahertz-Element 20G
in der Dickenrichtung des Terahertz-Elements 20G
(in z-Richtung) gegenuberliegt. Die separate Anten-
nenbasis 70H ist so positioniert, dass sie dem Tera-
hertz-Element 20H in der Dickenrichtung des Tera-
hertz-Elements 20H (der z-Richtung)
gegenulberliegt. Die separate Antennenbasis 70l ist
so angeordnet, dass sie dem Terahertz-Element 20l
in der Dickenrichtung des Terahertz-Elements 20l (in
z-Richtung) gegenuberliegt. In der vorliegenden Aus-
fuhrungsform sind die separaten Antennenbasen
70A bis 701 an einer niedrigeren Position als die Tera-
hertz-Elemente 20A bis 20l angeordnet.

[0461] Wie in Fig. 47 gezeigt, umfasst die Anten-
nenbasis 70 in der gleichen Weise wie die erste Aus-
fuhrungsform Antennenvertiefungen 80, die von der
Basishauptflache 71T zur Basisrlickflache 72T hin
zurlickgesetzt sind. Insbesondere, wie in den
Fig. 47 und 48 gezeigt, umfasst in der vorliegenden
Ausfiihrungsform die separate Antennenbasis 70A
die Antennenvertiefung 80A, die separate Antennen-
basis 70B die Antennenvertiefung 80B, die separate
Antennenbasis 70C die Antennenvertiefung 80C, die
separate Antennenbasis 70D die Antennenvertie-
fung 80D, die separate Antennenbasis 70E die
Antennenvertiefung 80E, die separate Antennenba-
sis 70F die Antennenvertiefung 80F, die separate
Antennenbasis 70G die Antennenvertiefung 80G,
die separate Antennenbasis 70H die Antennenvertie-
fung 80H und die separate Antennenbasis 70l
umfasst die Antennenvertiefung 80I.
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[0462] Wie in den Fig. 52 bis 53 gezeigt, umfasst
jede Antennenvertiefung 80 in der gleichen Weise
wie die erste Ausfiihrungsform eine Antennenober-
flache 81, die dem Terahertz-Element 20 Uber das
Dielektrikum 50 und den Gasraum 92 gegenuber-
liegt. Insbesondere, wie in den Fig. 47 und 48
gezeigt, umfasst in der vorliegenden Ausfihrungs-
form die Antennenvertiefung 80A eine Antennen-
oberflache 81A, die Antennenvertiefung 80B eine
Antennenoberflache 81B, die Antennenvertiefung
80C eine Antennenoberflache 81C und die Anten-
nenvertiefung 80D eine Antennenoberflache 81D.
Auch die Antennenvertiefung 80E umfasst die Anten-
nenoberflaiche 81E, die Antennenvertiefung 80F
umfasst die Antennenoberflache 81F, die Antennen-
vertiefung 80G umfasst die Antennenoberflache
81G, die Antennenvertiefung 80H umfasst die Anten-
nenoberflaiche 81H und die Antennenvertiefung 80I
umfasst die Antennenoberflache 81I. In einer
Betrachtung von oben sind die Antennenoberflachen
81A bis 811 formidentisch mit den Offnungen der
Antennenvertiefungen 80A bis 80I.

[0463] Wie in den Fig. 52 und 53 gezeigt, wird der
Reflexionsfilm 82 in der gleichen Weise wie bei der
ersten Ausflihrungsform auf der Antennenoberflache
81 ausgebildet. Der Reflexionsfilm 82 ist auf der
gesamten Antennenoberflache 81 ausgebildet. Der
Reflexionsfilm 82 wird nicht auf der Basishauptflache
71T gebildet. Somit ist der Reflexionsfiim 82 im
Wesentlichen formgleich mit der Antennenoberfla-
che 81. Der Reflexionsfilm 82 ist aus dem gleichen
Material gebildet wie die erste Ausfihrungsform des
Reflexionsfilms 82.

[0464] Wie in den Fig. 47 und 48 gezeigt, umfasst
der Reflexionsfilm 82 den auf der Antennenoberfla-
che 81A gebildeten Reflexionsfilm 82A, den auf der
Antennenoberflache 81B gebildeten Reflexionsfilm
82B, den auf der Antennenoberflache 81C gebilde-
ten Reflexionsfiim 82C, den auf der Antennenober-
flache 81D gebildeten Reflexionsfiim 82D, den auf
der Antennenoberflaiche 81E gebildeten Reflexions-
film 82E, den auf der Antennenoberflache 81F gebil-
deten Reflexionsfilm 82F, den auf der Antennenober-
flache 81G gebildeten Reflexionsfiim 82G, den auf
der Antennenoberflaiche 81H gebildeten Reflexions-
film 82H und die auf dem Reflexionsfilm 82l gebildete
Antennenoberflache 811 bzw. den auf der Antennen-
oberflache 81l gebildeten Reflexionsfilm 82I. In der
vorliegenden Ausfiihrungsform sind die Reflexions-
filme 82A bis 82l einstiickig zu einem einzigen Bau-
teil ausgebildet.

[0465] Der Reflexionsfilm 82A ist im Wesentlichen
formidentisch mit der Antennenoberflache 81A. Der
Reflexionsfilm 82B hat im Wesentlichen die gleiche
Form wie die Antennenoberflache 81B. Der Refle-
xionsfilm 82C hat im Wesentlichen die gleiche Form
wie die Antennenoberflache 81C. Der Reflexionsfilm

82D hat im Wesentlichen die gleiche Form wie die
Antennenoberflache 81D. Der Reflexionsfilm 82E
hat im Wesentlichen die gleiche Form wie die Anten-
nenoberflache 81E. Der Reflexionsfilm 82F hat im
Wesentlichen die gleiche Form wie die Antennen-
oberflache 81F. Der Reflexionsfim 82G hat im
Wesentlichen die gleiche Form wie die Antennen-
oberflache 81G. Der Reflexionsfiim 82H hat im
Wesentlichen die gleiche Form wie die Antennen-
oberflache 81H. Der Reflexionsfiim 821 hat im
Wesentlichen die gleiche Form wie die Antennen-
oberflache 81l. Mit anderen Worten ist jeder der
Reflexionsfilme 82A bis 82| ein parabolischer Reflek-
tor und schalenférmig gebogen. In einer Betrachtung
von oben hat jeder der Reflexionsfilme 82A bis 82I
die Form eines Kreises, der teilweise weggeschnit-
ten ist. Die Reflexionsfiime 82A bis 82| sind so
gekrimmt, dass sie in Richtung der Vorrichtungs-
ruckflache 12 (der Basisruckflache 72) vorstehen.
Die Reflexionsfilme 82A bis 82| sind in einer Rich-
tung nach oben offen (in der vorliegenden Ausflih-
rungsform nach oben).

[0466] Wie in den Fig. 52 und 53 gezeigt, sind die
Reflexionsfilme 82A bis 821 dem Dielektrikum 50 in
der z-Richtung gegeniiberliegend angeordnet. Mit
anderen Worten sind die Reflexionsfiime 82A bis
82| sind so angeordnet, dass sie dem Dielektrikum
50 gegentiberliegen.

[0467] Von dem Reflexionsfilm 82 reflektierte elekt-
romagnetische Wellen werden in Richtung des Emp-
fangspunkts P1 abgestrahlt. In einem Beispiel, wie in
Fig. 52 gezeigt, werden elektromagnetische Wellen,
die von dem Reflexionsfilm 82D reflektiert werden, in
Richtung des Empfangspunktes P1 des Terahertz-
Elements 20D abgestrahlt. Vom Reflexionsfilm 82E
reflektierte elektromagnetische Wellen werden in
Richtung des Empfangspunktes P1 des Terahertz-
Elements 20E abgestrahlt. Vom Reflexionsfilm 82F
reflektierte elektromagnetische Wellen werden in
Richtung des Empfangspunktes P1 des Terahertz-
Elements 20F abgestrahlt. Wie in Fig. 53 gezeigt,
werden die vom Reflexionsfilm 82B reflektierten
elektromagnetischen Wellen in Richtung des Emp-
fangspunktes P1 des Terahertz-Elements 20B abge-
strahlt. Vom Reflexionsfilm 82H reflektierte elektro-
magnetische Wellen werden in Richtung des
Empfangspunkts P1 des Terahertz-Elements 20H
abgestrahlt. Obwohl nicht dargestellt, werden elekt-
romagnetische Wellen, die vom Reflexionsfilm 82A
reflektiert werden, in Richtung des Empfangspunktes
P1 des Terahertz-Elements 20A abgestrahlt. Vom
Reflexionsfilm 82C reflektierte elektromagnetische
Wellen werden in Richtung des Empfangspunkts P1
des Terahertz-Elements 20C abgestrahlt. Vom Refle-
xionsfilm 82G reflektierte elektromagnetische Wellen
werden in Richtung des Empfangspunktes P1 des
Terahertz-Elements 20G abgestrahlt. Vom Refle-
xionsfilm 82l reflektierte elektromagnetische Wellen
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werden in Richtung des Empfangspunktes P1 des
Terahertz-Elements 201 abgestrahlt.

[0468] Die Lagebeziehung des Reflexionsfiims 82
zu dem Terahertz-Element 20 ist die gleiche wie bei
der ersten Ausfihrungsform. Auch das GroéRenver-
haltnis des Reflexionsfilms 82 und des Terahertz-Ele-
ments 20 ist dasselbe wie bei der ersten Ausflih-
rungsform. In einer Betrachtung von oben sind die
Reflexionsfilme 82A bis 82ljeweils gréRer als die
Terahertz-Elemente 20A bis 20I.

[0469] Wie in den Fig. 52 und 53 gezeigt, sind die
Antennenbasis 70 und das Dielektrikum 50 durch die
Klebeschicht 91 in der gleichen Weise wie bei der
ersten Ausfihrungsform befestigt. Die Klebeschicht
91 ist so ausgestaltet, dass sie sich nicht Gber den
Reflexionsfilm 82 hinaus nach innen (d.h. in Richtung
des Terahertz-Elements 20) erstreckt.

[0470] Wie in den Fig. 49 bis 51 gezeigt, werden in
der vorliegenden Ausflihrungsform drei Arten von
separaten Antennenbasen in der Antennenbasis 70
verwendet. Wie in Fig. 49 gezeigt, umfasst die sepa-
rate Antennenbasis 70G eine Basishauptflache 71
und eine Basisrlickflache 72, die die z-Richtung
schneiden. Die Basishauptflache 71 und die Basis-
rickflache 72 schneiden die z-Richtung. Bei der vor-
liegenden Ausflihrungsform stehen die Basishaupt-
flache 71 und die Basisriickflache 72 senkrecht zur
z-Richtung. In einer Betrachtung in der z-Richtung
sind die Basishauptflache 71 und die Basisrickfla-
che 72 jeweils quadratisch. In der vorliegenden Aus-
fihrungsform sind z.B. die Basishauptflache 71 und
die Basisruckflache 72 formidentisch. Die Basis-
hauptflache 71 und die Basisriickflache 72 kénnen
aber auch unterschiedliche Formen haben.

[0471] Die separate Antennenbasis 70G umfasst
eine erste Basisseitenflache 73, eine zweite Basis-
seitenflache 74, eine dritte Basisseitenflache 75 und
eine vierte Basisseitenflache 76 als vier Basisseitenf-
lachen. Die Basisseitenflachen 73 bis 76 sind zur
Seite gerichtete Flachen der Terahertz-Vorrichtung
10 (der Antennenbasis 70). Die Basisseitenflachen
73 bis 76 sind in Richtungen angeordnet, die ortho-
gonal zu den entgegengesetzten Richtungen der
Basishauptflache 71 und der Basisrtickflache 72 ver-
laufen, und verbinden die Basishauptflache 71 mit
der Basisrlckflache 72.

[0472] Die erste Basisseitenflache 73 und die zweite
Basisseitenflache 74 sind in der x-Richtung einander
gegenuberliegend. In der z-Richtung betrachtet,
erstrecken sich die Basisseitenflachen 73 und 74 in
der y-Richtung. Die zweite Basisseitenflache 74 defi-
niert einen Abschnitt der zweiten Basisseitenflache
74T (siehe Fig. 48) der Antennenbasis 70.

[0473] Die dritte Basisseitenflache 75 und die vierte
Basisseitenflache 76 sind in der y-Richtung einander
gegeniberliegend. In der z-Richtung betrachtet,
erstrecken sich die Basisseitenflachen 75 und 76 in
der x-Richtung. Die dritte Basisseitenflache 75 defi-
niert einen Abschnitt der dritten Basisseitenflache
75T der Antennenbasis 70.

[0474] Die Antennenoberflache 81G der Antennen-
vertiefung 80G ist von der Basishauptflache 71 der
separaten Antennenbasis 70G in Richtung der
Basisruckflache 72 zurlickgesetzt. Bei der vorliegen-
den Ausfihrungsform ist die Antennenoberflache
81G kugelfdrmig vertieft. In einer Querschnittsan-
sicht der separaten Antennenbasis 70G, die entlang
einer in der x- und z-Richtung verlaufenden Ebene
geschnitten ist, ist die Antennenoberflache 81G so
gekrimmt, dass sie in Richtung der Basisrickflache
72 vorsteht. In einer Querschnittsansicht der separa-
ten Antennenbasis 70G, die entlang einer sich in der
y-Richtung und der z-Richtung erstreckenden Ebene
geschnitten ist, ist die Antennenoberflache 81G so
gekrimmt, dass sie in Richtung der Basisriickflache
72 vorsteht. Die Antennenoberflache 81G ist in der
Basishauptflache 71 offen. Das heif3t, die Antennen-
oberflache 81G ist nach oben hin offen.

[0475] Von oben betrachtet hat die Offnung der
Antennenoberflache 81G die Form eines Kreises,
der teilweise weggeschnitten ist. Insbesondere ist
die Offnung der Antennenoberflache 81G an einem
offenen Ende 81Ga, bei dem es sich um ein Ende der
Antennenoberflache 81G an der ersten Basisseiten-
flache 73 handelt, und an einem offenen Ende 81Gb,
bei dem es sich um ein Ende der Antennenoberfla-
che 81G an der vierten Basisseitenflache 76 handelt,
weggeschnitten. In einer Betrachtung von oben
erstrecken sich die offenen Enden 81Ga und 81Gb
jeweils geradlinig.

[0476] Von oben betrachtet ist das offene Ende
81Ga der Antennenoberflache 81G so angeordnet,
dass es die erste Basisseitenflache 73 Uberlappt,
und das offene Ende 81Gb ist so angeordnet, dass
es die vierte Basisseitenflache 76 Uberlappt.

[0477] Der Reflexionsfilm 82G wird auf der Anten-
nenoberflache 81G gebildet. Der Reflexionsfilm
82G ist auf der gesamten Antennenoberflache 81G
ausgebildet. Der Reflexionsfilm 82G ist nicht auf der
Basishauptflache 71 ausgebildet.

[0478] In einer Betrachtung von oben ist die Offnung
des Reflexionsfilms 82G formidentisch mit der Off-
nung der Antennenoberflaiche 81G. Genauer gesagt
umfasst die Offnung des Reflexionsfiims 82G, von
oben betrachtet, ein offenes Ende 82Ga, das das
offene Ende 81Ga der Antennenoberflache 81G
Uberlappt, und ein offenes Ende 82Gb, das das
offene Ende 81Gb der Antennenoberflache 81G
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Uberlappt. In einer Betrachtung von oben erstrecken
sich die offenen Enden 81Ga und 81Gb jeweils
geradlinig.

[0479] In einer Betrachtung von oben ist der Refle-
xionsfilm 82G so ausgebildet, dass sich der Mittel-
punkt P2 in jeweils der x- und y-Richtung an einer
von der Mitte der separaten Antennenbasis 70G
abweichenden Position befindet. In der vorliegenden
Ausfihrungsform befindet sich der Reflexionsfilm
82G in einer Betrachtung von oben naher an der ers-
ten Basisseitenflache 73 und der vierten Basisseiten-
flache 76 als die Mitte der separaten Antennenbasis
70G in der x-Richtung und der y-Richtung. Insbeson-
dere ist der Reflexionsfilm 82G in einer Betrachtung
von oben so ausgebildet, dass der Mittelpunkt P2 in
der x-Richtung naher an der ersten Basisseitenfla-
che 73 liegt als die Mitte der separaten Antennenba-
sis 70G in der x-Richtung. AuRerdem ist der Refle-
xionsfilm 82G in einer Betrachtung von oben so
ausgebildet, dass der Mittelpunkt P2 in der y-Rich-
tung naher an der vierten Basisseitenflache 76 liegt
als die Mitte der separaten Antennenbasis 70G in der
y-Richtung.

[0480] In einer Betrachtung von oben fallt der Mittel-
punkt P2 des Reflexionsfiims 82G mit dem Mittel-
punkt der Antennenoberflache 81E zusammen und
der Reflexionsfilm 82G istim Wesentlichen formiden-
tisch mit der Antennenoberflache 81G. Somit ist die
Antennenoberflache 81G in gleicher Weise wie der
Reflexionsfilm 82G in einer Betrachtung von oben
so ausgebildet, dass der Mittelpunkt der Antennen-
oberflache 81G jeweils in der x-Richtung und in der
y-Richtung an einer von der Mitte der separaten
Antennenbasis 70G abweichenden Stelle liegt.

[0481] Von oben betrachtet umfasst der bogenfor-
mige Umfang des Reflexionsfilms 82G einen umlauf-
enden Teil, der Bogenendpunkte in der ersten Rich-
tung verbindet, welche die Anordnungsrichtung des
Reflexionsfilms 82G und des Reflexionsfilms 82H ist.
Der umlaufende Teil ist bogenférmig und hat einen
zentralen Winkel von weniger als 180°. In der vorlie-
genden Ausfiihrungsform ist, von oben betrachtet,
der umlaufende Teil des Reflexionsfilms 82G, der
die Bogenendpunkte in der ersten Richtung (in der
vorliegenden Ausfiihrungsform der y-Richtung) ver-
bindet, bogenféormig und hat einen Zentralwinkel
Bg1 von weniger als 180°.

[0482] Der bogenférmige Umfang des Reflexions-
films 82G umfasst in einer Betrachtung von oben
einen umlaufenden Teil, der die Bogenendpunkte in
der zweiten Richtung, welche die Anordnungsrich-
tung des Reflexionsfilms 82G und des Reflexions-
films 82D ist, verbindet, bogenférmig ist und einen
Zentralwinkel von weniger als 180° aufweist. In der
vorliegenden Ausflihrungsform ist, von oben
betrachtet, der umlaufende Teil des Reflexionsfilms

82G, welcher die Bogenendpunkte in der zweiten
Richtung (in der vorliegenden Ausflihrungsform der
x-Richtung) verbindet, bogenférmig und hat einen
Zentralwinkel 8g2 von weniger als 180°.

[0483] In einer Betrachtung von oben ist der Refle-
xionsfilm 82G im Wesentlichen formidentisch mit der
Antennenoberflaiche 81G. So weist die Antennen-
oberflache 81G in gleicher Weise wie der Reflexions-
film 82G einen bogenférmigen Umfang auf, der einen
umlaufenden Teil umfasst, der Bogenendpunkte in
der ersten Richtung verbindet, welche die Anord-
nungsrichtung der Antennenoberflache 81G und der
Antennenoberflache 81H ist (in der vorliegenden
Ausfuhrungsform die y-Richtung). Der umlaufende
Teil ist bogenférmig und hat einen Zentralwinkel von
weniger als 180°. Von oben betrachtet umfasst die
Antennenoberfliche 81G einen bogenférmigen
Umfang mit einem umlaufenden Teil, der die Boge-
nendpunkte in der zweiten Richtung verbindet, wel-
che die Anordnungsrichtung der Antennenoberflache
81G und der Antennenoberflache 81D (in der vorlie-
genden Ausfiuhrungsform die x-Richtung) ist. Der
umlaufende Teil ist bogenférmig und hat einen Zent-
ralwinkel von weniger als 180°.

[0484] In einer Betrachtung von oben hat eine senk-
rechte Linie zum offenen Ende 82Ga des Reflexions-
films 82G, die durch den Mittelpunkt P2 des Refle-
xionsfilms 82G verlauft, eine Lange LS1, die kleiner
ist als der Radius RG des Reflexionsfilms 82G. In
einer Betrachtung von oben hat eine senkrechte
Linie zum offenen Ende 82Gb des Reflexionsfilms
82G, die durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions-
films 82G verlauft, eine Lange LS2, die kleiner als
der Radius RG des Reflexionsfilms 82G ist. In einer
Betrachtung von oben verlauft die senkrechte Linie
zu dem offenen Ende 82Ga des Reflexionsfilms
82G geradlinig in der x-Richtung und die senkrechte
Linie zu dem offenen Ende 82Gb des Reflexionsfilms
82G geradlinig in der y-Richtung. Die Lange LS1
erstreckt sich in der zweiten Richtung (in der vorlie-
genden Ausfiihrungsform der x-Richtung). Die Lange
LS2 erstreckt sich in der ersten Richtung (in der vor-
liegenden Ausfiihrungsform der y-Richtung). Daher
ist die Lange (LS1+RG) des Reflexionsfiims 82G in
der ersten Richtung kleiner als der Durchmesser
(2xRG) des Reflexionsfilms 82G. Die Lange (LS2
+RG) des Reflexionsfilms 82G in der zweiten Rich-
tung ist geringer als der Durchmesser des Refle-
xionsfilms 82G. In einer Betrachtung von oben ist
der Reflexionsfilm 82G in der ersten Richtung, in wel-
cher die Reflexionsfilme 82G bis 82| (siehe Fig. 37)
angeordnet sind, kleiner als in einer dritten Richtung,
die sich von der ersten und zweiten Richtung unter-
scheidet, in welcher die Reflexionsfilme 82G, 82D
und 82A angeordnet sind. In einer Betrachtung von
oben schneidet die dritte Richtung die erste Richtung
und die zweite Richtung. In einer Betrachtung von
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oben ist der Reflexionsfilm 82G in der zweiten Rich-
tung kleiner als in der dritten Richtung.

[0485] In einer Betrachtung von oben ist der Refle-
xionsfilm 82G im Wesentlichen formidentisch mit der
Antennenoberflache 81G. Somit ist das Verhaltnis
des Radius der Antennenoberflaiche 81G zu den
Langen der senkrechten Linien zu den offenen
Enden 81Ga und 81Gb der Antennenoberflache
81G, die durch den Mittelpunkt der Antennenoberfla-
che 81G verlaufen, dasselbe wie das Verhaltnis des
Radius RG des Reflexionsfilms 82G zu den Langen
LS1 und LS2 des Reflexionsfilm 82G.

[0486] Obwohl nicht gezeigt, umfasst der Refle-
xionsfilm 82G in einer Querschnittsansicht der sepa-
raten Antennenbasis 70G, die entlang einer Ebene
geschnitten ist, die sich in der y-Richtung und der z-
Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions-
films 82G erstreckt, einen bogenférmigen Teil, der
die gegenlberliegenden Endpunkte in der y-Rich-
tung verbindet und einen zentralen Winkel von weni-
ger als 180° hat. Auch in einer Querschnittsansicht
der separaten Antennenbasis 70G, die entlang
einer Ebene geschnitten ist, die sich in der x-Rich-
tung und der z-Richtung durch den Mittelpunkt P2
des Reflexionsfilms 82G erstreckt, umfasst der
Reflexionsfilm 82G einen bogenférmigen Teil, der
die gegenlberliegenden Endpunkte in der x-Rich-
tung verbindet und einen zentralen Winkel von weni-
ger als 180° hat.

[0487] Aulierdem umfasst, obwohl nicht gezeigt, die
Antennenoberflache 81G in einer Querschnittsan-
sicht der separaten Antennenbasis 70G, die entlang
einer Ebene geschnitten ist, die sich in der y-Rich-
tung und z-Richtung durch den Mittelpunkt der
Antennenoberflache 81G erstreckt, einen bogenfor-
migen Teil, der die gegenuberliegenden Endpunkte
in der y-Richtung verbindet und einen zentralen Win-
kel von weniger als 180° hat. Auch in einer Quer-
schnittsansicht der separaten Antennenbasis 70G,
die entlang einer Ebene geschnitten ist, die sich in
der x-Richtung und der z-Richtung durch den Mittel-
punkt der Antennenoberfliche 81G erstreckt,
umfasst die Antennenoberflache 81G einen bogen-
formigen Teil, der die gegenuberliegenden End-
punkte in der x-Richtung verbindet und einen zentra-
len Winkel von weniger als 180° hat.

[0488] In einer Betrachtung von oben umfasst die
separate Antennenbasis 70G eine Umfangswand
78G, die sich um die Offnung der Antennenvertiefung
80G herum erstreckt, mit Ausnahme der abgeschnit-
tenen Teile der Offnung. Die Umfangswand 78G bil-
det die Basishauptflache 71 der separaten Anten-
nenbasis 70G.

[0489] Wie in Fig. 48 gezeigt, sind die separaten
Antennenbasen 70A, 70D, 70H und 70l identisch in

ihrer Form. Daher wird der Aufbau der in Fig. 50
gezeigten separaten Antennenbasis 70H als ein Bei-
spiel beschrieben. Der Aufbau der separaten Anten-
nenbasen 70A, 70D und 70l wird hier nicht beschrie-
ben.

[0490] Wie in Fig. 50 gezeigt, umfasst die separate
Antennenbasis 70H in gleicher Weise wie die sepa-
rate Antennenbasis 70G eine Basishauptflache 71
und eine Basisrickflache 72, die die z-Richtung
schneiden. In der z-Richtung betrachtet sind die
Basishauptflache 71 und die Basisrickflache 72
rechteckig. In der vorliegenden Ausfihrungsform
sind die Basishauptflache 71 und die Basisriickfla-
che 72 beispielsweise formidentisch. Die Basis-
hauptflache 71 und die Basisrtickflache 72 kdénnen
aber auch unterschiedliche Formen haben.

[0491] Die separate Antennenbasis 70H umfasst
eine erste Basisseitenflache 73, eine zweite Basis-
seitenflache 74, eine dritte Basisseitenflache 75 und
eine vierte Basisseitenflache 76 als vier Basisseitenf-
lachen. Die Basisseitenflachen 73 bis 76 sind zur
Seite gerichtete Flachen der Terahertz-Vorrichtung
10 (der Antennenbasis 70). Die Basisseitenflachen
73 bis 76 sind in Richtungen angeordnet, die ortho-
gonal zu den entgegengesetzten Richtungen der
Basishauptflache 71 und der Basisriickflache 72 lie-
gen. Die Basisseitenflachen 73 bis 76 verbinden die
Basishauptflache 71 und die Basisrlickflache 72.

[0492] Die erste Basisseitenflache 73 und die zweite
Basisseitenflache 74 sind in der x-Richtung einander
gegeniberliegend. In der z-Richtung betrachtet,
erstrecken sich die Basisseitenflachen 73 und 74 in
der y-Richtung. Die Abmessung jeder der Basissei-
tenflachen 73 und 74 der separaten Antennenbasis
70H in der y-Richtung ist geringer als die Abmessung
jeder der Basisseitenflachen 73 und 74 der separa-
ten Antennenbasis 70G in der y-Richtung.

[0493] Die dritte Basisseitenflache 75 und die vierte
Basisseitenflache 76 sind in der y-Richtung einander
gegeniberliegend. In der z-Richtung betrachtet,
erstrecken sich die Basisseitenflachen 75 und 76 in
der x-Richtung. Die Abmessung jeder der Basissei-
tenflachen 75 und 76 der separaten Antennenbasis
70H in der x-Richtung ist gleich der Abmessung jeder
der Basisseitenflachen 75 und 76 der separaten
Antennenbasis 70G in der x-Richtung.

[0494] Die Antennenoberflache 81H der Antennen-
vertiefung 80H ist von der Basishauptflache 71 zur
Basisruckflache 72 hin zurlickgesetzt. Bei der vorlie-
genden Ausflhrungsform ist die Antennenoberflache
81H kugelférmig vertieft. In einer Querschnittsan-
sicht der separaten Antennenbasis 70H, die entlang
einer in der x-Richtung und z-Richtung verlaufenden
Ebene geschnitten ist, ist die Antennenoberflache
81H so gekrimmt, dass sie in Richtung der Basis-
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ruckflache 72 vorsteht. In einer Querschnittsansicht
der separaten Antennenbasis 70H, die entlang einer
sich in der y-Richtung und z-Richtung erstreckenden
Ebene geschnitten ist, ist die Antennenoberflache
81H so gekrimmt, dass sie in Richtung der Basis-
rickflache 72 vorsteht. Die Antennenoberflache
81H ist in der Basishauptflache 71 offen. Das heift,
die Antennenoberflache 81H ist nach oben hin offen.

[0495] In einer Betrachtung von oben hat die Off-
nung der Antennenoberflache 81H die Form eines
Kreises, der teilweise abgeschnitten ist. Insbeson-
dere ist die Offnung der Antennenoberfliche 81H
an einem offenen Ende 81Ha, das sich an der ersten
Basisseitenflache 73 befindet, an einem offenen
Ende 81Hb, das sich an der dritten Basisseitenflache
75 befindet, und an einem offenen Ende 81Hc, das
sich an der vierten Basisseitenflache 76 befindet,
abgeschnitten. In einer Betrachtung von oben
erstreckt sich jedes der offenen Enden 81Ha bis
81Hc geradlinig.

[0496] In einer Betrachtung von oben ist das offene
Ende 81Ha der Antennenoberflaiche 81H so ange-
ordnet, dass es die erste Basisseitenflache 73 Uber-
lappt. Das offene Ende 81Hb ist so angeordnet, dass
es die dritte Basisseitenflache 75 Uberlappt. Das
offene Ende 81Hc ist so angeordnet, dass es die
vierte Basisseitenflache 76 Gberlappt.

[0497] Der Reflexionsfilm 82H wird auf der Anten-
nenoberflache 81H gebildet. Der Reflexionsfilm 82H
ist auf der gesamten Antennenoberflache 81H aus-
gebildet. Der Reflexionsfilm 82H wird nicht auf der
Basishauptflache 71 der separaten Antennenbasis
70H gebildet.

[0498] Die Offnung des Reflexionsfilms 82H ist, von
oben betrachtet, formidentisch mit der Offnung der
Antennenoberflache 81H. Genauer gesagt umfasst
die Offnung des Reflexionsfiims 82H in einer
Betrachtung von oben ein offenes Ende 82Ha, das
das offene Ende 81Ha der Antennenoberflache 81H
Uberlappt, ein offenes Ende 82Hb, das das offene
Ende 81Hb der Antennenoberflache 81H Uberlappt,
und ein offenes Ende 82Hc, das das offene Ende
81Hc der Antennenoberflache 81H uUberlappt. In
einer Betrachtung von oben erstreckt sich jedes der
offenen Enden 82Ha bis 82Hc geradlinig.

[0499] In einer Betrachtung von oben ist der Refle-
xionsfilm 82H so ausgebildet, dass sich der Mittel-
punkt P2 in der x-Richtung an einer von der Mitte
der separaten Antennenbasis 70H abweichenden
Position befindet. Bei der vorliegenden Ausfuhrungs-
form ist der Reflexionsfilm 82H in einer Betrachtung
von oben so ausgebildet, dass der Mittelpunkt P2 in
der x-Richtung ndher an der ersten Basisseitenfla-
che 73 liegt als die Mitte der separaten Antennenba-
sis 70H in der x-Richtung. In einer Betrachtung von

oben ist der Reflexionsfilm 82H so ausgebildet, dass
sich der Mittelpunkt P2 in der y-Richtung in der Mitte
der separaten Antennenbasis 70H in der y-Richtung
befindet.

[0500] In einer Betrachtung von oben fallt der Mittel-
punkt P2 des Reflexionsfiims 82H mit dem Mittel-
punkt der Antennenoberflache 81H zusammen, und
der Reflexionsfilm 82H ist im Wesentlichen formiden-
tisch mit der Antennenoberflache 81H ausgebildet.
Somit ist die Antennenoberflache 81H in einer
Betrachtung von oben so ausgebildet, dass sich der
Mittelpunkt an einer von der Mitte der separaten
Antennenbasis 70H in der x-Richtung abweichenden
Stelle befindet.

[0501] In einer Betrachtung von oben umfasst der
bogenférmige Umfang des Reflexionsfiims 82H
einen umlaufenden Teil, der Bogenendpunkte in der
ersten Richtung verbindet, welche die Anordnungs-
richtung des Reflexionsfiims 82H und des Refle-
xionsfilms 82G ist. Der umlaufende Teil ist bogenfor-
mig und hat einen zentralen Winkel von weniger als
180°. In der vorliegenden Ausfiihrungsform ist, von
oben betrachtet, der umlaufende Teil des Reflexions-
films 82H, der die gegentiberliegenden Endpunkte in
der ersten Richtung (in der vorliegenden Ausfiih-
rungsform der y-Richtung) verbindet, bogenférmig
und hat einen zentralen Winkel 8h von weniger als
180°. Vorzugsweise ist der zentrale Winkel 6h kleiner
als 90°.

[0502] In einer Betrachtung von oben ist der Refle-
xionsfilm 82H im Wesentlichen formidentisch mit der
Antennenoberflache 81H ausgebildet. Somit weist
die Antennenoberflache 81H in gleicher Weise wie
der Reflexionsfim 82H einen bogenférmigen
Umfang auf, einschlieBlich eines umlaufenden Teils,
der die gegenuberliegenden Endpunkte in der ersten
Richtung, welche die Anordnungsrichtung der Anten-
nenoberflache 81H und der Antennenoberflache
81G (in der vorliegenden Ausfiihrungsform die y-
Richtung) ist, verbindet, bogenférmig ist und einen
zentralen Winkel von weniger als 180° hat.

[0503] In einer Betrachtung von oben hat eine senk-
rechte Linie zum offenen Ende 82Ha des Reflexions-
films 82H, die durch den Mittelpunkt P2 des Refle-
xionsfilms 82H verlauft, eine Lange LS3, die kleiner
ist als ein Radius RH des Reflexionsfilms 82H. In
einer Betrachtung von oben hat eine senkrechte
Linie zum offenen Ende 82Hb des Reflexionsfilms
82H, die durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions-
films 82H verlauft, eine Lange LS4, die kleiner als
der Radius RH des Reflexionsfilms 82H ist. In einer
Betrachtung von oben hat eine senkrechte Linie zum
offenen Ende 82Hc des Reflexionsfiims 82H, die
durch den Mittelpunkt P2 des Reflexionsfiims 82H
verlauft, eine Lange LS5, die kleiner ist als der
Radius RH des Reflexionsfiims 82H. Die senkrechte
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Linie zum offenen Ende 82Ha des Reflexionsfilms
82H verlauft linear bzw. geradlinig in der x-Richtung.
Die senkrechten Linien zum offenen Ende 82Hb des
Reflexionsfilms 82H und zum offenen Ende 82Hc
des Reflexionsfilms 82H verlaufen geradlinig in der
y-Richtung. Die Lange LS3 erstreckt sich in der zwei-
ten Richtung, die orthogonal zu der ersten Richtung
ist. Die Langen LS4 und LS5 erstrecken sich in der
ersten Richtung. Somit ist die Lange (LS3+RH) des
Reflexionsfilms 82H in der zweiten Richtung kleiner
als der Durchmesser (2xRH) des Reflexionsfilms
82H. Die Lange (LS4+LS5) des Reflexionsfilms 82H
in der ersten Richtung ist kleiner als der Durchmes-
ser des Reflexionsfiims 82H. In einer Betrachtung
von oben ist der Reflexionsfilm 82H in der ersten
Richtung, in der die Reflexionsfime 82G bis 82I
(siehe Fig. 37) angeordnet sind, kleiner als in einer
dritten Richtung, die sich von der ersten und zweiten
Richtung unterscheidet, in der die Reflexionsfilme
82H, 82E und 82B angeordnet sind. In einer Betrach-
tung von oben schneidet die dritte Richtung die erste
Richtung und die zweite Richtung. Genauer gesagt
liegt die dritte Richtung im Bereich des zentralen
Winkels 6h und schliet die zweite Richtung aus. In
einer Betrachtung von oben ist der Reflexionsfilm
82H in der zweiten Richtung kleiner als in der dritten
Richtung.

[0504] In einer Betrachtung von oben ist die Refle-
xionsfilm 82H im Wesentlichen formidentisch mit der
Antennenoberflache 81H ausgebildet. Somit ist das
Verhaltnis des Radius der Antennenoberflache 81H
zu den Langen der senkrechten Linien zu den offe-
nen Enden 81Ha bis 81Hc der Antennenoberflache
81H, die durch den Mittelpunkt der Antennenoberfla-
che 81H verlaufen, dasselbe wie das Verhaltnis des
Radius RH des Reflexionsfilms 82H zu den Langen
LR3 bis LR5 der Reflexionsfilm 82H.

[0505] Wie in Fig. 53 gezeigt, umfasst der Refle-
xionsfilm 82H in einer Querschnittsansicht der sepa-
raten Antennenbasis 70H, die entlang einer Ebene
geschnitten ist, die sich in der x-Richtung und der z-
Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions-
films 82H erstreckt, einen bogenférmigen Teil, der
die gegeniiberliegenden Endpunkte in der x-Rich-
tung verbindet und einen zentralen Winkel von weni-
ger als 180° hat. Auch, obwonhl nicht gezeigt, umfasst
der Reflexionsfilm 82H in einer Querschnittsansicht
der separaten Antennenbasis 70H, die entlang
einer Ebene geschnitten ist, die sich in der y-Rich-
tung und der z-Richtung durch den Mittelpunkt P2
des Reflexionsfilms 82H erstreckt, einen bogenformi-
gen Teil, der die gegeniberliegenden Endpunkte in
der y-Richtung verbindet und einen zentralen Winkel
von weniger als 180° aufweist.

[0506] Wie in Fig. 53 gezeigt, umfasst die Anten-
nenoberflache 81H in einer Querschnittsansicht der
separaten Antennenbasis 70H, die entlang einer

Ebene geschnitten ist, die sich in der x-Richtung
und der z-Richtung durch den Mittelpunkt der Anten-
nenoberflache 81H erstreckt, einen bogenférmigen
Teil, der die gegenuberliegenden Endpunkte in der
x-Richtung verbindet und einen zentralen Winkel
von weniger als 180° hat. Auch, obwohl nicht gezeigt,
umfasst die Antennenoberflache 81H in einer Quer-
schnittsansicht der separaten Antennenbasis 70H,
die entlang einer Ebene geschnitten ist, die sich in
y-Richtung und z-Richtung durch den Mittelpunkt
der Antennenoberflache 81H erstreckt, einen bogen-
formigen Teil, der die gegenlberliegenden End-
punkte in y-Richtung verbindet und einen zentralen
Winkel von weniger als 180° aufweist.

[0507] In einer Betrachtung von oben umfasst die
separate Antennenbasis 70H eine Umfangswand
78H, die sich um die Offnung der Antennenvertiefung
80H herum erstreckt, mit Ausnahme der ab- bzw.
weggeschnittenen Abschnitte der Offnung. Die
Umfangswand 78H bildet die Basishauptflache 71
der separaten Antennenbasis 70H.

[0508] Die Antennenoberflache 81A der Antennen-
vertiefung 80A in der separaten Antennenbasis 70A,
die Antennenoberflache 81D der Antennenvertiefung
80D in der separaten Antennenbasis 70D und die
Antennenoberflache 811 der Antennenvertiefung 80I
in der separaten Antennenbasis 70l sind formgleich
mit der Antennenoberflaiche 81H. Die Reflexions-
filme 82A, 82D und 82l sind formidentisch mit dem
Reflexionsfilm 82H.

[0509] Wie in Fig. 48 gezeigt, sind die separate
Antennenbasis 701 und die separate Antennenbasis
70H in der gleichen Ausrichtung angeordnet. Die
separaten Antennenbasen 70A und 70D und die
separate Antennenbasis 70H sind in unterschiedli-
chen Ausrichtungen angeordnet. Die zweiten Basis-
seitenflachen der separaten Antennenbasis 70A und
70D definieren die dritte Basisseitenflache 75T der
Antennenbasis 70. Die zweiten Basisseitenflachen
der separaten Antennenbasen 70H und 70I definie-
ren die zweite Basisseitenflache 74T der Antennen-
basis 70. Die dritte Basisseitenflache der separaten
Antennenbasis 70A definiert die erste Basisseitenfla-
che 73T der Antennenbasis 70. Die vierte Basissei-
tenflache der separaten Antennenbasis 70H definiert
die vierte Basisseitenflache 76T der Antennenbasis
70.

[0510] Wie in Fig. 48 gezeigt, sind die separaten
Antennenbasen 70B, 70C, 70E und 70F identisch in
ihrer Form. Daher wird der Aufbau der in Fig. 51
gezeigten separaten Antennenbasis 70B als ein Bei-
spiel beschrieben. Der Aufbau der separaten Anten-
nenbasen 70C, 70E und 70F wird hier nicht beschrie-
ben.
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[0511] Wie in Fig. 51 gezeigt, umfasst die separate
Antennenbasis 70B eine Basisriickflache 72 als eine
die z-Richtung schneidende Flache. Mit anderen
Worten, umfasst die separate Antennenbasis 70B
keine Basishauptflache. Die Basisruckflache 72
schneidet die z-Richtung. In der vorliegenden Aus-
fuhrungsform ist die Basisrickflache 72 orthogonal
zur z-Richtung. In einer Betrachtung in der z-Rich-
tung ist die Basisrickflache 72 quadratisch.

[0512] Die separate Antennenbasis 70B umfasst
eine erste Basisseitenflache 73, eine zweite Basis-
seitenflache 74, eine dritte Basisseitenflache 75 und
eine vierte Basisseitenflache 76 als vier Basisseitenf-
lachen. Die Basisseitenflachen 73 bis 76 sind zur
Seite gerichtete Flachen der Terahertz-Vorrichtung
10 (der Antennenbasis 70). Die Basisseitenflachen
73 bis 76 erstrecken sich in einer Richtung orthogo-
nal zur Basisriickflache 72.

[0513] Die erste Basisseitenflache 73 und die zweite
Basisseitenflache 74 sind in der x-Richtung einander
gegeniberliegend. In einer Betrachtung in der z-
Richtung, erstrecken sich die Basisseitenflachen 73
und 74 in der y-Richtung. Die Abmessung jeder der
Basisseitenflachen 73 und 74 der separaten Anten-
nenbasis 70B in der y-Richtung ist kleiner als die
Abmessung jeder der Basisseitenflachen 73 und 74
der separaten Antennenbasis 70G in der y-Richtung.
Die Abmessung jeder der Basisseitenflachen 73 und
74 der separaten Antennenbasis 70B in der y-Rich-
tung ist gleich der Abmessung jeder der Basisseitenf-
lachen 73 und 74 der separaten Antennenbasis 70H
in der der y-Richtung.

[0514] Die dritte Basisseitenflache 75 und die vierte
Basisseitenflache 76 sind in der y-Richtung einander
gegenuberliegend. In der z-Richtung betrachtet,
erstrecken sich die Basisseitenflachen 75 und 76 in
der x-Richtung. Die Abmessung jeder der Basissei-
tenflachen 75 und 76 der separaten Antennenbasis
70B in der x-Richtung ist kleiner als die Abmessung
jeder der Basisseitenflachen 75 und 76 der separa-
ten Antennenbasen 70G und 70H in der x-Richtung.

[0515] In der vorliegenden Ausfiihrungsform ist die
Antennenoberflache 81B der Antennenvertiefung
80B spharisch bzw. kugelférmig vertieft. Wie in
Fig. 53 gezeigt, ist die Antennenoberflache 81B in
einer Querschnittsansicht der separaten Antennen-
basis 70B, die entlang einer sich in der x-Richtung
und z-Richtung erstreckenden Ebene geschnitten
ist, so gekrimmt, dass sie in Richtung der Basisrick-
flache 72 vorsteht. In einer Querschnittsansicht der
separaten Antennenbasis 70B, die entlang einer
sich in der y-Richtung und z-Richtung erstreckenden
Ebene geschnitten ist, ist die Antennenoberflache
81B so gekruimmt, dass sie in Richtung der Basis-
ruckflache 72 vorsteht. Die Antennenoberflache
81B ist nach oben hin offen.

[0516] In einer Betrachtung von oben ist die Offnung
der Antennenoberflache 81B quadratisch. Insbeson-
dere ist die Offnung der Antennenoberfléche 81B an
dem offenen Ende 81Ba, das ein Ende der Offnung
an der ersten Basisseitenflache 73 ist, dem offenen
Ende 81Bb, das ein Ende der Offnung an der zweiten
Basisseitenflache 74 ist, dem offenen Ende 81Bc,
das ein Ende der Offnung an der dritten Basisseiten-
flache 75 ist, und dem offenen Ende 81Bd, das ein
Ende der Offnung an der vierten Basisseitenflache
76 ist, abgeschnitten. In einer Betrachtung von
oben erstreckt sich jedes der offenen Enden 81Ba
bis 81Bd geradlinig.

[0517] In einer Betrachtung von oben ist das offene
Ende 81Ba der Antennenoberflache 81 so angeord-
net, dass es die erste Basisseitenflache 73 Uber-
lappt, das offene Ende 81Bb ist so angeordnet,
dass es die zweite Basisseitenflache 74 Uberlappt,
das offene Ende 81Bc ist so angeordnet, dass es
die dritte Basisseitenflache 75 Uberlappt, und das
offene Ende 81Bd ist so angeordnet, dass es die
vierte Basisseitenflache 76 Gberlappt.

[0518] Der Reflexionsfilm 82B wird auf der Anten-
nenoberflache 81B gebildet. Der Reflexionsfilm 82B
ist auf der gesamten Antennenoberflache 81B aus-
gebildet. Der Reflexionsfilm 82B wird nicht auf der
Basishauptflache 71 der separaten Antennenbasis
70B gebildet.

[0519] In einer Betrachtung von oben ist die Offnung
des Reflexionsfiims 82B formidentisch mit der Off-
nung der Antennenoberflache 81B. In einer Betrach-
tung von oben umfasst die Offnung des Reflexions-
films 82B das offene Ende 82Ba, das das offene
Ende 81Ba der Antennenoberflache 81B (iberlappt,
das offene Ende 82Bb, das das offene Ende 81Bb
der Antennenoberflache 81B Uberlappt, ein offenes
Ende 82Bc, das das offene Ende 81Bc der Anten-
nenoberflache 81B (berlappt, ein offenes Ende
82Bd, das das offene Ende 81Bd der Antennenober-
flache 81B Uberlappt. In einer Betrachtung von oben
erstreckt sich jedes der offenen Enden 82Ba bis Bd
bzw. 82Bd geradlinig.

[0520] In einer Betrachtung von oben ist der Refle-
xionsfilm 82B so angeordnet, dass der Mittelpunkt P2
mit der Mitte der separaten Antennenbasis 70B
jeweils in der x- und y-Richtung zusammenfallt. In
einer Betrachtung von oben fallt der Mittelpunkt P2
des Reflexionsfilms 82B mit dem Mittelpunkt der
Antennenoberflaiche 81B zusammen. In einer
Betrachtung von oben ist die Antennenoberflache
81B also so angeordnet, dass der Mittelpunkt jeweils
in der x-Richtung und in der y-Richtung mit der Mitte
der separaten Antennenbasis 70B zusammenfallt.

[0521] In einer Betrachtung von oben hat eine senk-
rechte Linie zum offenen Ende 82Ba des Reflexions-
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films 82B, die durch den Mittelpunkt P2 des Refle-
xionsfilms 82B verlauft, eine Lange LS6, die kleiner
ist als ein Radius RB des Reflexionsfilms 82B. In
einer Betrachtung von oben hat eine senkrechte
Linie zum offenen Ende 82Bb des Reflexionsfiims
82B, die durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions-
films 82B verlauft, eine Lange LS7, die kleiner ist
als der Radius RB des Reflexionsfilms 82B. In einer
Betrachtung von oben hat eine senkrechte Linie zum
offenen Ende 82Bc des Reflexionsfiims 82B, die
durch den Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms 82B
verlauft, eine Lange LS8, die kleiner ist als der
Radius RB des Reflexionsfiims 82B. In einer
Betrachtung von oben hat eine senkrechte Linie
zum offenen Ende 82Bd des Reflexionsfiims 82B,
die sich durch den Mittelpunkt P2 des Reflexionsfilms
82B erstreckt, eine Lange LS9, die kleiner als der
Radius RB des Reflexionsfilms 82B ist.

[0522] Wie in Fig. 51 gezeigt, ist der Radius RB des
Reflexionsfilms 82B In einer Betrachtung von oben
durch eine doppelt gestrichelte Linie angedeutet,
wenn der Reflexionsfilm 82B kreisformig ist und kei-
nen Ausschnitt (,cutaway") aufweist. Die senkrechte
Linie zum offenen Ende 82Ba des Reflexionsfiims
82B und die senkrechte Linie zum offenen Ende
82Bb des Reflexionsfilms 82B verlaufen geradlinig
in der x-Richtung. Die senkrechte Linie zum offenen
Ende 82Bc des Reflexionsfilms 82B und die senk-
rechte Linie zum offenen Ende 82Bd des Reflexions-
films 82B verlaufen geradlinig in der y-Richtung. Die
Langen LS6 und LS7 erstrecken sich in der zweiten
Richtung (in der vorliegenden Ausfiihrungsform der
x-Richtung), die orthogonal zur ersten Richtung (in
der vorliegenden Ausfihrungsform der y-Richtung)
ist. Daher ist die Lange (LS6+LS7) des Reflexions-
films 82B in der zweiten Richtung kleiner als der
Durchmesser (2xRB) des Reflexionsfilms 82B. Die
Langen LS8 und LS9 erstrecken sich in der ersten
Richtung. Daher ist die Lange (LS8+LS9) des Refle-
xionsfilms 82B in der ersten Richtung kleiner als der
Durchmesser des Reflexionsfiims 82B. In einer
Betrachtung von oben ist der Reflexionsfilm 82B in
der ersten Richtung, in der die Reflexionsfilme 82A
bis 82C (siehe Fig. 37) angeordnet sind, kleiner als
in einer dritten Richtung, die sich von der ersten und
der zweiten Richtung unterscheidet, d.h. in der Rich-
tung, in der die Reflexionsfiime 82H, 82E und 82B
angeordnet sind. In einer Betrachtung von oben
schneidet die dritte Richtung die erste Richtung und
die zweite Richtung. In einer Betrachtung von oben
ist der Reflexionsfilm 82B in der zweiten Richtung
kleiner als in der dritten Richtung.

[0523] In einer Betrachtung von oben ist der Refle-
xionsfilm 82B im Wesentlichen formidentisch mit der
Antennenoberflache 81B. So ist das Verhaltnis des
Radius der Antennenoberflache 81B zu den Langen
der senkrechten Linien zu den offenen Enden 81Ba
bis 81Bd der Antennenoberflache 81B, die durch den

Mittelpunkt der Antennenoberflache 81B verlaufen,
dasselbe wie das Verhaltnis des Radius RB des
Reflexionsfilms 82B zu den Langen LR6 bis LR9
des Reflexionsfilms 82B. Der Radius der Antennen-
oberflache 81B bezieht sich auf den Radius der
Antennenoberflache 81B, die von oben betrachtet
kreisférmig ist und keinen Ausschnitt aufweist.

[0524] Wie in Fig. 53 gezeigt, umfasst der Refle-
xionsfilm 82B in einer Querschnittsansicht der sepa-
raten Antennenbasis 70B, die entlang einer Ebene
geschnitten ist, die sich in der x-Richtung und der z-
Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Reflexions-
films 82B erstreckt, einen bogenférmigen Teil, der
die gegenlberliegenden Endpunkte in der x-Rich-
tung verbindet und einen zentralen Winkel von weni-
ger als 180° hat. Auch, obwohl nicht gezeigt, umfasst
der Reflexionsfilm 82B in einer Querschnittsansicht
der separaten Antennenbasis 70B, die entlang einer
Ebene geschnitten ist, die sich in der y-Richtung und
der z-Richtung durch den Mittelpunkt P2 des Refle-
xionsfilms 82B erstreckt, einen bogenférmigen Teil,
der die gegeniiberliegenden Endpunkte in der y-
Richtung verbindet und einen zentralen Winkel von
weniger als 180° hat.

[0525] Wie in Fig. 53 gezeigt, umfasst die Anten-
nenoberflache 81B in einer Querschnittsansicht der
separaten Antennenbasis 70B, die entlang einer
Ebene geschnitten ist, die sich in der x-Richtung
und der z-Richtung durch den Mittelpunkt der Anten-
nenoberflache 81B erstreckt, einen bogenférmigen
Teil, der die gegeniberliegenden Endpunkte in der
x-Richtung verbindet und einen zentralen Winkel
von weniger als 180° hat. Auch in einer Querschnitt-
sansicht der separaten Antennenbasis 70B, die ent-
lang einer Ebene geschnitten ist, die sich in y-Rich-
tung und z-Richtung durch den Mittelpunkt der
Antennenoberfliche 81B erstreckt, umfasst die
Antennenoberflache 81B einen bogenférmigen Teil,
der die gegenuberliegenden Endpunkte in y-Rich-
tung verbindet und einen zentralen Winkel von weni-
ger als 180° aufweist, obwohl dies nicht gezeigt wird.

[0526] Die Antennenoberflache 81C der Antennen-
vertiefung 80C in der separaten Antennenbasis 70C,
die Antennenoberflache 81E der Antennenvertiefung
80E in der separaten Antennenbasis 70E und die
Antennenoberflache 81F der Antennenvertiefung
80F in der separaten Antennenbasis 70F sind form-
gleich mit der Antennenoberflaiche 81B. Die Refle-
xionsfilme 82C, 82E und 82F haben die gleiche
Form wie der Reflexionsfilm 82B.

[0527] Wie in Fig. 48 gezeigt, definieren die ersten
Basisseitenflachen der separaten Antennenbasen
70B und 70C die erste Basisseitenflache 73T der
Antennenbasis 70. Die vierten Basisseitenflachen
der separaten Antennenbasen 70C und 70F bilden
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die vierte Basisseitenflache 76T der Antennenbasis
70.

[0528] Der Gasraum 92 wird nun beschrieben.

[0529] Der Gasraum 92 wird durch die dielektrische
Hauptflache 51 und die Antennenoberflache 81 in
der gleichen Weise wie bei der ersten Ausfiihrungs-
form definiert. Insbesondere wird die Offnung der
Antennenvertiefungen 80 von der dielektrischen
Hauptflache 51 abgedeckt. Somit wird der Gasraum
92 durch die dielektrische Hauptflache 51 und die
Antennenoberflachen 81, die die Wandflachen der
Antennenvertiefungen 80 sind, definiert. Genauer
gesagt, wird der Gasraum 92 durch die dielektrische
Hauptflache 51 und die Antennenoberflachen 81A
bis 811 definiert. Insbesondere werden die Offnungen
der Antennenvertiefungen 80A bis 80l von der
dielektrischen Hauptflache 51 abgedeckt. In der vor-
liegenden Ausfiihrungsform ist die Klebeschicht 91
entlang der Umféange der Offnungen der Antennen-
vertiefungen 80A, 80D, 80G, 80H und 80l angeord-
net. Die Reflexionsfilme 82A bis 821 sind im Gas-
raum 92 angeordnet. Der Gasraum 92 umfasst
mehrere Gasraume 92, die durch die dielektrische
Hauptflache 51 und jede der Antennenvertiefungen
80A bis 80l definiert sind. In der vorliegenden Aus-
fihrungsform sind die Gasraume, die zu benachbar-
ten separaten Antennenbasen 70A bis 701 gehoren,
miteinander verbunden. In einem Beispiel, wie in
Fig. 52 gezeigt, ist der Gasraum 92E, der durch die
dielektrische Hauptflache 51 und die Antennenober-
flache 81E definiert ist, mit dem Gasraum 92D, der
durch die dielektrische Hauptflache 51 und die
Antennenoberflache 81D definiert ist, und dem Gas-
raum 92F, der durch die dielektrische Hauptflache 51
und die Antennenoberflache 81F definiert ist, ver-
bunden. Somit sind die Gasraume 92D bis 92F in
der ersten Richtung nebeneinander angeordnet und
in der ersten Richtung (in der vorliegenden Ausflih-
rungsform der y-Richtung), die die Anordnungsrich-
tung der Reflexionsfilme 82D bis 82F ist, miteinander
verbunden. Wie in Fig. 53 dargestellt, ist der Gas-
raum 92E mit dem Gasraum 92B, der durch die
dielektrische Hauptflache 51 und die Antennenober-
flache 81B definiert ist, und dem Gasraum 92H, der
durch die dielektrische Hauptflache 51 und die
Antennenoberfliche 81H definiert ist, verbunden.
Somit liegen die Gasraume 92B, 92E und 92H in
der zweiten Richtung nebeneinander und sind in
der zweiten Richtung (in der vorliegenden Ausflih-
rungsform der x-Richtung), die die Anordnungsrich-
tung der Reflexionsfilme 82B, 82E und 82H ist, mit-
einander verbunden.

[0530] Da der Gasraum 92 Gas umfasst, sind die
Beziehungen im Brechungsindex zwischen dem
Dielektrikum 50, dem Gasraum 92 und dem Tera-
hertz-Element 20 sowie der Ausbreitungsweg der
elektromagnetischen Wellen die gleichen wie bei

der ersten Ausfuhrungsform. Bei der vorliegenden
Ausfihrungsform ist der zu den Antennenoberfla-
chen 81A bis 81C, 81F und 81H gehdrende Gasraum
92 mit der AuRenseite der Antennenbasis 70 (der
Aullenseite der Terahertz-Vorrichtung 10) verbun-
den.

[0531] Wiein Fig. 54 gezeigt, umfasst die Terahertz-
Vorrichtung 10 in gleicher Weise wie die erste Aus-
fuhrungsform eine erste Elektrode 101, eine zweite
Elektrode 102, einen ersten leitenden Abschnitt 110
und einen zweiten leitenden Abschnitt 120. In der
vorliegenden Ausflhrungsform sind die beiden Elekt-
roden 101 und 102 und die beiden leitenden
Abschnitte 110 und 120 gemeinsame Elektroden fir
die separaten Antennenbasen 70A bis 70I.

[0532] Die erste Elektrode 101 ist nahe der ersten
dielektrischen Seitenflache 53 und der dritten dielekt-
rischen Seitenflache 55 angeordnet. Die erste Elekt-
rode 101 ist naher an der ersten dielektrischen Sei-
tenflache 53 als an der ersten Basisseitenflache 73T
der Antennenbasis 70 angeordnet. In einer Betrach-
tung in der z-Richtung ist die erste Elektrode 101
rechteckig, so dass die Langsrichtung in der y-Rich-
tung und die Querrichtung in der x-Richtung verlauft.

[0533] Die zweite Elektrode 102 ist nahe der zweiten
dielektrischen Seitenflache 54 und der vierten
dielektrischen Seitenflache 56 angeordnet. Die
zweite Elektrode 102 ist ndher an der zweiten dielekt-
rischen Seitenflache 54 als an der zweiten Basissei-
tenflache 74T der Antennenbasis 70 angeordnet. In
einer Betrachtung in der z-Richtung ist die zweite
Elektrode 102 rechteckig, so dass die Langsrichtung
in der y-Richtung und die Querrichtung in der x-Rich-
tung verlauft.

[0534] Der erste leitende Abschnitt 110 umfasst ein
erstes gemeinsames Drahtteil (,first common wire
part) 116A, ein zweites gemeinsames Drabhtteil
116B, ein erstes Drahtteil 117A, ein zweites Drahtteil
117B, ein drittes Drahtteil 117C, ein viertes Drahtteil
117D, ein flunftes Drahtteil 117E, ein sechstes Draht-
teil 117F, ein siebtes Drahtteil 117G, ein achtes
Drahtteil 117H, ein neuntes Drahtteil 1171 und eine
Drahtbasis (,wire base*) 118.

[0535] Die Drahtbasis 118 ist ein Drahtteil, das mit
der ersten Elektrode 101 verbunden ist. In einer
Betrachtung in der z-Richtung Gberlappt die Drahtba-
sis 118 die erste Elektrode 101. In einer Betrachtung
in der z-Richtung ist die Drahtbasis 118 bandférmig
und erstreckt sich in der y-Richtung. Die Drahtbasis
118 umfasst einen Abschnitt, der Uber die dritte
Basisseitenflache 75T der Antennenbasis 70 bis zu
einer Position nahe der dritten dielektrischen Seiten-
flache 55 vorsteht. Der erste leitende Abschnitt 110
umfasst eine ersten Saule 115, die die Drahtbasis
118 und die erste Elektrode 101 miteinander verbin-
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det. In einer Betrachtung in der z-Richtung Uberlappt
die erste Saule 115 sowohl die Drahtbasis 118 als
auch die erste Elektrode 101. Der erste Saule 115
ist zwischen der Drahtbasis 118 und der ersten Elekt-
rode 101 in der z-Richtung angeordnet und verbindet
die Drahtbasis 118 mit der ersten Elektrode 101.

[0536] Das erste gemeinsame Drahtteil 116A ist ein
mit der Drahtbasis 118 verbundenes Drahtteil und ist
naher an der dritten dielektrischen Seitenflache 55
als an der dritten Basisseitenflache 75T der Anten-
nenbasis 70 angeordnet. Das erste gemeinsame
Drahtteil 116A erstreckt sich in der x-Richtung. In
der y-Richtung betrachtet, erstreckt sich das erste
gemeinsame Drahtteil 116A so, dass er das Tera-
hertz-Element 20A, das Terahertz-Element 20D und
das Terahertz-Element 20G Uberlappt. Das erste
gemeinsame Drahtteil 116A ist mit dem ersten Draht-
teil 117A, dem vierten Drahtteil 117D und dem sieb-
ten Drahtteil 117G verbunden.

[0537] Das erste Drahtteil 117A verbindet das erste
gemeinsame Drahtteil 116A und das Terahertz-Ele-
ment 20A. Das erste Drahtteil 117A erstreckt sich
von dem ersten gemeinsamen Drahtteil 116A in
Richtung des Terahertz-Elements 20A in der y-Rich-
tung.

[0538] Das vierte Drahtteil 117D verbindet das erste
gemeinsamen Drahtteil 116A und das Terahertz-Ele-
ment 20D. Das vierte Drahtteil 117D erstreckt sich
von dem ersten gemeinsamen Drahtteil 116A in
Richtung des Terahertz-Elements 20D in der y-Rich-
tung.

[0539] Der siebte Drahtteil 117G verbindet den ers-
ten gemeinsamen Drahtteil 116A und das Terahertz-
Element 20G. Das siebte Drahtteil 117G erstreckt
sich von dem ersten gemeinsamen Drahtteil 116A
in Richtung des Terahertz-Elements 20G in der y-
Richtung.

[0540] Das zweite gemeinsame Drahtteil 116B ist
ein Drahtteil, das mit der Drahtbasis 118 verbunden
ist und naher an der vierten Basisseitenflache 76T
als die Mitte der Antennenbasis 70 in der y-Richtung
angeordnet ist. Insbesondere ist das zweite gemein-
same Drahtteil 116B zwischen dem Terahertz-Ele-
ment 20B und dem Terahertz-Element 20C, zwi-
schen dem Terahertz-Element 20E und dem
Terahertz-Element 20F und zwischen dem Tera-
hertz-Element 20H und dem Terahertz-Element 20I
in der y-Richtung angeordnet. Genauer gesagt, tiber-
lappt in einer Betrachtung von oben der zweite
gemeinsame Drahtteil 116B die Grenzflache zwi-
schen der separaten Antennenbasis 70B und der
separaten Antennenbasis 70C, die Grenzflache zwi-
schen der separaten Antennenbasis 70E und der
separaten Antennenbasis 70F, die Grenzflache zwi-
schen der separaten Antennenbasis 70H und der

separaten Antennenbasis 70l. Das zweite gemein-
same Drahtteil 116B ist mit dem zweiten Drahtteil
117B, dem dritten Drahtteil 117C, dem fiinften Draht-
teil 117E, dem sechsten Drahtteil 117F, dem achten
Drahtteil 117H und dem neunten Drahtteil 1171 ver-
bunden.

[0541] Das zweite Drahtteil 117B verbindet den
zweiten gemeinsamen Drahtteil 116B und das Tera-
hertz-Element 20B. Das zweite Drahtteil 117B
erstreckt sich von dem zweiten gemeinsamen Draht-
teil 116B in Richtung des Terahertz-Elements 20B in
der y-Richtung.

[0542] Das dritte Drahtteil 117C verbindet den zwei-
ten gemeinsamen Drahtteil 116B und das Terahertz-
Element 20C. Das dritte Drahtteil 117C erstreckt sich
von dem zweiten gemeinsamen Drahtteil 116B in
Richtung des Terahertz-Elements 20C in der y-Rich-
tung.

[0543] Das flinfte Drahtteil 117E verbindet den zwei-
ten gemeinsamen Drahtteil 116B und das Terahertz-
Element 20E. Das fiinfte Drahtteil 117E erstreckt sich
von dem zweiten gemeinsamen Drahtteil 116B in
Richtung des Terahertz-Elements 20E in der y-Rich-
tung.

[0544] Der sechste Drahtteil 117F verbindet das
zweite gemeinsamen Drahtteil 116B und das Tera-
hertz-Element 20F. Das sechste Drahtteil 117F
erstreckt sich von dem zweiten gemeinsamen Draht-
teil 116B in Richtung des Terahertz-Elements 20F in
der y-Richtung.

[0545] Das achte Drahtteil 117H verbindet das
zweite gemeinsame Drahtteil 116B und das Tera-
hertz-Element 20H. Das achte Drahtteil 117H
erstreckt sich von dem zweiten gemeinsamen Draht-
teil 116B in Richtung des Terahertz-Elements 20H in
der y-Richtung.

[0546] Das neunte Drahtteil 1171 verbindet das zwei-
ten gemeinsamen Drahtteil 116B und das Terahertz-
Element 201. Das neunte Drahtteil 1171 erstreckt sich
von dem zweiten gemeinsamen Drahtteil 116B in
Richtung des Terahertz-Elements 20l in der y-Rich-
tung.

[0547] Der zweite leitende Abschnitt 120 umfasst
ein erstes gemeinsames Drahtteil 126A, ein zweites
gemeinsames Drahtteil 126B, ein erstes Drahtteil
127A, ein zweites Drahtteil 127B, ein drittes Drahtteil
127C, ein viertes Drahtteil 127D, ein flinftes Drahtteil
127E, ein sechstes Drahtteil 127F, ein siebtes Draht-
teil 127G, ein achtes Drahtteil 127H, ein neuntes
Drahtteil 1271 und eine Drahtbasis 128.

[0548] Die Drahtbasis 128 ist ein Drahtteil, das mit
der zweiten Elektrode 102 verbunden ist. In einer
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Betrachtung in der z-Richtung Gberlappt die Drahtba-
sis 128 die zweite Elektrode 102. In einer Betrach-
tung in der z-Richtung ist die Drahtbasis 128 band-
formig und erstreckt sich in der y-Richtung. Die
Drahtbasis 118 umfasst einen Abschnitt, der Uber
die zweite Basisseitenflache 74T der Antennenbasis
70 bis zu einer Position nahe der zweiten dielektri-
schen Seitenflaiche 54 hinausragt. Der zweite lei-
tende Abschnitt 120 umfasst eine zweite Saule 125,
der die Drahtbasis 128 und die zweite Elektrode 102
miteinander verbindet. In einer Betrachtung in der z-
Richtung Uberlappt die zweite Saule 125 sowohl die
Drahtbasis 128 als auch die zweite Elektrode 102.
Die zweite Saule 125 ist zwischen der Drahtbasis
128 und der zweiten Elektrode 102 in der z-Richtung
angeordnet und verbindet die Drahtbasis 128 und die
zweite Elektrode 102.

[0549] Das erste gemeinsame Drahtteil 126A ist ein
mit der Drahtbasis 128 verbundenes Drahtteil und ist
naher an der vierten dielektrischen Seitenflache 56
als an der vierten Basisseitenflache 76T der Anten-
nenbasis 70 angeordnet. Das erste gemeinsame
Drahtteil 126A erstreckt sich in der x-Richtung. In
der y-Richtung betrachtet, erstreckt sich das erste
gemeinsame Drahtteil 126A so, dass es das Tera-
hertz-Element 20l, das Terahertz-Element 20F und
das Terahertz-Element 20C Uberlappt. Das erste
gemeinsame Drahtteil 126A ist mit dem dritten Draht-
teil 127C, dem sechsten Drahtteil 127F und dem
neunten Drahtteil 1271 verbunden.

[0550] Das dritte Drahtteil 127C verbindet das erste
gemeinsamen Drahtteil 126A und das Terahertz-Ele-
ment 20C. Das dritte Drahtteil 127C erstreckt sich
von dem ersten gemeinsamen Drahtteil 126A in
Richtung des Terahertz-Elements 20C in der y-Rich-
tung.

[0551] Das sechste Drahtteil 127F verbindet das
erste gemeinsame Drahtteil 126A und das Tera-
hertz-Element 20F. Das sechste Drahtteil 127F
erstreckt sich von dem ersten gemeinsamen Draht-
teil 126A in Richtung des Terahertz-Elements 20F in
der y-Richtung.

[0552] Das neunte Drahtteil 1271 verbindet das erste
gemeinsame Drahtteil 126A und das Terahertz-Ele-
ment 20l. Das neunte Drahtteil 1271 erstreckt sich
von dem ersten gemeinsamen Drahtteil 126A in
Richtung des Terahertz-Elements 20l in der y-Rich-
tung.

[0553] Das zweite gemeinsame Drahtteil 126B ist
ein Drahtteil, das mit der zweiten Elektrode 102 ver-
bunden ist und ndher an der dritten Basisseitenflache
75T als in der Mitte der Antennenbasis 70 in der y-
Richtung angeordnet ist. Insbesondere ist das zweite
gemeinsame Drahtteil 126B zwischen dem Tera-
hertz-Element 20G und dem Terahertz-Element

20H, zwischen dem Terahertz-Element 20D und
dem Terahertz-Element 20E und zwischen dem Tera-
hertz-Element 20A und dem Terahertz-Element 20B
in der y-Richtung angeordnet. Genauer gesagt Gber-
lappt in einer Betrachtung von oben das zweite
gemeinsame Drahtteil 126B die Grenzflache zwi-
schen der separaten Antennenbasis 70G und der
separaten Antennenbasis 70H, die Grenzflache zwi-
schen der separaten Antennenbasis 70D und der
separaten Antennenbasis 70E und die Grenzflache
zwischen der separaten Antennenbasis 70A und
der separaten Antennenbasis 70B. Das zweite
gemeinsame Drahtteil 126B ist mit dem ersten Draht-
teil 127A, dem zweiten Drahtteil 127B, dem vierten
Drahtteil 127D, dem flinften Drahtteil 127E, dem
siebten Drahtteil 127G und dem achten Drahtteil
127H verbunden.

[0554] Das erste Drahtteil 127A verbindet das
zweite gemeinsame Drahtteil 126B und das Tera-
hertz-Element 20A. Der erste Drahtteil 127A
erstreckt sich von dem zweiten gemeinsamen Draht-
teil 126B in Richtung des Terahertz-Elements 20A in
der y-Richtung.

[0555] Das zweite Drahtteil 127B verbindet das
zweite gemeinsame Drahtteil 126B und das Tera-
hertz-Element 20B. Das zweite Drahtteil 127B
erstreckt sich von dem zweiten gemeinsamen Draht-
teil 126B in Richtung des Terahertz-Elements 20B in
der y-Richtung.

[0556] Das vierte Drahtteil 127D verbindet das
zweite gemeinsame Drahtteil 126B und das Tera-
hertz-Element 20D. Das vierte Drahtteil 127D
erstreckt sich von dem zweiten gemeinsamen Draht-
teil 126B in Richtung des Terahertz-Elements 20D in
der y-Richtung.

[0557] Das fiinfte Drahtteil 127E verbindet das
zweite gemeinsame Drahtteil 126B und das Tera-
hertz-Element 20E. Das funfte Drahtteil 127E
erstreckt sich von dem zweiten gemeinsamen Draht-
teil 126B in Richtung des Terahertz-Elements 20E in
der y-Richtung.

[0558] Das siebte Drahtteil 127G verbindet das
zweite gemeinsame Drahtteil 126B und das Tera-
hertz-Element 20G. Das siebte Drahtteil 127G
erstreckt sich von dem zweiten gemeinsamen Draht-
teil 126B in Richtung des Terahertz-Elements 20G in
der y-Richtung.

[0559] Das achte Drahtteil 127H verbindet das
zweite gemeinsame Drahtteil 126B und das Tera-
hertz-Element 20H. Das achte Drahtteil 127H
erstreckt sich von dem zweiten gemeinsamen Draht-
teil 126B in Richtung des Terahertz-Elements 20H in
der y-Richtung.
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[0560] Die Verbindungsstruktur jedes der Drahtteile
117A bis 1171 und 127A bis 1271 mit dem Terahertz-
Element 20 wird nun beschrieben. Die Verbindungs-
struktur ist fir die Drahtteile 117A bis 1171 und 127A
bis 1271 gleich. Daher wird die Struktur der ersten
Drahtteile 117A und 127A beschrieben, wahrend
die Struktur der Drahtteile 117B bis 1171 und 127B
bis 1271 nicht beschrieben wird.

[0561] Wie in Fig. 55 gezeigt, umfasst das erste
Drahtteil 117A ein erstes Element-Gegenstick 111,
der dem ersten Pad 33a des Terahertz-Elements
20A in der z-Richtung gegenuberliegt, und einen ers-
ten Verbinder 113, der das erste Element-Gegen-
stlick 111 und das erste gemeinsame Drahtteil 116A
miteinander verbindet. Das erste Element-Gegen-
stick 111 definiert ein distales Ende des ersten
Drahtteils 117A.

[0562] Das erste Element-Gegenstiick 111 ist zwi-
schen dem Terahertz-Element 20A und dem Refle-
xionsfilm 82A angeordnet. In der z-Richtung betrach-
tet, Uberlappt das erste Element-Gegenstlick 111
zumindest teilweise das erste Pad 33a. Das erste
Element-Gegenstiick 111 liegt dem Reflexionsfilm
82A in der z-Richtung gegeniber. Das erste Ele-
ment-Gegenstlick erstreckt sich in der x-Richtung in
Ubereinstimmung mit dem ersten Pad 33a, das sich
in der x-Richtung erstreckt. In einem Beispiel ist das
erste Element-Gegenstick 111 rechteckig, so dass
sich die Langsrichtung in der x-Richtung und die
Querrichtung in der y-Richtung erstreckt.

[0563] Das erste Drahtteil 117A umfasst einen ers-
ten Hocker 114, der zwischen dem ersten Element-
gegenstick 111 und dem ersten Pad 33a angeordnet
ist. Das Terahertz-Element 20A ist Uber den ersten
Hocker 114 auf dem ersten Element-Gegenstiick
111 flip-chip-montiert. Das erste Pad 33a und das
erste Element-Gegenstiick 111 sind durch den ersten
Hocker 114 elektrisch verbunden.

[0564] In der vorliegenden Ausfihrungsform sind
mehrere erste Hocker 114 vorgesehen. In einem Bei-
spiel sind mehrere (in der vorliegenden Ausfiihrungs-
form zwei) erste Hocker 114 in der x-Richtung in
Ubereinstimmung mit dem ersten Pad 33a und dem
ersten Elementgegenstick 111 angeordnet, das sich
in der x-Richtung erstreckt. In einer Betrachtung in
der z-Richtung sind das erste Element-Gegenstick
111 und der erste Hocker 114 so angeordnet, dass
sie den Empfangspunkt P1 nicht Gberlappen. Die
Form des ersten Hockers 114 ist z.B. ein tetragonaler
Stab. Der erste Hocker 114 ist jedoch nicht auf diese
Form beschrankt und kann jede beliebige Form
haben.

[0565] Der erste Hocker 114 kann eine einschichtige
Struktur oder eine mehrschichtige Struktur aufwei-
sen. In einem Beispiel kann der erste Hocker 114

eine mehrschichtige Struktur aufweisen, die eine
Metallschicht mit Cu, eine Metallschicht mit Ti und
eine Legierungsschicht mit Sn umfasst. Ein Beispiel
fur eine Sn enthaltende Legierungsschicht ist eine
Sn-Sb-basierte Legierungsschicht oder eine Sn-Ag-
basierte Legierungsschicht.

[0566] Eine erste Isolationsschicht kann auf dem
ersten Element-Gegenstick 111 gebildet werden,
um den ersten Hocker 114 zu umgeben. Die erste
Isolationsschicht kann rahmenférmig sein und sich
nach oben hin 6ffnen, so dass der erste Hocker 114
in der ersten lIsolationsschicht untergebracht ist.
Dadurch wird eine unerwiinschte seitliche Ausdeh-
nung des ersten Hockers 114 begrenzt. Die erste Iso-
lationsschicht kann weggelassen werden.

[0567] Der erste Verbinder 113 ist zwischen dem
ersten Element-Gegenstliick 111 und dem ersten
gemeinsamen Drahtteil 116A angeordnet und hat
eine Breite in der x-Richtung und erstreckt sich in
der y-Richtung. Der erste Verbinder 113 liegt dem
Reflexionsfilm 82A in der z-Richtung teilweise
gegeniber. Das heil’t, der erste Verbinder 113 ist
so angeordnet, dass er den Reflexionsfilm 82A teil-
weise Uberlappt. Mit anderen Worten, in z-Richtung
betrachtet, hat der erste Verbinder 113 einen Teil, der
den Reflexionsfilm 82A Uberlappt, und einen Teil, der
den Reflexionsfilm 82A nicht tberlappt.

[0568] In der vorliegenden Ausfiihrungsform ist die
Breite des ersten Verbinders 113 kleiner als die
Breite des ersten Element-Gegenstiicks 111. Insbe-
sondere ist die Breite des ersten Verbinders 113
(Abmessung in der x-Richtung) so festgelegt, dass
sie kleiner als die Breite des ersten Element-Gegen-
stlicks 111 (Abmessung in der x-Richtung) ist.

[0569] Der erste Verbinder 113 umfasst einen ersten
Verbindungskérper 113a, der eine geringere Breite
als das erste Element-Gegenstiick 111 hat, und ein
erstes Element-Verjingungsteil 113b, das in der
Langsrichtung des ersten Verbindungskdrpers 113a
nahe dem ersten Element-Gegenstlck 111 angeord-
net ist.

[0570] Die Langsrichtung des ersten Verbindungs-
korpers 113a erstreckt sich in der y-Richtung und
der erste Verbindungskdérper 113a hat eine feste
Breite in der x-Richtung. In einer Betrachtung in der
z-Richtung Uberlappt der erste Verbindungskoérper
113a den Reflexionsfilm 82A. Der erste Verbindungs-
korper 113a verbindet das erste Element-
Gegenstick 111 und das erste gemeinsame Drahtteil
116A. Die Breite W1 des ersten Verbindungskdrpers
113aist kleiner als die Breite W2 des ersten Element-
Gegensticks 111.

[0571] Das erste Element-Verjungungsteil 113b,
verbindet den ersten Verbindungskérper 113a und
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das erste Element-Gegenstick 111. In einem Bei-
spiel ist in einer Betrachtung in der z-Richtung das
erste Element-Verjingungsteil 113b in der x-Rich-
tung neben dem Terahertz-Element 20A angeordnet
und Uberlappt den Reflexionsfilm 82A.

[0572] Die Breite des erste Element-Verjliingungs-
teils 113b nimmt von dem ersten Verbindungskérper
113a zu dem des ersten Element-Gegenstick 111
allmahlich zu. In der vorliegenden Ausflihrungsform
umfasst das erste Element-Verjlingungsteil 113b
zwei erste Element-Schragflachen 113ba, die von
dem ersten Verbindungskorper 113a zu dem ersten
Element-Gegenstick 111 allmahlich voneinander
weg geneigt sind.

[0573] In dieser Struktur sind das erste Pad 33a des
Terahertz-Elements 20A und die erste Elektrode 101
durch den ersten Hocker 114, das erste Element-
Gegenstlick 111, den ersten Verbinder 113, das
erste gemeinsame Drahtteil 116A, die Drahtbasis
118 und die erste Saule 115 elektrisch verbunden.

[0574] Das erste Drahtteil 127A bildet einen Teil
einer Leiterbahn, die das Terahertz-Element 20A
und die zweite Elektrode 102 elektrisch verbindet.
In der vorliegenden Ausflihrungsform sind das erste
Drahtteil 117A und das erste Drahtteil 127A in einer
Betrachtung in der der z-Richtung um 180° gegenei-
nander versetzt und liegen sich in der y-Richtung
gegeniber. In einer Betrachtung in der z-Richtung
erstrecken sich die Drahtteile 117A und 127A vom
Terahertz-Element 20A aus in radialer Richtung des
Reflexionsfilms 82A.

[0575] Insbesondere erstrecken sich in der vorlie-
genden Ausflhrungsform, in einer Betrachtung in
der z-Richtung, die Drahtteile 117A und 127A von
dem Terahertz-Element 20A weg. Insbesondere
erstreckt sich das erste Drahtteil 117A n einer
Betrachtung in der z-Richtung von dem Terahertz-
Element 20A in Richtung der dritten dielektrischen
Seitenflache 55 in der y-Richtung. In einer Betrach-
tung in der z-Richtung erstreckt sich das erste Draht-
teil 127A von dem Terahertz-Element 20A in Rich-
tung der vierten dielekirischen Seitenflache 56 in
der y-Richtung.

[0576] Das erste Drahtteil 127A umfasst ein zweites
Element-Gegenstiick 121, das dem zweiten Pad 34a
des Terahertz-Elements 20A in der z-Richtung
gegeniberliegt, und einen zweiten Verbinder 123,
der das zweite Element-Gegenstick 121 und das
zweite gemeinsame Drahtteil 126B verbindet. In der
vorliegenden Ausflihrungsform definiert das zweite
Element-Gegenstiick 121 ein distales Ende des ers-
ten Drahtteils 127A.

[0577] Der zweite Element-Gegenstlick 121 ist zwi-
schen dem Terahertz-Element 20A und dem Refle-

xionsfilm 82A angeordnet. In einer Betrachtung in
der z-Richtung Uuberlappt das zweite Element-
Gegenstick 121 zumindest teilweise das zweite
Pad 34a. Das zweite Element-Gegenstick 121 liegt
dem Reflexionsfilm 82A in der z-Richtung gegen-
Uber. Das zweite Element-Gegenstlick 121 erstreckt
sich in der x-Richtung in Ubereinstimmung mit dem
zweiten Pad 34a, das sich in der x-Richtung
erstreckt. In einem Beispiel ist das zweite Element-
Gegenstick 121 rechteckig, so dass sich die Langs-
richtung in der x-Richtung und die Querrichtung in
der y-Richtung erstreckt.

[0578] In der vorliegenden Ausfiihrungsform sind
die Element-Gegenstuicke 111 und 121 in der y-Rich-
tung einander gegeniberliegend, wobei die Pads
33a und 34a in der y-Richtung getrennt sind. Das
Dielektrikum 50 ist zwischen den beiden Element-
Gegenstiicken 111 und 121 angeordnet, und die bei-
den Element-Gegenstiicke 111 und 121 sind durch
das Dielektrikum 50 isoliert. Mit anderen Worten
erstrecken sich die beiden Drahtteile 117A und
127A voneinander weg in Richtungen, die sich von
den Element-Gegenstiicken 111 und 121, die vonei-
nander getrennt sind, weg erstrecken.

[0579] In der vorliegenden Ausfiihrungsform sind
die beiden Drahtteile 117A und 127A symmetrisch
in der y-Richtung in Bezug auf den Empfangspunkt
P1 angeordnet. Dadurch werden Auswirkungen auf
den Strahlungsmodus, die durch eine Asymmetrie
der beiden Drahtteile 117A und 127A verursacht wir-
den, reduziert. Die beiden Drahtteile 117A und 127A
kénnen in der der x-Richtung in Bezug auf den Emp-
fangspunkt P1 asymmetrisch angeordnet sein.

[0580] Das erste Drahtteil 127A umfasst einen zwei-
ten Hocker 124, der zwischen dem zweiten Element-
Gegenstlick 121 und dem zweiten Pad 34a angeord-
netist. Das Terahertz-Element 20A ist Uber den zwei-
ten Hocker 124 auf dem zweiten Element-Gegen-
stick 121 flip-chip-montiert. Das zweite Pad 34a
und das zweite Element-Gegenstlick121 sind durch
den zweiten HAocker 124 elektrisch verbunden.

[0581] Bei der vorliegenden Ausfiihrungsform sind
mehrere zweite Hocker 124 vorgesehen. In einem
Beispiel sind mehrere (in der vorliegenden Ausfih-
rungsform zwei) zweite Hocker 124 in der x-Richtung
in Ubereinstimmung mit dem zweiten Pad 34a und
dem zweiten Element-Gegenstiick 121 angeordnet,
die sich in der x-Richtung erstrecken. In einer
Betrachtung in der z-Richtung sind das zweite Ele-
ment-Gegenstlick 121 und der zweite Hocker 124
so angeordnet, dass sie den Empfangspunkt P1
nicht Uberlappen. Der erste Hocker 114 und der
zweite Hocker 124 sind in der x-Richtung voneinan-
der getrennt und einander gegenlberliegend ange-
ordnet und in der y-Richtung zueinander ausgerich-
tet. Der erste Hocker 114 und der zweite Hocker 124
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kénnen sich jedoch in der y-Richtung an unterschied-
lichen Positionen befinden.

[0582] Der zweite Verbinder 123 ist zwischen dem
zweiten Element-Gegenstiick 121 und dem zweiten
gemeinsamen Drahtteil 126B angeordnet und hat
eine Breite in der x-Richtung und erstreckt sich in
der y-Richtung. Der zweite Verbinder 123 liegt dem
Reflexionsfiim 82A in der z-Richtung teilweise
gegenulber. Das heildt, der zweite Verbinder 123 ist
so angeordnet, dass er den Reflexionsfilm 82A teil-
weise Uberlappt. Mit anderen Worten hat der zweite
Verbinder 123 in einer Betrachtung in der z-Richtung
einen Teil, der den Reflexionsfilm 82A iberlappt, und
einen Teil, der den Reflexionsfilm 82A nicht ber-

lappt.

[0583] In der vorliegenden Ausfiihrungsform ist die
Breite des zweiten Verbinders 123 kleiner als die
Breite des zweiten Element-Gegensticks 121. Ins-
besondere ist die Breite des zweiten Verbinders 123
(Abmessung in der x-Richtung) so festgelegt, dass
sie kleiner ist als die Breite des zweiten Element-
Gegenstlicks 121 (Abmessung in der x-Richtung).

[0584] Der zweite Verbinder 123 umfasst einen
zweiten Verbindungskorper 123a, der eine geringere
Breite als das zweite Element-Gegenstiick 121 auf-
weist, und ein zweites Element-Verjingungsteil
123b, das sich in Langsrichtung des zweiten Verbin-
dungskorpers 123a nahe dem zweiten Element-
Gegenstlick 121 befindet.

[0585] Die Langsrichtung des zweiten Verbindungs-
kérpers 123a erstreckt sich in der y-Richtung, und
der zweite Verbindungskérper 123a hat eine feste
Breite in der x-Richtung. In einer Betrachtung in der
z-Richtung Uberlappt der zweite Verbindungskérper
123a den Reflexionsfiim 82A. Der zweite Verbin-
dungskorper 123a verbindet das zweite Element-
Gegenstick 121 und das zweite gemeinsame Draht-
teil 126B. Die Breite W3 des zweiten Verbindungs-
korpers 123a ist kleiner als die Breite W4 des zweiten
Element-Gegenstiicks 121.

[0586] Die Breite des zweiten Element-Verjin-
gungsteils 123b nimmt von dem zweiten Verbin-
dungskoérper 123a zu dem zweiten Element-Gegen-
stick 121 allmahlich zu. In der vorliegenden
Ausfihrungsform umfasst das zweite Element-Ver-
jungungsteil 123b zwei zweite Element-Schragfla-
chen 123ba, die von dem zweiten Verbindungskor-
per 123a zu dem zweiten Element-Gegenstick 121
allmahlich voneinander weg geneigt sind.

[0587] In dieser Struktur sind das zweite Pad 34a
des Terahertz-Elements 20A und die zweite Elekt-
rode 102 durch den zweiten Hocker 124, das zweite
Element-Gegenstick 121, den zweiten Verbinder
123, das zweite gemeinsame Drahtteil 126B, die

Drahtbasis 128 und die zweite Saule 125 elektrisch
verbunden.

[0588] In der vorliegenden Ausfiihrungsform sind
die Reflexionsfilme 82A bis 82| elektrisch isoliert.
Genauer gesagt, sind die Reflexionsfilme 82A bis
82| von den beiden Elektroden 101 und 102 und
den beiden leitenden Abschnitten 110 und 120 elekt-
risch isoliert.

Funktionsweise

[0589] Die Funktionsweise der Terahertz-Vorrich-
tung 10 der vorliegenden Ausfiihrungsform wird nun
unter Bezugnahme auf Fig. 56 beschrieben.

[0590] Fig. 56 ist eine vergroRRerte Ansicht der sepa-
raten Antennenbasen 70D, 70E, 70G, und 70H und
deren Umgebung.

[0591] Wie in Fig. 56 gezeigt, ist ein Zwischenele-
mentabstand Lde der Abstand zwischen dem Emp-
fangspunkt P1 des Terahertz-Elements 20D und dem
Empfangspunkt P1 des Terahertz-Elements 20E in
der ersten Richtung (in der vorliegenden Ausfih-
rungsform der y-Richtung), welche die Anordnungs-
richtung des Reflexionsfims 82D und des Refle-
xionsfilms 82E ist. Der Zwischenelementabstand
Lde ist kleiner als der Durchmesser (2xRadius RD
des Reflexionsfilms 82D) des Reflexionsfilms 82D.
Obwohl nicht dargestellt, ist der Zwischenelementab-
stand Lde kleiner als der Durchmesser des Refle-
xionsfilms 82E. Da der Reflexionsfilm 82E die gleiche
Form wie der Reflexionsfilm 82B hat, betragt der
Durchmesser des Reflexionsfiims 82E das Zweifa-
che des Radius RB (siehe Fig. 51) des Reflexions-
films 82B.

[0592] Ein Zwischenelementabstand Ldg ist der
Abstand zwischen dem Empfangspunkt P1 des Tera-
hertz-Elements 20D und dem Empfangspunkt P1
des Terahertz-Elements 20G in der zweiten Richtung
(in der vorliegenden Ausfihrungsform der x-Rich-
tung), welche die Anordnungsrichtung des Refle-
xionsfilms 82E und des Reflexionsfiims 82G ist. Der
Zwischenelementabstand Ldg ist kleiner als der
Durchmesser des Reflexionsfilims 82D. Der Zwi-
schenelementabstand Ldg ist auch kleiner als der
Durchmesser des Reflexionsfilms 82G (2xRadius
RG des Reflexionsfilms 82G).

[0593] Ein Zwischenelementabstand Lgh ist der
Abstand zwischen dem Empfangspunkt P1 des Tera-
hertz-Elements 20H und dem Empfangspunkt P1
des Terahertz-Elements 20G in der ersten Richtung
(in der vorliegenden Ausfihrungsform der y-Rich-
tung), welche die Anordnungsrichtung des Refle-
xionsfilms 82H und des Reflexionsfilms 82G ist. Der
Zwischenelementabstand Lgh ist kleiner als der
Durchmesser des Reflexionsfilms 82G. Der Zwi-

73/180



DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06

schenelementabstand Lgh ist kleiner als der Durch-
messer des Reflexionsfilms 82H (2xRadius RH des
Reflexionsfilms 82H).

[0594] Ein Zwischenelementabstand Leh ist der
Abstand zwischen dem Empfangspunkt P1 des Tera-
hertz-Elements 20H und dem Empfangspunkt P1
des Terahertz-Elements 20E in der zweiten Richtung
(in der vorliegenden Ausfiihrungsform der x-Rich-
tung), welche die Anordnungsrichtung des Refle-
xionsfilms 82H und des Reflexionsfilms 82E ist. Der
Zwischenelementabstand Leh ist kleiner als der
Durchmesser des Reflexionsfiims 82G. Der Zwi-
schenelementabstand Leh ist ebenfalls geringer als
der Durchmesser des Reflexionsfilms 82E.

[0595] Obwohl nicht dargestellt, sind die Zwischen-
elementabstande zwischen den Terahertz-Elemen-
ten 20A, 20B, 20C, 20F und 20l in der ersten Rich-
tung und der zweiten Richtung die gleichen wie die
Zwischenelementabstande zwischen den Terahertz-
Elementen 20D, 20E, 20G und 20H in der ersten
Richtung und der zweiten Richtung.

[0596] Wie oben beschrieben, ist in den Anord-
nungsrichtungen der separaten Antennenbasen (die
erste Richtung und die zweite Richtung) der Zwi-
schenelementabstand zwischen den Empfangs-
punkten P1 der nebeneinander liegenden Tera-
hertz-Elemente 20 geringer als der Durchmesser
des Reflexionsfilms 82. Dadurch wird der Abstand
zwischen benachbarten Terahertz-Elementen 20 in
der Anordnungsrichtung verringert.

Vorteile

[0597] Die Terahertz-Vorrichtung 10 der vorliegen-
den Ausfiuhrungsform hat zusatzlich zu den Vorteilen
der ersten Ausfuhrungsform die folgenden Vorteile.

[0598] (3-1) In einer Betrachtung in der z-Richtung
sind die Reihe der in der y-Richtung aufgereihten
Terahertz-Elemente 20A bis 20C, die Reihe der in
der y-Richtung aufgereihten Terahertz-Elemente
20D bis 20F und die Reihe der in der y-Richtung auf-
gereihten Terahertz-Elemente 20G bis 20l in der x-
Richtung getrennt bzw. beabstandet. Diese Struktur
erweitert den Detektionsbereich der Terahertz-Vor-
richtung 10 in der x-Richtung.

[0599] (3-2) In einer Betrachtung in der z-Richtung
ist die Abmessung jedes der Reflexionsfilme 82A,
82D und 82G in der zweiten Richtung (in der vorlie-
genden Ausfuhrungsform der x-Richtung), welche
die Anordnungsrichtung des Reflexionsfiims 82A
der separaten Antennenbasis 70A, des Reflexions-
films 82D der separaten Antennenbasis 70D und
des Reflexionsfilms 82G der separaten Antennenba-
sis 70G ist, kleiner als der Durchmesser jedes der
Reflexionsfilme 82A, 82D und 82G. Dasselbe gilt fir

die Reflexionsfilme 82B, 82E und 82H und die Refle-
xionsfilme 82C, 82F und 82I.

[0600] Diese Struktur verringert den Abstand zwi-
schen benachbarten Terahertz-Elementen 20 in der
zweiten Richtung. Dadurch wird die Aufldsung der
Terahertz-Vorrichtung 10 im Detektionsbereich ver-
bessert.

[0601] (3-3) In einer Betrachtung von oben ist der
umlaufende Teil jedes der Reflexionsfilme 82A, 82D
und 82G, der Bogenendpunkte in der zweiten Rich-
tung, welche die Anordnungsrichtung der Reflexions-
filme 82A, 82D und 82G ist, verbindet, bogenférmig
und hat einen zentralen Winkel von weniger als 180°.

[0602] Diese Struktur ermoglicht es, dass die Refle-
xionsfilme 82A, 82D und 82G ein solches Verhaltnis
aufweisen, dass die Lange LS3 der Reflexionsfilm
82A, die Lange der Reflexionsfiim 82D und die
Léange LS1 der Reflexionsfilm 82G kleiner sind als
der Radius der Reflexionsfilme 82A, 82D und 82G,
wahrend die Reflexionsfiime 82A, 82D und 82G
eine Kugelform mit einer festen Krimmung behalten.
Da der Reflexionsfilm 82D die gleiche Form wie der
Reflexionsfilm 82A hat, ist die Lange des Reflexions-
films 82D gleich der Léange LS3 des Reflexionsfilms
82A.

[0603] (3-4) In einer Betrachtung von oben erstreckt
sich die Grenzflache bzw. Schnittstelle zwischen
benachbarten Reflexionsfilmen 82A bis 82I geradli-
nig. Diese Struktur ermdglicht es, dass jeder der
Reflexionsfilme 82A bis 82l ein solches Verhaltnis
hat, dass die Lange der Reflexionsfilme 82A bis 82I
in jeder der ersten Richtung und der zweiten Rich-
tung kleiner ist als der Radius der Reflexionsfilme
82A bis 82I, wahrend die Reflexionsfilme 82A bis
82l eine kugelférmige Form mit einer festen Krim-
mung behalten.

[0604] (3-5) Der Gasraum, der durch die Antennen-
oberflache 81A und das Dielektrikum 50 definiert ist,
der Gasraum 92D, der durch die Antennenoberfla-
che 81D und das Dielektrikum 50 definiert ist, und
der Gasraum 92, der durch die Antennenoberflache
81G und das Dielektrikum 50 definiert ist, sind an der
Grenzflache zwischen dem Reflexionsfilm 82A (der
Antennenoberflache 81A) und dem Reflexionsfilm
82D (der Antennenoberflache 81D) und der Grenz-
flache zwischen dem Reflexionsfilm 82D (der Anten-
nenoberflache 81D) und dem Reflexionsfiim 82G
(der Antennenoberflache 81G) in der zweiten Rich-
tung verbunden. Dasselbe gilt fur den Gasraum
92B, der durch die Antennenoberflache 81B und
das Dielektrikum 50 definiert ist, den Gasraum 92E,
der durch die Antennenoberflache 81E und das
Dielektrikum 50 definiert ist, und den Gasraum 92H,
der durch die Antennenoberflache 81H und das
Dielektrikum 50 definiert ist. Dasselbe gilt fir den
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Gasraum, der durch die Antennenoberflache 81C
und das Dielektrikum 50 definiert ist, den Gasraum,
der durch die Antennenoberflache 81F und das
Dielektrikum 50 definiert ist, und den Gasraum, der
durch die Antennenoberflache 811 und das Dielektri-
kum 50 definiert ist. Diese Struktur hat den oben
beschriebenen Vorteil (3-2).

Modifizierte Beispiele

[0605] Die Ausfiihrungsformen sind ein Beispiel fir
eine Terahertz-Vorrichtung im Sinne der vorliegen-
den Offenbarung, ohne dass damit eine Einschran-
kung beabsichtigt ist. Die Terahertz-Vorrichtung
gemald der vorliegenden Offenbarung kann in For-
men bzw. Ausgestaltungen anwendbar sein, die von
den obigen Ausfiihrungsformen abweichen. In einem
Beispiel fir eine solche Form wird die Struktur bzw.
der Aufbau der Ausfiihrungsformen teilweise ersetzt,
geandert oder weggelassen, oder es wird eine wei-
tere Struktur zu den Ausflihrungsformen hinzuge-
fugt. Die im Folgenden beschriebenen modifizierten
Beispiele konnen miteinander kombiniert werden,
sofern es keine technischen Widerspriiche gibt. Der
Einfachheit halber werden die folgenden modifizier-
ten Beispiele grundsatzlich anhand der ersten Aus-
fihrungsform beschrieben. Es sind jedoch auch
andere Ausflihrungsformen anwendbar, sofern
keine technischen Unstimmigkeiten bestehen.

Modifizierte Beispiele in Bezug auf Draht

[0606] Bei der ersten und der zweiten Ausfihrungs-
form kann mindestens eines von dem ersten Ele-
ment-Verjungungsteil 113b und dem ersten Elektro-
den-Verjungungsteil 113c weggelassen werden.
Ebenso kann mindestens eines von dem zweiten
Element-Verjingungsteil 123b und dem zweiten
Elektroden-Verjungungsteil 123c weggelassen wer-
den.

[0607] Bei der dritten Ausfiihrungsform kann das
erste Element-Verjingungsteil 113b weggelassen
werden. Ebenso kann das zweite Element-Verjin-
gungsteil 123b weggelassen werden.

[0608] In jeder Ausflihrungsform kénnen die Verbin-
der 113 und 123 teilweise die gleiche Breite haben
wie die Element-Gegenstiicke 111 und 121. Genauer
gesagt, kdénnen die Verbinder 113 und 123 eine belie-
bige Breite haben, die zumindest teilweise kleiner ist
als die Breite der Element-Gegenstlicke 111 und
121.

[0609] In jeder Ausflihrungsform kénnen die Breiten
W1 und W3 der Verbindungskérper 113a und 123a
gleich den Breiten W2 und W4 der Element-Gegen-
stlicke 111 und 121 sein. Das heil3t, die Verbinder
113 und 123 und die Element-Gegenstiicke 111 und
121 kdnnen die gleiche Breite haben. Bei der ersten

und zweiten Ausfuhrungsform kdnnen die Breiten
W1 und W3 der Verbindungskérper 113a und 123a
auch gleich den Breiten der Elektroden-Gegenstiicke
112 und 122 sein. Die Breiten W2 und W4 der Ele-
ment-Gegensticke 111 und 121 kdnnen gleich oder
unterschiedlich zu den Breiten der Elektroden-
Gegensticke 112 und 122 sein.

[0610] In der ersten und zweiten Ausfihrungsform
kdénnen die Element-Gegenstiicke 111 und 121 und
die Elektroden-Gegenstiicke 112 und 122 eine belie-
bige spezifische Form haben und in einer Betrach-
tung in der z-Richtung kreisférmig oder elliptisch
sein. Bei der dritten Ausflihrungsform kénnen die
Element-Gegenstiicke 111 und 121 eine beliebige
Form haben und in einer Betrachtung in der z-Rich-
tung kreisférmig oder elliptisch sein.

[0611] Injeder Ausfiihrungsform konnen die Elektro-
den 101 und 102, in einer Betrachtung in der z-Rich-
tung, den Reflexionsfilm 82 zumindest teilweise
Uberlappen.

[0612] In der ersten Ausfihrungsform kénnen die
erste Elektrode 101 und der leitende Abschnitt 110
in einer Betrachtung von oben gegenlber der zwei-
ten Elektrode 102 und dem leitenden Abschnitt 120
um 180° um den Empfangspunkt P1 des Terahertz-
Elements 20 verschoben sein. Mit anderen Worten
kdénnen die erste Elektrode 101 und der leitende
Abschnitt 110, von oben betrachtet, der zweiten
Elektrode 102 und dem leitenden Abschnitt 120 in
einer Richtung orthogonal zur Anordnungsrichtung
der separaten Antennenbasen 70A bis 70C gegenu-
berliegen.

[0613] In einem Beispiel, wie in Fig. 57 gezeigt, lie-
gen die erste Elektrode 101A und der leitende
Abschnitt 110A der zweiten Elektrode 102A und
dem leitenden Abschnitt 120A in der x-Richtung
gegeniber. Die erste Elektrode 101B und der lei-
tende Abschnitt 110B liegen der zweiten Elektrode
102B und dem leitenden Abschnitt 120B in der x-
Richtung gegenulber. Die erste Elektrode 101C und
der leitende Abschnitt 110C liegen der zweiten Elekt-
rode 102C und dem leitenden Abschnitt 120C in der
x-Richtung gegeniber. In dem dargestellten Beispiel
sind die ersten Elektroden 101A bis 101C am ersten
Vorsprung 61 des Dielektrikums 50 angeordnet. Die
zweiten Elektroden 102A bis 102C sind auf dem
zweiten Vorsprung 62 des Dielektrikums 50 angeord-
net.

[0614] Die leitenden Abschnitte 110A bis 110C und
120A bis 120C sind im Wesentlichen formgleich mit
den leitenden Abschnitten 110A bis 110C und 120A
bis 120C der ersten Ausfuhrungsform. In den leiten-
den Abschnitten 110A bis 110C unterscheiden sich
die Position und die Form des ersten Element-
Gegensticks 111 von denen des ersten Element-

75/180



DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06

Gegenstucks 111 in der ersten Ausfihrungsform. In
den leitenden Abschnitten 120A bis 120C unter-
scheiden sich die Position und die Form des zweiten
Element-Gegenstiicks 121, von denen des zweiten
Element-Gegenstlicks 121 in der ersten Aus-
fihrungsform.

[0615] Wie in Fig. 57 gezeigt, befindet sich der lei-
tende Abschnitt 110A in der x-Richtung nahe der Ele-
mentseitenflache 23 des Terahertz-Elements 20A
und der leitende Abschnitt 120A befindet sich nahe
der Elementseitenflache 24 des Terahertz-Elements
20B. In der y-Richtung sind die leitenden Abschnitte
110A und 120A in der Mitte des Terahertz-Elements
20A angeordnet. Das Gleiche qilt fur die Lagebezie-
hung zwischen den leitenden Abschnitten 110B und
120B und dem Terahertz-Element 20B sowie fiir die
Lagebeziehung zwischen den leitenden Abschnitten
110C und 120C und dem Terahertz-Element 20C.

[0616] Die Breite (Abmessung in der y-Richtung)
des ersten Element-Gegenstiicks 111 des leitenden
Abschnitts 110A ist groRer als die Breite des ersten
Element-Gegenstiicks 111 des leitenden Abschnitts
110A in der ersten Ausfihrungsform. Die Breite
(Abmessung in der y-Richtung) des zweiten Ele-
ment-Gegenstlicks 121 des leitenden Abschnitts
120A ist groRer als die Breite des zweiten Element-
Gegenstlicks 121 des leitenden Abschnitts 120A in
der ersten Ausfiihrungsform. Dasselbe gilt fir die
Element-Gegenstiicke 111 und 121 der leitenden
Abschnitte 110B und 120B und die Element-Gegen-
stiicke 111 und 121 der leitenden Abschnitte 110C
und 120C.

[0617] In der zweiten Ausflihrungsform, koénnen,
von oben betrachtet, die Elektroden 101 und 102
auf einer der ersten dielektrischen Seitenflache 53
und der zweiten dielektrischen Seitenflache 54 des
Dielektrikums 50 angeordnet sein, die in der x-Rich-
tung weiter vom Terahertz-Element 20 entfernt ist.

[0618] In einem Beispiel, wie in Fig. 58 gezeigt, sind
die Elektroden 101A bis 101D und 102A bis 102D,
die zu den Terahertz-Elementen 20A bis 20D geho-
ren, die sich ndher an der ersten dielektrischen Sei-
tenflache 53 befinden, in der Nahe der zweiten
dielektrischen Seitenflache 54 angeordnet. Konkret
sind die Elektroden 101A bis 101D und 102A bis
102D auf dem zweiten Vorsprung 62 des Dielektri-
kums 50 angeordnet. Somit erstrecken sich die lei-
tenden Abschnitte 110A bis 110D und 120A bis
120D in einer Betrachtung von oben Uber die separa-
ten Antennenbasen 70E bis 70H in der x-Richtung.

[0619] In einer Betrachtung von oben ist der leitende
Abschnitt 110A so angeordnet, dass er die Umfangs-
wand 78E der separaten Antennenbasis 70E Uber-
lappt. In einer Betrachtung von oben ist der leitende
Abschnitt 120A so angeordnet, dass er eines der

gegeniberliegenden Enden der Antennenoberflache
81E der separaten Antennenbasis 70E in der y-Rich-
tung Uberlappt, das naher an der dritten dielektri-
schen Seitenflache 55 liegt.

[0620] In einer Betrachtung von oben sind die leiten-
den Abschnitte 110B und 120B so angeordnet, dass
sie die Nachbarschaft der Grenzflache zwischen der
separaten Antennenbasis 70E und der separaten
Antennenbasis 70F Uberlappen. In einer Betrachtung
von oben sind die leitenden Abschnitte 110C und
120C so angeordnet, dass sie die Nachbarschaft
der Grenzflache zwischen der separaten Antennen-
basis 70F und der separaten Antennenbasis 70G
Uberlappen. In einer Betrachtung von oben sind die
leitenden Abschnitte 110D und 120D so angeordnet,
dass sie die Nachbarschaft der Grenzflache zwi-
schen der separaten Antennenbasis 70G und der
separaten Antennenbasis 70H Uberlappen.

[0621] Die Elektroden 101E bis 101H und 102E bis
102H, die zu den Terahertz-Elementen 20E bis 20H
gehdren, die sich naher an der zweiten dielektrischen
Seitenflache 54 befinden, sind in der Nahe der ersten
dielektrischen Seitenflache 53 angeordnet. Konkret
sind die Elektroden 101E bis 101H und 102E bis
102H auf dem ersten Vorsprung 61 des Dielektri-
kums 50 angeordnet. Die leitenden Abschnitte 110E
bis 110H und 120E bis 120H erstrecken sich somit,
von oben betrachtet, in der x-Richtung tber die sepa-
raten Antennenbasen 70A bis 70D.

[0622] In einer Betrachtung von oben sind die leiten-
den Abschnitte 110E und 120E so angeordnet, dass
sie die Nachbarschaft der Grenzflache zwischen der
separaten Antennenbasis 70A und der separaten
Antennenbasis 70B Uberlappen. In einer Betrach-
tung von oben sind die leitenden Abschnitte 110F
und 120F so angeordnet, dass sie die Nachbarschaft
der Grenzflache zwischen der separaten Antennen-
basis 70B und der separaten Antennenbasis 70C
Uberlappen. In einer Betrachtung von oben sind die
leitenden Abschnitte 110G und 120G so angeordnet,
dass sie die Nachbarschaft der Grenzflache zwi-
schen der separaten Antennenbasis 70C und der
separaten Antennenbasis 70D Uberlappen.

[0623] In einer Betrachtung von oben ist der leitende
Abschnitt 110H so angeordnet, dass er eines der
gegeniberliegenden Enden des Reflexionsfilms
82D der separaten Antennenbasis 70D in der y-Rich-
tung Uberlappt, das naher an der vierten dielektri-
schen Seitenflache 56 liegt. In einer Betrachtung
von oben ist der leitende Abschnitt 120H naher an
der vierten dielektrischen Seitenflache 56 angeord-
net als der Reflexionsfiim 82D. Da sich der Refle-
xionsfilm 82D an einer Position befindet, die tiefer
liegt als die Basishauptflache 71, befinden sich die
beiden leitenden Abschnitte 110H und 120H ober-
halb des Reflexionsfilms 82D und sind in der z-Rich-
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tung von diesem getrennt. Dartber hinaus sind die
beiden leitenden Abschnitte 110H und 120H durch
das Dielektrikum 50 eingekapselt. Somit sind die bei-
den leitenden Abschnitte 110H und 120H nicht in
Kontakt mit dem Reflexionsfilm 82D.

[0624] Von oben betrachtet, reduziert diese Struktur
die Blockierung, die durch die Uberlappung der lei-
tenden Abschnitte 110A bis 110H und 120A bis
120H mit den Antennenoberflachen 81A bis 81H ver-
ursacht wird.

[0625] Indem in Fig. 58 gezeigten modifizierten Bei-
spiel kénnen die Formen der leitenden Abschnitte
110A bis 110H und 120A bis 120H so verandert wer-
den, dass beispielsweise, wie in Fig. 59 gezeigt, die
leitenden Abschnitte 110B bis 110G und 120B bis
120G naher an der Grenzflache zwischen den sepa-
raten Antennenbasen angeordnet sind, die in der x-
Richtung aneinandergrenzen. Insbesondere kann,
von oben betrachtet, jeder der leitenden Abschnitte
110A bis 110H und 120A bis 120H in der y-Richtung
neben der dritten Basisseitenflache 75 oder der vier-
ten Basisseitenflache 76 der entsprechenden sepa-
raten Antennenbasis angeordnet sein.

[0626] Genauer gesagt, wie in Fig. 59 gezeigt, ist
der leitende Abschnitt 110A, von oben betrachtet,
naher an der dritten dielektrischen Seitenflache 55
angeordnet als der Reflexionsfilm 82E. Der leitende
Abschnitt 120A ist so angeordnet, dass er eines der
gegeniberliegenden Enden des Reflexionsfilms 82E
in der y-Richtung Uberlappt, das sich naher an der
dritten dielektrischen Seitenflache 55 befindet. Von
oben betrachtet, ist der leitende Abschnitt 110B so
angeordnet, dass er eines der gegenuberliegenden
Enden des Reflexionsfiims 82E in der y-Richtung
Uberlappt, das naher am Reflexionsfilm 82F liegt.
Der leitende Abschnitt 120B ist so angeordnet, dass
er eines der gegeniliberliegenden Enden des Refle-
xionsfilms 82F in der y-Richtung Uberlappt, das sich
naher am Reflexionsfilm 82E befindet. In einer
Betrachtung von oben ist der leitende Abschnitt
110C so angeordnet, dass er eines der gegenliber-
liegenden Enden des Reflexionsfiims 82F in der y-
Richtung Uberlappt, das naher am Reflexionsfilm
82G liegt. Der leitende Abschnitt 120C ist so ange-
ordnet, dass er eines der gegenuberliegenden
Enden des Reflexionsfiims 82G in der y-Richtung
Uberlappt, das sich ndher am Reflexionsfiim 82F
befindet. Von oben betrachtet, ist der leitende
Abschnitt 110D so angeordnet, dass er eines der
gegeniberliegenden Enden des Reflexionsfilms
82G in der y-Richtung Uberlappt, das naher am
Reflexionsfilm 82H liegt. Der leitende Abschnitt
120D ist so angeordnet, dass er eines der gegen-
Uberliegenden Enden des Reflexionsfiims 82H in
der y-Richtung Uberlappt, das sich ndher am Refle-
xionsfilm 82G befindet.

[0627] In einer Betrachtung von oben ist der leitende
Abschnitt 110E so angeordnet, dass er eines der
gegeniberliegenden Enden des Reflexionsfilms
82A in der y-Richtung Uberlappt, das ndher am Refle-
xionsfilm 82B liegt. Der leitende Abschnitt 120E ist so
angeordnet, dass er eines der gegentiberliegenden
Enden des Reflexionsfiims 82B in der y-Richtung
Uberlappt, das sich naher am Reflexionsfilm 82A
befindet. Von oben betrachtet, ist der leitende
Abschnitt 110F so angeordnet, dass er eines der
gegeniberliegenden Enden des Reflexionsfilms
82B in der y-Richtung Uberlappt, das ndher am Refle-
xionsfilm 82C liegt. Der leitende Abschnitt 120F ist so
angeordnet, dass er eines der gegentiberliegenden
Enden des Reflexionsfiims 82C in der y-Richtung
Uberlappt, das sich naher am Reflexionsfiim 82B
befindet. In einer Betrachtung von oben ist der lei-
tende Abschnitt 110G so angeordnet, dass er eines
der gegeniberliegenden Enden des Reflexionsfilms
82C in der y-Richtung Uberlappt, das naher am
Reflexionsfilm 82D liegt. Der leitende Abschnitt
120G ist so angeordnet, dass er eines der gegen-
Uberliegenden Enden des Reflexionsfiims 82D in
der y-Richtung Uberlappt, das sich ndher am Refle-
xionsfilm 82C befindet. Von oben betrachtet, ist der
leitende Abschnitt 110H so angeordnet, dass er
eines der gegenuberliegenden Enden des Refle-
xionsfilms 82D in der y-Richtung Uberlappt, das
naher an der vierten dielektrischen Seitenflache 56
liegt. Der leitende Abschnitt 120H ist ndher an der
vierten dielektrischen Seitenfliche 56 angeordnet
als der Reflexionsfilm 82D.

[0628] In einer Betrachtung von oben befindet sich
der Teil der beiden leitenden Abschnitte 110 und 120,
der den Reflexionsfilm 82 Uberlappt, oberhalb des
Reflexionsfiims 82, und die beiden leitenden
Abschnitte 110 und 120 sind von dem Dielektrikum
50 eingekapselt. Somit sind die beiden leitenden
Abschnitte 110 und 120 nicht in Kontakt mit dem
Reflexionsfilm 82.

[0629] Von oben betrachtet, reduziert diese Struktur
die Blockierung durch die Uberlappung der leitenden
Abschnitte 110A bis 110H und 120A bis 120H mit den
Antennenoberflachen 81A bis 81H weiter.

[0630] In der zweiten Ausfiihrungsform kénnen die
erste Elektrode 101 und der leitende Abschnitt 110
in einer Betrachtung von oben gegenlber der zwei-
ten Elektrode 102 und dem leitenden Abschnitt 120
um 180° um den Empfangspunkt P1 des Terahertz-
Elements 20 verschoben sein. Mit anderen Worten
kdénnen die erste Elektrode 101 und der leitende
Abschnitt 110, von oben betrachtet, der zweiten
Elektrode 102 und dem leitenden Abschnitt 120 in
einer Richtung orthogonal zur Anordnungsrichtung
der separaten Antennenbasen70A bis 70D (Anord-
nungsrichtung der separaten Antennenbasen 70E
bis 70H) gegentberliegen.
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[0631] In einem Beispiel, wie in Fig. 60 gezeigt, lie-
gen die erste Elektrode 101A und der leitende
Abschnitt 110A der zweiten Elektrode 102A und
dem leitenden Abschnitt 120A in der x-Richtung
gegeniber. Die erste Elektrode 101B und der lei-
tende Abschnitt 110B liegen der zweiten Elektrode
102B und dem leitenden Abschnitt 120B in der x-
Richtung gegentber. Die erste Elektrode 101C und
der leitende Abschnitt 110C liegen der zweiten Elekt-
rode 102C und dem leitenden Abschnitt 120C in der
x-Richtung gegenuber. Die erste Elektrode 101D und
der leitende Abschnitt 110D liegen der zweiten Elekt-
rode 102D und dem leitenden Abschnitt 120D in der
x-Richtung gegenuber. Auch die erste Elektrode
101E und der leitende Abschnitt 110E liegen der
zweiten Elektrode 102E und dem leitenden Abschnitt
120E in der x-Richtung gegenuber. Die erste Elekt-
rode 101F und der leitende Abschnitt 110F liegen der
zweiten Elektrode 102F und dem leitenden Abschnitt
120F in der x-Richtung gegenlber. Die erste Elekt-
rode 101G und der leitende Abschnitt 110G liegen
der zweiten Elektrode 102G und dem leitenden
Abschnitt 120G in der x-Richtung gegeniber. Die
erste Elektrode 101H und der leitende Abschnitt
110H liegen der zweiten Elektrode 102H und dem
leitenden Abschnitt 120H in der x-Richtung gegen-
Uber. In dem dargestellten Beispiel sind die ersten
Elektroden 101A bis 101H auf dem ersten Vorsprung
61 des Dielektrikums 50 angeordnet. Die zweiten
Elektroden 102A bis 102H sind auf dem zweiten Vor-
sprung 62 des Dielektrikums 50 angeordnet.

[0632] Wie in Fig. 60 gezeigt, ist die Lagebeziehung
der leitenden Abschnitte 110A bis 110H und 120A bis
120H zu den Terahertz-Elementen 20A bis 20H die
gleiche wie in dem in Fig. 57 gezeigten modifizierten
Beispiel. Auch die Form der Element-Gegenstiicke
111 und 121 ist die gleiche wie in dem in Fig. 57 dar-
gestellten modifizierten Beispiel.

[0633] Von oben betrachtet ist der leitende Abschnitt
110E so angeordnet, dass er die Grenzflache zwi-
schen dem Reflexionsfilm 82A und dem Reflexions-
film 82B Uberlappt. Der leitende Abschnitt 110F ist so
angeordnet, dass er die Grenzflache zwischen dem
Reflexionsfilm 82B und dem Reflexionsfim 82C
Uberlappt. Der leitende Abschnitt 110G ist so ange-
ordnet, dass er die Grenzflache zwischen dem Refle-
xionsfilm 82C und dem Reflexionsfilm 82D lberlappt.
Der leitende Abschnitt 110H ist so angeordnet, dass
er eines der gegentberliegenden offenen Enden des
Reflexionsfilms 82D in der y-Richtung tberlappt, das
sich naher an der vierten dielektrischen Seitenflache
56 befindet.

[0634] Die Grenzflache zwischen dem Reflexions-
film 82A und dem Reflexionsfilm 82B, die Grenzfla-
che zwischen dem Reflexionsfim 82B und dem
Reflexionsfilm 82C, die Grenzflache zwischen dem
Reflexionsfilm 82C und dem Reflexionsfilm 82D und

eines der gegenuberliegenden offenen Enden des
Reflexionsfilms 82D in der y-Richtung, das naher an
der vierten dielektrischen Seitenflache 56 liegt, befin-
den sich an einer Position, die niedriger ist als die
Basishauptflache 71T. Die leitenden Abschnitte
110E bis 110H sind von dem Dielektrikum 50 einge-
kapselt bzw. umschlossen. Somit sind die leitenden
Abschnitte 110E bis 110H nicht in Kontakt mit den
Reflexionsfilme 82A bis 82D.

[0635] In einer Betrachtung von oben ist der leitende
Abschnitt 120B so angeordnet, dass er die Grenzfla-
che zwischen dem Reflexionsfim 82E und dem
Reflexionsfilm 82F Uberlappt. Der leitende Abschnitt
120C ist so angeordnet, dass er die Grenzflache zwi-
schen dem Reflexionsfilm 82F und dem Reflexions-
film 82G Uberlappt. Der leitende Abschnitt 120D ist
so angeordnet, dass er die Grenzflache zwischen
dem Reflexionsfilm 82G und dem Reflexionsfilm
82H Uberlappt.

[0636] Die Grenzflache zwischen dem Reflexions-
film 82E und dem Reflexionsfilm 82F, der leitende
Abschnitt 120C zwischen dem Reflexionsfilm 82F
und dem Reflexionsfiim 82G und der leitende
Abschnitt 120D zwischen dem Reflexionsfiim 82G
und dem Reflexionsfilm 82H, befinden sich jeweils
an einer Position, die tiefer liegt als die Basishaupt-
flache 71T. Die leitenden Abschnitte 120B bis 120D
sind von dem Dielektrikum 50 umschlossen bzw. ein-
gekapselt. Die leitenden Abschnitte 120B bis 120D
kommen also nicht mit den Reflexionsfiimen 82F bis
82H in Beriihrung.

[0637] In dieser Struktur sind die leitenden
Abschnitte 110E bis 110H und 120B bis 120D

in einer Betrachtung von oben so angeordnet, dass
sie die Grenzflache zwischen den Antennenoberfla-
chen 81A bis 81H uberlappen, die in y-Richtung
aneinandergrenzen. Dadurch wird die Blockierung
durch Uberlappungen der leitenden Abschnitte
110E bis 110H und 120B bis 120D mit den Antennen-
oberflachen 81A bis 81H, von oben betrachtet, redu-
ziert.

[0638] Indem in Fig. 60 gezeigten modifizierten Bei-
spiel kdnnen die leitenden Abschnitte 120A bis 120H
ein einziger leitender Abschnitt 140 sein. In einem
Beispiel, wie in Fig. 61 gezeigt, umfasst der leitende
Abschnitt 140 ein gemeinsames Drahtteil 141, ein
erstes Drahtteil 142A, ein zweites Drahtteil 142B,
ein drittes Drahtteil 142C, ein viertes Drahtteil 142D,
ein funftes Drahtteil 142E, ein sechstes Drahtteil
142F, ein siebtes Drahtteil 142G, ein achtes Drahtteil
142H und ein Elektroden-Gegenstiick 143. In dem
gezeigten Beispiel ist der leitende Abschnitt 140 ein
einteiliges Bauteil, in dem das gemeinsame Drahtteil
141, die Drahtteile 142A bis 142H und das Elektro-
den-Gegenstiick 143 einstlickig ausgebildet sind.
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[0639] In einer Betrachtung von oben ist das Elekt-
roden-Gegenstlck 143 so angeordnet, dass es die
zweite Elektrode 102 Uberlappt und mit der zweiten
Elektrode 102 durch eine Saule verbunden ist, die
nicht dargestellt ist. In einer Betrachtung von oben
ist die Saule so angeordnet, dass sie sowohl das
Elektroden-Gegenstick 143 als auch die zweite
Elektrode 102 tberlappt. Die Saule ist mit dem Elekt-
roden-Gegenstick 143 und der zweiten Elektrode
102 in der z-Richtung verbunden.

[0640] Das gemeinsame Drahtteil 141 istin der Mitte
der Antennenbasis 70 in der x-Richtung angeordnet.
Genauer gesagt, ist, in einer Betrachtung von oben
das gemeinsame Drahtteil 141 so angeordnet, dass
es die Grenzflachen in der dritten Richtung und der
vierten Richtung benachbarten Reflexionsfilmen der
Reflexionsfilme 82A bis 82H Uberlappt, wobei sich
die dritte Richtung und die vierte Richtung von der
x-Richtung und der y-Richtung unterscheiden. In
einem Beispiel bezieht sich die dritte Richtung auf
eine Richtung, in der der Reflexionsfiim 82A und
der Reflexionsfilm 82E angeordnet sind. In einem
Beispiel bezieht sich die vierte Richtung auf eine
Richtung, in der der Reflexionsfilm 82B und der
Reflexionsfilm 82B bzw. 82E angeordnet sind. In
dem gezeigten Beispiel ist, von oben betrachtet,
das gemeinsame Drahtteil 141 so angeordnet, dass
es die Grenzflache zwischen dem Reflexionsfilm 82A
und dem Reflexionsfilm 82E, die Grenzflache zwi-
schen dem Reflexionsfilm 82E und dem Reflexions-
film 82B, die Grenzflache zwischen dem Reflexions-
film 82B wund dem Reflexionsfim 82F, die
Grenzflache zwischen dem Reflexionsfilm 82F und
dem Reflexionsfilm 82C, die Grenzflache zwischen
dem Reflexionsfiim 82C und dem Reflexionsfilm
82G, die Grenzflache zwischen dem Reflexionsfilm
82G und dem Reflexionsfilm 82D und die Grenzfla-
che zwischen dem Reflexionsfim 82D und dem
Reflexionsfilm 82H Uberlappt.

[0641] Die Drahtteile 142A bis 142H erstrecken sich
von dem gemeinsamen Drahtteil 141 in der x-Rich-
tung. Genauer gesagt, erstrecken sich die Drahtteile
142A bis 142D von dem gemeinsamen Drahtteil 141
in Richtung der ersten dielektrischen Seitenflache 53
in der x-Richtung. Die Drahtteile 142E bis 142H
erstrecken sich von dem gemeinsamen Drahtteil
141 in Richtung der zweiten dielektrischen Seitenfla-
che 54 in der x-Richtung.

[0642] Das erste Drahtteil 142A verbindet das
gemeinsame Drahtteil 141 und das Terahertz-Ele-
ment 20A. Das erste Drahtteil 142A erstreckt sich
von dem gemeinsamen Drahtteil 141 in Richtung
des Terahertz-Elements 20A in der x-Richtung.

[0643] Das zweite Drahtteil 142B verbindet das
gemeinsame Drahtteil 141 und das Terahertz-Ele-
ment 20B. Das zweite Drahtteil 142B erstreckt sich

von dem gemeinsamen Drahtteil 141 in Richtung
des Terahertz-Elements 20B in der x-Richtung.

[0644] Das dritte Drahtteil 142C verbindet das
gemeinsame Drahtteil 141 und das Terahertz-Ele-
ment 20C. Das dritte Drahtteil 142C erstreckt sich
von dem gemeinsamen Drahtteil 141 in Richtung
des Terahertz-Elements 20C in der x-Richtung.

[0645] Das vierte Drahtteil 142D verbindet das
gemeinsame Drahtteil 141 und das Terahertz-Ele-
ment 20D. Das vierte Drahtteil 142D erstreckt sich
von dem gemeinsamen Drahtteil 141 in Richtung
des Terahertz-Elements 20D in der x-Richtung.

[0646] Der flinfte Drahtteil 142E verbindet das
gemeinsame Drahtteil 141 und das Terahertz-Ele-
ment 20E. Das fiinfte Drahtteil 142E erstreckt sich
von dem gemeinsamen Drahtteil 141 in Richtung
des Terahertz-Elements 20E in der x-Richtung.

[0647] Das sechste Drahtteil 142F verbindet das
gemeinsame Drahtteil 141 und das Terahertz-Ele-
ment 20F. Das sechste Drahtteil 142F erstreckt sich
von dem gemeinsamen Drahtteil 141 in Richtung des
Terahertz-Elements 20F in der x-Richtung.

[0648] Das siebte Drahtteil 142G verbindet das
gemeinsame Drahtteil 141 und das Terahertz-Ele-
ment 20G. Das siebte Drahtteil 142G erstreckt sich
von dem gemeinsamen Drahtteil 141 in Richtung des
Terahertz-Elements 20G in der x-Richtung.

[0649] Das achte Drahtteil 142H verbindet das
gemeinsame Drahtteil 141 und das Terahertz-Ele-
ment 20H. Das achte Drahtteil 142H erstreckt sich
von dem gemeinsamen Drahtteil 141 in Richtung
des Terahertz-Elements 20H in der x-Richtung.

[0650] In dieser Struktur Uberlappt das gemeinsame
Drahtteil 141 die Grenzflachen zwischen den Refle-
xionsfilme 82A bis 82H in der dritten und vierten
Richtung. Dadurch wird die Blockierung, durch Uber-
lappungen des gemeinsamen Drahtteils 141 mit den
Reflexionsfilme 82A bis 82H in einer Betrachtung von
oben, reduziert.

[0651] In der ersten Ausfihrungsform, wie in Fig. 62
gezeigt, kann die Terahertz-Vorrichtung 10 Schutz-
dioden 160 und 170 umfassen, die jeweils elektrisch
mit den Terahertz-Elementen 20A bis 20C verbunden
sind. Die Schutzdioden 160 und 170 sind ein Beispiel
fur ein spezifiziertes Element. Die Schutzdioden 160
und 170 sind parallel zu den Terahertz-Elementen
20A bis 20C geschaltet. Die beiden Schutzdioden
160 und 170 sind mit den Terahertz-Elementen 20A
bis 20C in entgegengesetzten Richtungen verbun-
den. Bei den Schutzdioden 160 und 170 kann es
sich um allgemeine Dioden oder Zener-Dioden,
Schottky-Dioden oder Leuchtdioden handeln.
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[0652] Wie in Fig. 63 gezeigt, sind die Schutzdioden
160 und 170 in dem Dielektrikum 50

angeordnet. Genauer gesagt kapselt das Dielektri-
kum 50 die Schutzdioden 160 und 170, die leitenden
Abschnitte 110 und 120 und die Terahertz-Elemente
20 ein. Fig. 63 zeigt die Beziehung zwischen der
separaten Antennenbasis 70A, dem Terahertz-Ele-
ment 20A, den beiden Elektroden 101A und 102A,
den beiden leitenden Abschnitten 110A und 120A
und den beiden Schutzdioden 160 und 170.

[0653] Die Schutzdioden 160 und 170 sind so ange-
ordnet, dass sie den Reflexionsfilm 82A (die Anten-
nenoberflache 81A), in einer Betrachtung in der z-
Richtung, nicht Gberlappen. Konkret sind die Schutz-
dioden 160 und 170 in den Vorspringen 61 und 62
des Dielektrikums 50 angeordnet, die seitlich von der
Antennenbasis 70 abstehen. In dem dargestellten
Beispiel sind die Schutzdioden 160 und 170 im ers-
ten Vorsprung 61 angeordnet. Dadurch wird eine
Interferenz der Schutzdioden 160 und 170 mit einer
auf den Reflexionsfilm 82A einfallenden elektromag-
netischen Welle vermieden. In dem dargestellten
Beispiel sind die Schutzdioden 160 und 170 in der
x-Richtung getrennt. Die Schutzdioden 160 und 170
sind mit den beiden leitenden Abschnitten 110A und
120A verbunden. Genauer gesagt sind die Schutz-
dioden 160 und 170 zwischen den Element-Gegen-
stlicken 111 und 121 und den Elektroden-Gegenstii-
cken 112 und 122 angeschlossen. Mit anderen
Worten sind die Schutzdioden 160 und 170 mit den
Verbindern 113 und 123 verbunden. Die Schutzdiode
160 hat eine mit dem ersten Verbinder 113 verbun-
dene Anodenelektrode und eine mit dem zweiten
Verbinder 123 verbundene Kathodenelektrode. Die
Schutzdiode 170 hat eine Anodenelektrode, die mit
dem zweiten Verbinder 123, und eine Kathodenelekt-
rode, die mit dem ersten Verbinder 113 verbunden
ist. Somit sind die Schutzdioden 160 und 170 elekt-
risch mit den Elektroden 101A und 102A verbunden.

[0654] In dem gezeigten Beispiel befindet sich die
Schutzdiode 160 an einer Innenseite der ersten
Elektrode 101A. Die Schutzdiode 170 befindet sich
an der Innenseite der zweiten Elektrode 102A. Mit
anderen Worten sind die Schutzdioden 160 und 170
und die Elektroden 101A und 102A in der x-Richtung
von dem Terahertz-Element 20A weg angeordnet.
Da die Schutzdioden 160 und 170 von dem Dielekt-
rikum 50 eingekapselt sind, stehen die Schutzdioden
160 und 170 nicht in Kontakt mit den Elektroden
101A und 102A.

[0655] Die gleiche Beziehung gilt fiir die separaten
Antennenbasen 70B und 70C, das Terahertz-Ele-
ment 20B und 20C, die Elektroden 101B, 101C,
102B und 102C und die leitenden Abschnitte 110B,
110C, 120B und 120C sowie die Schutzdioden 160
und 170. Daher wird die Beziehung nicht beschrie-
ben.

[0656] Wenn bei dieser Struktur beispielsweise
durch statische Elektrizitdt eine hohe Spannung an
die gegenuberliegenden Enden der Terahertz-Ele-
mente 20A bis 20C angelegt wird, lassen die Schutz-
dioden 160 und 170 Strom durch die Schutzdioden
160 und 170 flieBen. Dadurch wird ein Gbermafiger
Stromfluss zu den Terahertz-Elementen 20A bis 20C
begrenzt. Somit sind die Terahertz-Elemente 20A bis
20C geschitzt.

[0657] Darlber hinaus sind die Schutzdioden 160
und 170 mit den Terahertz-Elementen 20A bis 20C
in entgegengesetzten Richtungen verbunden. So
sind die Terahertz-Elemente 20A bis 20C auch
dann geschutzt, wenn in einer beliebigen Richtung
eine hohe Spannung erzeugt wird.

[0658] In der zweiten Ausflihrungsform kann die
Terahertz-Vorrichtung 10 in der gleichen Weise wie
das in den Fig. 62 und 63 gezeigte modifizierte Bei-
spiel Schutzdioden 160 und 170 umfassen, die
jeweils mit den Terahertz-Elementen 20A bis 20H
elektrisch verbunden sind. Die Schutzdioden 160
und 170 sind ein Beispiel fiir ein spezifiziertes Ele-
ment. In einem Beispiel, wie in Fig. 64 gezeigt, sind
die Schutzdioden 160 und 170, die mit den leitenden
Abschnitten 110E und 120E verbunden sind, die
Schutzdioden 160 und 170, die mit den leitenden
Abschnitten 110F und 120F verbunden sind, und
die Schutzdioden 160 und 170, die mit den beiden
leitenden Abschnitten 110G und 120G verbunden
sind, am zweiten Vorsprung 62 des Dielektrikums
50 angeordnet. Die Schutzdioden 160 und 170, die
mit den leitenden Abschnitten 110B und 120B ver-
bunden sind, und die Schutzdioden 160 und 170,
die mit den leitenden Abschnitten 110C und 120C
verbunden sind, sind auf dem ersten Vorsprung 61
des Dielektrikums 50 angeordnet. Die Schutzdioden
160 und 170, die mit den beiden leitenden Abschnit-
ten 110H und 120H verbunden sind, sind auf dem
zweiten Vorsprung 62 des Dielektrikums 50 angeord-
net, obwohl dies nicht dargestellt ist. Die Schutzdio-
den 160 und 170, die mit den leitenden Abschnitten
110A und 120A verbunden sind, und die Schutzdio-
den 160 und 170, die mit den leitenden Abschnitten
110D und 120D verbunden sind, sind auf dem ersten
Vorsprung 61 des Dielektrikums 50 angeordnet.

[0659] Bei dem in Fig. 58 gezeigten modifizierten
Beispiel kann die Terahertz-Vorrichtung 10 in glei-
cher Weise wie bei dem in Fig. 62 und 63 gezeigten
modifizierten Beispiel Schutzdioden 160 und 170
umfassen, die jeweils mit den Terahertz-Elementen
20A bis 20H elektrisch verbunden sind. Die Schutz-
dioden 160 und 170 sind ein Beispiel flr ein spezifi-
ziertes Element. In einem Beispiel, wie in Fig. 65
gezeigt, sind die Schutzdioden 160 und 170, die mit
den leitenden Abschnitten 110B und 120B verbun-
den sind, so angeordnet, dass sie die Basishauptfla-
che 71 der separaten Antennenbasis 70E und die
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Basishauptflache 71 der separaten Antennenbasis
70F Uberlappen. Die Schutzdioden 160 und 170,
die mit den leitenden Abschnitten 110C und 120C
verbunden sind, sind so angeordnet, dass sie die
Basishauptflache 71 der separaten Antennenbasis
70F und die Basishauptflache 71 der separaten
Antennenbasis 70G Uberlappen. Genauer gesagt
sind die Schutzdioden 160 und 170, die mit den lei-
tenden Abschnitten 110B und 120B verbunden sind,
von oben betrachtet, zwischen dem Reflexionsfilm
82E (der Antennenoberflache 81E) und dem Refle-
xionsfilm 82F (der Antennenoberflache 81F) in der
y-Richtung angeordnet. In einer Betrachtung von
oben sind die mit den beiden leitenden Abschnitten
110C und 120C verbundenen Schutzdioden 160 und
170 zwischen der Antennenoberflache 81F und der
Antennenoberflache 81G in der y-Richtung angeord-
net.

[0660] Von oben betrachtet sind die Schutzdioden
160 und 170, die mit den beiden leitenden Abschnit-
ten 110E und 120E verbunden sind, so angeordnet,
dass sie die Basishauptflaiche 71 der separaten
Antennenbasis 70A und die Basishauptflache 71
der separaten Antennenbasis 70B Uberlappen. Die
Schutzdioden 160 und 170, die mit den beiden leiten-
den Abschnitten 110F und 120F verbunden sind,
sind so angeordnet, dass sie die Basishauptflache
71 der separaten Antennenbasis 70B und die Basis-
hauptflache 71 der separaten Antennenbasis 70C
Uberlappen. Die Schutzdioden 160 und 170, die mit
den leitenden Abschnitten 110G und 120G verbun-
den sind, sind so angeordnet, dass sie die Basis-
hauptflache 71 der separaten Antennenbasis 70C
und die Basishauptflache 71 der separaten Anten-
nenbasis 70D Uberlappen. Genauer gesagt sind die
Schutzdioden 160 und 170, die mit den leitenden
Abschnitten 110E und 120E verbunden sind, in
einer Betrachtung von oben zwischen dem Refle-
xionsfilm 82A (der Antennenoberflaiche 81A) und
dem Reflexionsfilm 82B (der Antennenoberflache
81B) in der y-Richtung angeordnet. In einer Betrach-
tung von oben sind die mit den leitenden Abschnitten
110F und 120F verbundenen Schutzdioden 160 und
170 zwischen dem Reflexionsfilm 82B (der Anten-
nenoberflache 81B) und dem Reflexionsfim 82C
(der Antennenoberflache 81C) in der y-Richtung
angeordnet. In einer Betrachtung von oben sind die
mit den beiden leitenden Abschnitten 110G und
120G verbundenen Schutzdioden 160 und 170 zwi-
schen dem Reflexionsfilm 82C (der Antennenober-
flache 81C) und dem Reflexionsfilm 82D (der Anten-
nenoberflache 81D) in der y-Richtung angeordnet.

[0661] Obwohl nicht dargestellt, sind die Schutzdio-
den 160 und 170, die mit den leitenden Abschnitten
110A und 120A verbunden sind, so angeordnet, dass
sie die Basishauptflache 71 der separaten Antennen-
basis 70E Uberlappen. Die Schutzdioden 160 und
170, die mit den leitenden Abschnitten 110D und

120D verbunden sind, sind in der y-Richtung zwi-
schen der Antennenoberflache 81G und der Anten-
nenoberflache 81H angeordnet. Die Schutzdioden
160 und 170, die mit den beiden leitenden Abschnit-
ten 110H und 120H verbunden sind, sind so ange-
ordnet, dass sie die Hauptflache 71 der separaten
Antennenbasis 70D Uberlappen.

[0662] Bei dieser Struktur gibt es keine Notwendig-
keit daflir, dass die Vorspringe 61 und 62 des
Dielektrikums 50 Platz fir die Schutzdioden 160
und 170 haben. Dies begrenzt die Grofe der Tera-
hertz-Vorrichtung 10 in der x-Richtung.

[0663] Die leitenden Abschnitte 110 und 120 kénnen
aulderhalb des Dielektrikums 50 ausgebildet sein. In
einem Beispiel kénnen die leitenden Abschnitte 110
und 120 jeweils elektrisch mit den Terahertz-Elemen-
ten 20 verbunden sein und auf der dielektrischen
Hauptflache 51 oder der dielektrischen Ruckflache
52 ausgebildet sein. Um jedoch einen Kurzschluss
zwischen dem Reflexionsfilm 82 und den leitenden
Abschnitten 110 und 120 zu vermeiden, ist es bevor-
zugt, dass die leitenden Abschnitte 110 und 120 in
dem Dielektrikum 50 angeordnet sind.

Modifizierte Beispiele in Bezug auf das Terahertz-
Element

[0664] In jeder Ausflihrungsform kann mindestens
eines der Terahertz-Elemente 20 so angeordnet
sein, dass sich der Empfangspunkt P1 in einer
Betrachtung in der der z-Richtung an einer vom Mit-
telpunkt P2 des Reflexionsfiims 82 abweichenden
Position befindet. Das heil’t, in einer Betrachtung in
der z-Richtung, muss der Brennpunkt des Refle-
xionsfilms 82 nicht mit dem Empfangspunkt P1
zusammenfallen.

[0665] In jeder Ausflhrungsform kénnen die Posi-
tion und die Form der Pads 33a und 34a des Tera-
hertz-Elements 20 beliebig verandert werden. In
einem Beispiel missen die Pads 33a und 34a nicht
auf gegenuberliegenden Seiten des Empfangspunk-
tes P1 (Erzeugungspunkt P1) in der x-Richtung oder
der y-Richtung einander gegeniiberliegen. Die Pads
33a und 34a kdnnen gemeinsam an einem Ende der
Elementhauptflache 21 in der x-Richtung angeordnet
sein. In diesem Fall ist es bevorzugt, dass die Pads
33a und 34a gegeneinander isoliert sind.

[0666] Die leitenden Elementschichten 33 und 34
kénnen teilweise eine Dipolantenne bilden. Genauer
gesagt, kann eine Antenne an der Seite der Elemen-
thauptflache 21 des Terahertz-Elements 20 integriert
sein. Die Antenne kann eine beliebige Ausgestaltung
haben und kann als Schlitzantenne, als bikonische
Antenne (,biconical antenna“) oder als Schleifenan-
tenne (,loop antenna“) anstelle einer Dipolantenne
ausgefihrt sein.
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[0667] In jeder Ausfiuhrungsform, wie in Fig. 66
gezeigt, kann das Terahertz-Element 20 einen
Metall-Isolator-Metall (MIM)-Reflektor 280 enthalten.
Der MIM-Reflektor 280 wird gebildet, indem ein Iso-
lator zwischen einem Abschnitt der ersten leitenden
Elementschicht 33 und einem Abschnitt der zweiten
leitenden Elementschicht 34 in der der z-Richtung
eingefugt wird. Der MIM-Reflektor 280 ist so ausge-
staltet, dass er den Abschnitt der ersten leitenden
Elementschicht 33 und den Abschnitt der zweiten lei-
tenden Elementschicht 34 mit einer hohen Frequenz
kurzschlief3t. Der MIM-Reflektor 280 reflektiert hoch-
frequente elektromagnetische Wellen.

[0668] In jeder Ausfihrungsform kann das Tera-
hertz-Element 20 ein Element sein, das elektromag-
netische Wellen erzeugt. Insbesondere kann der
Empfangspunkt P1 des Terahertz-Elements 20 so
ausgestaltet sein, dass er ein Erzeugungspunkt ist,
der elektromagnetische Wellen erzeugt. In diesem
Fall werden die elektromagnetischen Wellen, wenn
das Terahertz-Element 20 elektromagnetische Wel-
len erzeugt, von dem auf der Antennenoberflache
81 ausgebildeten Reflexionsfiim 82, der dem Tera-
hertz-Element 20 in der z-Richtung gegenuberliegt,
nach oben abgestrahlt. In einem Beispiel kann das
Terahertz-Element 20 so ausgestaltet sein, dass es
elektromagnetische Wellen vom Erzeugungspunkt in
einem Bereich eines Offnungswinkels abstrahlt. Das
heil3t, die von dem Terahertz-Element 20 erzeugten
elektromagnetischen Wellen kénnen eine Richtwir-
kung (,directivity“) haben. Vorzugsweise liegt der Off-
nungswinkel in einem Bereich, in dem eine Reflexion
an der dem Terahertz-Element gegeniberliegenden
reflektierenden Oberflache auftritt, und betragt z.B.
etwa 120° bis 150°. In diesem Fall ist der Reflexions-
film 82 so gestaltet, dass er elektromagnetische Wel-
len des Terahertz-Elements 20 in eine Richtung (in
jeder Ausfuhrungsform nach oben) reflektiert. In
einem Beispiel ist der Reflexionsfilm 82A in der ers-
ten Ausfihrungsform so ausgestaltet, dass er elekt-
romagnetische Wellen vom Terahertz-Element 20A
in eine Richtung (nach oben) reflektiert. Der Refle-
xionsfilm 82B ist so ausgestaltet, dass er elektromag-
netische Wellen des Terahertz-Elements 20B in eine
Richtung reflektiert. Der Reflexionsfilm 82C ist so
gestaltet, dass er elektromagnetische Wellen des
Terahertz-Elements 20C in eine Richtung reflektiert.

Modifizierte Beispiele zum Dielektrikum

[0669] In jeder Ausflihrungsform kann das Material
des Dielektrikums 50 in irgendein spezifisches Mate-
rial gedndert werden, solange das Material fir elekt-
romagnetische Wellen durchlassig ist und der
dielektrische Brechungsindex n2 groRer als der
Gas-Brechungsindex n3 und kleiner als der Ele-
ment-Brechungsindex n1 ist.

[0670] In jeder Ausfihrungsform kann das Material,
das das Elementsubstrat 31 bildet, ein Halbleiter
sein, der sich von InP unterscheidet. Da der Ele-
ment-Brechungsindex n1 der Brechungsindex des
Elementsubstrats 31 ist, wird bei einem Wechsel
des das Elementsubstrat 31 bildenden Materials
auch der Element-Brechungsindex n1 geéandert. In
dieser Hinsicht ist es bevorzugt, dass das Element-
substrat 31 aus einem Material mit einem hoheren
Brechungsindex als dem dielektrischen Brechungs-
index n2 gebildet wird.

[0671] In jeder Ausfiihrungsform kann die Form des
Dielektrikums 50 in einer Betrachtung in der z-Rich-
tung beliebig verandert werden. In einem Beispiel
kann in der ersten Ausfiihrungsform einer der Vor-
springe 61 und 62, der nicht die Elektroden 101
und 102 umfasst, weggelassen werden.

[0672] In einem Beispiel kann in der zweiten Ausflih-
rungsform die dritte dielektrische Seitenflache 55 des
Dielektrikums 50 so geformt sein, dass sie die dritte
Basisseitenflache 75 der separaten Antennenbasis
70Ain einer Betrachtung in der z-Richtung tberlappt.
In einem Beispiel kann in der zweiten Ausfiihrungs-
form die dritte dielektrische Seitenflache 55 so ange-
ordnet sein, dass sie die dritte Basisseitenflache 75T
der Antennenbasis 70 Uberlappt und in einer
Betrachtung in der z-Richtung formidentisch mit der
dritten Basisseitenflache 75T ist. In einem Beispiel
kann in der zweiten Ausfihrungsform die vierte
dielektrische Seitenflache 56 des Dielektrikums 50
so geformt sein, dass sie die vierte Basisseitenflache
der separaten Antennenbasis 70H in einer Betrach-
tung in der z-Richtung Uberlappt. In einem Beispiel
kann in der zweiten Ausfihrungsform die vierte
dielektrische Seitenflache 56 so angeordnet sein,
dass sie die vierte Basisseitenflache 76T der Anten-
nenbasis 70 Uberlappt und in einer Betrachtung in
der z-Richtung formidentisch mit der vierten Basis-
seitenflache 76T ist.

[0673] In jeder Ausflihrungsform sind die Elektroden
101 und 102 auf der dielektrischen Hauptflache 51
angeordnet. Alternativ kbnnen die Elektroden 101
und 102 auch auf der dielektrischen Riickflache 52
angeordnet sein. In diesem Fall erstrecken sich die
Saulen 115 und 125 von den leitenden Abschnitten
110 und 120 in Richtung der dielektrischen Rickfla-
che 52.

Modifizierte Beispiele fiir die Antennenbasis

[0674] In jeder Ausfuhrungsform kann die Anten-
nenbasis 70 aus Metall gebildet sein. In diesem Fall
kann der Reflexionsfilm 82 weggelassen werden. Bei
dieser Struktur reflektiert die Antennenoberflache 81
elektromagnetische  Wellen. Genauer gesagt,
umfasst die Antennenoberflache eine reflektierende
Oberflache, die elektromagnetische Wellen reflek-
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tiert, wenn die Antennenbasis 70 aus Metall gebildet
ist.

[0675] In jeder Ausfiihrungsform kann jede separate
Antennenbasis einen ersten Teil, der aus Metall
besteht und die Antennenoberflaiche 81 umfasst,
und einen zweiten Teil, der aus einem elektrischen
Isolationsmaterial besteht und aul3erhalb des ersten
Teils angeordnet ist, umfassen. Ein Beispiel fur ein
elektrisches Isolationsmaterial ist Epoxidharz. Der
zweite Teil bildet eine Basisseitenflache mit Aus-
nahme der Basisseitenflachen, die den abgeschnit-
tenen Abschnitten der Antennenoberflache 81 der
separaten Antennenbasis entsprechen. In einem
Beispiel, wie in den Fig. 67 und 68 gezeigt, umfasst
die separate Antennenbasis 70A in der ersten Aus-
fihrungsform einen ersten Teil 181A, der die Anten-
nenoberflache 81A einschliel3t, und einen zweiten
Teil 182A, der den Umfang mit Ausnahme des offe-
nen Endes 81Aa der Antennenoberflache 81A, von
oben betrachtet, abdeckt. Der zweite Teil 182A defi-
niert die Umfangswand 78A. Die separate Antennen-
basis 70B umfasst einen ersten Teil 181B, der die
Antennenoberflache 81B umfasst, und einen zweiten
Teil 182B, der den Umfang mit Ausnahme der offe-
nen Enden 81Ba und 81Bb der Antennenoberflache
81B, von oben betrachtet, abdeckt. Der zweite Teil
182B definiert die Umfangswand 78B. Die separate
Antennenbasis 70C umfasst einen ersten Teil 181C,
der die Antennenoberflache 81C einschlief3t, und
einen zweiten Teil 182C, der den Umfang mit Aus-
nahme des offenen Endes 81Ca der Antennenober-
flache 81C, von oben betrachtet, abdeckt. Der zweite
Teil 182C definiert die Umfangswand 78C. Die zwei-
ten Teile 182A bis 182C sind aus einem elektrischen
Isolationsmaterial, z.B. Epoxidharz, hergestellt.

[0676] In jeder Ausflihrungsform kénnen die separa-
ten Antennenbasen einstiickig ausgebildet sein. In
einem Beispiel konnen in der ersten Ausfiihrungs-
form die separate Antennenbasis 70A und die sepa-
rate Antennenbasis 70B einstlickig als ein einziges
Bauteil ausgebildet sein. Die separate Antennenba-
sis 70A und die separate Antennenbasis 70C kénnen
einstiickig als ein einziges Bauteil ausgebildet sein.
In einem Beispiel der zweiten Ausflihrungsform kon-
nen die separate Antennenbasis 70B, die separate
Antennenbasis 70C und die separate Antennenbasis
70E einstiickig als ein einziges Bauteil ausgebildet
sein. In einem Beispiel kdnnen in der dritten Ausflih-
rungsform die separate Antennenbasis 70A, die
separate Antennenbasis 70B, die separate Anten-
nenbasis 70D und die separate Antennenbasis 70E
einstiickig als ein einziges Bauteil ausgebildet sein.

[0677] In jeder Ausfiihrungsform kann die Anten-
nenbasis 70 aus einem einzigen Bauteil bestehen.
Mit anderen Worten, die Antennenbasis 70 kann
mehrere Antennenoberflachen 81 umfassen. Insbe-
sondere umfasst die Antennenbasis 70 in der ersten

Ausfihrungsform die Antennenoberflaichen 81A bis
81C. Bei der zweiten Ausfihrungsform umfasst die
Antennenbasis 70 die Antennenoberflachen 81A bis
81H. Bei der dritten Ausfiihrungsform umfasst die
Antennenbasis 70 die Antennenoberflachen 81A bis
811.

[0678] In der ersten Ausfihrungsform kénnen an
der Grenzflache zwischen den Antennenoberflachen
81, die in der ersten Richtung, welche die Anord-
nungsrichtung der einzelnen Antennenbasen ist (in
der ersten Ausfuhrungsform die y-Richtung), anein-
andergrenzen, Trennwande angeordnet sein. Die
Trennwande sind in Kontakt mit dem Dielektrikum
50, um den Gasraum fir jede Antennenoberflache
81 zu unterteilen. In einem Beispiel, wie in den
Fig. 69 und 70 gezeigt, ist eine erste Trennwand
191 in der Grenzflache zwischen der Antennenober-
flache 81A und der Antennenoberflache 81B ange-
ordnet, und eine zweite Trennwand 192 ist in der
Grenzflache zwischen der Antennenoberflache 81B
und der Antennenoberflache 81C angeordnet. Die
Trennwande 191 und 192 erstrecken sich von den
Grenzflachen in Richtung des Dielektrikums 50 in
der z-Richtung. Die Trennwande 191 und 192 stehen
in Kontakt mit der dielektrischen Hauptflache 51 des
Dielektrikums 50. Dadurch werden der Gasraum
92A, der Gasraum 92B und der Gasraum 92C von-
einander getrennt. Das heildt, die Gasrdume 92A bis
92C sind nicht miteinander verbunden. Der Gasraum
92A ist durch das Dielektrikum 50 und den Refle-
xionsfilm 82A abgedichtet. Der Gasraum 92B ist
durch das Dielektrikum 50 und den Reflexionsfilm
82B abgedichtet. Der Gasraum 92C wird durch das
Dielektrikum 50 und den Reflexionsfilm 82C abge-
dichtet. In dem gezeigten Beispiel ist der Reflexions-
film 82 auf den Seitenflachen der Trennwande 191
und 192 ausgebildet, die in Kontakt mit dem Gas-
raum 92 stehen.

[0679] In der zweiten Ausfiihrungsform kénnen in
der Grenzflache zwischen den Antennenoberflachen
81, die in der ersten Richtung, der dritten Richtung
und der vierten Richtung, welche die Anordnungs-
richtungen der einzelnen Antennenbasen sind,
aneinandergrenzen, Trennwande angeordnet sein.
In einem Beispiel, wie in Fig. 71 gezeigt, ist die
erste Trennwand 191 in jeder Grenzflache zwischen
Antennenoberflachen angeordnet, die in der ersten
Richtung benachbart sind, namlich in der Grenzfla-
che zwischen der Antennenoberflache 81A und der
Antennenoberflache 81B, in der Grenzflache zwi-
schen der Antennenoberflache 81B und der Anten-
nenoberflache 81C, in der Grenzflache zwischen
der Antennenoberflache 81C und der Antennenober-
flache 81D, in der Grenzflache zwischen der Anten-
nenoberflache 81E und der Antennenoberflache 81F,
in der Grenzflache zwischen der Antennenoberfla-
che 81F und der Antennenoberflache 81G und in
der Grenzflache zwischen der Antennenoberflache
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81G und der Antennenoberflache 81H. Die zweite
Trennwand 192 ist in jeder Grenzflache zwischen
Antennenoberflachen angeordnet, die in der dritten
Richtung nebeneinander liegen, namlich in der
Grenzflache zwischen der Antennenoberflache 81A
und der Antennenoberflache 81E, in der Grenzflache
zwischen der Antennenoberflache 81B und der
Antennenoberflache 81F, in der Grenzflache zwi-
schen der Antennenoberflache 81C und der Anten-
nenoberflache 81G und in der Grenzflache zwischen
der Antennenoberflache 81D und der Antennenober-
flache 81H. Eine dritte Trennwand 193 ist in jeder
Grenzflache zwischen Antennenoberflachen ange-
ordnet, die in der vierten Richtung aneinandergren-
zen, namlich in der Grenzflache zwischen der Anten-
nenoberflaiche 81B und der Antennenoberflache
81E, in der Grenzflache zwischen der Antennen-
oberflache 81C und der Antennenoberflache 81F
und in der Grenzflache zwischen der Antennenober-
flache 81D und der Antennenoberflache 81G.
Obwohl nicht dargestellt, erstrecken sich die Trenn-
wande 191 bis 193 von den Grenzflachen in Rich-
tung des Dielektrikums 50 in der z-Richtung, um die
dielektrische Hauptflache 51 des Dielektrikums 50 zu
kontaktieren. Die zu den Reflexionsfilmen 82A bis
82H (den Antennenoberflachen 81A bis 81H) gehdr-
enden Gasraume werden durch das Dielektrikum 50
bzw. die Reflexionsfilme 82A bis 82H verschlossen.
In dem gezeigten Beispiel ist der Reflexionsfilm 82
auf den Seitenflachen der Trennwande 191 bis 193
ausgebildet, die mit dem Gasraum 92 in Kontakt ste-
hen.

[0680] In der dritten Ausflihrungsform kénnen in der
Grenzflache zwischen den Antennenoberflachen 81,
die in der ersten Richtung und der zweiten Richtung,
den Anordnungsrichtungen der einzelnen Antennen-
basen, aneinandergrenzen, Trennwande angeordnet
sein. In einem Beispiel, wie es in Fig. 72 gezeigt ist,
ist eine Trennwand 194 in jeder Grenzflache zwi-
schen Antennenoberflachen angeordnet, die in der
ersten Richtung benachbart sind, namlich in der
Grenzflache zwischen der Antennenoberflache 81A
und der Antennenoberflache 81B, in der Grenzflache
zwischen der Antennenoberflache 81B und der
Antennenoberflache 81C, in der Grenzflache zwi-
schen der Antennenoberflache 81D und der Anten-
nenoberflache 81E, in der Grenzflache zwischen der
Antennenoberflache 81E und der Antennenoberfla-
che 81F, in der Grenzflache zwischen der Antennen-
oberflache 81G und der Antennenoberflache 81H
und in der Grenzflache zwischen der Antennenober-
flache 81H und der Antennenoberflache 81I. Eine
Trennwand 195 ist in jeder Grenzflache zwischen in
der zweiten Richtung benachbarten Antennenoberf-
lachen angeordnet, namlich in der Grenzflache zwi-
schen der Antennenoberflache 81A und der Anten-
nenoberflache 81D, in der Grenzflache zwischen
der Antennenoberflache 81B und der Antennenober-
flache 81E, in der Grenzflache zwischen der Anten-

nenoberflaiche 81C und der Antennenoberflache
81F, in der Grenzflache zwischen der Antennenober-
flache 81G und der Antennenoberflache 81D, in der
Grenzflache zwischen der Antennenoberflache 81H
und der Antennenoberflache 81E und in der Grenz-
flache zwischen der Antennenoberflache 811 und der
Antennenoberflache 81F. Der Reflexionsfilm 82 ist an
den Seitenflachen der Trennwande 194 und 195 aus-
gebildet, die in Kontakt mit dem Gasraum 92 stehen.

[0681] In einem Beispiel fir die Antennenoberfla-
chen 81A, 81B, 81D und 81E definiert der Abschnitt
der Trennwand 194, der in der Grenzflache zwischen
der Antennenoberflache 81A und der Antennenober-
flache 81B angeordnet ist, ,eine erste Trennwand,
die die erste reflektierende Oberflache und die zweite
reflektierende Oberflache trennt“. Der Abschnitt der
Trennwand 194, der in der Grenzflache zwischen
der Antennenoberflache 81D und der Antennenober-
flache 81E angeordnet ist, bildet ,eine vierte Trenn-
wand, die die dritte reflektierende Oberflache und die
vierte reflektierende Oberflache trennt‘. Der
Abschnitt der Trennwand 195, der in der Grenzflache
zwischen der Antennenoberflache 81A und der
Antennenoberflache 81D angeordnet ist, bildet
.eine zweite Trennwand, die die erste reflektierende
Oberflache und die dritte reflektierende Oberflache
trennt®. Der Abschnitt der Trennwand 195, der in
der Grenzflache zwischen der Antennenoberflache
81B und der Antennenoberflache 81E angeordnet
ist, bildet ,eine dritte Trennwand, die die zweite
reflektierende Oberflache und die vierte reflektie-
rende Oberflache voneinander trennt®.

[0682] In der ersten Ausfiihrungsform kann der Auf-
bau der Antennenbasis 70 beliebig verandert wer-
den. Insbesondere kann die Anzahl der separaten
Antennenbasen, die die Antennenbasis 70 bilden,
und die Art der separaten Antennenbasen in beliebi-
ger Weise geandert werden. In einem Beispiel kann
die Antennenbasis 70 aus mehreren separaten
Antennenbasen 70B gebildet werden. Die Antennen-
basis 70 kann aus der separaten Antennenbasis 70A
und einer oder mehreren separaten Antennenbasen
70B gebildet werden. Die Antennenbasis 70 kann
aus der separaten Antennenbasis 70C und einer
oder mehreren separaten Antennenbasen 70B gebil-
det werden. Die Antennenbasis 70 kann aus der
separaten Antennenbasis 70A und der separaten
Antennenbasis 70C gebildet werden. In einem Bei-
spiel kann die Antennenbasis 70 aus den separaten
Antennenbasen 70A und 70C und mehreren separa-
ten Antennenbasen 70B gebildet werden.

[0683] In der zweiten Ausfiihrungsform kann der
Aufbau der Antennenbasis 70 beliebig verandert
werden. Insbesondere kann die Anzahl der separa-
ten Antennenbasen, die die Antennenbasis 70 bil-
den, und die Art der separaten Antennenbasis in
beliebiger Weise gedndert werden. In einem Beispiel
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kann die Antennenbasis 70 aus drei oder mehr sepa-
raten Antennenbasen 70B gebildet werden. Die
Antennenbasis 70 kann aus der separaten Anten-
nenbasis 70A, der separaten Antennenbasis 70E
und der separaten Antennenbasis 70B gebildet wer-
den.

[0684] In der dritten Ausfiihrungsform kann der Auf-
bau der Antennenbasis 70 beliebig verandert wer-
den. Insbesondere kann die Anzahl der separaten
Antennenbasen, die die Antennenbasis 70 bilden,
und die Art der separaten Antennenbasis in beliebi-
ger Weise geandert werden. In einem Beispiel kann
die Antennenbasis 70 aus den einzelnen Antennen-
basen 70B, 70C, 70E und 70F gebildet werden. In
einem Beispiel kann die Antennenbasis 70 aus meh-
reren (vier oder mehr) separaten Antennenbasen
70E gebildet werden.

[0685] Die Antennenbasis 70 kann eine separate
Antennenbasis umfassen, die sich in ihrer Form von
den separaten Antennenbasen in den Ausfiihrungs-
formen unterscheidet. In einem Beispiel, wie in
Fig. 73 gezeigt, umfasst die Antennenbasis 70 die
separaten Antennenbasen 70A bis 70G. Die Anten-
nenbasis 70 ist so aufgebaut, dass sechs separate
Antennenbasen 70A, 70B, 70C, 70E, 70F und 70G
in einer Betrachtung in der z-Richtung um eine
sechseckige separate Antennenbasis 70D angeord-
net sind.

[0686] In dem gezeigten Beispiel umfasst die sepa-
rate Antennenbasis 70C die Umfangswand 78C, und
die separate Antennenbasis 70F umfasst eine
Umfangswand 78F. Die separate Antennenbasis
70G ist formgleich mit der separaten Antennenbasis
70G der zweiten Ausfiihrungsform. Die separaten
Antennenbasen 70A, 70B, 70D und 70E weisen
keine Umfangswand auf. Die separaten Antennen-
basen 70A, 70B und 70E haben die gleiche Form
wie die separate Antennenbasis 70D.

[0687] Die separaten Antennenbasen 70A und 70B
sind in der ersten Richtung (im gezeigten Beispiel der
y-Richtung) angeordnet. Die separaten Antennenba-
sen 70C bis 70E sind in der ersten Richtung ange-
ordnet. Die separaten Antennenbasen 70F und 70G
sind in der ersten Richtung angeordnet.

[0688] Die separaten Antennenbasen 70A und 70D
sind in der dritten Richtung angeordnet, die sich von
der ersten und zweiten Richtung unterscheidet (im
gezeigten Beispiel die x-Richtung). Die separaten
Antennenbasen 70B und 70E sind in der dritten Rich-
tung angeordnet. Die separaten Antennenbasen 70C
und 70F sind in der dritten Richtung angeordnet. Die
separaten Antennenbasen 70D und 70G sind in der
dritten Richtung angeordnet.

[0689] Die separaten Antennenbasen 70A und 70C
sind in der vierten Richtung angeordnet, die sich von
der ersten Richtung, der zweiten Richtung und der
dritten Richtung unterscheidet. Die separaten Anten-
nenbasen 70B und 70D sind in der vierten Richtung
angeordnet. Die separaten Antennenbasen 70D und
70F sind in der vierten Richtung angeordnet. Die
separaten Antennenbasen 70E und 70G sind in der
vierten Richtung angeordnet.

[0690] Die Antennenvertiefungen 80A bis 80G sind
kugelférmig nach unten zuriickgesetzt.

[0691] Von oben betrachtet ist jede der Antennen-
oberflachen 81A, 81B, 81D und 81F der Antennen-
vertiefungen 80A, 80B, 80D und 80F sechseckig und
an gegenuberliegenden offenen Enden in der ersten
Richtung, gegeniiberliegenden offenen Enden in der
dritten Richtung und gegeniiberliegenden offenen
Enden in der vierten Richtung abgeschnitten.

[0692] Von oben bettachtet, ist die Antennenoberfla-
che 81C an einem offenen Ende in der ersten Rich-
tung, an den gegeniberliegenden offenen Enden in
der dritten Richtung und an einem offenen Ende in
der vierten Richtung abgeschnitten. In einer Betrach-
tung von oben hat die Antennenoberflache 81C die
Form eines Bogens, der das andere offene Ende in
der ersten Richtung und das andere offene Ende in
der vierten Richtung verbindet.

[0693] Von oben betrachtet, ist die Antennenoberfla-
che 81F an einem offenen Ende in der ersten Rich-
tung, an einem offenen Ende in der dritten Richtung
und an einem offenen Ende in der vierten Richtung
abgeschnitten. In einer Betrachtung von oben hat die
Antennenoberflache 81F die Form eines Bogens, der
das andere offene Ende in der ersten Richtung, das
andere offene Ende in der dritten Richtung und das
andere offene Ende in der vierten Richtung verbin-
det.

[0694] In einer Betrachtung von oben ist die Anten-
nenoberflache 81G an gegenuberliegenden offenen
Enden in der ersten Richtung, einem offenen Ende in
der dritten Richtung und einem offenen Ende in der
vierten Richtung abgeschnitten. In einer Betrachtung
von oben hat die Antennenoberflache 81G die Form
eines Bogens, der das andere offene Ende in der drit-
ten Richtung und das andere offene Ende in der vier-
ten Richtung verbindet.

[0695] Die Reflexionsfilme 82A, 82B, 82D und 82F
sind auf den Antennenoberflachen 81A, 81B, 81D
und 81F ausgebildet. In einer Betrachtung von oben
sind die Reflexionsfilme 82A, 82B, 82D und 82F im
Wesentlichen formgleich mit den Antennenoberfla-
chen 81A, 81B, 81D und 81F.
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[0696] In einem Beispiel sind der Reflexionsfilm 82A
(die Antennenoberflache 81A) und der Reflexionsfilm
82B (die Antennenoberflache 81B) in Bezug auf die
einzelnen Antennenbasen 70A, 70B und 70D in der
ersten Richtung nebeneinander angeordnet. Der
Reflexionsfilm 82A (die Antennenoberflache 81A)
und der Reflexionsfilm 82D (die Antennenoberflache
81D) sind in der dritten Richtung nebeneinander
angeordnet. Der Reflexionsfiim 82B (die Antennen-
oberflache 81B) und der Reflexionsfiim 82D (die
Antennenoberfldche 81D) sind in der vierten Rich-
tung nebeneinander angeordnet.

[0697] Wie in Fig. 74 gezeigt, umfasst die Terahertz-
Vorrichtung 10 die Terahertz-Elemente 20A bis 20G
und ein Dielektrikum 50, das die Terahertz-Elemente
20A bis 20G halt.

[0698] Der Reflexionsfilm 82A (die Antennenober-
flache 81A) liegt dem Terahertz-Element 20A in der
Dickenrichtung des Terahertz-Elements 20A (der z-
Richtung) gegeniiber. In gleicher Weise sind die
Reflexionsfilme 82B bis 82G (die Antennenoberfla-
chen 81B bis 81G) den Terahertz-Elementen 20B
bis 20G in der Dickenrichtung der Terahertz-Ele-
mente 20B bis 20G (der z-Richtung) gegeniberge-
stellt.

[0699] Von oben betrachtet, ist der Reflexionsfilm
82A (die Antennenoberflaiche 81A) groRer als das
Terahertz-Element 20A. Insbesondere ist der Refle-
xionsfilm 82A (die Antennenoberflache 81A) in der x-
Richtung und der y-Richtung grofRer als das Tera-
hertz-Element 20A. In gleicher Weise sind die Refle-
xionsfilme 82B bis 82G (die Antennenoberflachen
81B bis 81G) groRer als die Terahertz-Elemente
20B bis 20G.

[0700] Bei jeder Ausfihrungsform kann die Form
der Antennenoberflache 81 der separaten Antennen-
basis und die Form des auf der Antennenoberflache
81 gebildeten Reflexionsfiims 82 In einer Betrach-
tung von oben beliebig verandert werden.

[0701] In einem Beispiel kdnnen in der ersten Aus-
fihrungsform In einer Betrachtung von oben die
Form der Antennenoberflache 81A der separaten
Antennenbasis 70A und die Form des Reflexions-
films 82A kreisférmig sein und keinen weggeschnit-
tenen Abschnitt aufweisen. Auch in diesem Fall sind
die Form der Antennenoberflache 81B der separaten
Antennenbasis 70B und die Form des Reflexions-
films 82B von oben betrachtet kreisformig mit Aus-
schnitten bzw. weggeschnittenen Abschnitten.
Dadurch wird der Zwischenelementabstand zwi-
schen dem Terahertz-Element 20A und dem Tera-
hertz-Element 20B in der ersten Richtung, welche
die Anordnungsrichtung des Reflexionsfiims 82A
und des Reflexionsfilms 82B ist, verringert. Dadurch

wird die Aufldsung der Terahertz-Vorrichtung 10 ver-
bessert.

[0702] In einem Beispiel kann in der zweiten Ausfuh-
rungsform, von oben betrachtet, die Form der Anten-
nenoberflache 81B der separaten Antennenbasis
70B und die Form des Reflexionsfilms 82B kreisfor-
mig sein, ohne weggeschnittene Abschnitte. Auch in
diesem Fall sind, von oben betrachtet, die Form der
Antennenoberflache 81F der separaten Antennenba-
sis 70F und die Form des Reflexionsfilms 82F kreis-
formig mit weggeschnittenen Abschnitten. Dadurch
verringert sich der Abstand zwischen dem Tera-
hertz-Element 20B und dem Terahertz-Element 20F
in der dritten Richtung, welche die Anordnungsrich-
tung des Reflexionsfiims 82B und des Reflexions-
films 82F ist. AuRerdem sind die Form der Antennen-
oberflache 81E der separaten Antennenbasis 70E
und die Form des Reflexionsfiims 82E von oben
betrachtet  kreisférmig mit  weggeschnittenen
Abschnitten. Dadurch wird der Abstand zwischen
dem Terahertz-Element 20B und dem Terahertz-Ele-
ment 20E in der vierten Richtung, welche die Anord-
nungsrichtung des Reflexionsfims 82B und des
Reflexionsfilms 82E ist, verringert. AuBerdem sind
die Form der Antennenoberflache 81A der separaten
Antennenbasis 70A und die Form des Reflexions-
films 82A von oben betrachtet kreisformig mit wegge-
schnittenen Abschnitten. Dadurch wird der Abstand
zwischen dem Terahertz-Element 20A und dem Tera-
hertz-Element 20B in der ersten Richtung, welche die
Anordnungsrichtung des Reflexionsfilms 82A und
des Reflexionsfilms 82B ist, verringert. Dadurch
wird die Aufldsung der Terahertz-Vorrichtung 10 ver-
bessert.

[0703] In einem Beispiel kann bei der dritten Ausflih-
rungsform, von oben betrachtet, die Form der Anten-
nenoberflache 81E der separaten Antennenbasis
70E und die Form des Reflexionsfilms 82E kreisfor-
mig sein, ohne weggeschnittene Abschnitte. Auch in
diesem Fall sind die Form der Antennenoberflache
81D der separaten Antennenbasis 70D und die
Form des Reflexionsfilms 82D von oben betrachtet
kreisférmig mit Ausschnitten bzw. weggeschnittenen
Abschnitten. Dadurch wird der Abstand zwischen
dem Terahertz-Element 20D und dem Terahertz-Ele-
ment 20E in der ersten Richtung, welche die Anord-
nungsrichtung des Reflexionsfiims 82D und des
Reflexionsfilms 82E ist, verringert. Aulerdem sind,
von oben betrachtet, die Form der Antennenoberfla-
che 81B der separaten Antennenbasis 70B und die
Form des Reflexionsfilms 82B kreisformig mit weg-
geschnittenen Abschnitten. Dadurch wird der Zwi-
schenelementabstand zwischen dem Terahertz-Ele-
ment 20B und dem Terahertz-Element 20E in der
zweiten Richtung, der Anordnungsrichtung des
Reflexionsfilms 82B und des Reflexionsfilms 82E,
verringert. Dadurch wird die Auflésung der Tera-
hertz-Vorrichtung 10 verbessert.
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[0704] In jeder Ausflihrungsform kann die Form der
separaten Antennenbasis in beliebiger Weise veran-
dert werden. In einem Beispiel der separaten Anten-
nenbasis kann der Randbereich der Basisrickflache
72 weggeschnitten werden, oder es kann ein Aus-
schnitt an der Basisruckflache 72 gebildet werden.

Modifizierte Beispiele fur die Struktur der Terahertz-
Vorrichtung

[0705] In jeder Ausflihrungsform kann die Terahertz-
Vorrichtung 10 anstelle des Dielektrikums 50 ein fla-
ches Substrat umfassen. Die Terahertz-Elemente 20
sind auf dem Substrat montiert. Ein Beispiel fir ein
Substrat, das anstelle des Dielektrikums 50 in der
Terahertz-Vorrichtung 10 der ersten Ausfiihrungs-
form verwendet wird, wird unter Bezugnahme auf
Fig. 75 beschrieben.

[0706] Wie in Fig. 75 gezeigt, umfasst ein Substrat
200 eine Substrat-Hauptflache 201 und eine Sub-
strat-Rlckflache 202, die in der Dickenrichtung (im
gezeigten Beispiel der z-Richtung) in entgegenge-
setzte Richtungen weisen. Die Substrat-Hauptflache
201 ist nach unten und die Substrat-Riickflache 202
nach oben gerichtet. Die Substrat-Hauptflache 201
ist also der Antennenbasis 70 zugewandt. In gleicher
Weise wie bei der ersten Ausfliihrungsform ist das
Substrat 200 durch die Klebeschicht 91 an der
Hauptflache 71T der Antennenbasis 70 befestigt.
Die Form des Substrats 200 in der z-Richtung und
die Abmessungen des Substrats 200 in der x- und
y-Richtung sind die gleichen wie bei dem Dielektri-
kum 50 der ersten Ausfiihrungsform. Die Abmes-
sung (Dicke) des Substrats 200 in der z-Richtung ist
kleiner als die Abmessung (Dicke) des Dielektrikums
50 in der z-Richtung. Im gezeigten Beispiel wird als
Substrat 200 zum Beispiel ein bedrucktes Substrat
aus Glas-Epoxidharz verwendet.

[0707] Die Terahertz-Elemente 20A bis 20C sind auf
der Substrat-Hauptflache 201 angebracht. Insbeson-
dere sind die leitenden Abschnitte 110A bis 110C und
120A bis 120C und die Elektroden 101A bis 101C
und 102A bis 102C, die nicht dargestellt sind, auf
der Substrat-Hauptflache 201 ausgebildet. In glei-
cher Weise wie die Ausfuhrungsformen sind die
Terahertz-Elemente 20A bis 20 auf den leitenden
Abschnitten 110A bis 110C und 120A bis 120C ange-
bracht.

[0708] Wie in Fig. 75 gezeigt, sind die Elemen-
thauptflachen 21 der Terahertz-Elemente 20A bis
20C in der z-Richtung naher an der Basisrlckflache
72T als an der Basishauptflaiche 71T der Antennen-
basis 70 angeordnet. In gleicher Weise wie die Aus-
fuhrungsformen sind die Terahertz-Elemente 20A bis
20C so angeordnet, dass die Elementhauptflachen
21 dem Reflexionsfilm 82 (der Antennenoberflache
81) gegenulberliegen.

[0709] In Fig. 75 sind die Terahertz-Elemente 20A
bis 20C auf dem Substrat 200 flip-chipmontiert. Alter-
nativ kdnnen die Terahertz-Elemente 20A bis 20C
auch mit einem anderen Verfahren auf dem Substrat
200 montiert werden. In einem Beispiel kdnnen die
Terahertz-Elemente 20A bis 20C, wenn die Elemen-
thauptflachen 21 nach unten gerichtet sind, an den
Elementrickflachen 22 mit der Substrathauptflache
201 des Substrats 200 durch Die-Bonden gebondet
bzw.verbunden werden. Genauer gesagt kdnnen die
Elementrickflachen 22 der Terahertz-Elemente 20A
bis 20C durch ein leitfahiges Bondingmaterial wie
eine Silber(Ag)-Paste oder Lot mit der Substrat-
Hauptflache 201 gebondet werden. Die leitenden
Elementschichten 33 und 34 der Elementhauptfla-
chen 21 der Terahertz-Elemente 20A bis 20C sind
mit den leitenden Abschnitten 110 und 120 durch
Bondingdrahte gebondet. Die Bondingstruktur der
Terahertz-Elemente 20A bis 20C an das Substrat
200 kann beliebig verandert werden. In einem Bei-
spiel kénnen die Elementrickflachen 22 der Tera-
hertz-Elemente 20A bis 20C durch einen Klebstoff
an die Substrat-Hauptflache 201 geklebt bzw. gebon-
det werden. Ein Beispiel fur den Klebstoff umfasst
Epoxidharz als Hauptkomponente.

[0710] In der ersten und zweiten Ausfihrungsform
ist das im Gasraum 92 befindliche Gas nicht auf
Luft beschrankt und kann beliebig gewechselt wer-
den, solange das Gas einen Brechungsindex hat,
der niedriger ist als der dielektrische Brechungsindex
n2.

[0711] Injeder Ausfiihrungsform kann die Terahertz-
Vorrichtung 10 einen Steuer-IC (z.B. einen anwen-
dungsspezifischen integrierten Schaltkreis (ASIC))
als Controller umfassen. Der Steuer-IC kann z.B. so
ausgestaltet sein, dass er den Stromfluss zu den
Terahertz-Elementen 20 erkennt bzw. detektiert, die
Terahertz-Elemente 20 mit Strom versorgt oder Sig-
nale verarbeitet.

Klauseln

[0712] Die technischen Aspekte, die sich aus den
Ausfiihrungsformen und den modifizierten Beispie-
len ergeben, werden im Folgenden beschrieben.

A1. Antennenbasis mit:

Antennenoberflachen, wobei jede der Anten-
nenoberflachen einem von Terahertz-Elemen-
ten in einer Dickenrichtung des einen der Tera-
hertz-Elemente gegentberliegt, in welcher
jede der Antennenoberflachen zu einem der
Terahertz-Elemente hin geoffnet ist, das in der
Dickenrichtung des einen der Terahertz-Ele-
mente gegeniberliegt, und so gekrimmt ist,
dass sie in einer Richtung weg von dem einen
der gegenuberliegenden Terahertz-Elemente
zurickgesetzt ist, und wobei
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in einer Betrachtung in der Dickenrichtung der
Antennenbasis, jede der Antennenoberflachen
in einer Anordnungsrichtung, in welcher die
Antennenoberflachen angeordnet sind, kleiner
ist als in einer Richtung, die von der Anord-
nungsrichtung abweicht.

[0713] Diese Struktur verringert den Abstand zwi-
schen einem ersten Terahertz-Element und einem
zweiten Terahertz-Element, die in der Anordnungs-
richtung der Antennenoberflachen nebeneinander
liegen. Wenn die Antennenbasis in einer Terahertz-
Vorrichtung verwendet wird und die Terahertz-Ele-
mente zum Empfang elektromagnetischer Wellen
ausgebildet sind, wird die Auflésung der Terahertz-
Vorrichtung in einem Detektionsbereich der elektro-
magnetischen Wellen verbessert. Darlber hinaus
umfasst die Antennenbasis die den Terahertz-Ele-
menten jeweils gegenlberliegenden Antennenoberf-
lachen. Wenn die Antennenbasis in einer Terahertz-
Vorrichtung verwendet wird und die Terahertz-Ele-
mente zur Erzeugung elektromagnetischer Wellen
ausgestaltet sind, gibt die Terahertz-Vorrichtung
also eine hohe Leistung ab.

A2. Terahertz-Vorrichtung mit:

Terahertz-Elementen mit einem ersten Tera-
hertz-Element und einem zweiten Terahertz-
Element, die eine elektromagnetische Welle
empfangen; und

reflektierenden Oberflachen mit einer ersten
reflektierenden Oberflache und einer zweiten
reflektierenden Oberflache, wobei die erste
reflektierende Oberflaiche dem ersten Tera-
hertz-Element in einer Dickenrichtung des ers-
ten Terahertz-Elements gegenilberliegt, um
eine empfangene elektromagnetische Welle
zum ersten Terahertz-Element zu reflektieren,
und die zweite reflektierende Oberflache dem
zweiten Terahertz-Element in einer Dickenrich-
tung des zweiten Terahertz-Elements gegen-
Uberliegt, um eine empfangene elektromagneti-
sche Welle zum zweiten Terahertz-Element zu
reflektieren, wobei die erste reflektierende
Oberflache zum ersten Terahertz-Element hin
geodffnet und in einer vom ersten Terahertz-Ele-
ment wegfuhrenden Richtung gekrimmt vertieft
ist, wobei die zweite reflektierende Oberflache
zum zweiten Terahertz-Element hin gedffnet
und in einer vom zweiten Terahertz-Element
wegflhrenden Richtung gekrimmt vertieft ist,
wobei wenn eine Richtung parallel zur Dicken-
richtung des ersten Terahertz-Elements und
der Dickenrichtung des zweiten Terahertz-Ele-
ments als Héhenrichtung der Terahertz-Vorrich-
tung bezeichnet wird, die erste reflektierende
Oberflache und die zweite reflektierende Ober-
flache benachbart zueinander in einer ersten
Richtung angeordnet sind, die die HOhenrich-
tung der Terahertz-Vorrichtung schneidet, und
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wobei ein Zwischenelementabstand, der ein
Abstand zwischen einem Empfangspunkt des
ersten Terahertz-Elements und einem Emp-
fangspunkt des zweiten Terahertz-Elements ist,
kleiner als oder gleich einem Durchmesser der
ersten reflektierenden Oberflache und einem
Durchmesser der zweiten reflektierenden Ober-
flache ist.

A3. Terahertz-Vorrichtung mit:

Terahertz-Elementen mit einem ersten Tera-
hertz-Element und einem zweiten Terahertz-
Element, die eine elektromagnetische Welle
erzeugen; und

reflektierenden Oberflichen mit einer ersten
reflektierenden Oberflache und einer zweiten
reflektierenden Oberflache, wobei die erste
reflektierende Oberflache dem ersten Tera-
hertz-Element in einer Dickenrichtung des ers-
ten Terahertz-Elements gegeniberliegt, um
eine vom ersten Terahertz-Element erzeugte
elektromagnetische Welle in eine Richtung zu
reflektieren, wobei die zweite reflektierende
Oberflache dem zweiten Terahertz-Element in
einer Dickenrichtung des zweiten Terahertz-Ele-
ments gegenuberliegt, um eine vom zweiten
Terahertz-Element erzeugte elektromagneti-
sche Welle in eine Richtung zu reflektieren,
wobei

die erste reflektierende Oberflache zu dem ers-
ten Terahertz-Element hin gedffnet und so
gekrimmt ist, dass sie in einer Richtung weg
vom ersten Terahertz-Element vertieft ist, die
zweite reflektierende Oberflache zu dem zwei-
ten Terahertz-Element hin gedffnet und so
gekrimmt ist, dass sie in einer Richtung weg
vom zweiten Terahertz-Element vertieft ist,
wobei

wenn eine Richtung parallel zu der Dickenrich-
tung des ersten Terahertz-Elements und der
Dickenrichtung des zweiten Terahertz-Elements
als Hoéhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung
bezeichnet wird, die erste reflektierende Ober-
flache und die zweite reflektierende Oberflache
in einer ersten Richtung, die die Hohenrichtung
der Terahertz-Vorrichtung schneidet, nebenei-
nander angeordnet sind und ein Zwischenele-
mentabstand, der ein Abstand zwischen einem
Erzeugungspunkt des ersten Terahertz-Ele-
ments und einem Erzeugungspunkt des zweiten
Terahertz-Elements ist, kleiner oder gleich
einem Durchmesser der ersten reflektierenden
Oberflache und einem Durchmesser der zwei-
ten reflektierenden Oberflache ist.

A4. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel A2 oder
A3, wobei der Zwischenelementabstand kleiner
ist als der Durchmesser der ersten reflektieren-
den Oberflache und der Durchmesser der zwei-
ten reflektierenden Oberflache ist.
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A5. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau-
seln A2 bis A4, wobei in einer Betrachtung in der
Hohenrichtung der Terahertz-Vorrichtung, ein
Empfangspunkt des ersten Terahertz-Elements
mit einem Mittelpunkt der ersten reflektierenden
Oberflache Ubereinstimmt und ein Empfangs-
punkt des zweiten Terahertz-Elements mit
einem Mittelpunkt der zweiten reflektierenden
Oberflache Ubereinstimmt.

B1. Terahertz-Vorrichtung nach Anspruch 1
oder 2, wobei jede der ersten reflektierenden
Oberflache und der zweiten reflektierenden
Oberflache, in einer Betrachtung in der Héhen-
richtung der Terahertz-Vorrichtung, in der ersten
Richtung kleiner ist als in einer zweiten Rich-
tung, die sich von der ersten Richtung unter-
scheidet, und

in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung, eine Grenzflache zwi-
schen der ersten reflektierenden Oberflache
und der zweiten reflektierenden Oberflache
geradlinig verlauft.

B2. Terahertz-Vorrichtung nach einem der
Anspriche 1 und 2 und nach Klausel B1, ferner
mit: einer Antennenbasis mit einer ersten Anten-
nenoberflache, die dem ersten Terahertz-Ele-
ment in der Hoéhenrichtung der Terahertz-Vor-
richtung gegenlberliegt, und einer zweiten
Antennenoberflache, die dem zweiten Tera-
hertz-Element in Hohenrichtung der Terahertz-
Vorrichtung gegenuberliegt, wobei

die erste reflektierende Oberflache durch einen
auf der ersten Antennenoberflache gebildeten
Reflexionsfilm definiert wird und die zweite
reflektierende Oberflache durch einen auf der
zweiten Antennenoberflache gebildeten Refle-
xionsfilm definiert wird.

B3. Terahertz-Vorrichtung nach einem der
Anspriche 1 und 2 und Klausel B1, ferner mit:
einer Antennenbasis mit einer ersten Antennen-
oberflache, die dem ersten Terahertz-Element in
der Hohenrichtung der Terahertz-Vorrichtung
gegenuberliegt, und einer zweiten Antennen-
oberflache, die dem zweiten Terahertz-Element
in der Héhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung
gegenuberliegt, wobei

die Antennenbasis aus Metall gebildet ist,

die erste reflektierende Oberflache durch die
erste Antennenoberflache definiert wird, und
die zweite reflektierende Oberflache durch die
zweite Antennenoberflache definiert wird.

B4. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel B2 oder
B3, wobei

die Antennenbasis eine erste Antennenbasis
mit einer ersten Antennenoberflache und eine
zweite Antennenbasis mit einer zweiten Anten-
nenoberflache umfasst,

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
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Terahertz-Vorrichtung, die erste Antennenober-
flache in der ersten Richtung gegenuberlie-
gende offene Enden aufweist und eines der
gegenuberliegenden offenen Enden, das sich
an der zweiten Antennenoberflache befindet,
eine Basisseitenflache der ersten Antennenba-
sis Uberlappt, die in der ersten Richtung zur
zweiten Antennenbasis weist, wobei

in einer Betrachtung in der H6henrichtung der
Terahertz-Vorrichtung , die zweite Antennen-
oberflache in der ersten Richtung gegenuberlie-
gende offene Enden aufweist und eines der
gegenuberliegenden offenen Enden, das sich
an der ersten Antennenoberflaiche befindet,
eine Basisseitenfliche der zweiten Antennen-
basis Uberlappt, die der ersten Antennenbasis
in der ersten Richtung zugewandt ist, und wobei
die erste Antennenbasis neben der zweiten
Antennenbasis angeordnet ist.

B5. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau-
seln B2 bis 4 bzw. B4, ferner mit: einem mit der
Antennenbasis gekoppelten Halteelement, um
das erste Terahertz-Element und das zweite
Terahertz-Element zu halten, wobei

das Halteelement die erste reflektierende Ober-
flache und die zweite reflektierende Oberflache
bedeckt.

B6. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel BS5,
wobei eine Trennwand in der Grenzflache zwi-
schen der ersten reflektierenden Oberflache
und der zweiten reflektierenden Oberflache
angeordnet ist und in Kontakt mit dem Halteele-
ment steht, um die erste reflektierende Oberfla-
che von der zweiten reflektierenden Oberflache
Zu trennen.

B7. Terahertz-Vorrichtung nach einem der
Anspriiche 3 bis 5, wobei die zweite reflektie-
rende Oberflache in einer Betrachtung in der
Hohenrichtung der Terahertz-Vorrichtung in der
ersten Richtung kleiner ist als in einer zweiten
Richtung, die sich von der ersten Richtung
unterscheidet, und wobei

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung, eine Grenzflache zwi-
schen der zweiten reflektierenden Oberflache
und der dritten reflektierenden Oberflache
geradlinig verlauft.

B8. Terahertz-Vorrichtung nach einem der
Anspriiche 3 bis 5 und Klausel B7, ferner mit
einer Antennenbasis mit einer ersten Antennen-
oberflache, die dem ersten Terahertz-Element in
der Hohenrichtung der Terahertz-Vorrichtung
gegenuberliegt, einer zweiten Antennenoberfla-
che, die dem zweiten Terahertz-Element in der
Hohenrichtung der  Terahertz-Vorrichtung
gegenuberliegt, und einer dritten Antennenober-
flache, die dem dritten Terahertz-Element in der
Hohenrichtung der  Terahertz-Vorrichtung
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gegeniberliegt, wobei

die erste reflektierende Oberflache durch einen
auf der ersten Antennenoberflache gebildeten
Reflexionsfilm definiert wird,

die zweite reflektierende Oberflache durch
einen auf der zweiten Antennenoberflache
gebildeten Reflexionsfilm definiert wird, und

die dritte reflektierende Oberflache durch einen
auf der dritten Antennenoberflache gebildeten
Reflexionsfilm definiert wird.

B9. Terahertz-Vorrichtung nach einem der
Anspriiche 3 bis 5 und Klausel B7, ferner mit:
einer Antennenbasis mit einer ersten Antennen-
oberflache, die dem ersten Terahertz-Element in
der Hohenrichtung der Terahertz-Vorrichtung
gegeniberliegt, einer zweiten Antennenoberfla-
che, die dem zweiten Terahertz-Element in der
Hohenrichtung  der  Terahertz-Vorrichtung
gegenuberliegt, und einer dritten Antennenober-
flache, die dem dritten Terahertz-Element in der
Hohenrichtung  der  Terahertz-Vorrichtung
gegeniberliegt, wobei

die Antennenbasis ist aus Metall gebildet ist,
die erste reflektierende Oberflache durch die
erste Antennenoberflache definiert wird,

die zweite reflektierende Oberflache durch die
zweite Antennenoberflache definiert wird, und
die dritte reflektierende Oberflache durch die
dritte Antennenoberflache definiert wird.

B10. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel B8
oder B9, wobei

die Antennenbasis eine erste Antennenbasis
mit einer ersten Antennenoberflache, eine
zweite Antennenbasis mit einer zweiten Anten-
nenoberflache und eine dritte Antennenbasis
mit einer dritten Antennenoberflache umfasst,
wobei

in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung, die erste Antennenober-
flache in der ersten Richtung gegeniberlie-
gende offene Enden aufweist und eines der
gegeniiberliegenden offenen Enden, das sich
an der zweiten Antennenoberflache befindet,
eine Basisseitenflache der ersten Antennenba-
sis Uberlappt, die in der ersten Richtung zur
zweiten Antennenbasis weist,

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz- Vorrichtung, die zweite Antennen-
oberflache in der ersten Richtung gegeniiberlie-
gende offene Enden aufweist und eines der
gegeniiberliegenden offenen Enden, das sich
an der ersten Antennenoberflaiche befindet,
eine Basisseitenflache der zweiten Antennen-
basis Uberlappt, die in der ersten Richtung zu
der ersten Antennenbasis weist,

in einer Betrachtung in der Héhenrichtung Tera-
hertz-Vorrichtung, die dritte Antennenoberfla-
che in der ersten Richtung gegeniberliegende
offene Enden aufweist und eines der gegen-
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Uberliegenden offenen Enden, das sich an der
zweiten Antennenoberflache befindet, eine
Basisseitenflache der dritten Antennenbasis
Uberlappt, die in der ersten Richtung zu der drit-
ten Antennenbasis weist, wobei

die erste Antennenbasis neben der zweiten
Antennenbasis angeordnet ist, und

die dritte Antennenbasis ist neben der zweiten
Antennenbasis an einer der ersten Antennenba-
sis gegenlberliegenden Seite der zweiten
Antennenbasis angeordnet.

B11. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau-
seln B8 bis B10, ferner mit einem mit der Anten-
nenbasis gekoppelten Halteelement, um das
erste Terahertz-Element, das zweite Terahertz-
Element und das dritte Terahertz-Element zu
halten, wobei

[0714] Das Halteelement die erste reflektierende
Oberflache, die zweite reflektierende Oberflache
und die dritte reflektierende Oberflache bedeckt.

B12. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel B11,
ferner mit:

einer ersten Trennwand, die in einer Grenzfla-
che zwischen der ersten reflektierenden Ober-
flache und der zweiten reflektierenden Oberfla-
che angeordnet ist und in Kontakt mit dem
Halteelement steht, um die erste reflektierende
Oberflache von der zweiten reflektierenden
Oberflache zu trennen; und

einer zweiten Trennwand, die in einer Grenzfla-
che zwischen der zweiten reflektierenden Ober-
flache und der dritten reflektierenden Oberfla-
che angeordnet ist und in Kontakt mit dem
Halteelement steht, um die zweite reflektierende
Oberflache von der dritten reflektierenden Ober-
flache zu trennen.

B13. Terahertz-Vorrichtung nach Anspruch 6
oder 7, wobei

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung, die erste reflektierende
Oberflache in der dritten Richtung kleiner ist
als in der zweiten Richtung, und die zweite
reflektierende Oberflache in der vierten Rich-
tung kleiner ist als in der zweiten Richtung, und
wobei

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung, sowohl eine Grenzflache
zwischen der ersten reflektierenden Oberflache
und der dritten reflektierenden Oberflache als
auch eine Grenzflache zwischen der zweiten
reflektierenden Oberflache und der dritten
reflektierenden Oberflache geradlinig verlauft.

B14. Terahertz-Vorrichtung nach einem der
Anspriche 6 bis 10 und Klausel B13, ferner mit
einer Antennenbasis mit einer ersten Antennen-
oberflache, die dem ersten Terahertz-Element in
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der Hohenrichtung der Terahertz-Vorrichtung
gegeniberliegt, einer zweiten Antennenoberfla-
che, die dem zweiten Terahertz-Element in der
Hohenrichtung  der  Terahertz-Vorrichtung
gegeniberliegt, und einer dritten Antennenober-
flache, die dem dritten Terahertz-Element in der
Hohenrichtung  der  Terahertz-Vorrichtung
gegeniberliegt, wobei

die erste reflektierende Oberflache durch einen
auf der ersten Antennenoberflache gebildeten
Reflexionsfilm definiert wird,

die zweite reflektierende Oberflache durch
einen auf der zweiten Antennenoberflache
gebildeten Reflexionsfilm definiert wird, und

die dritte reflektierende Oberflache durch einen
auf der dritten Antennenoberflache gebildeten
Reflexionsfilm definiert wird.

B15. Terahertz-Vorrichtung nach einem der
Anspriche 6 bis 10 und Klausel B13, ferner
mit: einer Antennenbasis mit einer ersten Anten-
nenoberflache, die dem ersten Terahertz-Ele-
ment in der Héhenrichtung der Terahertz- Vor-
richtung  gegenlberliegt, einer zweiten
Antennenoberflache, die dem zweiten Tera-
hertz-Element in der Hohenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung gegenuberliegt, und einer drit-
ten Antennenoberflaiche, die dem dritten
Terahertz-Element in der Héhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung gegenuberliegt, wobei
die Antennenbasis ist aus Metall gebildet ist,
die erste reflektierende Oberflache durch die
erste Antennenoberflache definiert wird,

die zweite reflektierende Oberflache durch die
zweite Antennenoberflache definiert wird, und
die dritte reflektierende Oberflache durch die
dritte Antennenoberflache definiert wird.

B16. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel B14
oder B15, wobei

die Antennenbasis eine erste Antennenbasis
mit einer ersten Antennenoberflache, eine
zweite Antennenbasis mit einer zweiten Anten-
nenoberflache und eine dritte Antennenbasis
mit einer dritten Antennenoberflaiche umfasst,
wobei

in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung, die erste Antennenober-
flache in der ersten Richtung gegentberlie-
gende offene Enden aufweist und eines der
gegeniiberliegenden offenen Enden, das sich
an der zweiten Antennenoberflache befindet,
eine Basisseitenflache der ersten Antennenba-
sis Uberlappt, die in der ersten Richtung zu der
zweiten Antennenbasis weist,

in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der
Terahertz- Vorrichtung, die zweite Antennen-
oberflache in der ersten Richtung gegeniiberlie-
gende offene Enden aufweist und eines der
gegeniiberliegenden offenen Enden, das sich
an der ersten Antennenoberflache befindet,
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eine Basisseitenflaiche der zweiten Antennen-
basis Uberlappt, die in der ersten Richtung zu
der ersten Antennenbasis weist,

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung, die dritte Antennenober-
flache in der ersten Richtung gegenuberlie-
gende offene Enden aufweist und eines der
gegenuberliegenden offenen Enden, das sich
an der zweiten Antennenoberflache befindet,
eine Basisseitenflache der dritten Antennenba-
sis Uberlappt, die in der ersten Richtung zur drit-
ten Antennenbasis weist,

die erste Antennenbasis in der ersten Richtung
neben der zweiten Antennenbasis angeordnet
ist,

die erste Antennenbasis ist in der dritten Rich-
tung neben der dritten Antennenbasis angeord-
net, und

die zweite Antennenbasis ist in der vierten Rich-
tung neben der dritten Antennenbasis angeord-
net.

B17. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau-
seln B14 bis B16, ferner mit einem mit der
Antennenbasis gekoppelten Halteelement, um
das erste Terahertz-Element, das zweite Tera-
hertz-Element und das dritte Terahertz-Element
zu halten, wobei

das Halteelement die erste reflektierende Ober-
flache, die zweite reflektierende Oberflache und
die dritte reflektierende Oberflache bedeckt.

B18. Terahertz-Vorrichtung nach B17, ferner
mit:

einer ersten Trennwand, die in einer Grenzfla-
che zwischen der ersten reflektierenden Ober-
flache und der zweiten reflektierenden Oberfla-
che angeordnet ist und in Kontakt mit dem
Halteelement steht, um die erste reflektierende
Oberflache von der zweiten reflektierenden
Oberflache zu trennen;

einer zweiten Trennwand, die in einer Grenzfla-
che zwischen der zweiten reflektierenden Ober-
flache und der dritten reflektierenden Oberfla-
che und in Kontakt mit dem Halteelement
angeordnet ist, um die zweite reflektierende
Oberflache von der dritten reflektierenden Ober-
flache zu trennen; und

eine dritte Trennwand, die in einer Grenzflache
zwischen der ersten reflektierenden Oberflache
und der dritten reflektierenden Oberflache ange-
ordnet ist und in Kontakt mit dem Halteelement
steht, um die erste reflektierende Oberflache
von der dritten reflektierenden Oberflache zu
trennen.

B19. Terahertz-Vorrichtung nach Anspruch 11
oder 12, wobei in einer Betrachtung in der
Héhenrichtung der  Terahertz-Vorrichtung
sowohl die dritte reflektierende Oberflache als
auch die vierte reflektierende Oberflache in der
zweiten Richtung kleiner ist als in der dritten
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Richtung, und

in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung sowohl eine Grenzflache
zwischen der ersten reflektierenden Oberflache
und der dritten reflektierenden Oberflache als
auch eine Grenzflache zwischen der zweiten
reflektierenden Oberflache und der vierten
reflektierenden Oberflache geradlinig verlauft.

B20.Terahertz-Vorrichtung nach einem der
Anspriche 11 bis 13 und Klausel B19, ferner
mit einer Antennenbasis mit einer ersten Anten-
nenoberflache, die dem ersten Terahertz-Ele-
ment in der Héhenrichtung der Terahertz-Vor-
richtung  gegenlberliegt, einer zweiten
Antennenoberflache, die dem zweiten Tera-
hertz-Element in der Hohenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung gegenulberliegt, einer dritten
Antennenoberflache, die dem dritten Terahertz-
Element in der HOhenrichtung der Terahertz-
Vorrichtung gegenuberliegt, und einer vierten
Antennenoberflache, die dem vierten Tera-
hertz-Element in der Hohenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung gegenuberliegt, wobei

die erste reflektierende Oberflache durch einen
auf der ersten Antennenoberflache gebildeten
Reflexionsfilm definiert wird,

die zweite reflektierende Oberflache wird durch
einen auf der zweiten Antennenoberflache
gebildeten Reflexionsfilm definiert wird,

die dritte reflektierende Oberflache durch eine
auf der dritten Antennenoberflache gebildeten
Reflexionsilm definiert wird, und

die vierte reflektierende Oberflache durch einen
auf der vierten Antennenoberflaiche gebildeten
Reflexionsfilm definiert wird.

B21. Terahertz-Vorrichtung nach einem der
Anspriche 11 bis 13 und Klausel B19, ferner
mit einer Antennenbasis mit einer ersten Anten-
nenoberflache, die dem ersten Terahertz-Ele-
ment in der Hoéhenrichtung der Terahertz-Vor-
richtung  gegenlberliegt, einer zweiten
Antennenoberflache, die dem zweiten Tera-
hertz-Element in der Hohenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung gegenuberliegt, einer dritten
Antennenoberflache, die dem dritten Terahertz-
Element in der HOhenrichtung der Terahertz-
Vorrichtung gegenuberliegt, und einer vierten
Antennenoberflache, die dem vierten Tera-
hertz-Element in der Hohenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung gegenuberliegt, wobei

die Antennenbasis aus Metall gebildet ist,

die erste reflektierende Oberflache durch die
erste Antennenoberflache definiert wird,

die zweite reflektierende Oberflache durch die
zweite Antennenoberflache definiert wird,

die dritte reflektierende Oberflache durch die
dritte Antennenoberflache definiert wird, und
die vierte reflektierende Oberflache durch die
vierte Antennenoberflache definiert wird.
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B22. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel B20
oder B21, wobei

die Antennenbasis eine erste Antennenbasis
mit einer ersten Antennenoberflache, eine
zweite Antennenbasis mit einer zweiten Anten-
nenoberflache, eine dritte Antennenbasis mit
einer dritten Antennenoberflache und eine vierte
Antennenbasis mit einer vierten Antennenober-
flache umfasst, wobei

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung, die erste Antennenober-
flache gegenuberliegende offene Enden in der
ersten Richtung aufweist und eines der gegen-
Uberliegenden offenen Enden, das sich an der
zweiten Antennenoberflache befindet, eine
Basisseitenflache der ersten Antennenbasis
Uberlappt, die der zweiten Antennenbasis in
der ersten Richtung zugewandt ist, und die
erste Antennenoberflache gegeniberliegende
offene Enden in der zweiten Richtung aufweist,
wobei eines der gegenuberliegenden offenen
Enden, das sich an der dritten Antennenoberfla-
che befindet, eine Basisseitenflache der ersten
Antennenbasis Uberlappt, die der dritten Anten-
nenbasis in der zweiten Richtung zugewandt ist,
wobei

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung, die zweite Antennen-
oberflache in der ersten Richtung gegenuberlie-
gende offene Enden aufweist und eines der
gegenuberliegenden offenen Enden, das sich
an der ersten Antennenoberflache befindet,
eine Basisseitenfliche der zweiten Antennen-
basis Uberlappt, die der ersten Antennenbasis
in der ersten Richtung zugewandt ist, und, in
einer Betrachtung in der Hoéhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung, die zweite Antennen-
oberflache gegenilberliegende offene Enden in
der zweiten Richtung aufweist, wobei eines der
gegenuberliegenden offenen Enden, das sich
an der vierten Antennenoberflache befindet,
eine Basisseitenfliche der zweiten Antennen-
basis Uberlappt, die der vierten Antennenbasis
in der ersten Richtung zugewandt ist, wobei

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung, die dritte Antennenober-
flache gegenuberliegende offene Enden in der
ersten Richtung aufweist und eines der gegen-
Uberliegenden offenen Enden, das sich an der
vierten Antennenoberflaiche befindet, eine
Basisseitenflache der dritten Antennenbasis
Uberlappt, die der vierten Antennenbasis in der
ersten Richtung zugewandt ist, und die dritte
Antennenoberflache gegeniberliegende offene
Enden in der zweiten Richtung aufweist und
eines der gegenuberliegenden offenen Enden,
das sich an der ersten Antennenoberflache
befindet, eine Basisseitenflache der dritten
Antennenbasis Uberlappt, die der ersten Anten-
nenbasis in der zweiten Richtung zugewandt ist,
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wobei

in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung, die vierte Antennenober-
flache gegenlberliegende offene Enden in der
ersten Richtung aufweist und eines der gegen-
Uberliegenden offenen Enden, das sich an der
dritten Antennenoberflache befindet, eine
Basisseitenflache der vierten Antennenbasis
Uberlappt, die der dritten Antennenbasis in der
ersten Richtung zugewandt ist, und die vierte
Antennenoberflache gegenliberliegende offene
Enden in der zweiten Richtung aufweist und
eines der gegenuberliegenden offenen Enden,
das sich an der zweiten Antennenoberflache
befindet, eine Basisseitenflache der vierten
Antennenbasis Uberlappt, die der zweiten
Antennenbasis in der zweiten Richtung zuge-
wandt ist, wobei

in der ersten Richtung die erste Antennenbasis
mit der zweiten Antennenbasis in Kontakt ist
und die dritte Antennenbasis mit der vierten
Antennenbasis in Kontakt ist, und

in der zweiten Richtung die erste Antennenbasis
in Kontakt mit der dritten Antennenbasis, und
die zweite Antennenbasis ist in Kontakt mit der
vierten Antennenbasis ist.

B23. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau-
seln B20 bis B22, ferner mit einem Halteele-
ment, das mit der Antennenbasis gekoppelt ist,
um das erste Terahertz-Element, das zweite
Terahertz-Element, das dritte Terahertz-Ele-
ment und das vierte Terahertz-Element zu hal-
ten, wobei

das Halteelement die erste reflektierende Ober-
flache, die zweite reflektierende Oberflache, die
dritte reflektierende Oberflache und die vierte
reflektierende Oberflache bedeckt.

B24. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel B23,
wobei

eine erste Trennwand in einer Grenzflache zwi-
schen der ersten reflektierenden Oberflache
und der zweiten reflektierenden Oberflache
und in Kontakt mit dem Halteelement angeord-
net ist, um die erste reflektierende Oberflache
von der zweiten reflektierenden Oberflache zu
trennen,

eine zweite Trennwand in einer Grenzflache
zwischen der ersten reflektierenden Oberflache
und der dritten reflektierenden Oberflache und
in Kontakt mit dem Halteelement angeordnet
ist, um die erste reflektierende Oberflache von
der dritten reflektierenden Oberflache zu tren-
nen,

eine dritte Trennwand in einer Grenzflache zwi-
schen der zweiten reflektierenden Oberflache
und der vierten reflektierenden Oberflache und
in Kontakt mit dem Halteelement angeordnet ist,
um die zweite reflektierende Oberflache von der
vierten reflektierenden Oberflache zu trennen,
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und

eine vierte Trennwand in einer Grenzflache zwi-
schen der dritten reflektierenden Oberflache
und der vierten reflektierenden Oberflache und
in Kontakt mit dem Halteelement angeordnet ist,
um die dritte reflektierende Oberflache von der
vierten reflektierenden Oberflache zu trennen.

C1. Terahertz-Vorrichtung mit:

Terahertz-Elementen mit einem ersten Tera-
hertz-Element und einem zweiten Terahertz-
Element, die fir den Empfang einer elektromag-
netischen Welle ausgestaltet sind;

einem Halteelement, das das erste Terahertz-
Element und das zweite Terahertz-Element
stitzt;

einem Gasraum, der ein Gas umfasst; und

reflektierenden Oberflachen mit einer ersten
reflektierenden Oberflache und einer zweiten
reflektierenden Oberflache, wobei die erste
reflektierende Oberflache dem ersten Tera-
hertz-Element durch den Gasraum in einer
Dickenrichtung des ersten Terahertz-Elements
gegenuberliegt, um eine einfallende elektro-
magnetische Welle zum ersten Terahertz-Ele-
ment zu reflektieren, und die zweite reflektie-
rende Oberflache dem zweiten Terahertz-
Element durch den Gasraum in einer Dicken-
richtung des zweiten Terahertz-Elements
gegenuberliegt, um eine einfallende elektro-
magnetische Welle zum zweiten Terahertz-Ele-
ment zu reflektieren, wobei

die erste reflektierende Oberflache zu dem ers-
ten Terahertz-Element hin geéffnet und so
gekrimmt ist, dass sie in einer von dem ersten
Terahertz-Element wegfuhrenden Richtung ver-
tieft ist,

die zweite reflektierende Oberflaiche zu dem
zweiten Terahertz-Element hin gedffnet und so
gekrimmt ist, dass sie in einer von dem zweiten
Terahertz-Element wegfuhrenden Richtung ver-
tieft ist, wobei

wenn eine Richtung parallel zu der Dickenrich-
tung jedes der Terahertz-Elemente als Hohen-
richtung der Terahertz-Vorrichtung bezeichnet
wird, die erste reflektierende Oberflache und
die zweite reflektierende Oberflache nebenei-
nander in einer ersten Richtung angeordnet
sind, die die Hohenrichtung der Terahertz-Vor-
richtung schneidet, wobei

der Gasraum einen ersten Gasraum, der durch
die erste reflektierende Oberflache und das Hal-
teelement definiert ist, und einen zweiten Gas-
raum, der durch die zweite reflektierende Ober-
flache und das Halteelement definiert ist,
umfasst, und
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der erste Gasraum mit dem zweiten Gasraum
an einer Grenzflache zwischen der ersten
reflektierenden Oberflache und der zweiten
reflektierenden Oberflache in der ersten Rich-
tung durchgéngig ist.

[0715] Bei dieser Struktur sind die erste reflektie-
rende Oberflache und die zweite reflektierende
Oberflache so geformt bzw. gebildet, dass der erste
Gasraum in der ersten Richtung durchgehend mit
dem zweiten Gasraum verbunden ist. Dadurch ver-
ringert sich der Abstand zwischen der ersten reflek-
tierenden Oberflache und der zweiten reflektieren-
den Oberflaiche in der ersten Richtung.
Dementsprechend wird der Abstand zwischen dem
ersten Terahertz-Element und dem zweiten Tera-
hertz-Element, die in der ersten Richtung benachbart
sind, verringert. Dadurch wird die Auflésung der
Terahertz-Vorrichtung im Detektionsbereich elektro-
magnetischer Wellen verbessert.

C2. Terahertz-Vorrichtung nach C1, wobei

die erste reflektierende Oberflache und die
zweite reflektierende Oberflache jeweils kugel-
férmig sind, und

in einer Querschnittsansicht der reflektierenden
Oberflachen, die entlang einer Ebene geschnit-
ten ist, die sich in der ersten Richtung und der
Hohenrichtung der Terahertz-Vorrichtung durch
einen Mittelpunkt der ersten reflektierenden
Oberflache erstreckt, die erste reflektierende
Oberflache einen bogenférmigen Teil umfasst,
der Bogenendpunkte in der ersten Richtung ver-
bindet und einen zentralen Winkel bzw. Zentral-
winkel von weniger als 180° hat, und die zweite
reflektierende Oberflache einen bogenférmigen
Teil umfasst, der Bogenendpunkte in der ersten
Richtung verbindet und einen zentralen Winkel
von weniger als 180° hat.

C3. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel C1 oder
C2, wobei

die Terahertz-Elemente ein drittes Terahertz-
Element umfassen, das von dem Halteelement
gehalten wird,

die reflektierenden Oberflachen eine dritte
reflektierende Oberflache, die dem dritten Tera-
hertz-Element in der Hoéhenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung

gegeniberliegt, umfassen, um eine einfallende
elektromagnetische Welle in Richtung des drit-
ten Terahertz-Elements zu reflektieren,

die dritte reflektierende Oberflache zu dem drit-
ten Terahertz-Element hin gedffnet und so
gekrimmt, dass sie in einer von der dritten Tera-
hertz-Element wegflhrenden Richtung vertieft
ist, wobei

in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende
Oberflache neben der zweiten reflektierenden
Oberflache an einer Seite angeordnet ist, die
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der zweiten reflektierenden Oberflache und der
ersten reflektierenden Oberflache in der ersten
Richtung gegenuberliegt,

der Gasraum einen dritten Gasraum umfasst,
der durch die dritte reflektierende Oberflache
und das Halteelement definiert ist,

der zweite Gasraum mit dem dritten Gasraum
an einer Grenzflache zwischen der zweiten
reflektierenden Oberflache und der dritten
reflektierenden Oberflache in der ersten Rich-
tung durchgangig ist.

C4. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel C3,
wobei

die dritte reflektierende Oberflache ist kugelfor-
mig ist, wobei

in einer Querschnittsansicht der reflektierenden
Oberflachen, die entlang einer Ebene geschnit-
ten ist, die sich in der ersten Richtung und der
Hoéhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung durch
einen Mittelpunkt der dritten reflektierenden
Oberflache erstreckt, die dritte reflektierende
Oberflache einen bogenférmigen Teil umfasst,
der Bogenendpunkte in der ersten Richtung ver-
bindet und einen zentralen Winkel von weniger
als 180° hat.

C5. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel C4,
wobei aus der H6éhe der Terahertz-Vorrichtung
aus betrachtet, die Grenzflache zwischen der
zweiten reflektierenden Oberflache und der drit-
ten reflektierenden Oberflache geradlinig ver-
lauft.

C6. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel C1 oder
C2, wobei

die Terahertz-Elemente ein drittes Terahertz-
Element, das von dem Halteelement gehalten
wird, umfassen,

die reflektierenden Oberflachen eine dritte
reflektierende Oberflache, die dem dritten Tera-
hertz-Element in der HOhenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung gegeniberliegt, umfassen,
um eine einfallende elektromagnetische Welle
in Richtung des dritten Terahertz-Elements zu
reflektieren,

die dritte reflektierende Oberflache zu dem drit-
ten Terahertz-Element hin gedffnet und so
gekriummt ist, dass sie in einer vom dritten Tera-
hertz-Element wegfiihrenden Richtung vertieft
ist, wobei

wenn eine Richtung, die die Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung

schneidet und sich von der ersten Richtung und
der zweiten Richtung unterscheidet, als eine
dritte Richtung bezeichnet wird, und eine Rich-
tung, die die Héhenrichtung der Terahertz-Vor-
richtung schneidet und sich von der ersten Rich-
tung, der zweiten Richtung und der dritten
Richtung unterscheidet, als eine vierte Richtung
bezeichnet wird, in einer Betrachtung in der
Héhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung die
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dritte reflektierende Oberflache benachbart zu
der ersten reflektierenden Oberflache in der drit-
ten Richtung und benachbart zu der zweiten
reflektierenden Oberflache in der vierten Rich-
tung angeordnet ist, wobei

der Gasraum einen dritten Gasraum umfasst,
der durch die dritte reflektierende Oberflache
und das Halteelement definiert ist, wobei

der erste Gasraum mit dem dritten Gasraum an
einer Grenzflache zwischen der ersten reflek-
tierenden Oberflache und der dritten reflektier-
enden Oberflache in der dritten Richtung durch-
gehend ist, wobei

der zweite Gasraum mit dem dritten Gasraum
an einer Grenzflache zwischen der zweiten
reflektierenden Oberflache und der dritten
reflektierenden Oberflache in der vierten Rich-
tung durchgéngig ist.

C7. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel C6,
wobei das dritte Terahertz-Element an einer
gegeniiber dem ersten Terahertz-Element und
dem zweiten Terahertz-Element in der zweiten
Richtung verschobenen Position angeordnet ist
und, in einer Betrachtung in der zweiten Rich-
tung, das erste Terahertz-Element und das
zweite Terahertz-Element Uberlappt.

C8. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel C6 oder
C7, wobei in einer Betrachtung in der Hohen-
richtung der Terahertz-Vorrichtung sowohl die
Grenzflache zwischen der ersten reflektieren-
den Oberflache und der dritten reflektierenden
Oberflache als auch die Grenzflache zwischen
der zweiten reflektierenden Oberflache und der
dritten reflektierenden Oberflache geradlinig
verlauft.

C9. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel C1 oder
C2, wobei

die Terahertz-Elemente ein drittes Terahertz-
Element und ein viertes Terahertz-Element
umfassen, wobei

die reflektierenden Oberflachen eine dritte
reflektierende Oberflache umfassen, die dem
dritten Terahertz-Element in der Hohenrichtung
der Terahertz-Vorrichtung gegenuberliegt, um
eine einfallende elektromagnetische Welle zu
dem dritten Terahertz-Element zu reflektieren,
und eine vierte reflektierende Oberflache
umfassen, die dem vierten Terahertz-Element
in der Héhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung
gegeniberliegt, um eine einfallende elektro-
magnetische Welle zu dem vierten Terahertz-
Element zu reflektieren, wobei

die dritte reflektierende Oberflache zu dem drit-
ten Terahertz-Element hin gedffnet und so
gekrummt ist, dass sie in einer von dem dritten
Terahertz-Element wegfiihrenden Richtung ver-
tieft ist,

die vierte reflektierende Oberflache zu dem vier-
ten Terahertz-Element hin gedffnet und so
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gekrimmt ist, dass sie in einer vom vierten Tera-
hertz-Element wegfihrenden Richtung vertieft
ist, wobei

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die zweite Richtung
orthogonal zur ersten Richtung ist,

der Gasraum einen dritten Gasraum umfasst,
der durch die dritte reflektierende Oberflache
und das Halteelement definiert ist, und einen
vierten Gasraum umfasst, der durch die vierte
reflektierende Oberflache und das Halteelement
definiert ist, wobei

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende
Oberflache in der zweiten Richtung neben der
ersten reflektierenden Oberflache angeordnet
ist,

die vierte reflektierende Oberflache in der zwei-
ten Richtung neben der zweiten reflektierenden
Oberflache angeordnet ist,

die dritte reflektierende Oberflache in der ersten
Richtung neben der vierten reflektierenden
Oberflache angeordnet ist,

der erste Gasraum mit dem dritten Gasraum an
einer Grenzflache zwischen der ersten reflek-
tierenden Oberflache und der dritten reflektier-
enden Oberflache in der zweiten Richtung
durchgangig ist,

der zweite Gasraum mit dem vierten Gasraum
an einer Grenzflache zwischen der zweiten
reflektierenden Oberflache und der vierten
reflektierenden Oberflache in der zweiten Rich-
tung durchgéangig ist.

C10. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel C9,
wobei in einer Betrachtung in der Héhenrichtung
der Terahertz-Vorrichtung mindestens eine der
dritten reflektierenden Oberflache und der vier-
ten reflektierenden Oberflache in der zweiten
Richtung kleiner ist als in einer dritten Richtung,
die sich von der ersten und der zweiten Rich-
tung unterscheidet.

C11. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel C10,
wobei

die dritte reflektierende Oberflache und die
vierte reflektierende Oberflaiche kugelférmig
sind, wobei

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung, die dritte reflektierende
Oberflache einen Umfang mit einem umlaufen-
den Teil aufweist, der Bogenendpunkte in der
zweiten Richtung verbindet, und die vierte
reflektierende Oberflache einen Umfang mit
einem umlaufenden Teil aufweist, der Boge-
nendpunkte in der zweiten Richtung verbindet,
und wobei

der umlaufende Teil mindestens einer der dritten
reflektierenden Oberflache und der vierten
reflektierenden Oberflache bogenférmig ist und
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einen zentralen Winkel von weniger als 180°
hat.

C12. Die Terahertz-Vorrichtung nach Klausel C9
oder C10, wobei

in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende
Oberflache und die vierte reflektierende Ober-
flache in der zweiten Richtung kleiner sind als
in der dritten Richtung, und

in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der
Terahertz- Vorrichtung jeweils eine Grenzflache
zwischen der ersten reflektierenden Oberflache
und der dritten reflektierenden Oberflache und
eine Grenzflache zwischen der zweiten reflek-
tierenden Oberflache und der vierten reflektier-
enden Oberflache geradlinig verlauft.

D1. Terahertz-Vorrichtung nach Anspruch 14,
wobei

die erste reflektierende Oberflache und die
zweite reflektierende Oberflache jeweils kugel-
férmig sind,

in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die erste reflektierende
Oberflache einen Umfang mit einem umlaufen-
den Teil aufweist, der Bogenendpunkte in der
ersten Richtung verbindet, und die zweite reflek-
tierende Oberflache einen Umfang mit einem
umlaufenden Teil aufweist, der Bogenend-
punkte in der ersten Richtung verbindet, und
der umlaufende Teil von mindestens einer der
ersten reflektierenden Oberflache und der zwei-
ten reflektierenden Oberflache bogenférmig ist
und einen zentralen Winkel von weniger als
180° hat.

D2. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D1,
wobei die erste reflektierende Oberflache und
die zweite reflektierende Oberflache, in einer
Betrachtung in der Hohenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung jeweils in der ersten Richtung
kleiner sind als in einer zweiten Richtung, die
sich von der ersten Richtung unterscheidet,
und wobei

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung eine Grenzflache zwi-
schen der ersten reflektierenden Oberflache
und der zweiten reflektierenden Oberflache
geradlinig verlauft.

D3. Terahertz-Vorrichtung nach einem der
Anspriiche 14 und den Klauseln D1 und D2, fer-
ner mit: einer Antennenbasis mit einer ersten
Antennenoberflache, die dem ersten Terahertz-
Element in der HOhenrichtung der Terahertz-
Vorrichtung gegentberliegt, und einer zweiten
Antennenoberflaiche, die dem zweiten Tera-
hertz-Element in der Hohenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung gegentiberliegt, wobei

die erste reflektierende Oberflache durch einen
auf der ersten Antennenoberflache gebildeten
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Reflexionsfilm definiert wird und die zweite
reflektierende Oberflache durch einen auf der
zweiten Antennenoberflache gebildeten Refle-
xionsfilm definiert wird.

D4. Terahertz-Vorrichtung nach einem der
Anspriche 14 und den Klauseln D1 und D2, fer-
ner mit: einer Antennenbasis mit einer ersten
Antennenoberflache, die dem ersten Terahertz-
Element in der HOhenrichtung der Terahertz-
Vorrichtung gegeniberliegt, und einer zweiten
Antennenoberflache, die dem zweiten Tera-
hertz-Element in der HOhenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung gegenuberliegt, wobei

die Antennenbasis ist aus Metall gebildet ist,
die erste reflektierende Oberflache durch die
erste Antennenoberflache definiert wird, und
die zweite reflektierende Oberflache durch die
zweite Antennenoberflache definiert wird.

D5. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D3 und
D4, wobei

die Antennenbasis eine erste Antennenbasis
mit einer ersten Antennenoberflache und eine
zweite Antennenbasis mit einer zweiten Anten-
nenoberflache umfasst, wobei

in einer Betrachtung in der H6éhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die erste Antennenober-
flache in der ersten Richtung gegeniberlie-
gende offene Enden aufweist und eines der
gegeniberliegenden offenen Enden, das sich
an der zweiten Antennenoberflache befindet,
eine Basisseitenflache der ersten Antennenba-
sis Uberlappt, die in der ersten Richtung zu der
zweiten Antennenbasis weist,

in einer Betrachtung in der H6éhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die zweite Antennenober-
flache in der ersten Richtung gegeniberlie-
gende offene Enden aufweist und eines der
gegeniberliegenden offenen Enden, das sich
an der ersten Antennenoberflaiche befindet,
eine Basisseitenflache der zweiten Antennen-
basis Uberlappt, die in der ersten Richtung zu
der ersten Antennenbasis weist, und wobei

die erste Antennenbasis neben der zweiten
Antennenbasis angeordnet ist.

D6. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau-
seln D3 bis D5, ferner mit: einem mit der Anten-
nenbasis gekoppelten Halteelement, um das
erste Terahertz-Element und das zweite Tera-
hertz-Element zu halten, wobei

das Halteelement die erste reflektierende Ober-
flache und die zweite reflektierende Oberflache
bedeckt.

D7. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D6,
wobei eine Trennwand in der Grenzflache zwi-
schen der ersten reflektierenden Oberflache
und der zweiten reflektierenden Oberflache
angeordnet ist und in Kontakt mit dem Halteele-
ment steht, um die erste reflektierende Oberfla-



DE 11 2021 002 389 B4 2025.02.06

che von der zweiten reflektierenden Oberflache
Zu trennen.

D8. Terahertz-Vorrichtung nach einem der
Anspriiche 14 und den Klauseln D1 und D2,
wobei

die Terahertz-Elemente ein drittes Terahertz-
Element umfassen,

die reflektierenden Oberflachen eine dritte
reflektierende Oberflache, die dem dritten Tera-
hertz-Element in der Hohenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung gegenuberliegt, umfassen,
um eine elektromagnetische Welle von dem drit-
ten Terahertz-Element in eine Richtung zu
reflektieren,

die dritte reflektierende Oberflache zu dem drit-
ten Terahertz-Element hin gedffnet und so
gekrimmt ist, dass sie in einer von dem dritten
Terahertz-Element wegfihrenden Richtung ver-
tieft ist, wobei

in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende
Oberflache neben der zweiten reflektierenden
Oberflache an einer Seite angeordnet ist, die
der ersten reflektierenden Oberflache in der ers-
ten Richtung gegenuberliegt, und wobei

in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende
Oberflache in der ersten Richtung kleiner ist
als in der zweiten Richtung.

D9. Terahertz-Vorrichtung nach D8, wobei

die dritte reflektierende Oberflache kugelférmig
ist, und

in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende
Oberflache einen Umfang mit einem umlaufen-
den Teil umfasst, der Bogenendpunkte in der
ersten Richtung verbindet, bogenférmig ist und
einen zentralen Winkel von weniger als 180°
aufweist.

D10. Terahertz-Vorrichtung nach D8 und D9,
wobei

die zweite reflektierende Oberflache kugelfor-
mig ist, und

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die zweite reflektierende
Oberflache einen Umfang mit einem umlaufen-
den Teil umfasst, der Bogenendpunkte in der
ersten Richtung verbindet, der bogenférmig ist
und einen zentralen Winkel von weniger als
90° hat.

D11. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau-
seln D8 bis D10, wobei in einer Betrachtung in
der Hohenrichtung der Terahertz-Vorrichtung
die zweite reflektierende Oberflache in der ers-
ten Richtung kleiner ist als in einer zweiten Rich-
tung, die sich von der ersten Richtung unter-
scheidet, und

in einer Betrachtung in der der Hohenrichtung
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der Terahertz-Vorrichtung eine Grenzflache zwi-
schen der zweiten reflektierenden Oberflache
und der dritten reflektierenden Oberflache
geradlinig verlauft.

D12. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau-
seln D8 bis D11, ferner mit einer Antennenbasis
mit einer ersten Antennenoberflache, die dem
ersten Terahertz-Element in der H6henrichtung
der Terahertz-Vorrichtung gegenuberliegt, einer
zweiten Antennenoberflache, die dem zweiten
Terahertz-Element in der Hoéhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung  gegeniberliegt, und
einer dritten Antennenoberflache, die dem drit-
ten Terahertz-Element in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung gegenuberliegt, wobei
die erste reflektierende Oberflache durch einen
auf der ersten Antennenoberflache gebildeten
Reflexionsfilm definiert wird,

die zweite reflektierende Oberflache durch
einen auf der zweiten Antennenoberflache
gebildeten Reflexionsfilm definiert wird, und

die dritte reflektierende Oberflache durch einen
auf der dritten Antennenoberflache gebildeten
Reflexionsfilm definiert wird.

D13. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau-
seln D8 bis C11, ferner mit einer Antennenbasis
mit einer ersten Antennenoberflache, die dem
ersten Terahertz-Element in einer Dickenrich-
tung des ersten Terahertz-Elements gegenlber-
liegt, einer zweiten Antennenoberflache, die
dem zweiten Terahertz-Element in einer Dicken-
richtung des zweiten Terahertz-Elements
gegenuberliegt, und einer dritten Antennenober-
flache, die dem dritten Terahertz-Element in
einer Dickenrichtung des dritten Terahertz-Ele-
ments gegenuberliegt, wobei

die Antennenbasis ist aus Metall gebildet ist,
die erste reflektierende Oberflache durch die
erste Antennenoberflache definiert wird,

die zweite reflektierende Oberflache wird durch
die zweite Antennenoberflache definiert wird,
und

die dritte reflektierende Oberflache durch die
dritte Antennenoberflache definiert wird.

D14. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D12
oder D13, wobei

die Antennenbasis eine erste Antennenbasis
mit einer ersten Antennenoberflache, eine
zweite Antennenbasis mit einer zweiten Anten-
nenoberflache und eine dritte Antennenbasis
mit einer dritten Antennenoberflache umfasst,
in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die erste Antennenober-
flache in der ersten Richtung gegeniberlie-
gende offene Enden aufweist und eines der
gegenuberliegenden offenen Enden, das sich
an der zweiten Antennenoberflache befindet,
eine Basisseitenflache der ersten Antennenba-
sis Uberlappt, die in der ersten Richtung zur
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zweiten Antennenbasis weist,

in der einer Betrachtung in der Héhenrichtung
der Terahertz-Vorrichtung die zweite Antennen-
oberflache in der ersten Richtung gegeniberlie-
gende offene Enden aufweist und eines der
gegeniberliegenden offenen Enden, das sich
an der ersten Antennenoberflache befindet,
eine Basisseitenfliche der zweiten Antennen-
basis Uberlappt, die der ersten Antennenbasis
in der ersten Richtung zugewandt ist,

in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die dritte Antennenober-
flache in der ersten Richtung gegentberlie-
gende offene Enden aufweist und eines der
gegeniberliegenden offenen Enden, das sich
an der zweiten Antennenoberflache befindet,
eine Basisseitenflache der dritten Antennenba-
sis Uberlappt, die in der ersten Richtung zur drit-
ten Antennenbasis weist, wobei

die erste Antennenbasis neben der zweiten
Antennenbasis angeordnet ist, und

die dritte Antennenbasis neben der zweiten
Antennenbasis an einer der ersten Antennenba-
sis gegenuberliegenden Seite der zweiten
Antennenbasis angeordnet ist.

D15. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau-
seln D12 bis D14, ferner mit einem mit der
Antennenbasis gekoppelten Halteelement, um
das erste Terahertz-Element, das zweite Tera-
hertz-Element und das dritte Terahertz-Element
zu halten, wobei

das Halteelement die erste reflektierende Ober-
flache, die zweite reflektierende Oberflache und
die dritte reflektierende Oberflache bedeckt.

D16. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D15,
ferner mit:

einer ersten Trennwand, die in einer Grenzfla-
che zwischen der ersten reflektierenden Ober-
flache und der zweiten reflektierenden Oberfla-
che angeordnet ist und in Kontakt mit dem
Halteelement steht, um die erste reflektierende
Oberflache von der zweiten reflektierenden
Oberflache zu trennen; und

einer zweiten Trennwand, die in einer Grenzfla-
che zwischen der zweiten reflektierenden Ober-
flache und der dritten reflektierenden Oberfla-
che angeordnet ist und in Kontakt mit dem
Halteelement steht, um die zweite reflektierende
Oberflache von der dritten reflektierenden Ober-
flache zu trennen.

D17. Terahertz-Vorrichtung nach einem der
Anspriche 14 und Klauseln D1 und D2, wobei

die Terahertz-Elemente ein drittes Terahertz-
Element umfassen,

die reflektierenden Oberflachen eine dritte
reflektierende Oberflache, die dem dritten Tera-
hertz-Element in der Hohenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung gegenlberliegt, umfassen,
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um eine elektromagnetische Welle von dem drit-
ten Terahertz-Element in eine Richtung zu
reflektieren,

die dritte reflektierende Oberflache ist zu dem
dritten Terahertz-Element hin gedffnet und so
gekrimmt ist, dass sie in einer von dem dritten
Terahertz-Element wegfuhrenden Richtung ver-
tieft ist, wobei

wenn eine Richtung, die die Héhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung schneidet und sich von
der ersten Richtung und der zweiten Richtung
unterscheidet, als eine dritte Richtung bezeich-
net wird, und eine Richtung, die die Héhenrich-
tung der Terahertz-Vorrichtung schneidet und
sich von der ersten Richtung, der zweiten Rich-
tung und der dritten Richtung unterscheidet, als
eine vierte Richtung bezeichnet wird, in einer
Betrachtung in der Hoéhenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung die dritte reflektierende Ober-
flache benachbart zu der ersten reflektierenden
Oberflache in der dritten Richtung und benach-
bart zu der zweiten reflektierenden Oberflache
in der vierten Richtung angeordnet ist, und

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende
Oberflache in mindestens einer der dritten und
vierten Richtung kleiner als in der zweiten Rich-
tung ist.

D18. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D17,
wobei das dritte Terahertz-Element zwischen
dem ersten Terahertz-Element und dem zweiten
Terahertz-Element in der ersten Richtung an
einer Position angeordnet ist, die sich von dem
ersten Terahertz-Element und dem zweiten
Terahertz-Element in der zweiten Richtung
unterscheidet.

D19. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D17
oder D18, wobei

die dritte reflektierende Oberflache kugelférmig
ist, und

in einer Betrachtung in der H6éhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende
Oberflache einen Umfang mit einem umlaufen-
den Teil umfasst, der Bogenendpunkte in der
dritten Richtung verbindet, und einen umlaufen-
den Teil umfasst, der Bogenendpunkte in der
vierten Richtung verbindet, und mindestens
einer der umlaufenden Teile bogenférmig ist
und einen zentralen Winkel von weniger als
180° hat.

D20. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau-
seln D17 bis D19, wobei die erste reflektierende
Oberflache, in einer Betrachtung in der Hohen-
richtung der Terahertz-Vorrichtung in der dritten
Richtung kleiner ist als in der zweiten Richtung.

D21. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau-
seln D17 bis D20, wobei die zweite reflektie-
rende Oberflache in einer Betrachtung in der
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Hohenrichtung der Terahertz-Vorrichtung in der
vierten Richtung kleiner ist als in der zweiten
Richtung.

D22. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D17
oder D18, wobei

in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die erste reflektierende
Oberflache in der dritten Richtung kleiner ist
als in der zweiten Richtung, und die zweite
reflektierende Oberflache in der vierten Rich-
tung kleiner ist als in der zweiten Richtung, und
in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung jeweils eine Grenzflache
bzw. Schnittstelle zwischen der ersten reflektier-
enden Oberflache und der dritten reflektieren-
den Oberflache und eine Grenzflache bzw.
Schnittstelle zwischen der zweiten reflektieren-
den Oberflache und der dritten reflektierenden
Oberflache geradlinig verlauft.

D23. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau-
seln D17 bis D22, ferner mit einer Antennenba-
sis mit einer ersten Antennenoberflache, die
dem ersten Terahertz-Element in der Ho6hen-
richtung der Terahertz-Vorrichtung gegenuber-
liegt, einer zweiten Antennenoberflache, die
dem zweiten Terahertz-Element in der Hohen-
richtung der Terahertz-Vorrichtung gegenuber-
liegt, und einer dritten Antennenoberflache, die
dem dritten Terahertz-Element in der Hohen-
richtung der Terahertz-Vorrichtung gegenuber-
liegt, wobei

die erste reflektierende Oberflache durch einen
auf der ersten Antennenoberflache gebildeten
Reflexionsfilm definiert wird,

die zweite reflektierende Oberflache durch
einen auf der zweiten Antennenoberflache
gebildeten Reflexionsfilm definiert wird, und

die dritte reflektierende Oberflache durch einen
auf der dritten Antennenoberflache gebildeten
Reflexionsfilm definiert wird.

D24. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau-
seln D17 bis D22, ferner mit einer Antennenba-
sis mit einer ersten Antennenoberflache, die
dem ersten Terahertz-Element in einer Dicken-
richtung des ersten Terahertz-Elements gegen-
Uberliegt, einer zweiten Antennenoberflache,
die dem zweiten Terahertz-Element in einer
Dickenrichtung des zweiten Terahertz-Elements
gegenuberliegt, und einer dritten Antennenober-
flache, die dem dritten Terahertz-Element in
einer Dickenrichtung des dritten Terahertz-Ele-
ments gegenuberliegt, wobei

die Antennenbasis ist aus Metall gebildet ist,
die erste reflektierende Oberflache durch die
erste Antennenoberflache definiert wird,

die zweite reflektierende Oberflache durch die
zweite Antennenoberflache definiert wird, und
die dritte reflektierende Oberflache durch die
dritte Antennenoberflache definiert wird.
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D25. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D12
oder D13, wobei

die Antennenbasis eine erste Antennenbasis
mit einer ersten Antennenoberflache, eine
zweite Antennenbasis mit einer zweiten Anten-
nenoberflaiche und eine dritte Antennenbasis
mit einer dritten Antennenoberflache umfasst,
in einer Betrachtung in der HOhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die erste Antennenober-
flache in der ersten Richtung gegenuberlie-
gende offene Enden aufweist und eines der
gegeniberliegenden offenen Enden, das sich
an der zweiten Antennenoberflache befindet,
eine Basisseitenflache der ersten Antennenba-
sis Uberlappt, die in der ersten Richtung zur
zweiten Antennenbasis weist,

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung zweite Antennenoberfla-
che in der ersten Richtung gegenuberliegende
offene Enden aufweist und eines der gegen-
Uberliegenden offenen Enden, das sich an der
ersten Antennenoberflache befindet, eine
Basisseitenflache der zweiten Antennenbasis
Uberlappt, die der ersten Antennenbasis in der
ersten Richtung zugewandt ist,

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die dritte Antennenober-
flache in der ersten Richtung gegenuberlie-
gende offene Enden aufweist und eines der
gegeniberliegenden offenen Enden, das sich
an der zweiten Antennenoberflache befindet,
eine Basisseitenflache der dritten Antennenba-
sis Uberlappt, die in der ersten Richtung zur drit-
ten Antennenbasis weist,

die erste Antennenbasis in der ersten Richtung
neben der zweiten Antennenbasis angeordnet
ist,

die erste Antennenbasis in der dritten Richtung
neben der dritten Antennenbasis angeordnet ist,
und

die zweite Antennenbasis in der vierten Rich-
tung neben der dritten Antennenbasis angeord-
net ist.

D26. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau-
seln D23 bis D25, ferner mit einem mit der
Antennenbasis gekoppelten Halteelement, um
das erste Terahertz-Element, das zweite Tera-
hertz-Element und das dritte Terahertz-Element
zu halten, wobei

das Halteelement die erste reflektierende Ober-
flache, die zweite reflektierende Oberflache und
die dritte reflektierende Oberflache bedeckt.

D27. Terahertz-Vorrichtung nach D26, ferner
mit:

einer erste Trennwand, die in einer Grenzflache
zwischen der ersten reflektierenden Oberflache
und der zweiten reflektierenden Oberflache

angeordnet ist und in Kontakt mit dem Halteele-
ment steht, um die erste reflektierende Oberfla-
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che von der zweiten reflektierenden Oberflache
Zu trennen;

einer zweiten Trennwand, die in einer Grenzfla-
che zwischen der zweiten reflektierenden Ober-
flache und der dritten reflektierenden Oberfla-
che und in Kontakt mit dem Halteelement
angeordnet ist, um die zweite reflektierende
Oberflache von der dritten reflektierenden Ober-
flache zu trennen; und

einer dritten Trennwand, die in einer Grenzfla-
che zwischen der ersten reflektierenden Ober-
flache und der dritten reflektierenden Oberfla-
che angeordnet ist und in Kontakt mit dem
Halteelement steht, um die erste reflektierende
Oberflache von der dritten reflektierenden Ober-
flache zu trennen.

D28. Terahertz-Vorrichtung nach einem der
Anspriche 14 und Klauseln D1 und D2, wobei
die Terahertz-Elemente ein drittes Terahertz-
Element und ein viertes Terahertz-Element
umfassen,

die reflektierenden Oberflachen eine dritte
reflektierende Oberflache, die dem dritten Tera-
hertz-Element in der Hohenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung gegeniberliegt, umfassen,
um eine elektromagnetische Welle von dem drit-
ten Terahertz-Element in eine Richtung zu
reflektieren, und eine vierte reflektierende Ober-
flache, die dem vierten Terahertz-Element in der
Hohenrichtung  der  Terahertz-Vorrichtung
gegeniberliegt, umfassen, um eine elektromag-
netische Welle von dem vierten Terahertz-Ele-
ment in eine Richtung zu reflektieren, wobei
die dritte reflektierende Oberflache zu dem drit-
ten Terahertz-Element hin gedffnet und so
gekrummt ist, dass sie in einer von dem dritten
Terahertz-Element wegfiihrenden Richtung ver-
tieft ist,

die vierte reflektierende Oberflache zu dem vier-
ten Terahertz-Element hin gedffnet und so
gekrummt ist, dass sie in einer vom vierten Tera-
hertz-Element wegfihrenden Richtung vertieft
ist,

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die zweite Richtung
orthogonal zur ersten Richtung ist,

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende
Oberflache neben der ersten reflektierenden
Oberflache in der zweiten Richtung angeordnet,
die vierte reflektierende Oberflache neben der
zweiten reflektierenden Oberflache in der zwei-
ten Richtung angeordnet, und die dritte reflektie-
rende Oberflache neben der vierten reflektieren-
den Oberflache in der ersten Richtung
angeordnet ist,

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung mindestens eine der drit-
ten reflektierenden Oberflache und der vierten
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reflektierenden Oberflache in der ersten Rich-
tung kleiner ist als in einer dritten Richtung, die
sich von der ersten und der zweiten Richtung
unterscheidet.

D29. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D28,
wobei in einer Betrachtung in der Hohenrichtung
der Terahertz-Vorrichtung mindestens eine der
dritten reflektierenden Oberflache und der vier-
ten reflektierenden Oberflache in der zweiten
Richtung kleiner ist als in einer dritten Richtung,
die sich von der ersten und der zweiten Rich-
tung unterscheidet.

D30. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D28
oder D29, wobei

die dritte reflektierende Oberflache und die
vierte reflektierende Oberflaiche kugelférmig
sind,

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende
Oberflache einen Umfang mit einem umlaufen-
den Teil aufweist, der Bogenendpunkte in der
zweiten Richtung verbindet, und die vierte
reflektierende Oberflache einen Umfang mit
einem umlaufenden Teil aufweist, der Boge-
nendpunkte in der zweiten Richtung verbindet,
und wobei

der umlaufende Teil mindestens einer der dritten
reflektierenden Oberflache und der vierten
reflektierenden Oberflache bogenférmig ist und
einen zentralen Winkel von weniger als 180°
hat.

D31. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D28
oder D29, wobei die dritte reflektierende Ober-
flache und die vierte reflektierende Oberflache
in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung jeweils in der zweiten
Richtung kleiner sind als in der dritten Richtung,
und

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung jeweils eine Grenzflache
zwischen der ersten reflektierenden Oberflache
und der dritten reflektierenden Oberflache und
eine Grenzflache zwischen der zweiten reflek-
tierenden Oberflache und der vierten reflektier-
enden Oberflache geradlinig verlauft.

D32. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau-
seln D28 bis D31, ferner mit einer Antennenba-
sis mit einer ersten Antennenoberflache, die
dem ersten Terahertz-Element in der Hohen-
richtung der Terahertz-Vorrichtung gegeniber-
liegt, einer zweiten Antennenoberflache, die
dem zweiten Terahertz-Element in der Hohen-
richtung der Terahertz-Vorrichtung gegeniber-
liegt, einer dritte Antennenoberflache, die dem
dritten Terahertz-Element in der Hohenrichtung
der Terahertz-Vorrichtung gegeniberliegt, und
einer vierten Antennenoberflache, die dem vier-
ten Terahertz-Element in der Hohenrichtung der
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Terahertz-Vorrichtung gegenuberliegt, wobei
die erste reflektierende Oberflache durch einen
auf der ersten Antennenoberflache gebildeten
Reflexionsfilm definiert wird,

die zweite reflektierende Oberflache durch
einen auf der zweiten Antennenoberflache
gebildeten Reflexionsfilm definiert wird,

die dritte reflektierende Oberflache durch einen
auf der dritten Antennenoberflache gebildeten
Reflexionsfilm definiert wird, und

die vierte reflektierende Oberflache durch einen
auf der vierten Antennenoberflache gebildeten
Reflexionsfilm definiert wird.

D33. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau-
seln D28 bis D31, ferner mit einer Antennenba-
sis mit einer ersten Antennenoberflache, die
dem ersten Terahertz-Element in der Hohen-
richtung der Terahertz-Vorrichtung gegenuber-
liegt, einer zweiten Antennenoberflache, die
dem zweiten Terahertz-Element in der Hohen-
richtung der Terahertz-Vorrichtung gegenuber-
liegt, einer dritte Antennenoberflache, die dem
dritten Terahertz-Element in der Hohenrichtung
der Terahertz-Vorrichtung gegeniberliegt, und
einer vierten Antennenoberflache, die dem vier-
ten Terahertz-Element in der Héhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung gegenuberliegt, wobei
die Antennenbasis ist aus Metall gebildet ist,
die erste reflektierende Oberflache durch die
erste Antennenoberflache definiert wird,

die zweite reflektierende Oberflache durch die
zweite Antennenoberflache definiert wird,

die dritte reflektierende Oberflache durch die
dritte Antennenoberflache definiert wird und

die vierte reflektierende Oberflache durch die
vierte Antennenoberflache definiert wird.

D34. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D32
oder D33, wobei

die Antennenbasis eine erste Antennenbasis
mit einer ersten Antennenoberflache, eine
zweite Antennenbasis mit einer zweiten Anten-
nenoberflache, eine dritte Antennenbasis mit
einer dritten Antennenoberflache und eine vierte
Antennenbasis mit einer vierten Antennenober-
flache umfasst,

in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die erste Antennenober-
flache gegeniiberliegende offene Enden in der
ersten Richtung aufweist und eines der gegen-
Uberliegenden offenen Enden, das sich an der
zweiten Antennenoberfliche befindet, eine
Basisseitenflache der ersten Antennenbasis
Uberlappt, die der zweiten Antennenbasis in
der ersten Richtung zugewandt ist, und die
erste Antennenoberflache gegeniiberliegende
offene Enden in der zweiten Richtung aufweist,
eines der gegeniberliegenden offenen Enden,
das sich an der dritten Antennenoberflache
befindet, eine Basisseitenfliche der ersten
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Antennenbasis Uberlappt, die der dritten Anten-
nenbasis in der zweiten Richtung zugewandt ist,
in einer Betrachtung in der H6henrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die zweite Antennenober-
flache in der ersten Richtung gegenuberlie-
gende offene Enden aufweist und eines der
gegenuberliegenden offenen Enden, das sich
an der ersten Antennenoberflaiche befindet,
eine Basisseitenflache der zweiten Antennen-
basis Uberlappt, die der ersten Antennenbasis
in der ersten Richtung zugewandt ist und, in
einer Betrachtung in der Hoéhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die zweite Antennenober-
flache gegenuberliegende offene Enden in der
zweiten Richtung aufweist, wobei eines der
gegenuberliegenden offenen Enden, das sich
an der vierten Antennenoberflache befindet,
eine Basisseitenflache der zweiten Antennen-
basis Uberlappt, die der vierten Antennenbasis
in der ersten Richtung zugewandt ist,

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die dritte Antennenober-
flaiche gegenuberliegende offene Enden in der
ersten Richtung aufweist und eines der gegen-
Uberliegenden offenen Enden, das sich an der
vierten Antennenoberflache befindet, eine
Basisseitenflache der dritten Antennenbasis
Uberlappt, die der vierten Antennenbasis in der
ersten Richtung zugewandt ist, und die dritte
Antennenoberflache gegeniberliegende offene
Enden in der zweiten Richtung aufweist und
eines der gegenuberliegenden offenen Enden,
das sich an der ersten Antennenoberflache
befindet, eine Basisseitenflache der dritten
Antennenbasis Uberlappt, die der ersten Anten-
nenbasis in der zweiten Richtung zugewandt ist,
in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die vierte Antennenober-
flache gegenuberliegende offene Enden in der
ersten Richtung aufweist und eines der gegen-
Uberliegenden offenen Enden, das sich an der
dritten Antennenoberflaiche befindet, eine
Basisseitenflache der vierten Antennenbasis
Uberlappt, die der dritten Antennenbasis in der
ersten Richtung zugewandt ist, und die vierte
Antennenoberflache gegeniberliegende offene
Enden in der zweiten Richtung aufweist und
eines der gegenuberliegenden offenen Enden,
das sich an der zweiten Antennenoberflache
befindet, eine Basisseitenflaiche der vierten
Antennenbasis Uberlappt, die der zweiten
Antennenbasis in der zweiten Richtung zuge-
wandt ist, wobei

in der ersten Richtung die erste Antennenbasis
mit der zweiten Antennenbasis in Kontakt ist
und die dritte Antennenbasis mit der vierten
Antennenbasis in Kontakt ist, und

in der zweiten Richtung die erste Antennenbasis
in Kontakt mit der dritten Antennenbasis ist und
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die zweite Antennenbasis ist in Kontakt mit der
vierten Antennenbasis ist.

D35. Terahertz-Vorrichtung nach einer der Klau-
seln D32 bis D34, ferner mit einem mit der
Antennenbasis gekoppelten Halteelement, um
das erste Terahertz-Element, das zweite Tera-
hertz-Element, das dritte Terahertz-Element
und das vierte Terahertz-Element zu halten,
wobei

das Halteelement die erste reflektierende Ober-
flache, die zweite reflektierende Oberflache, die
dritte reflektierende Oberflache und die vierte
reflektierende Oberflache bedeckt.

D36. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D35,
wobei

eine erste Trennwand in einer Grenzflache zwi-
schen der ersten reflektierenden Oberflache
und der zweiten reflektierenden Oberflache
und in Kontakt mit dem Halteelement angeord-
net ist, um die erste reflektierende Oberflache
von der zweiten reflektierenden Oberflache zu
trennen,

eine zweite Trennwand in einer Grenzflache
zwischen der ersten reflektierenden Oberflache
und der dritten reflektierenden Oberflache und
in Kontakt mit dem Halteelement angeordnet
ist, um die erste reflektierende Oberflache von
der dritten reflektierenden Oberflache zu tren-
nen,

eine dritte Trennwand in einer Grenzflache zwi-
schen der zweiten reflektierenden Oberflache
und der vierten reflektierenden Oberflache und
in Kontakt mit dem Halteelement angeordnet ist,
um die zweite reflektierende Oberflache von der
vierten reflektierenden Oberflache zu trennen,
und

eine vierte Trennwand in einer Grenzflache zwi-
schen der dritten reflektierenden Oberflache
und der vierten reflektierenden Oberflache und
in Kontakt mit dem Halteelement angeordnet ist,
um die dritte reflektierende Oberflache von der
vierten reflektierenden Oberflache zu trennen.

D37. Terahertz-Vorrichtung mit:

Terahertz-Elementen mit einem ersten Tera-
hertz-Element und einem zweiten Terahertz-
Element, um eine elektromagnetische Welle zu
erzeugen; und

einem Halteelement, das das erste Terahertz-
Element und das zweite Terahertz-Element
stitzt;

einem Gasraum, der ein Gas umfasst;

reflektierenden Oberflachen mit einer ersten
reflektierenden Oberflache und einer zweiten
reflektierenden Oberflache, wobei die erste
reflektierende Oberflache dem ersten Tera-
hertz-Element durch den Gasraum in einer
Dickenrichtung des ersten Terahertz-Elements

gegeniberliegt, um eine elektromagnetische
Welle von dem ersten Terahertz-Element in
eine Richtung zu reflektieren, und die zweite
reflektierende Oberflache dem zweiten Tera-
hertz-Element durch den Gasraum in einer
Dickenrichtung des zweiten Terahertz-Elements
gegeniberliegt, um eine elektromagnetische
Welle von dem zweiten Terahertz-Element in
eine Richtung zu reflektieren, wobei

die erste reflektierende Oberflache zu dem ers-
ten Terahertz-Element hin gedffnet und so
gekrimmt ist, dass sie in einer von dem ersten
Terahertz-Element wegflhrende Richtung ver-
tieft ist,

die zweite reflektierende Oberflache zu dem
zweiten Terahertz-Element hin geéffnet und so
gekrimmt, dass sie in einer von dem zweiten
Terahertz-Element wegflihrenden Richtung ver-
tieft ist, wobei

wenn eine Richtung parallel zu der Dickenrich-
tung jedes der Terahertz-Elemente als Hohen-
richtung der Terahertz-Vorrichtung bezeichnet
wird, die erste reflektierende Oberflache und
die zweite reflektierende Oberflache nebenei-
nander in einer ersten Richtung angeordnet
sind, die die Hohenrichtung der Terahertz-Vor-
richtung schneidet,

der Gasraum einen ersten Gasraum, der durch
die erste reflektierende Oberflache und das Hal-
teelement definiert ist, und einen zweiten Gas-
raum, der durch die zweite reflektierende Ober-
flache und das Halteelement definiert ist,
umfasst, und

der erste Gasraum mit dem zweiten Gasraum
an einer Grenzflache zwischen der ersten
reflektierenden Oberflache und der zweiten
reflektierenden Oberflache in der ersten Rich-
tung durchgangig ist.

[0716] In dieser Struktur bzw. diesem Aufbau
umfasst die Terahertz-Vorrichtung mehrere Tera-
hertz-Elemente. Wenn die Terahertz-Vorrichtung als
Lichtquelle verwendet wird, die so ausgestaltet ist,
dass sie eine elektromagnetische Welle mit einer
Frequenz im Terahertz-Band ausgibt, gibt die Licht-
quelle daher eine hohe Leistung ab. Auf3erdem sind
die erste reflektierende Oberflache und die zweite
reflektierende Oberflache so ausgebildet, dass der
erste Gasraum mit dem zweiten Gasraum in der ers-
ten Richtung durchgehend ist. Dadurch verringert
sich der Abstand zwischen der ersten reflektierenden
Oberflache und der zweiten reflektierenden Oberfla-
che in der ersten Richtung. Dementsprechend verrin-
gert sich der Abstand zwischen dem ersten Tera-
hertz-Element und dem zweiten Terahertz-Element,
die in der ersten Richtung benachbart sind. Dadurch
wird eine Licke in der ersten Richtung zwischen den
elektromagnetischen Wellen, die in einer Richtung
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von den Terahertz-Elementen durch die reflektieren-
den Oberflachen abgestrahlt werden, beseitigt oder
verkleinert. Dadurch werden die elektromagneti-
schen Wellen von der Terahertz-Vorrichtung gleich-
mafig in die erste Richtung abgestrahilt.

D38. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D37,
wobei

die erste reflektierende Oberflache und die
zweite reflektierende Oberflache jeweils kugel-
férmig sind, und

in einer Querschnittsansicht der reflektierenden
Oberflachen, die entlang einer Ebene geschnit-
ten ist, die sich in der ersten Richtung und der
Hoéhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung durch
einen Mittelpunkt der ersten reflektierenden
Oberflache erstreckt, die erste reflektierende
Oberflache einen bogenférmigen Teil umfasst,
der Bogenendpunkte in der ersten Richtung ver-
bindet und einen zentralen Winkel von weniger
als 180° hat, und die zweite reflektierende Ober-
flache einen bogenférmigen Teil umfasst, der
Bogenendpunkte in der ersten Richtung verbin-
det und einen zentralen Winkel von weniger als
180° hat.

D39. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D37
oder D38, wobei

die Terahertz-Elemente ein drittes Terahertz-
Element, das von dem Halteelement gehalten
wird, umfassen,

die reflektierenden Oberflachen eine dritte
reflektierende Oberflache, die dem dritten Tera-
hertz-Element in der Hoéhenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung gegeniberliegt, umfassen,
um eine elektromagnetische Welle von dem drit-
ten Terahertz-Element in eine Richtung zu
reflektieren,

die dritte reflektierende Oberflache zu dem drit-
ten Terahertz-Element hin gedffnet und so
gekrimmt ist, dass sie in einer vom dritten Tera-
hertz-Element wegfihrenden Richtung vertieft
ist,

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende
Oberflache neben der zweiten reflektierenden
Oberflache in der ersten Richtung auf einer
Seite angeordnet ist, die der zweiten reflektier-
enden Oberflache und der ersten reflektieren-
den Oberflache gegeniiberliegt,

der Gasraum einen dritten Gasraum umfasst,
der durch die dritte reflektierende Oberflache
und das Halteelement definiert ist, und

der zweite Gasraum mit dem dritten Gasraum
an einer Grenzflache zwischen der zweiten
reflektierenden Oberflache und der dritten
reflektierenden Oberflache in der ersten Rich-
tung durchgangig ist.

D40. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D39,
wobei
die dritte reflektierende Oberflache ist kugelfor-
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mig ist,

in einer Querschnittsansicht der reflektierenden
Oberflachen, die entlang einer Ebene geschnit-
ten ist, die sich in der ersten Richtung und der
Hoéhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung durch
einen Mittelpunkt der dritten reflektierenden
Oberflache erstreckt, die dritte reflektierende
Oberflache einen bogenférmigen Teil umfasst,
der Bogenendpunkte in der ersten Richtung ver-
bindet und einen zentralen Winkel von weniger
als 180° hat.

D41. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D39,
wobei von der Héhe der Terahertz-Vorrichtung
aus betrachtet, die Grenzflache zwischen der
zweiten reflektierenden Oberflache und der drit-
ten reflektierenden Oberflache geradlinig ver-
[auft.

D42. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D37
oder D38, wobei

die Terahertz-Elemente ein drittes Terahertz-
Element, das von dem Halteelement gehalten
wird, umfassen,

die reflektierenden Oberflachen eine dritte
reflektierende Oberflache, die dem dritten Tera-
hertz-Element in der HOéhenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung gegenuberliegt, umfassen,
um eine elektromagnetische Welle von dem drit-
ten Terahertz-Element in eine Richtung zu
reflektieren,

die dritte reflektierende Oberflache zu dem drit-
ten Terahertz-Element hin gedffnet und so
gekrimmt ist, dass sie in einer von dem dritten
Terahertz-Element wegflihrenden Richtung ver-
tieft ist, wobei

wenn eine Richtung, die die Héhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung schneidet und sich von
der ersten Richtung und der zweiten Richtung
unterscheidet, als eine dritte Richtung bezeich-
net wird, und eine Richtung, die die Héhenrich-
tung der Terahertz-Vorrichtung schneidet und
sich von der ersten Richtung, der zweiten Rich-
tung und der dritten Richtung unterscheidet, als
eine vierte Richtung bezeichnet wird, in einer
Betrachtung in der Hohenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung die dritte reflektierende Ober-
flache benachbart zu der ersten reflektierenden
Oberflache in der dritten Richtung und benach-
bart zu der zweiten reflektierenden Oberflache
in der vierten Richtung angeordnet ist,

der Gasraum einen dritten Gasraum umfasst,
der durch die dritte reflektierende Oberflache
und das Rickhalteelement definiert ist, und

der erste Gasraum mit dem dritten Gasraum an
einer Grenzflache zwischen der ersten reflek-
tierenden Oberflache und der dritten reflektier-
enden Oberflache in der dritten Richtung durch-
gangig ist, und der zweite Gasraum mit dem
dritten Gasraum an einer Schnittstelle zwischen
der zweiten reflektierenden Oberflache und der
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dritten reflektierenden Oberflache in der vierten
Richtung durchgéngig ist.

D43. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D42,
wobei

das dritte Terahertz-Element an einer Position
angeordnet ist, die gegenuber dem ersten Tera-
hertz-Element und dem zweiten Terahertz-Ele-
ment in der zweiten Richtung verschoben ist
und, in einer Betrachtung in der zweiten Rich-
tung das erste Terahertz-Element und das
zweite Terahertz-Element Uberlappt.

D44. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D42
oder D43, wobei in einer Betrachtung in der
Hoéhenrichtung  der  Terahertz-Vorrichtung
sowohl die Grenzflache zwischen der ersten
reflektierenden Oberflache und der dritten
reflektierenden Oberflache als auch die Grenz-
flache zwischen der zweiten reflektierenden
Oberflache und der dritten reflektierenden Ober-
flache geradlinig verlauft.

D45. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D37
oder D38, wobei

die Terahertz-Elemente ein drittes Terahertz-
Element und ein viertes Terahertz-Element
umfassen,

die reflektierenden Oberflachen eine dritte
reflektierende Oberflache, die dem dritten Tera-
hertz-Element in der Hbhenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung gegeniberliegt, umfassen,
um eine elektromagnetische Welle von dem drit-
ten Terahertz-Element in eine Richtung zu
reflektieren, und eine vierte reflektierende Ober-
flache, die dem vierten Terahertz-Element in der
Hdhenrichtung der  Terahertz-Vorrichtung
gegeniberliegt, umfassen, um eine elektromag-
netische Welle von dem vierten Terahertz-Ele-
ment in eine Richtung zu reflektieren,

die dritte reflektierende Oberflache zu dem drit-
ten Terahertz-Element hin gedffnet und so
gekrummt ist, dass sie in einer von dem dritten
Terahertz-Element wegfiihrenden Richtung ver-
tieft ist,

die vierte reflektierende Oberflache zu dem vier-
ten Terahertz-Element hin gedffnet und so
gekrummt ist, dass sie in einer von dem vierten
Terahertz-Element wegfiihrenden Richtung ver-
tieft ist,

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die zweite Richtung
orthogonal zu der ersten Richtung ist,

der Gasraum einen dritten Gasraum, der durch
die dritte reflektierende Oberflache und das Hal-
teelement definiert ist, und einen vierten Gas-
raum, der durch die vierte reflektierende Ober-
flache und das Halteelement definiert ist,
umfasst,

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende
Oberflache benachbart zu der ersten reflektier-
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enden Oberflache in der zweiten Richtung ange-
ordnet ist, die vierte reflektierende Oberflache
benachbart zu der zweiten reflektierenden
Oberflache in der zweiten Richtung angeordnet
ist, die dritte reflektierende Oberflache benach-
bart zu der vierten reflektierenden Oberflache in
der ersten Richtung angeordnet ist, der erste
Gasraum mit dem dritten Gasraum an einer
Grenzflache zwischen der ersten reflektieren-
den Oberflache und der dritten reflektierenden
Oberflache in der zweiten Richtung durchge-
hend ist, und der zweite Gasraum mit dem vier-
ten Gasraum an einer Grenzflache zwischen der
zweiten reflektierenden Oberflache und der vier-
ten reflektierenden Oberflache in der zweiten
Richtung durchgehend ist.

D46. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D45,
wobei in einer Betrachtung in der Hohenrichtung
der Terahertz-Vorrichtung mindestens eine der
dritten reflektierenden Oberflache und der vier-
ten reflektierenden Oberflache in der zweiten
Richtung kleiner ist als in einer dritten Richtung,
die sich von der ersten Richtung und der zwei-
ten Richtung unterscheidet.

D47. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D45
oder D46, wobei

die dritte reflektierende Oberflache und die
vierte reflektierende Oberflaiche kugelférmig
sind,

in einer Betrachtung in der Hoéhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende
Oberflache einen Umfang mit einem umlaufen-
den Teil aufweist, der Bogenendpunkte in der
zweiten Richtung verbindet, und die vierte
reflektierende Oberflache einen Umfang mit
einem umlaufenden Teil aufweist, der Boge-
nendpunkte in der zweiten Richtung verbindet,
und

der umlaufende Teil mindestens einer der dritten
reflektierenden Oberflache und der vierten
reflektierenden Oberflache bogenférmig ist und
einen zentralen Winkel von weniger als 180°
hat.

D48. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel D45
oder D46, wobei

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die dritte reflektierende
Oberflache und die vierte reflektierende Ober-
flache jeweils in der zweiten Richtung kleiner
als in der dritten Richtung ist,

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung jeweils eine Grenzflache
bzw. Schnittstelle zwischen der ersten reflektier-
enden Oberflache und der dritten reflektieren-
den Oberflache und eine Grenzflache bzw.
Schnittstelle zwischen der zweiten reflektieren-
den Oberflache und der vierten reflektierenden
Oberflache geradlinig verlauft.
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E1. Terahertz-Vorrichtung mit einem Halteele-
ment, das Terahertz-Elemente halt, wobei das
Halteelement leitende Abschnitte aufweist, die
jeweils elektrisch mit den Terahertz-Elementen
verbunden sind.

E2. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel E1,
wobei

jedes der Terahertz-Elemente ein Pad umfasst,
jeder der leitenden Abschnitte ein Element-
Gegenstlck, das dem Pad in einer Dickenrich-
tung der Terahertz-Elemente gegenlberliegt,
und einen Hoécker aufweist, der zwischen dem
Pad und dem Element-Gegenstick angeordnet
ist, und

jedes der Terahertz-Elemente Uber den Hocker
auf das Element-Gegenstlick flipchip-montiert
ist.

E3. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel E1 oder
E2, wobei

jeder der leitenden Abschnitte einen ersten lei-
tenden Abschnitt und einen zweiten leitenden
Abschnitt umfasst, und

in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung der erste leitende
Abschnitt und der zweite leitende Abschnitt in
der ersten Richtung nebeneinander angeordnet
sind und sich in der zweiten Richtung zu einer
Seite der Terahertz-Elemente erstrecken.

E4. Terahertz- Vorrichtung, wobei

die Terahertz-Elemente ein erstes Terahertz-
Element, ein zweites Terahertz-Element und
ein drittes Terahertz-Element umfassen, wobei
wenn eine Richtung parallel zu einer Dickenrich-
tung des Terahertz-Elements als die Hohenrich-
tung der Terahertz-Vorrichtung bezeichnet wird,
die Terahertz-Vorrichtung reflektierende Ober-
flachen einschlieRlich einer ersten reflektieren-
den Oberflache gegenliber dem ersten Tera-
hertz-Element, einer zweiten reflektierenden
Oberflache gegeniiber dem zweiten Terahertz-
Element und einer dritten reflektierenden Ober-
flache gegenliber dem dritten Terahertz-Ele-
ment in der Hohenrichtung der Terahertz-Vor-
richtung umfassen,

die erste reflektierende Oberflache und die
zweite reflektierende Oberflaiche nebeneinan-
der in einer ersten Richtung angeordnet sind,
die die Hohenrichtung der Terahertz-Vorrichtung
schneidet,

in einer Betrachtung in der Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung die erste reflektierende
Oberflache und die dritte reflektierende Oberfla-
che in einer dritten Richtung nebeneinander
angeordnet sind, die die Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung schneidet und sich von
der ersten Richtung unterscheidet,

die zweite reflektierende Oberflaiche und die
dritte reflektierende Oberflache in einer Betrach-
tung in der der Héhenrichtung der Terahertz-
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Vorrichtung in einer vierten Richtung nebenei-
nander angeordnet sind, die die Héhenrichtung
der Terahertz-Vorrichtung schneidet und sich
von der ersten Richtung und der dritten Rich-
tung unterscheidet,

das Halteelement leitende Abschnitte umfasst,
wobei jeder leitende Abschnitt jeweils elektrisch
mit den Terahertz-Elementen verbunden ist,
jeder der leitenden Abschnitte einen ersten lei-
tenden Abschnitt und einen zweiten leitenden
Abschnitt umfasst, und

ein erster leitender Abschnitt und ein zweiter lei-
tender Abschnitt, die mit dem dritten Terahertz-
Element verbunden sind, so angeordnet sind,
dass sie eine Grenzflache zwischen der ersten
reflektierenden Oberflache und der zweiten
reflektierenden Oberflache, in einer Betrachtung
in der Hohenrichtung der Terahertz-Vorrichtung,
Uberlappen.

E5. Terahertz-Vorrichtung nach einem der
Anspriche 1 bis 18, ferner mit Elektroden zur
elektrischen Verbindung mit einer externen Vor-
richtung, bei welcher in einer Betrachtung in der
der Hohenrichtung der Terahertz-Vorrichtung
die Elektroden so angeordnet sind, dass sie
die reflektierenden Oberflachen nicht Gberlap-
pen.

E6. Terahertz-Vorrichtung nach einem der
Anspruche 1 bis 18, wobei in einer Betrachtung
in der H6henrichtung der Terahertz-Vorrichtung
die reflektierenden Oberflachen groRer sind als
die Terahertz-Elemente.

E7. Terahertz-Vorrichtung nach einem der
Anspriche 1 bis 18, mit einem Halteelement,
das die Terahertz-Elemente halt, wobei

das Halteelement aus einem dielektrischen
Material besteht, um die Terahertz-Elemente
Zu umgeben.

E8. Terahertz-Vorrichtung nach einem der
Anspriche 1 bis 18, wobei die reflektierenden
Oberflachen elektrisch isoliert sind.

E9. Terahertz-Vorrichtung nach einem der
Anspriche 1 bis 18, ferner mit Schutzdioden,
die separat parallel zu den Terahertz-Elementen
geschaltet sind.

E10. Terahertz-Vorrichtung nach Klausel E9,
wobei die Schutzdioden einer Betrachtung in
der Hoéhenrichtung der Terahertz-Vorrichtung
so angeordnet sind, dass sie die reflektierenden
Oberflachen nicht tberlappen.

BEZUGSZEICHENLISTE
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20, 20A bis 20l Terahertz-Element
(erstes bis viertes
Terahertz-Element)

50 Dielektrikum (Halteele-
ment)

70 Antennenbasis

70A bis 70l separate Antennenba-
sis

81, 81A bis 811 Antennenoberflache

82, 82A bis 82| Reflexionsfilm

92 Gasraum

191 erste Trennwand

192 zweite Trennwand

193 dritte Trennwand

P2 Mittelpunkt

Patentanspriiche

1. Terahertz-Vorrichtung (10) mit:
Terahertz-Elementen (20) mit einem ersten Tera-
hertz-Element (20A) und einem zweiten Terahertz-
Element (20B), die so ausgestaltet sind, dass sie
eine elektromagnetische Welle empfangen; und
reflektierenden Oberflachen mit einer ersten reflek-
tierenden Oberflache und einer zweiten reflektieren-
den Oberflache, wobei die erste reflektierende
Oberflache dem ersten Terahertz-Element (20A) in
einer Dickenrichtung des ersten Terahertz-Elements
(20A) gegenuberliegt, um eine einfallende elektro-
magnetische Welle in Richtung des ersten Tera-
hertz-Elements (20A) zu reflektieren, und die zweite
reflektierende Oberflache dem zweiten Terahertz-
Element (20B) in einer Dickenrichtung des zweiten
Terahertz-Elements (20B) gegeniberliegt, um eine
einfallende elektromagnetische Welle in Richtung
des zweiten Terahertz-Elements (20B) zu reflektie-
ren, wobei
die erste reflektierende Oberflache zu dem ersten
Terahertz-Element (20A) hin gedffnet und so
gekrimmt ist, dass sie in eine von dem ersten Tera-
hertz-Element (20A) wegfiihrende Richtung vertieft
ist,
die zweite reflektierende Oberflache zu dem zweiten
Terahertz-Element (20B) hin gedffnet und so
gekrimmt, dass sie in einer von dem zweiten Tera-
hertz-Element (20B) wegflihrenden Richtung vertieft
ist, wobei
wenn eine Richtung parallel zur Dickenrichtung
jedes der Terahertz-Elemente (20) als Hohenrich-
tung der Terahertz-Vorrichtung (10) bezeichnet
wird, die erste reflektierende Oberflache und die
zweite reflektierende Oberflache nebeneinander in
einer ersten Richtung angeordnet sind, die die
Hoéhenrichtung der  Terahertz-Vorrichtung  (10)
schneidet, und

in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung (10) mindestens eine der ersten
reflektierenden Oberflache und der zweiten reflek-
tierenden Oberflache in der ersten Richtung kleiner
ist als in einer zweiten Richtung, die orthogonal zu
der ersten Richtung verlauft.

2. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch 1,
wobei die erste reflektierende Oberflache und die
zweite reflektierende Oberflache jeweils kugelférmig
sind, und in einer Betrachtung in der Héhenrichtung
der Terahertz-Vorrichtung (10) die erste reflektie-
rende Oberflache einen Umfang mit einem umlauf-
enden Teils aufweist, der Bogenendpunkte in der
ersten Richtung verbindet, die zweite reflektierende
Oberflache einen Umfang mit einem umlaufenden
Teils aufweist, der Bogenendpunkte in der ersten
Richtung verbindet, und der umlaufende Teil von
mindestens einer der ersten reflektierenden Oberfla-
che und der zweiten reflektierenden Oberflache
bogenférmig ist und einen zentralen Winkel von
weniger als 180° aufweist.

3. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch 1
oder 2, wobei
die Terahertz-Elemente (20) ein drittes Terahertz-
Element (20C) umfassen,
die reflektierenden Oberflachen eine dritte reflektie-
rende Oberflache, die dem dritten Terahertz-Ele-
ment (20C) in der H6henrichtung der Terahertz-Vor-
richtung (10) gegenuberliegt, umfassen, um eine
einfallende elektromagnetische Welle in Richtung
des dritten Terahertz-Elements (10) zu reflektieren,
die dritte reflektierende Oberflache zu dem dritten
Terahertz-Element (20C) hin gedffnet und so
gekrimmt ist, dass sie in einer von dem dritten Tera-
hertz-Element (20C) wegfiihrenden Richtung vertieft
ist,
in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung (10) die dritte reflektierende Ober-
flache neben der zweiten reflektierenden Oberflache
an einer Seite angeordnet ist, die der ersten reflek-
tierenden Oberflache in der ersten Richtung gegen-
Uberliegt, und
in einer Betrachtung in der H6henrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung (10) die dritte reflektierende Ober-
flache in der ersten Richtung kleiner ist als in der
zweiten Richtung.

4. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch 3,
wobei
die dritte reflektierende Oberflache kugelférmig ist,
und
in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung (10) die dritte reflektierende Ober-
flache einen Umfang mit einem umlaufenden Teil
aufweist, der Bogenendpunkte in der ersten Rich-
tung verbindet, und der umlaufende Teil bogenfor-
mig ist und einen zentralen Winkel von weniger als
180° hat.
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5. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch 3
oder 4, wobei
die zweite reflektierende Oberflache kugelférmig ist,
und
in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung die zweite reflektierende Oberfla-
che einen Umfang mit einem umlaufenden Teil auf-
weist, der Bogenendpunkte in der ersten Richtung
verbindet, und der umlaufende Teil bogenférmig ist
und einen zentralen Winkel von weniger als 90° hat.

6. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch 1
oder 2, wobei
die Terahertz-Elemente (20) ein drittes Terahertz-
Element (20C) umfassen,
die reflektierenden Oberflachen eine dritte reflektie-
rende Oberflache, die dem dritten Terahertz-Ele-
ment (20C) in der H6henrichtung der Terahertz-Vor-
richtung (10) gegenuberliegt, umfassen, um eine
einfallende elektromagnetische Welle in Richtung
des dritten Terahertz-Elements (20C) zu reflektieren,
die dritte reflektierende Oberflache zu dem dritten
Terahertz-Element (20C) hin gedffnet und so
gekrummt ist, dass sie in einer von dem dritten Tera-
hertz-Element (20C) wegflihrenden Richtung vertieft
ist, wobei
wenn eine Richtung, die die Hohenrichtung der
Terahertz-Vorrichtung (10) schneidet und sich von
der ersten Richtung und der zweiten Richtung unter-
scheidet, als eine dritte Richtung bezeichnet wird,
und eine Richtung, die die Hohenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung (10) schneidet und sich von der
ersten Richtung, der zweiten Richtung und der drit-
ten Richtung unterscheidet, als eine vierte Richtung
bezeichnet wird,
in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung (10) die dritte reflektierende Ober-
flache in der dritten Richtung neben der ersten
reflektierenden Oberflache und in der vierten Rich-
tung neben der zweiten reflektierenden Oberflache
angeordnet ist, und
in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung (10) die dritte reflektierende Ober-
flache in mindestens einer der dritten und vierten
Richtung kleiner ist als in der zweiten Richtung.

7. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch 6,
wobei das dritte Terahertz-Element (20C) zwischen
dem ersten Terahertz-Element (20A) und dem zwei-
ten Terahertz-Element (20B) in der ersten Richtung
an einer Position angeordnet ist, die sich von dem
ersten Terahertz-Element (20A) und dem zweiten
Terahertz-Element (20B) in der zweiten Richtung
unterscheidet.

8. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch 6
oder 7, wobei
die dritte reflektierende Oberflache kugelférmig ist,
und
in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der Tera-

hertz-Vorrichtung (10) die dritte reflektierende Ober-
flache einen Umfang mit einem umlaufenden Teil
aufweist, der Bogenendpunkte in der dritten Rich-
tung verbindet, und einem umlaufenden Teil, der
Bogenendpunkte in der vierten Richtung verbindet,
und mindestens einer der umlaufenden Teile bogen-
formig ist und einen zentralen Winkel von weniger
als 180° hat.

9. Terahertz-Vorrichtung (10) nach einem der
Anspriche 6 bis 8, wobei in einer Betrachtung in
der Hohenrichtung der Terahertz-Vorrichtung (10)
die erste reflektierende Oberflache in der dritten
Richtung kleiner ist als in der zweiten Richtung.

10. Terahertz-Vorrichtung (10) nach einem der
Anspriche 6 bis 9, wobei die zweite reflektierende
Oberflache in einer Betrachtung in der Héhenrich-
tung der Terahertz-Vorrichtung (10) in der vierten
Richtung kleiner ist als in der zweiten Richtung.

11. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch 1
oder 2, wobei
die Terahertz-Elemente (20) ein drittes Terahertz-
Element (20C) und ein viertes Terahertz-Element
(20D) umfassen,
die reflektierenden Oberflachen eine dritte reflektie-
rende Oberflache, die dem dritten Terahertz-Ele-
ment (20C) in einer Dickenrichtung des dritten Tera-
hertz-Elements (20C) gegeniberliegt, umfasst, um
eine einfallende elektromagnetische Welle zu dem
dritten Terahertz-Element (20C) zu reflektieren, und
eine vierte reflektierende Oberflache, die dem vier-
ten Terahertz-Element (20D) in einer Dickenrichtung
des vierten Terahertz-Elements (20D) gegenuber-
liegt, umfasst, um eine einfallende elektromagneti-
sche Welle zu dem vierten Terahertz-Element
(20D) zu reflektieren,
die dritte reflektierende Oberflache zu dem dritten
Terahertz-Element (20C) hin gedffnet und so
gekrimmt ist, dass sie in einer von dem dritten Tera-
hertz-Element (20C) wegfiihrenden Richtung vertieft
ist,
die vierte reflektierende Oberflache zu dem vierten
Terahertz-Element (20D) hin gedffnet und so
gekrimmt ist, dass sie in einer von dem vierten
Terahertz-Element (20D) wegfiihrenden Richtung
vertieft ist,
in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung (10) die zweite Richtung orthogo-
nal zu der ersten Richtung ist,
in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung (10) die erste reflektierende Ober-
flache und die dritte reflektierende Oberflache in der
zweiten Richtung nebeneinander angeordnet sind,
die zweite reflektierende Oberflache und die vierte
reflektierende Oberflache in der zweiten Richtung
nebeneinander angeordnet sind und die dritte reflek-
tierende Oberflache und die vierte reflektierende
Oberflache in der ersten Richtung nebeneinander
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angeordnet sind, und

in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung (10) mindestens eine der dritten
reflektierenden Oberflache und der vierten reflektier-
enden Oberflache in der ersten Richtung kleiner ist
als in einer dritten Richtung, die sich von der ersten
Richtung und der zweiten Richtung unterscheidet.

12. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch
11, wobei in einer Betrachtung in der Héhenrichtung
der Terahertz-Vorrichtung (10) mindestens eine der
dritten reflektierenden Oberflache und der vierten
reflektierenden Oberflache in der zweiten Richtung
kleiner ist als in einer dritten Richtung, die sich von
der ersten und der zweiten Richtung unterscheidet.

13. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch 11
oder 12, wobei
die dritte reflektierende Oberflache und die vierte
reflektierende Oberflache jeweils kugelférmig sind,
und
in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung (10) die dritte reflektierende Ober-
flache einen Umfang mit einem umlaufenden Teil
aufweist, der Bogenendpunkte in der zweiten Rich-
tung verbindet, die vierte reflektierende Oberflache
einen Umfang mit einem umlaufenden Teil aufweist,
der Bogenendpunkte in der zweiten Richtung ver-
bindet, und der umlaufende Teil von mindestens
einer der dritten reflektierenden Oberflache und der
vierten reflektierenden Oberflache bogenférmig ist
und einen zentralen Winkel von weniger als 180°
hat.

14. Terahertz-Vorrichtung (10) mit:
Terahertz-Elementen (20) mit einem ersten Tera-
hertz-Element (20A) und einem zweiten Terahertz-
Element (20B), die so ausgestaltet sind, dass sie
eine elektromagnetische Welle erzeugen; und
reflektierenden Oberflachen mit einer ersten reflek-
tierenden Oberflache und einer zweiten reflektieren-
den Oberflaiche, wobei die erste reflektierende
Oberflache dem ersten Terahertz-Element (20A) in
einer Dickenrichtung des ersten Terahertz-Elements
(20A) gegenuberliegt, um die von dem ersten Tera-
hertz-Element (20A) erzeugte elektromagnetische
Welle in eine Richtung zu reflektieren, und die
zweite reflektierende Oberflache dem zweiten Tera-
hertz-Element (20B) in einer Dickenrichtung des
zweiten Terahertz-Elements (20B) gegenuberliegt,
um die von dem zweiten Terahertz-Element (20B)
erzeugte elektromagnetische Welle in eine Richtung
zu reflektieren, wobei
die erste reflektierende Oberflache zu dem ersten
Terahertz-Element (20A) hin gedffnet und so
gekrummt ist, dass sie in eine von dem ersten Tera-
hertz-Element (20A) wegfihrende Richtung vertieft
ist,
die zweite reflektierende Oberflache zu dem zweiten
Terahertz-Element (20B) hin gedffnet und so

gekrimmt ist, dass sie in einer von dem zweiten
Terahertz-Element (20B) wegflihrenden Richtung
vertieft ist, wobei

wenn eine Richtung parallel zu der Dickenrichtung
jedes der Terahertz-Elemente (20) als Hohenrich-
tung der Terahertz-Vorrichtung (10) bezeichnet wird,
die erste reflektierende Oberflache und die zweite
reflektierende Oberflache in einer ersten Richtung,
die die Hohenrichtung der Terahertz-Vorrichtung
(10) schneidet, nebeneinander angeordnet sind,
und

in einer Betrachtung in der Héhenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung (10) mindestens eine der ersten
reflektierenden Oberflache und der zweiten reflek-
tierenden Oberflache in der ersten Richtung kleiner
ist als in einer zweiten Richtung, die orthogonal zu
der ersten Richtung verlauft.

15. Terahertz-Vorrichtung (10) nach einem der
Anspriiche 1 bis 14, ferner mit einer Antennenbasis
(70) mit Antennenoberflachen (81), die den Tera-
hertz-Elementen (20) in der Hohenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung (10) jeweils gegenlberliegen,
wobei die reflektierenden Oberflachen jeweils auf
den Antennenoberflachen (81) ausgebildete Refle-
xionsfilme (82) umfassen.

16. Terahertz-Vorrichtung (10) nach einem der
Anspriche 1 bis 14, ferner mit einer Antennenbasis
(70) mit Antennenoberflachen, die den Terahertz-
Elementen (20) in der HoOhenrichtung der Tera-
hertz-Vorrichtung (10) jeweils gegenulberliegen,
wobei
die Antennenbasis (70) aus Metall gebildet ist, und
die reflektierenden Oberflachen Antennenoberfla-
chen (81) umfassen.

17. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch 15
oder 16, ferner mit einem Halteelement (50), das mit
der Antennenbasis (70) gekoppelt ist und die Tera-
hertz-Elemente (20) halt, wobei das Halteelement
(50) die reflektierenden Oberflachen bedeckt.

18. Terahertz-Vorrichtung (10) nach Anspruch
17, wobei eine Trennwand (191, 192, 193) in einer
Grenzflache zwischen benachbarten der reflektier-
enden Oberflachen und in Kontakt mit dem Halteele-
ment (50) angeordnet ist, um die benachbarten der
reflektierenden Oberflachen voneinander zu tren-
nen.

Es folgen 72 Seiten Zeichnungen
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